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Page 124  TCA 830 SR

MEASUREMENT DIAGRAM
SCHEMA DE MESURE
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APPLICATION DIAGRAM WITH LOAD CONNECTED TO + Vee
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Page 152 TDA 1102 SP

Substrate  _ Bootstral
Substrat VCC 7 Bootstrapp
2 Non-inverting input
Entrée non inverseuse
ntre n I 8 +VCC
3 tnverting input
Entrée inverseuse
9 Output
" St
4 Compensation ortie
Compensation
-V
5 Ripple rejection 10 cc
Fill
iltrage
Not to be used Substrate _,
6 Ne pas utiliser n Substrat VCC

APPLICATION CIRCUITS

CIRCUITS D'APPLICATION

Page 155 TDA 1102 SP

Hi-Fl AUDIO AMPLIFIER WITH SPLIT POWER SUPPLY
AMPLIFICATEUR BF HAUTE FIDELITE, ALIMENTATIONS SYMETRIQUES

Input

Entrée e
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Page 156 TDA 1102 SP

APPLICATION CIRCUITS
CIRCUITS D'APPLICATION

HI - FI AUDIO AMPLIFIER WITH SINGLE POWER SUPPLY
AMPLIFICATEUR BF HAUTE FIDELITE, A UNE SEULE TENSION D'ALIMENTATION
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Typical application
Application typique

R3 =10k
Ay = 51
Page 250 TBA 120, TBA 120 A
USE — UTILISATION
5,6 MHz 10,7 MHz mono 10,7 MHz stereo
C1 47 pF. 27 pF 47 pF
c2 220 pF 120 pF 150 pF
Cc3 22 nF 22 pF 470 pF
ca 56 pf 27 pF 30 pF
cs 56 pF 27 pF 30 pF
cs 1,6 nF 470 pF 330 pF
L1 20 turn / tours 20 turn / tours 15 turn /eours
L2 8 turn/ tours 8 turn/ tours 12 turn /tours
R1 ® © 1 kQ
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Page 102 TBA 820

POWER DISSIPATION AND EFFICIENCY
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Page 223 ESM 1350 P

AGC TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE DU CAG

€2 R2 vi=12v

—O

Page 366 TDA 1406, TDA 1412, TDA 1415, TDA 1418, TDA 1424, ESM 1406, ESM 1410

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

bl TDA 1405 20 v

: ESM 1406 20 Y

. . ESM 1410 27 \%

Maximum input voltage v TDA 1412 27 v

Tension d’entrée maximale ! TDA 1415 27 v

TDA 1418 40 v

TDA 1424 40 v

Power dissipation Tamp = 25°C Prot 1,25 w

Dissipation de puissance Tcase = 25°C 14 W

Operating temperature T 0 °C

pérature de foncti oper 70 oo
Junction temperature T,

Température de jonction J 150 °C

Storage temperature T — B5 oc

Température de stockage stg “+125 o
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"Sescosem” Library
Bibliothegque "Sescosem”

TSi77

TPu75

THT 77

DSR 75

DRT 76

Clp 78/79

CIBC 79

HYB 77

MPR 78

187 Septembre 1978

1976 Signal transistors and field effect transistors
Transistors de signal et transistors & effet de champ 1976

1975 Power transistors
Transistors de puissance 1975

1977 High voltage power transistors
Transistors de puissance haute tension 1977

1975 Signal and regulator diodes
Diodes de signal de régulation 1975

1976 Rectifiers and thyristors
Diodes de redressement et thyristors 1976

1978/1979 Professional integrated circuits
Circuits Intégrés professionnels 1978/1979

1979 Cusomer integrated circuits (to be published)
Circuits intégrés pour biens de consommation (a paraitre)

1976/1977 Active components for hybrid circuits
Composants actifs pour circuits hybrides 1976/1977

1978 Microprocesseur SF.F 96800 et Circuits associés

Manuel d’Application CIL - Tome 3 : Filtres actifs & amplificateurs opérationnels

Manue| de programmation du Microprocesseur SF.F 96800

Le Transistor de Puissance dans son environnement

Every SESCOSEM catalogue and manual are at your disposal, at local "SESCOSEM" distributor.

Tous nos catalogues et manuels sont & votre disposition, chez le Distributeur “"SESCOSEM* de votre région,




INDEX
INDEX

Type Page Book (1) Type Page Book (1)
Type Page Catalogue Type Page Catalogue
ESM 227 389 SFE.C 2108 PM clp
ESM 227 N 389 SF.C2109M cip
ESM 273 315 SF.C 2109 RM cip
ESM 310 143 SF.C2110M cIp
ESM 352 337 SF.C2111 M clp
ESM 374 347 SF.C 2118 M cip
ESM 381 clp SF.C 2200 clp
ESM 382 cip SF.C 2201 A clp
ESM 383 Cip SF.C 2201 APT clp
ESM 432 : 169 SF.C 2204 cip
ESM 621 209 SF.C 2205 clp
ESM 700 421 SF.C 2207 cIP
ESM 707 425 SF.C 2207 PT cip
ESM.1231 161 SF.C 2208 clp
ESM 1350 P 219 SF.C 2208 A cIP
ESM 1406 365 SF.C 2208 PT clp
ESM 1410 365 SF.C 2209 ClP
ESM 1532 151 SF.C 2209 R clp
ESM 1600 B CIP SF.C 2210 CIP
ESM 1601 441 SF.C 2211 ctp
ESM 1602 B clp SF.C 2218 clp
ESM 1607 G CIP SF.C 2300 CcIP
SAY 116 X 431 SF.C 2301 A cip
SAY 118 Y 431 SF.C 2301 ADC clp
SF.C 2006 clp SF.C 2301 AUC clp
SF.C 2008 clp SF.C 2301 AUT cip
SF.C 2011 clp SF.C 2304 CIP
SF.C2018M cip SF.C 2305 clIp
SF.C 2036 M. cIp SF.C 2307 CiP
SF.C 2046 EC Clp SF.C 2307 DC CiP
SF.C 2054 EC Clp SF.C 2308 cip
SF.C 2100 M clp SF.C 2308 A clp
SF.C2101 A clp SF.C 2308 DC cIp
SF.C 2101 APM CIP SF.C 2308 UC cip
SF.C 2104 M cIp SF.C 2309 clp
SF.C 2105 M cip SF.C 2309 R cIpP
SF.C2107M Cclp SF.C 2310 clp
SF.C 2107 PM cIp SF.C 2310DC CIP
SF.C 2108 A clp SF.C 2311 CIP
SF.C 2108 M cip SF.C 2311 DC clp

(1) See "Sescosem’’ Library, Page 2
Voir Bibliothéque “Sescosem”’, Page 2




Type Page
Type Page

SF.C 2311 UC
SF.C 2315
SF.C 2318
SF.C 2318 DC
SF.C 2318 UC

SF.C 2458 C
SF.C 2458 DC
SF.C 2458 M
SF.C 2458 UC
SF.C 2476 C

SF.C 2476 DC, UC
SF.C2580C

SF.C 2580 M
SF.C 2709 A
SF.C 2709 AE

SF.C 2709 AP
SF.C2709C

SF.C 2709 DC
SF.C 2709 EC
SF.C 2709 ET

SF.C 2709 KM
SF.C 2709 M
SF.C 2708 PM
SF.C 2709 PT
SF.C2708T

SF.C2710C
SF.C 2710 EC
SF.C 2710 KM
SE.C2710M
SF.C 2710 PM

SF.C2711C
SF.C 2711 EC
SF.C 2711 KM
SF.L2711 M
SF.C2711PM

SF.C2723C
SF.C 2723 EC
SF.C 2723 UM
SF.C 2723 KM
SF.C2723M

{1) See “Sescosem’ Library, Page 2
Voir Bibliothdque “'Sescosem”’, Page 2

Book (1)
Catalogue

cip
CIP
CIp
cip
cip

Cip
cip
cip
CIP.
Cip

ctp
Cip
cip
cip
cip

clp
CIp
CIpP
cip
CIp

CIP
cip
cIp
ClP
CIP

CIP
cip
ctp
clp
ClIpP

cip
cip
clp
ctp
cip

clp
CIP
cip
cip
CiP

Type
Type

SF.C 2723 UC
SF.C 2741D

SF.C 2741 DC
SF.C 2741 EC
SF.C 2741 M

SF.C 2741 KM
SF.C 2741 M

SF.C 2741 PM
SF.C 2741 UC
SF.C 2741 UT

SF.C2747C
SF.C 2747 EC
SF.C 2747 KM
SF.C 2747 M
SF.C2748C

SF.C 2748 DC
SF.C 2748 M
SF.C2761C
SF.C 2761 DC
SF.C 2761DT

SF.C 2761 M
SF.C 2761 PM
SELC2761T
SF.LC2776C
SF.C 2776 DC

SF.C 2776 KM
SF.C 2776 M
SF.C 2776 PMm
SF.C2776 UC
SF.C 2778 C

SF.C 2778 DC
SF.C2778M
SF.C2790C
SF.C 2790 M
SF.C 2805 EC

SF.C 2805 LEC
SF.C 2805RC
SF.C 2805 RM
SF.C 2806 EC
SF.C 2806 LEC

Page
Page

29
29

353

353

Book (1}
Catalogue

cip
cip
cip
CIpP
cip

cip
cip
cip
cip
cp

cip
CIp
cip
cip
clp

CIp.
cip
clp
cip
Cip-

cip
Clp
Cip
clp
CIp

cip
cip
cip
Clp
CIp

cip
cip

clp

cip
clp
cip




Type Page Book {1) o Type Page Book {1)

Type Page Catalogue Type Page Catalogue
SF.C 2806 RC clp SF.F 25012 437

SF.C 2806 RM clp SF.F 25016 E 467

SF.C 2808 EC cip SF.F 25066 E 473

SF.C 2808 LEC 353 SF.F 25068 £ 473

SF.C 2808 RC CIpP SF.F 25071 183

SF.C 2808 RM cIpP SF.F 25072 193

SF.C 2812 EC cipP SF.F 25086 E 473

SF.C 2812 LEC 353 SF.F 25088 E 473

SF.C 2812 RC cip SF.F 25201 clp
SF.C 2812 RM cip SF.F 25201 V - clp
SF.C 2815 EC cie SF.F 25301 EV ’ clp
SF.C 2815 LEC 353 SF.F 25301 KM cIp
SF.C 2815 RC cIpP SF.F 25302 EV clp
SF.C 2815 RM clp SF.F 25302 KM cIp
SF.C 2818 EC clp SF.F 25303 EV cip
SF.C 2818 RC CIP SF.F 25303 KM clp
SF.C 2818 RM cIP SF.F 25305 EV cip
SF.C 2820 LEC : 353 SF.F 25305 JV clp
SF.C 2824 EC cle SF.F 25306 - 203

SF.C 2824 LEC 353 SF.F 25307 203

SF.C 2824 RC cIp SF.F 25308 203

SF.C 2824 RM clp SF.F 25308 EV clp~
SF.C 2861C clp SF.F 25309 JV cip
SF.C 2862 DC CIP SF.F 26303 KV clp
SF.C 2861 DT cIp SF.F 26310 JV cip
SF.C 2861 M cIP SF.F 26310 KV CIpP
SF.C 2861 PM cIpP TAA 550 225

SF.C 2861 T cip TAA 661 A 229

SF.F 5010 453 TAA 661 B 229

SF.F 5011 453 TAA 661 BC 229

SF.F 5013 457 : TAA 930 A 239

SF.F 25002 EV 461 TAA 930 AC 239

SF.F 25002 KM 461 TAA 930 B 239

SF.F 25002 KV 461 TAA 930 BC 239

SF.F 25003 EV 461 : TBA 120 247

SF.F 25003 KM 461 TBA 120 A 247

SF.F 25003 KV 461 : TBA 331 253

SF.F 25004 EV 461 TBA 341 261

SF.F 25004 KM 461 TBA 400 271

SF.F 25004 KV 461 TBA 400D 271

(1) See ""Sescosem’ Library, Page 2
Voir Bibliothéque “Sescosem”’, Page 2




Type
Type

TBA 440C
TBA 440N
TBA 440 P
TBA 790 A
TBA 7908

TBA790C

TBA 790 KB
TBA 790 KC
TBA 790 KD
TBA 790 NB

TBA 790 NC
TBA 790 ND
TBA 790 X
TBA 800
TBA 800 A

TBA 810 AP
TBA 810 AS
TBA 810 P
TBA 810S
TBA 820

TBA 920
TBA 9205
TBA 1440 G
TBA 1441
TCA 150 KA

TCA 150 KB
TCA 150 NA
TCA 150 NB
TCA 150 NBT
TCA 830 SR

TCA 800
TCA 910
TCA 940
TCA940E
TDAO0759 CM

TDA 1041
TDA 1045
TDA 1048
TDA 1057
TDA1067

(1) See ""Sescosem’ Library, Page 2
Voir Bibliothéque “Sescosem*’, Page 2

Page
Page

277

285

285
37
37

37
37
37
37
37

37
37
37
7
71

79
89
79
89
95

291
291
299
299
105

105
105
105
105
118

395
395
125
125

401
135
305
311

Book (1)
Catalogue

Cip

Clp

Type
Type

TDA 1067 N
TDA 1098
TDA 1099
TDA 1100
TDA 1102

TDA 1103
TDA 1104
TDA 1111
TDA 1151
TDA 1405

TDA 1412
TDA 1415
TDA 1418
TDA 1424
TDA 1550

TDA 2590

TDB0082 CM
TDBO0082 DP
TDBO084 DP
TDBO111 CM

TDBO111 DP
TDBO118CM
TDB0119 CM
TDB0119 DP
TDBO119 FP

TDB0123 KM
TDBO124 DP
TDBO124A-DP
TDBO124 FP
TDBO139 DP

TDBO146 DP
TDB0148 DP
TDBO148 DP
TDBO155 CM
TDBO155A-CM

TDBO155 DP
TDB0156 CM
TDBO156A-CM
TDBO0156 DP
TDBO157 CM

Page
Page

209
485
143
181

161
315
169
407
365

365
365
365
321

325

Book (1)
Catalogue

Clp

clp
cip
Clp
CIp

clp
clp
Clp
cip
cip

cip
clp
Cip
clp
Cclp

cip
CIpP
clp
cip
Cip

cip
cip
clp
CiP
CIp




Type
Type

TDBO157A-CM
TDBO1567 DP
TDBO158 CM
TDBO0158 DP
TDBO0347 DP

TDBO0353 CM
TDB0353 DP
TDBO0555 CM
TDBO0555 DP/8
TDB0714 CM

TDB07881 DP
TDBO0791 EP/12
TDBO791 EP/14
TDB0781 KM
TDBO0791 SP

TDB2022 CM
TDB2117 CM
TDB2117 KM
TDB2117 SP 3/2
TDB2117 SP 3/7

TDB2137 CM
TDB2137 KM
TDB2137 SP 3/2
TDB2137 SP 3/7
TDB2608 DP

TDB2905 CM
TDB2905 KM
TDB2905 SP
TDB2905A-CM
TDB2905A-KM

TDB2905A-SP
TDB2912CM
TDB2912 KM
TDB2912 SP

TDB2915CM

TDB2915 KM
TDB2915 SP
TDCO0082 CM
TDCO0084 DP
TDCO111 CM

(1) See "Sescosem’’ Library, Page 2
Voir Bibliothéque *’Sescosem”’, Page 2

Book (1)
Catalogue

CiP-

cip
cIp
CIp
CIP

clp
cip
clp
cip
CIP

cip
clp
Clp
clp
Clp

cip
cip
CIp
clp
Clp

Clp
CiP
Cip
clp
clp

Clp
cip
cip
cIp
Ccip

clp
cip
cip
Cip
Cip

Cip
clp
cip
cip
cIp

. Type
" Type

TDCO0118 CM
TDCO119 CM
TDCO119 DC
TDC0123 KM
TDCO0124 DG

TDCO0124 DP
TDCO124A.DP
TDCO139 DG
TDCO0139 DP
TDCO0146 DP

TDC0148 DG
TDCO0148 DP
TDC0149 DP
TDCO0165 CM
TDCO155A-CM

TDCO0156 CM
TDCO156A-CM
TDCO157 CM
TDCO157ACM
TDCO0158 CM

TDC0158 DP
TDC0555 CM
TDCO0714 CM
TDC0759 CM
TDC0791 KM

TDC2117 CM
TDC2117 KM
TDC2117 SP 3/2
TDC2117 SP 3/7
TDC2137 CM

TDC2137 KM
TDC2137 SP 3/2
TDC2137 SP 3/7
TDC2905 CM
TDC2905 KM

TDC2905A-CM
TDC2905A-KM
TDC2912 CM
TDC2912 KM
TDC2915CM

Page
Page

Book (1)
Catalogue

cIp
clp
clp
cip
clp

CcIpP
clp
cip
clp
cip

Clp
clp
cip
Clp
clp

clp
clIp
clp
clp
cip

cle
clp
cIpP
clp
CIp

clp
cip
CIp
CIP
clp

CIpP
cip
Cip
CIp
cip

clp
cip
ClpP
CIP
CIp




Type Page
Type Page

TDC2915 KM
TDE0082 CM
TDEOO084 DP
TDEO111CM
TDEG118CM

TDEG119CM
TDEQ119 DP
TDEO0123 KM
TDEO0124 DP
TDEO0124A-DP

TDEO0139 DP
TDEO146 DP
TDEO148 DP
TDEO0149 DP
TDEO0155 CM

TDEO156 CM
TDEO157 CM
TDEO158 CM
TDEO158 DP
TDE 1064 441

(1) See "'Sescosem’’ Library, Page 2
Voir Bibliothéque “Sescosem*’, Page 2

Book (1)

Catalogue

clp
Cip
clp
clp
cip

cip
cip
cIp
Clp
clp

cip
cIp
CipP
cip
Clp

Clp
clIp
clp
clp

Type
Type

TDE1607 CM
TDE1617 CM
TDE1637 CM
TDE1647 CM
TDE2117 CM

TDE2117 KM
TDE2117 SP 3/2
TDE2117 SP 3/7
TDE2137 CM
TDE2137 KM

TDE2137 SP 3/2
TDE2137 SP 3/7
TDE2608 DP
TDF 1064
TDF2902 DP

TDF2902 FP
TDF2904 DP
TEA 1000
TEA 1001

Page
Page

337
487

Book (1)

Catalogue

‘CIP
Cip-
Cip
Cip
cip

cip
Cip
cip
cip
Cip

cip
cip
CIp
cip

cip
cip




Symbols

Linear integrated circuits

Symboles

Circuits intégrés linéaires

Automatic gain control

Voltage gain {dynamic)
Voltage gain {continuous)

Common mode voltage gain
Differential mode voltage gain

Susceptance
Band width

Collector-substrat capacitance
{transistors arrays)

Input capacitance (with ground)
Differential input capacitance
Load caparitance

Common mode rejection ratio
Output capacitance (with ground).

Short-circuit input capacitance
b = common base
e = common emitter

Open-circuit reverse transfer capacitance
b = common base
e = common emitter

Open-circuit output capacitance
b = common base
e = common emitter

Total harmonic distorsion

Temperature coefficient of input offset current

AGC

Contréle automatique de gain
Amplification en tension (dynamique)
Amplification en tension {continu)

Amplification en tension du mode commun
Amplification en tension du mode différentiel

Susceptance
Bande passante

Capacité collecteur-substrat
(réseaux de transistors)

Capacité d'entrée (par rapport & la masse)
Capacité différentielle d’entrée

Capacité de charge

Taux de réjection en mode commun
Capacité de sortie (par rapport & fa masse)

Capacité d’entrée, sortie en court-circuit
b = en base commune
e = en émetteur commun

Capacité de transfert inverse (capacité de
réaction), entrée en court-circuit

b = en base commune

¢ = en émetteur commun

Capacité de sortie, entrée en circuit ouvert
b = en base commune ‘
e = en émetteur commun

Distorsion harmonique totale

Coefficient de température.du courant
de décalage a [‘entrée




Temperature coefficient of output voltage

Temperature coefficient of input offset voltage

Equivalent input noise voltage
Common mode voltage range
Equivalent input noise electromotive force
Frequency

Cut-off frequency

Modulation frequency

Oscillator or oscillation frequency
Transition frequency

Tuning frequency

Noise figure

Conductance

N Power gain

Short-circuit input impedance
b = common base
e = common emitter

Open-circuit reverse voltage transfer ratio
b = common base
e = common emitter

Short-circuit forward current transfer ratio
b = common base
e = common emitter

Static value of the forward current transfer
ratio(common emitter)

*y,....=g....+jb.....

Dkvo

(DVp)

h11b
hy1e

hqop
h1Ze

h21b
h21e

h21E

Coefficient de température de régulation

Coefficient de température de la tension
de décalage & I'entrée

Tension de bruit ramenée a l'entrée
Gamme de la tension du mode commun
Force électromotive de bruit ramende & l'entrée
Fréquence

Fréguence de coupure

Fréquence de modulation

Fréquence d‘oscillation ou de }’osci//areur
Fréquence de transition

Fréquence d‘accord

Facteur de bruit

Conductance

Gain en puissance

Impédance d‘entrée, sortie en court-circuit
b = en base commune
e = en émetteur commun

Rapport de transfert inverse de la tension,
entrée en court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Rapport de transfert direct du courant, sortie
en court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Valeur statique du rapport de transfert direct
du courant (en émetteur commun)




Open-circuit cutput admittance
b = common base
e = common emitter

Current

Automatic gain control stage input current

Input bias current

Bias current one input

Collector (D.C) current

Collector-base cut-off current with ]E =0 and
Vg specified

Supply current

Supply currents

Collector-emitter cut-off current with Ig =0
and Vg specified

Input offset current

Full load current
Input current

Mean bias current (or input current without
input signal)

Input equivalent noise current
Null load current
Qutput current

Cut-off leakage current

High level output current

ha2p
h22e

'AGC

Admittance de sortie, entrée en circuit ouvert
b = en base commune
e = en émetteur commun

Courant

Courant d’entrée de /‘étage de commande
automatique de gain

Courant de polarisation

Courant de polarisation d’une entrée

Courant (continu) de collecteur

Courant résiduel collecteur-base avec | =0
et Vep spécifié

Courant d‘alimentation

Courant fourni par les alimentations

Courant résiduel collecteur-émetteur avec
g = 0 avec Vo specifié

Courant de décalage & I'entrée

Courant maximum débité dans la charge
Courant d’entrée

Courant de polarisation (en courant d‘entrée
sans signal)

Courant de bruit ramené 3 'entrée
Courant en [‘absence de charge
Courant de sortie

Courant de fuite a [’état bloqué

Courant de sortie & |’état haut

R



Low level output current
Short-circuit output current
Short-circuit current limit

_ Strobe current
{Continuous) on state current
Overshoot factor

Long term stability

Line regulation

Load regulation

Internal power dissipation

Output power (useful in load) with specified
conditions

Power dissipation
External generator resistance

Input resistance (between input and ground)

Differential input resistance
Load resistance

Output resistance
Differential output resistance

Parallel loss resistance of a tuned oscillatory
circuit

Source resistance

Sense current resistance

Ptot

Courant de sortie a I'état bas
Courant de sortie en court-circuit
Courant de court-circuit

Courant d’échantillonnage
Courant continu & I'état passant
Facteur de rebondissement
Stabilité dans le temps

Coefficient de régulation en fonction de la
tension d‘entrée

Coefficient de régulation en fonction de Ia
charge

Puissance dissipde

Puissance de sortie (utile dans la charge)
dans des conditions spécifides

Dissipation de puissance
Résistance de générateur extérieur

Résistance d’entrée (entre une entrée et
la masse)

Résistance différentielle d'entrée
Résistance de charge

Résistance de sortie

Résistance différentielle de sortie

Résistance paralléle de perte d‘un circuit
oscillant & l'accord

Résistance de source

Résistance de limitation du courant




Junction-ambient thermal resistance

Junction-case thermal resistance

Case-ambient thermal resistance

Ripple rejection

Sensitivity (input signal voltage with output and
operating conditions specified)

Slew rate

Supply voltage rejection ratio

Delay time

Fail time

Turn off time

Turn on time

Strobe release time

Qver shoot time

Pulse time

Rise time or response time

Ripple time

Carrier storage time

Fall time

Rise time

Ambient temperature

Rih(j-a)
Rth(j-c)
Rth(c-a)

Ruf

Svo
SvomSvoav

SVR

4

Résistance thermique (fonction-ambiante)
Résistance thermique (fonction-boitier)
Résistance thermique (boitier-ambiante)
Taux de filtrage

Sensibilité (tension de signal d’entrée dans
des conditions de sortie et de fonctionnement
spécifides)

Pente du signal de sortie

Taux de réjection di aux alimentations
Retard & la croissance

Temps de décroissance

Temps total de coupure

Temps total de croissance

Temps de réponse entre échantillonnage
Temps de rebondissement

Durée d‘une impulsion

Temps de montée ou temps de réponse
Temps de vacillement

Retard & la décroissance

Temps de transition & la décroissance

Temps de transition & la croissance

Température ambiante




Case temperature
Junction temperature
Operating temperature
Storage temperature

Voltage applied to automatic gain control stage

Base-emitter {D.C) voltage
Collector-base {D.C) voltage, with ]E =0 and
[C specified

Supply voltage (s}

Collector-emitter (D.C) voltage, with lB =0
and lC specified

Collector-emitter saturation voltage, with lB
and IC specified

Collector substrate-volitage
Input otrset voltage

Emitter-base {D.C) voltage, with lc=0and
IE specified

Positive output level
Dynamic input voltage

(Continuous) input voltage

Input offset voltage

Differential input voltage

Input.voltage range

oper
stg

VaGe

Vese

cycc
ccl
Veez

Vceo

VCEsat

Veso

Vego

)

Vip

Vim

Température boitier

Température de jonction
Température de fonctionnement
Température de stockage

Tension appliquée & I’étage de commande
automatique de gain

Tension (continue) base-émetteur
Tension {continue) collecteur-base avec
/E =0et | spécifié

Tension d‘alimentation (s}

Tension {continue) collecteur-émetteur, avec
/B =0et /C spécifié

Tension de saturation collecteur-émetteur,
avec Iget! c spécifiés

Tension collecteur-substrat
Tension de décalage a l'entrée

Tension (continue] émetteur-base, avec
1o =0Oet |z spécifié

Niveau de sortie positif
Tension d’entrée dynamique

Tension (continue) d‘entrée

Tension de décalage 3 |'entrée

Tension différentielle d‘entrée

Tension d'entrée limite




Negative output level

Equivalent {input) noise voltage

Output noise voltage

AF output voltage (AF amplifier)
Output voltage

High level output voltage

Low level output voltage

Maximum range of output signal
Maximum output voltage (peak to peak)

Output voltage swing

Reference voltage

Gain control voltage

Supply voltage

Short-circuit input admittance
b = common base
e = common emitter

Short-circuit reverse transfer admittance
b = common base
e = common emitter

Short-circuit forward transfer admittance
b = common base
e = common emitter

Short-circuit output admittance
b = common base
e = common emitter

{nput impedance

vVoPP

Vopp

Y116*
Y11e

Y12b*
Y12e

Y21b*
Y21e

Y221
Y22e

Niveau de sortie négatif

Tension équivalente de bruit {ramenée & l'entrée)
Tension de bruit en sortie

Tension du signal de sortie BF (amplificateur BF)
Tension de sortie

Tension de sortie & /’état haut

Tension de sortie & /’état bas

Excursion maximale du signal de sortie

Tension maximale de sortie (créte & créte)
Dynamique de sortie

Tension de référence

Tension de commande de gain

Tension d‘alimentation

Admittance d’entrée, sortie en court-circuit
b = en base commune
e = en émetteur commun

Admittance de transfert inverse, entrée en
court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Admittance de transfert direct, sortie en
court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Admittance de sortie, entrée en court-circuit
b = en base commune
e = en émetteur commun

Impédance d'entrée

15




Common mode input impedance Zjs

()
Differential input impedance Zid
Z)p)
Output impedance z,
(zg)
Differential output impedance Zo4
(Zqp)
Input offset voltage temperature coefficient VIO
Temperature coefficient o
Current temperature coefficient )
Input offset current temperature coefficient 110
Voltage temperature coefficient oy
Reference voltage temperature coefficient aVZ
Duty cycle (of a pulse) )
M

Efficiency

Phase angle ¢

Phase angle of input admittance with output

short-circuit PY11p
b = common circuit Y 11e
e = common emitter -
Phase angle of reverse transfer admittance with .
input short-circuit PY12b
b = common base dY12e
e = common emitter

Impédance d‘entrée en mode commun

Impédance différentielle d'entrée

Impédance de sortie

Impédance différentielle de sortie

Coefficient de.température de la tension de
décalage a l'entrée

Po =1 Ve Iec!

Coefficient de température

Coefficient de température du courant

Coefficient de température du courant de
décalage a l'entrée

Coefficient de température de la tension

Coefficient de température de la tension
de référence

Facteur de forme (d’une impulsion)

Rendement

Angle de phase

Angle de phase de I'admittance d‘entrée, sortie
en court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Angle de phése de l'admittance de transfert
inverse, entrée en court-circuit
b = en base commune

e

= en émetteur commun
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Phase angle of forward transfer admittance with
output short-circuit

Phase angle of output admittance with input

Angular frequency

#Y21b
PY21e

®Y22h
#Y22e

Angle de phase de l'admittance de transfert
direct, entrée en court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Angle de phase de I'admittance de sortie, entrée
en court-circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Pulsation

17




Symbols

MOS integrated circuits

Symboles

Circuits intégrés MOS

Clock input capacitance
Drain-substrate capacitance
Drain-case capacitance
Drain-source capacitance
Gate-substrate (input) capacitance
Gate-drain capacitance
Gate-output capacitance
Gate-source capacitance

Input capacitance
Input-substrate capacitanFe
Load capacitance

Logic input capacitance
Qutput-substrate capacitance
Source-substrate capacitance
Source-case capacitance

Reverse transfer capacitance
Clock frequency

Maximum clock frequency
Drain current

Vpp power supply current per package
Quiescent device current
Output drive current, N channel

Drain leakage current

ID(off)

Capacité de I'entrée d’horloge
Capacité drain-substrat
Capacité drain-boftier

Capacité drain-source

Capacité (d’entrée) grille-substrat
Capacité grille-drain

Capacité grille-sortie

Capacité grille-source

Capac/'té d’entrée

Capacité d’entrée-substrat
Capacité de charge

Capacité d’entrée logique
Capacité de sortie-substrat
Capacité source-substrat
Capacité source-boTtier
Capacité de transfert inverse
Fréquence d’horloge

Fréquence maximale d’horloge
Courant de drain

Courant de 'alimentation Vp, par boTtier
Courant d‘alimentation au repos
Courant de sortie, canal N

Courant de drain au blocage
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MOS

Qutput drive current, P channel
Drain current at VGS =

VGG power supply current per package

Pull-up current

Gate leakage current
Gate leakage current at VDS =

Input current

Input current at Vyy

Input current at V|

(input) leakage current

Logic input. leakage current

Output leakage current

Output current

Output current at Vo

Maximum output disable current

Output currentat Vg
Short-circuit output current
Output leakage current
Pull-up current

Source current

Source feakage current

Vgg power supply current

Courant de sortie, canal P

Courant de drain pour V¢

Courant d'alimentation Vg par boftier
Courant MOS de charge

Courant de fuite grille-substrat

Courant de fuite de grille a Vg =
Courant d’entrée

Courant dentrée & V;y

CL;urant ;j'entre'e a V/L

Courant de fuite (entrée)-substrat
Courant de fuite entrée logique-substrat
Courant de fuite de sortie

Courant de sortie

Courant de sortie & V

Courant maximal de sortie & l'état haute impé-
dance

Courant de sortie d V¢,

Courant de sortie en court-circuit
Courant de fujte sortie-substrat
Courant de MOS de charge
Courant de source

Courant de source au blocage

Courant de |alimentation VSS
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o

Clock input leakage current
Quiescent device dissipation/package
Power dissipation

Gate-source (input) resistance
Dynamic inpu; resistance at V|
Dynamic input resistance at V] L
Drain-source leakage resistance

On drain-source resistance

Access time

Ambient temperature

Address to write set-up time

Chip inhibit time

Chip enable to output time
Chip select time

Data hold time

Read set-up time

Clock rise time

Clock fall time

Hold time

Junction temperature

Previous read data valid with respect to address

Isg B
PoL
Ptot
'Gs
"IH
"L
rDS(off)

'DS(on)

Dhold

Dset

re
Y
thold
7= Tvj)
(5= ty)
toH

Courant de fuite horloge-substrat
Puissance dissipée par boTtier au repos
Puissance dissipde

Résistance (d‘entrée] grille-source
Résistance dynamique d’entrée 3 Vin
Résistance dynamique d’entrée & V L
Résistance drain-source au blocage
ﬁésistancé drain-source a l’état passant
Temps d’accés

Température ambiante

Temps de préétablissement de [‘adresse par
rapport & l'écriture

Temps de mise en inhibition
Temps de levée d'inhibition
Temps de levée d’inhibition
Temps de maintien de l'information

Temps de préétablissement de la lecture

Temps de montée de I'horloge
Temps de descente de I’horloge
Temps de maintien
Température de jonction

Temps de validité de I'information précédente par
rapport aux adresses
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MOS

Operating temperature

Propagation delay time (input signal to output
signal)

Propagation delay time high to low level output

Propagation delay time low to high level output

Read cycle time
Read set-up time
Clock rise time

Input set-up time

Storage temperature

Transition time high to low level
Transition time low to high level
Pulse width

Write cycle time

Chip enable to write set-up time

Write pulse width
Clock pulse width
Substrate voltage
Drain-source breakdown voltage

Drain-source breakdown voltage, with VGS =0
and Iy specified

oper
(Toper)

0
TPHL

PLH

set-up

stg
stg)

TTHL

TTLH

twe

ws

Tww

tqu
Vg
V(BR)DSB

V(BR)DSS

Température de fonctionnement

Temps de propagation (entrée signal & sortie
signal)

Temps de propagation & la décroissance du signal
de sortie

Temps de propagation & la croissance du signal
de sortie

Temps de cycle de lecture
Temps de prédtablissement de la lecture
Temps de montée de I’horloge

Temps de préétablissement

Température de stockage

Temps de transition a la décroissance
Temps de transition 8 /a croissance
Largeur d'impulsion

Temps de cycle d'écriture

Temps de préétablissement de l'inhibition par
rapport a lécriture

Largeur de l'impulsion d'écriture
Largeur d‘impulsion d’horloge
Tension de substrat

Tension de claquage drain-source

Tension de claquage drain-source, avec Vd; =0
et/ spécifié
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Gate-source breakdown voltage
Pull up-source breakdown voltage
Source-drain breakdown voltage
(DC) supply voltage

Drain power supply voltage
Drain-source voltage

Gate-case voltage

Gate power supply voltage

Gate to source voltage

Gate-source threshold voltage
Input voltage

Noise immunity voltage

High level noise immunity voltage
Low level noise immunity voltage

Output voltage

High leve| output voltage

Low leve| output voltage
Pull up-substrate voltage
Pull up-drgin voltage
Pull up-source voltage

Source to substrate voltage

V(BR)GSB

V(BR)PSB

V(BR)SDB
Vee
VDI(Dnote 1)
Vps
Vae

Vae

Tension de claquage grille-source

Tension de claquage de MOS de charge

Tension de claquage source-drain

Tension d’alimentation (continue)

Tension d‘alimentation drain

Tension drain-source

Tension grille-boTtier

Tension d‘alimentation de grille

Tension grille-source

Tension de seuil grille-source

Tension d‘entrée

Tension d'immunité au bruit

Tension dimmunité au bruit a I’état haut

Tension dimmunité au bruit a l'état bas

Tension de sortie

Tension de sortie & /’état haut

Tension de sortie & |'état bas

Tension MOS de charge-substrat

Tension MOS de charge-drain

Tension MOS de charge-source

Tension source-substrat

Note 1 : Supply voltage VDp—Vss s negative for P-MOS circuits and positive for C-MOS circuits.
La tension d'alimentation Vpp—Vsgs est négative pour les circuits & canal P, positive pour les circuits C-MOS.
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mMOs

Source power supply voltage
N channel threshqld voltage
P channel threshold voltage

High level clock voltage
Low level clock voltage

Forward admittance

Tension d'alimentation de la source
Tension de seuil du canal N
Tension de seuil du canal P

Tension d‘horloge & I’état haut
Tension d’horloge & |'état bas

Admittance de transfert direct

24



AF Amplifiers
Amplificateurs BF
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AUDIO FREQUENCY AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS BASSE FREQUENCE

Classic family

Sérfe classique
PAGE TYPE COPPER FRAME PO KOVAR FRAME TYPE PAGE
PAGE TYPE' GRILLE CUIVRE w) : GRILLE KOVAR TYPE PAGE
( TDA 1045 | 135
1 w
CB-108
KOVAR FRAME WITH lNER'[:lABLOCK
GRILLE KOVAR AVEC MASSELOTTE
v TBA 790 37
95 TBA 820 !
CB-21
2
a TBAT790K | 37
4
71 | TBA 800
89 | TBA810S
119 | TCA 830SR
cB-109 TBA790N | 37
TCA 150 105
4
71 TBA 800 A at CB-99
89 | TBA8I0AS g
P s
' Y ¥ TCA 150N | 108

TDA 1111 SP
{ESM 432 C)

Thermal

protection
Protection
thermique

169 15
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AUDIO FREQUENCY AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS BASSE FREQUENCE

Family protected against short circuits and thermal overloading
Série protégée contre les courts circuits et les surcharges thermiques

PAGE TYPE COPPER FRAME P
PAGE TYPE GRILLE CUIVRE (W)
79 TBA 810 P h
CB-109
5
79 | TBA 810 AP
125 | TCA 940 8
143 | TDA 1100 SP 10
CB-173
x
TDA 1102 SP
151 (ESM 1532 C)
20
TDA 1103 SP
161 (ESM 1231 C)
METALLIC PACKAGE
BOITIER METALLIQUE
29 SF.C 2790 1
TO-100
(CB-3)
DEVELOPPMENT CIRCUIT TDA 1099 Stereo amplifier 2 x 10 W for car radio — See PAGE
CIRCUIT EN DEVELOPPEMENT

Amplificateur stéréo pour auto radio 2 x 10 W — Voir PAGE

27



SFC 2790 C SEC 2790 M

AF AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS BF

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Operating free-air t | Vs | P *|  loverload * *
Type Pack_age temperature range Storage temperatlure (o‘g) W w Isurcharge peak
Boftier Gamme de température | Temp ede mak. (non repetitive} |/créte
defoncu MaX | min. | M | tnon répétitit)
SF.C2790C |[TO-100 o°c, + 70°C —65°C, +150°C 150 | 12 0,6 1A 0,6 A
6
SF.C 2790 M |TO-100 —558°C, +125°C —65°C, +150°C 150 | 12 0,6 1A 0,6 A
6
== 950
* tymp = 25°C
General description Description générale

The SF.C 2790 C and SF.C 2790 M are integrated Les circuits intégrés monolithiques SF.C 2790 C et SF.C

monolithic power amplifiers intended for use in AF 2790 M sont des amplificateurs BF de puissance destinés aux

amplification systems with low loads. systémes d’amplification des audio-fréquences sur impédan-
ces faibles.

They following advantages can be obtained : IIs présentent les avantages suivants :

— The output push-pull configuration can provide — Etage push-pull en sortie & courant élevé (0,6 A).

‘high output current (0,6 A).

— The high quiescent current stability obtained from — Régulation du courant de repos en fonction de la tension
a built in temperature and voltage compensating d‘alimentation et de la température, donc suppression du
network makes thermal runaway impossible. risque demballement thermique.

— High open loop gain. ~ Gain de boucle ouverte élevé.

— Thedifferential preamplifier, fed from a controlled — Préamplificateur & structure différentielle d’olr grande
constant current source, provides good immunity immunité aux parasites de 'alimentation en raison du taux
against power supply ripple . de rejection élevé des tensions de mode

— The input double emitter follower configuration — Etage d'entrée & transistor PNP, d’oi possibilité de fonc-
achieves low input current and high input impedan- tionnement avec une tension de mode commun nulle.
ce : so the use of PNP transistor let DC input D’autre part, grice au montage Darlington & l'entrée, le
voltage be zero. Offset input voltage can be low, courant d'entrée est trds faible. Donc possibilité d‘intro-
even with a high external resistor. duire de fortes valeurs de résistances sans décalage notable

de tension continue.

— High input impedance. — Impédance d'entrée trés élevée.

75-6 1/8
THOMSON - CSF
DAISON SEUICONDUCTEUAS, 29




SF.C 2790 C, SF.C 2790 M

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
TO-100 (CB-3) Bootstrap Top view
METAL CAN Bootstrap 3 Vue de dessus
Boftier métal v | Decoupling
- Cey ’/ Découplage
utpu ‘Compensation
Sortie ™=, (&~ Compensation
- '~ Feed back network
N.C. Réseau de contre-réaction
Power ground / 4 \ Input
Masse de puissance | Entrée
‘Ground
Masse
Schematic Principal features
Schéma électrique Données principales
o]
3.5 58
] P! f] J ol0
28
k0 .
90 . 50Q — High output current : 0,6 A
36k — High open loop gain
[ 10 — Temperature guaranteed characteristics
ks — Very low input current
— Common mode negative voltage .can be
equal to zero
— 4 7.7 kQ — Low noise input characteristics
_K— 0 +—02
A RF
5pF 'J
47 —H 1
—
~— Courant de sortie élevé : 0,6 A
60— — '—t i
— Gain en boucle ouverte élevé
— Caractéristiques garanties en température
1?9 ‘1?) 1?? Log | — Courantdentrée faible
: l — Tension de mode commun nulle
o5 | — Structure d'entrée & faible bruit
07
o8 '

2/8
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SF.C 2790 C, SF.C 2790 M

MEASUREMENT DIAGRAM
SCHEMA DE MESURE

[ L=
&100 ;LF&OJ uF
AF generator ® ' 6 o o Output
Générateur BF l Sort/e
0,1 uF
[Jo7 5 -[E
TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS
SCHEMAS D’APPLICATIONS TYPIQUES
LOAD CONNECTED TO GROUND
CHARGE A LA MASSE
: I
Rbootstrap 100 pF 0,1 uF

Optional l
Facultatif 100 uF
AF generator

Générateur BF
<1MQ

. 8000 J
Gain = >10x RL &\E\%

ain= “Rg Rbootstrap
LOAD CONNECTED TO POWER SUPPLY
CHARGE AU VCC

*Optional 100 uF*

Facultatif I o
‘R
L
i e |
o 100 uF
10 T 470 uF 0 1 uF
AF generator ® . 6 2
Générateur BF \
<1MQ
C
47
GainG = 8ooo
R

*Required only when circuit is powered from a noisy or high impedance power supply
Nécessaire seulement lorsque la source d'alimentation est bruyante ou & haute impédance

N

J_ o
0,1 uF

3/8
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SF.C.2790C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T,

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

mb=25°C Vge=9V

unless otherwise specified
sauf indications contraires

TEST CONDITIONS VALUES
E,QEA%N;ETHEES ?IA':,ABBOOLEE CONDITIONS DE VALEURS BI'V\',;{ES:S
MESURE MIN.| TYP., | MAX.
Vi = oV 42| 45| 48| Vv
Output voltage v
Tension de sortie 0 T b= 0°C, +70°C
. am '
V) = 0V 4 4,5 5 \Y )
50 300 nA
Input current |
Courant d’entrée |
Tamp= 0°C, +70°C 600 | nA
Vi = 0V 6 | 10| ma
Quiescent supply current ]
Courant de repos fourni par les alimentations cc
Tamp = 0°C, +70°C 12 | mA
DYNAMIC CHARACTERISTICS T = 25°C Var =9V R, =88
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ~ @mb ~eeT Y L
Availableyoutput peak to peak voltage V] _
Tension dé créte & créte disponible 0 f = 1kHz 7.9 \
Output power (prior to clipping) f = 1kHz
Puissance de sortie (avant écrétage) PO d = 25% 0,7 | 1,05 w
f = 1kHz
Tgtal harmonic c.ﬁstorﬁon d Pg = 05W : 03 1 o
Distorsion harmonique totale 39 O <R E< 150 Q
Input resistance
Résistance d’entrée Rl 50 ma
(Input) equivalent noise voltage Rg = 10kQ
Tension équivalente de bruit Vn 10 Hz .3 uv
(ramenée 3 I'entrée) B = 10 kHz
Voltage gain f = TkHz
Gain en tension Ay Rg = 39Q 43 46 50 dB
Power dissipation P .
Puissance dissipée tot 0,6 w
Average supply current | =
Courant moyen d'alimentation cc PO 1w 160 mA
Efficiency = w
Rendement K PO . 1 70 %
Sensitivi Pg = 50mwW
ensitivity _
Sensibilité s Rg = 390 32 mV
f = 1kHz
4/8
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SF.C 2790 M

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T mb= 25 C VCC =9V unless otherwise specified
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES sauf indications contraires
VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES  |uniTs
PARAMETRES SYMBOLES UNITES
MESURE MIN.| TYP. [MAX.
Vl = 0V . 4,2 4,5 4,8 \
Output voltage V. .
Tension de sortie 0 T = o o
amb = —B5°C, +125°C i las| s |y
v, = ov '

50 | 300 nA

Input current 1
Courant d'entrée

Tamb = —55°C, +125°C 600 | nA
Vi = oV 6 | 10 | mA
Quiescent supply current 1
Courant de repos fourni par les alimentations cc
Tamb= —5B5°C, +125°C 12 mA

DYNAMIC CHARACTERISTICS T

= 25°C  Vpan=9V -
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ~ amb cc RL=80

Available output peak to peak voltage _ ’

Tension de créte & créte disponible VO f = 1kHz 7,9 \

Output power {prior to clipping) f = 1kHz

Puissance de sortie {avant écrétage) PO d = 25% 0,7 1,058 W
) f. = 1kHz

Total harmonic distortion d PO = 05W 03 7 %

Distorsion harmonique totale

39 Q <Rg< 150 ©

Input resistance

Résistance d’entrée R] 50 MQ

{Input) equivalent noise voltage F{S = 10k

Tension équivalente de bruit Vn 10 Hz 3 uv

(ramenée & ['entrée)] B = 10 KHz

Voltage gain A f = 1kHz

Gain .en tension \ RE = 39Q 43 46 50 dB

Power dissipation : P

Puissance dissipéde ot 0,6 W

Average supply current lcc P.o= 1w 160

Courant moysn d’alimentation (0] mA

Efficiency =

Rendement o n Po W 70 %
Po = 50mW

Sensitivity -

Sensibilitd s ?E = 39Q 32 mv

= 1kHz

5/8
33



SF.C 2790 C, SF.C 2790 M

C1 and C2 VALUE RECKONING
DETERMINATION DE C1 et C2

C1 .
fe =15 kHz
F c
(eF) 13 dg)
400
300
c2
200
C1
100
0
50 100 150 200

MAXIMUM POWER DISSIPATION
DISSIPATION DE PUISSANCE MAXIMALE

(1

(2)

Without heatsink
Sans radiateur

With infinite heatsink
Avec un radiateur infini

{nF)

PlOt P(Ot

w) SF.C.2790 C W SF.C 2790 M
0,7 0,7
06 (2) 06 (2}

\ 1

05 (1) 0,5 ()

0,4 0,4

03 0,3

0,2 0,2

0,1 0,1

0 0

0 10 20 30 40 50 60 70 t,_(°c) —50~25 0 25 50 75 100 125 1, _(°c]
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SF.C 2790 C, SF.C 2790 M

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

P

tot n o

W) | Vec =9V tw) Voe =8V
1B =8e ; . ) R, =80
f =1kHz / 25 £ =1kHz
1 0,6 2
N
1,6
Ptoz
| tot |
05 Z 0,3 1
0,5
0 0
0 05 1 PO W) 0 2 4 8 8 10 vg

dB

[elo
R =80

“/ \

2 2 5 2 5
10! 102 10° 104 f {Hz)

7/8
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SF.C 2790 C, SF.C 2790 M

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

lec Vo
(mA} V)
10 10

5 5
%
0 5 10 Vee V! 0 5 10 Vee )
d d
(%) Vee=2V (%) Vcc“’;’l
s R =88 6 R =8
f =1 kHz f =1kHz
4 HE =150 S'l‘ 4 RE =39 Q‘
2 2
100 100
8 8
6
a = ) 4 1
2 .2
10! 10
2 4 68 2 4 68 2 4 6 2 4 68 2 4 68 4 6
102 107! 100 PoWI 102 1071 10° Poiw)

8/8
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TBA 790

AF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR BF

GENERAL DESCRIPTION

The TBA 790 is an integrated monolithic power AF amplifier intended for use in radio receivers, car-radios, TV
receivers, phonographs, tape recorders.

Due to a suitable configuration of internal circuit, the following advantages can be provided :

The high idling current stability obtained from a built-in temperature and voltage-compensating network makes
thermal runaway impossible. '

Open-loop gain is high enough to allow a great amount of feedback (low distortion) and keep a sufficient closed
loop gain (high sensitivity).

The differential ‘preamplifier, fed from a controlled constant-current source, provides good immunity against
power-supply ripple.

The input double emitter follower configuration achieves the high input impedance required for successful
operation with piezoelectric cartridge, moreover, the use of PNP transistors in the preamplifier let D.C. input
reference voltage be zero.

The exceptional D.C. output voltage stability and minimized potential loss, give to the output stage high power
capability. :

The very low input current implies a reduced offset input voltage, even with a high external resistor.

Others highlights include : few external components and npt any adjustment.

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit intégré monolithique TBA 790 est un amplificateur BF de puissance destiné aux récepteurs radio, auto-
radjos, téléviseurs, électrophones, magnétophones.

Grice & une disposition convenable du schéma électrique interne, il a été possible d‘obtenir les avantages suivants :

Régulation du courant de repos en fonction de la tension d‘alimentation et de la température, donc suppression
du risque d’emballement thermique.

Gain de boucle ouverte €levé, donc possibilité dappliquer un taux de contre-réaction important (distorsion
réduite) tout en conservant une sensibilité correcte.

Préamplificateur & structure différentielle, donc grande immunité aux parasites de l'alimentation en raison du
gain de mode commun réduit pour ce type de circuit. Il n'est donc pas nécessaire de découpler le préamplificateur

Etage d'entrée a transistors PNP, ce qui permet d‘appliquer le signal en un point dont le potentiel continu de
référence est la masse.

Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible dispersion, ce qui garantit le fonctionnement symétrique
de /’étage de puissance.

Impédance d'entrée trés élevée due & la structure Darlington 3 [‘entrée, particuliérement adaptée & l'utilisation sur
Electrophone piézo.

Courant d'entrée trés faible, donc possibilité de fermer sur des résistances de forte valeur sans introduire de
décalage notable de tension continue.

Absence de réglage et nombre de composants extérieurs réduit.

75-07 1/34
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TBA 790

OPTIONS
OPTIONS
VCC Po AL ICC VCC C Sugfi)g £o note when Characteristi
ase ordering cs page
(V) (w) (2} (mA) v) Boitier Suffixe & indiquer & Ia Caractéristiques page
max. typ. commande
12 0,65 15 6 9 CB-108 X 4
12 1,3 8 6 9 CB-108 A 10
15 2,1 8 8 12 CB-108 16
15 21 8 8 12 CB-99 KB 16
15 2,1 8 8 12 |{CB-135 NB 16
12 2.1 4 6 g CB-108 C 22
12 2,1 4 6 9 CB-99 KC 22
12 2,1 4 6 9 CB-135 NC 22
18 3,4 8 10 15 CB-99 KD 28
18 3,4 8 10 15 CB-135 ND 28
SCHEMACTIC
SCHEMA ELECTRIQUE
. 014
01
5,6 kQ
35 k0 2,8 kQ
5080
3,6 k2
Jora
——{’:—‘ - — —012
7,7 k2
{ 5 pF :
b '_L RF ’J
| B £
7
; G (o] G
[=] K3 o
2 e[ﬂ 2 o
+* 08
05
—03
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TBA 790

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

CB-135

TBA 780 NB, NC, ND

Input
Entrée

CB-108

TBA 790 X, A, B, C

CB-99

|

TBA 790 KB, KC, KD

o] ] o
i - +VCC
{
-
L |
A : Preamplifier B : Amplifier
Préamplificateur Amplificateur
1 Bootstrap 8 Ground
Bootstrap Masse
2 Not to use 9 Not to use
Ne pas utiliser Ne pas utiliser
3 Compensation 10 Ground
Compensation Masse
4 Not to use 1 Not to use
Ne pas utiliser Ne pas utiliser
5 Feed back network 12 Qutput
Réseau de contre-réaction Sortie
6 Not to use 13 Not to use
Ne pas utiliser Ne pas utiliser
Input:
7 Entrée 14 +VCC
S
3/34
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TBA 790

APPLICATION CIRCUITS (available for any type)
SCHEMAS D'APPLICATION (valable pour tous les types)

LOAD CONNECTED TO +V ¢
CHARGE AU +v

—O +Vge
100
100 uF
L
250 pF
RL
&
LOAD CONNECTED TO —-VCC
CHARGE AU — V
c1,C2 Frequency compensation and bandwidth adjustment
de ion et réglage bande passante
CL Connecting load capacitor
Condensateur de liaison 3 la charge
RE Voltage gain Ay adjustment = ﬂ]_
Résistance de réglage du gain en tension Ay, v Rg (§2)
Rg Biasing resistor

Résistance de polarisation

Numerical values are given in the following diagrams
Les valeurs numériques sont données dans les diagrammes suivants

4/34
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TBA 790

DIAGRAMS FOR SELECTING VALUES OF EXTERNAL
COMPONENTS OF THE APPLICATION CIRCUIT
DIAGRAMMES POUR LA DETERMINATION DES VALEURS DES
COMPOSANTS EXTERIEURS DU SCHEMA D'APPLICATION

c1 c2

(pF) l l ] | - (nF)
TYPICAL CURVE

COURBE TYPIQUE

400 / 4
300 3
a2
& 4
o
‘2"“
200 2 2
Q>// .
W
100 / y 1
0 | AL 0
50

100 150 Rglal

INPUT NOISE VOLTAGE VERSUS Rg
TENSION DE BRUIT A L’ENTREE EN

(available for any type)
(valable pour tous les types)

50

100

150

VOLTAGE GAIN VERSUS R
GAIN EN TENSION EN FONCTION

Rel@)

FONCTION DE Rg DE Rg
v, ~ Ay ;
(V) TYPICAL CURVES
COURBES TYPIQUES
6 T
4 400 \ 8000 |
AV =
Rg (@) |
2 A \
7 300 \
10!
8 -
6 200
At/
100
2 ™~
10° 0 1
101 2 4 5%2 2 a4 5%3 2 4 8RL(Q) 50 100 150 Rg ()
5/34
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TBA 790 X

This type is specially intended for low power radio receivers.
/ s radio & faible consommation.

Ce type est plus spé destiné aux récept

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

?‘::Es?t})vl ;g};;gitarlon Vee 6—12 Y,
e a5 Vee=oV Fo 0,65 w
s ekl Vee=9V loc 6 mA
Pl geerd Ry 50 Mo

Adjustable with external resistor Rg

Sensitivity (PA=50mW, Ry =15 Q) between 2 and 20 mV
Sensibilité o] *TL S Ajustable par résistance extérieure Rg
entre 2 et 20mV
LIMITING VALUES T —250C (Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES amb

(Sauf indications contraires)

Supply voltage v

Tension d‘alimentation cC 12 v
Peak output current

Courant créte de sortie l(j) 05 A
Power dissipation P See curve

Dissipation de puissance tot Voir courbe

Junction temperature

Température de jonction T(vj) +125 °C
Storage temperature T —25 oG
Température de stockage stg +125 oc

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

Piot

{w)

0,4

N

N

o} 25 50

75 100  tampl°C)

6/34

42



TBA 790 X

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamb=

25°C

Vee=6—12V

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Input current
Courant d’entrée ]IB 50 . DA
Vap= 9V
Output voltage CC \
Tension de sortie V[ =0 0 42 45 48 v
Total quiescent current supply Vane OV |
Courant d‘alimentation sans signal cc=9 CC‘ 6 mA
Input resistance
Résistance d’entrée R | 1 50 MQ
(Input) equivalent noise voltage =
Tension équivalente de bruit RG 10k Vn 3 uv
({ramenée & I'entrée) B =10 Hz-10 kHz
Available output peak to peak Veg=9V
voltage ) o R =15Q Vo 8 Vv
Tension de sortie créte & créte disponible f = 1 kHz
o (pri lipping) VCC= 9V
utput power (prior to clipping
Fuissance de sortie (avant écrétage) R L= 15Q PO 0,53 U
d =25%
Vep=9V
Maximum output power ce
Puissance de sortie maximale R L= 158 PO 0,65 w
d =10%
VCC= 9V
Total harmonic distortion R = 15 Q d 03 %
Distorsion harmonique totale P o = 0,15 W G
f =1kHz
7134
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TBA 790 X

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb=25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES VCC =6-12V (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Pq =50mW
Voltage gain 0 *
Gain en tension Rg =39 Q Ay 46 dB
f =1kHz
Power dissipation Vee=9V
Dissipation de puissance R =15Q Piot 0,32 w
A | VCC= 9 VQ
verage current supply R =.15 | 90 A
g . cc m
Courant moyen d'alimentation PO = 0,53W
Vapr=9V
. CcC
Efficiency -
Rendement - R =15 Q@ n 65 %
Po =053W
. Po =50mwW
Sensitivity =
Sensibilité Rg =398 S 43 mV
f =1kHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance Rov e 200 oo/
Résistance thermique (jonction-ambiante) th(j-a) C

8000
* lAV |= Rg ()

8/34
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TBA 790 X

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

P dB
tot n —r
w) Vec =9V : Voo =9V
RL =150 RL =15Q
05 f =1kHz PC =50 mW
C 0,6
0,4 = X
/P 0 /
oy
03 —Z
y
/ -3 /
0,2 03 \
-6
0,1
v 2 5 2 5 2 5 2 5
0 01 02 03 04 05 PV 10! 102 103 10 f (Ha)
d T
% VCC =9V
HL =15Q
. £ =1kHz
g
6
4
2 J
0 0,2 0,4 06 PoW

9/34
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TBA 790 X

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

lec

(mA)

10 4

Voo VI

v)

Vee V)

10/34
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TBA 790 A

This type is specially intended for use in portable radio receivers
Ce type est plus spécialement destiné aux récepteurs radio portables

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

Supply voltage .
Tension d‘alimentation VCC 6—-12 4
Output power 1o 8 Q {d = 10 %) _
Puissance de sortie sur charge 8 £ VCC" EAY PC) 1.3 w
Total quiescent current supply Vs |
Courant d‘alimentation sans signal cc=9V cc 6 mA
Input impedance
Impédance d’entrée R| 50 M

. Adjustable with external resistor Rg
Sensitivity (PA=50mW, R; = 8 Q) between 1,5 and 15 mV

. 0 FRL S

Sensibilité Ajustable par résistance extérieure R
. entre 1,5 et 15mV

VALEURS LikTEs psoLves  Tamb <28°C (s ctervis soied
?’Erﬁ?alz ; ’Oa};r:%i tation M cc 12 Y
oot ottt e sorts o 1 A
e e ussance Prot See curve

#l;rr;f)?roarr]u :: [gepiil:ct :: (l; s T {vj) +125 °C
Storage temperature T —25 °oC
Température de stockage stg . +125 °C

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

Ptot
(w)

0,8 N

0,6
0,4 \\

0 25 50 75 100 tampl°C)

11/34
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TBA 790 A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ~ lamb=25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES VCC =6-12V (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ.‘ Max.
Input current |
Courant dentrée 1B 50 nA
Var=9V :
Output voltage cC Y]
Tension de sortie VI =0 0] 42 45 48 \
Total quiescent current supply _
Courant d‘alimentation sans signal VCC_ v ICC 6 10 mA
Input resistance . R
Résistance d'entrée | 1 50 MQ
{Input) equivalent noise voltage Rg=10kS v
Tension équivalente de bruit 3 Va
(ramenée 3 I'entrée) B =10Hz-10kHz n M
Available output peak to peak Vee=9V
voltage R, =88 Vo 7.9 v
Tension de sortie créte & créte disponible L
f =1kHz
Vap=9V
Output power (prior to clipping} cC
Puissance de sortie {avant écrétage) RL =8 Q Po 1,05 w
d =25%
Vap=9V
Maximum output power cc p
Puissance de sortie maximale RL =88 0 1,3 w
d =10%
VCC= 9V
RL =8Q
Total harmonic distortion P =0B5W d 03 o
Distorsion harmonique totale ¢} 4 i
f =1kHz
39 Q<RE<150 Q

12/34
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TBA 790 A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb=25°C (Unless otherwise stated) *
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Vv =6-12V (Sauf indications contraires)
. cC

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Voltage gain = 8000

Gain en tension f  =1kHz Ay Ay=20 log..__RE dB

Power dissipation Vee=9V P

Dissipation de puissance RL =88 tot 0,6 w

A Vee=9V

verage current supply =

Courant moyen d‘alimentation R =80 lec 160 mA
Pg =1W
Vapr=9V

.. cc

Efficiency -

Rendement R_L =80 n 70 . %
PG =1W
Po = 50mwW

Sensibility _

Sensibilité Rg =390 s 3.2 mV
f =1kHz

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-ambient thermal resistance R e

Résistance thermique (jonction-ambiante) th{j-a) 100 °C/W

13/34
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TBA 790 A

GENERAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES GENERALES

Pto! n PO
(W) Vcc =9V (w) VCC =9V
R, =8Q R, =8Q
L L
f =1 kHz / f =1 kHz
/r 2,5
1 4 06 2
(\/ /
/ 15
ar
/ tor /
0,5 \\\ 0,3 1 /
0,5 L
0 0
0 5 P
[ 1 oW 0o 2 10 Vvl
d8
T
VCC =9V
R =80
0 7
\
=1/ \
y |
2 2 5 2 5
10 102 104 f (Hz)
14/34
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TBA 7

90 A

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

lec Vo
{mA) (v}
10 10 *
/I
5 5=
0 10 Vee V) 0 5 10 Vee V!
d d
(%) Vee=9V (%) Vee=9V
6 R =80 o R =8Q
f =1 kHz f =1kHz
a4 - -
RE =150 §2 a4 RE =39 N1
2 2
0 i
10 100
8 8 -
6 6 l—0>
4 = ) 4 =
2 | | !
2 Firr—
P
[
107! 107 ' l
2 2 4 68 . 2 4 68 0 2 6 2 2 8 4 68 2 4 6
10 10 10 P oW 10 10°! 100 PoiW)
15/34
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TBA 780 A

APPLICATION CIRCUIT
SCHEMA D’APPLICATION

cy c, .
(pF) (nF)
400 4
300 3
200 S 2
\ g
N\

100 \ 1

0 0

50 100 150 200 G

v

GainG:8000 © fee
Re
E]sn 19
470[,1FL',L_J 0,1 urF
13 J
o . 7 TBA790 .
8
<1MQ
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These types are specially intended for portable TV receivers
Ces types sont particuliérement destinés aux récepteurs TV portables

TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

Supply voltage

Tension d’alimentation VCC 6—15 v

Output power to 8 Q2 (d=10%) _

Puissance de sortie sur charge 8 Q. VCC =12V P0 2,1 . w

Total quiescent current supply =

Courant d’alimentation sans signal VCC 12V [CC 8 mA

Input impedance

Impédance d'entrée R 50 mQ
. Adjustable with external resistor R

Sensitivity Po=50mW, R =88 ) s between 1,5 and 15 mV

Sensibilité Afustable par résistance extérieure Rg

entrel,5et 15mV

LIMITING VALUES Tamb =25°C {Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES am (Sauf indications contraires]

Supply voltage Vee 15 v

Tenslon d‘alimentation

Peak output current

Courant créte de sortie IO 1 A

Power dissipation P See curve

Dissipation de puissance tot Voir courbe

Junction temperature .

Température de jonction T(Vl) +125 °C

Storage temperature T —-25 °C

Température de stockage stg +125 oC

(1) Without heat sink
Sans radiateur

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

(2) With heat sink 20°C/W
Avec un radiateur 20°C/W

(3) With infinite heat sink
Avec un radjateur infini

TBA 790 KB TBA 790 B TBA 790 NB
Prot Prot Ptot
w) (w) (w)
2 2 2 \

~N w [N \

MERTIAR \\
j N

[} 25 50 75

100 tampl °C) 0 25 50 75

100 tymp(°C) 0O 25 50 75

100 tamp(°C)
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TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb=25°C

(Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES VCC =6—15V (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mestire Min. Typ. Max.
Input current 1
Courant d’entrée | 50 nA
Vap=9V
oo Vo 42 45 48 v
Output voltage |
Tension de sortie
Van=12V
N Vo 56 6 64 v
| =
Vee=9V lec 6 10 mA
Total quiescent current supply
Courant d'alimentation sans signal
VCC= 12V ]CC 8 mA
Input resistance R
Résistance d‘entrée 1 1 50 M
(Input) equivalent noise voltage -
Tension équivalente de bruit R 10kQ \% n 3 uv
(ramenée 3 I'entrée] B = 10Hz10kHz
Vee=9V
R =80 Vo 7,9 \
Available output peak to peak f  =1kHz
voltage
Tension de sortie créte & crée disponible VCC= 12V
R =8Q Vo 10,5 \%
f =1kHz
VCC= gV
R =8Q Po 1,05 w
Output power (prior to clipping) d =25%
Puissance de sortie {avant écrétage) VCC =12V
R, =8Q Po 17 w
d =25%
VCC= 9V
R =8Q Po 1,3 w
Maximum output power d =10%
Puissance de sortie maximale VCC =12V
R =8Q Po 2,1 w
d =10%
Vee 15V
Re 8Q
Total harmonic distortion P 1w d 03 %
Distorsion harmonigue totale 0 !
f 1 kHz
39SZ<RE<150§2
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TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamp=25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES VCC =6—15V (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
qutage gain f =1kHz Ay Ay=20 Iog.h_8000 dB
ain en tension RE o
Vap=9V
cc
R, =80 Ptot 0,6 w
Power dissipation
Dissipation de puissance VCC= 12v .
R =8 Q tot 1 w
Vap= 12V
Average current supply ce Q
Courant moyen d‘alimentation RL =8 [CC 210 mA
Po =17W
Von= 12V
Efficiency cc o
Rendement R =8 n 66 %
Pog =H7W
R PO =50 mW
Sensitivity )
Sensibilité Rg =39Q S 3,2 mv
f =1kHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
TBA 790 KB, NB 60 °C/W
Junction-ambient thermal resistance Ry e
Résil hermique (joncti biante] th(j-a)
TBA 790 B 100 °C/W
TBA 790 KB : 15 °C/W
Junction-case thermal resistance R . K
Rési: thermique (jonction-boTtier) th{j-c)
TBA 790 NB 10 °C/W

% Rith(j.c) is tested between junction and point A fixing bracket on infinite heat sink.
Rth(j-c) est mesurée entre la jonction et le point A de fixation de I'étrier sur un radiateur infini.

. § % /
N/

|

D:\

19/34
55



TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

Ptot n PO
W) Vee= 12V ] w)
R =80 »
1,5 f = 1kHz 06
N /
2
1 ; Ptot 0,4

0,5 0,2
[V} o} 0
0 0,5 1 1,5 Poiw 0
db
Vo= 12V
R =80
6]

iy \
S |

2 5
104 £ [Hz)
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TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

Iee
{mA)

10

d
(%)

75

2,5

10

Vee V)

V,

Rg

cc

=9V

=1kHz
=39 Q

0,5

2

Polw)

Vo
V)
10
5
e
[
0 5 10 Veg (V)
d
(%) Voo™ 12V
R =80
f =1 kHz
10 Rg =150 £
7.5
5
2,5 /
o}
0 0,5 1 1,5 2 Po(W)
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TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB

APPLICATION CIRCUIT
SCHEMA D*APPLICATION

(pF)

400

300

200

100

50

7

Gain G = 8000
R
o
<1MQ

100

150

200

(nF)

. o Vee

14

TBA 790

10

470 HF‘T-
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TBA 790 C, TBA 730 KC, TBA 790 NC

These type are specially intended for AM . FM radio receivers and for phonographs.
Ces types sont plus spécialement destinés aux récepteurs radio AM . FM et aux électrophones pilles-secteur

CARACTERISTIQUES GENERALES
GENERAL CHARACTERISTICS

Supply voltage \% _
Tension d‘alimentation cc 6-12 v
Output power to 4 (d = 10%) V.
Puissance de sortie sur charge 4 cc sV PO 21 w
Total quiescent current supply Van=gV |
Courant d’alimentation sans signal cc cc 6 mA
Input impedance
Impédance d’entrée Rl 50 mMQ

Adjustable with external resistor Rg
Sensitivity Po=50 mW, R =4 Q) s between 1and 10 mV
Sensibilité 0 Ajustable par résistance extérieure Rg

entre 1 et 10mV
LIMITING VALUES Tamb =25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES am) (Sauf indications contraires)
Supply voltage v
Tension d‘alimentation cc 12 v
Peak output current 1
Courant créte de sortie 0 1.5 A
Power dissipation P See curve
Dissipation de puissance tot Voir courbe
Junction temperature T
Température de jonction (Vl) +125 °C
Storage temperature Tstg —25 °C
Température de stockage +125 °C

Maximum power dissipation

(1) Without heat sink

(2) With heat sink 20°C/W

(3) With infinite heat sink

Dissipation de puissance maximale Sans radiateur Avec un radiateur 20°C/W Avec un radiateur infini
TBA 790 KC TBA790C TBA 790 NC
Ptot Ptot Ptot
w) w) (w)
2 ~(3\) 2 2 \ (s!
15 F= \‘2’ 15 15 =3 &l \
n \ \ o
1 1 1
\ \ m \
0,5 0,5 0,5
o o o
s} 25 50 75 100 tgmpl9cC) s} 25 50 75 100 tympl°cC) 0 25 50 75 100 tympl°C)
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TBA 790 C, TBA 790 KC, TBA 790 NC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamb=26°C

Voo=6712V

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input current
Courant d'entrée | | 50 nA
Vap= 9V .
Output voltage CC v
Tension de sortie v =0 0] 4,2 45 48 v
Tota!l quiescent current supply -
Courant d'alimentation sans signal Vee=9V lec 6 10 mA
Input resistance
Résistance d‘entrée Ry 1 50 M
(Input) equivalent noise voltage =
Tension équivalente de bruit RG 10k§2 \Y n 3 uV
(ramenée & l'entrée) B =10Hz- 10 kHz
Vee=9V
R =8Q Vo 7,9 v
Available output peak to peak fo=1khz
voltage
Tension de sortie créte & créte disponible
Vee=9V
R =40 Vo 7,2 \Y
f =1kHz
o (prior to clipping) Vo= 9V
utput power (prior to clipping _
Puissance de sortie {avant écrétage) R =4 Q PO 1,6 w
d =2%
Maxi tout Veg=9V
aximum output power _ P
Puissance de sortie maximale R L= 40 o] 2,1 w
d =10%
Vee= 12V
R =8 Q
Total harmonic distortion =
Distorsion harmonique totale fPO ('l)'lsd-\{N d 03 %
= z

38 Q<REL1508
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TBA 790 C, TBA 790 KC, TBA 790 NC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamb=25°C
Vee=6-12V

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Voltage gain

Ay=20 |c>g.8°_gO

Gain en tension f = 1kHz AV E dB
Ver=9V
cc
R =88 Piot 0,6 w
Power dissipation
Dissipation de puissance
Vap= 9V
REC= 4Q Prot 1 w
Var=9V
Average current supply cc
Courant-moyen d'alimentation R L= 4Q ]CC 290 mA
Po =1.6W
Var= 9V
. cC
Efficiency
Rendement RL =40 n 62 %
Po =16W
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
TBA 790 KC,NC 60 °C/W
Junction-ambient thermal resistance i : Ruy s
Résistance thermique (jonction-ambiante) th{j-a)
TBA780C 100 °C/W
. TBA 790 KC 15 °C/W
Junction-case thermal resistance *
Résistance thermique (jonction-boitier) Rth (j-c)
TBA 790 NC 10 °C/W
JRth(j-c) is tested between junction and point A fixing bracket on infinite heat sink.
Rih(j-c) est mesurée entre la jonction et le point A de fixation de I'étrier sur un radiateur infini.
z // / ] |
. A A
25/34
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TBA 790 C, TBA 790 KC, TBA 790 NC

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

P n PO
tot
- Voo=8V / w) Vee=2V
R, =40 R, =48
L L
£ o=1kHz / 5 £ =1kHz
LY
Po
1 = 0,4 4
4 3 A
0,5 / 0,2 2 /
4
0 0 0
0 0,5 1 veelv) 0o 2 8 10 veelv)
dB
Vcc=9V
RL =4 Q
Fig. 2
o /(
v \
. \
) 5 5 5 5
10! 102 10% flHz)
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TBA 790 C, TBA 790 KC, TBA 790 NC

GENERAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES GENERALES

lec Vo
{mA} (v)
10 10
5 5
/
0 o)
10 Veetv) 0 10 VeeiV)
d
(%) Vee=9V
R =40
£ =1kHz
10
7.5
5
2,5 /
0
0 05 1 15 2 oW
27/34
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TBA 790 C, TBA 790 KC, TBA 790 NC

APPLICATION CIRCUIT
SCHEMA D’APPLICATION

»
(pF).
400
300
200 ™~
100
0.l
50
Gain G 8000
Re
o— 7
<1ma]

100 150 200

{nF)

— o Ve

[:]49

14

TBA 790

H-;NOOO uF
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These type are specially intended for phonographs.
Ces types sont plus particuliérement destinés aux électrophones.

TBA 790 KD, TBA 790 ND

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

Supply voltage v _
Tension d‘alimentation cC 6—-18 v
Output power to 82 (d=10%) Van=15V P
Puissance de sortie sur charge 8 Q cc 1 o 3.4 w
Total quiescent current supply =15V i
Courant d'alimentation sans signal VCC 15 cc 10 < mA
Input impedance
Impédance d’entrée R | 50 MQ
Adjustable with external resistor Rg
Sensitivity (PA=50mW, R; = 8 Q) s between 1,5 and 15 mV
Sensibilité 0 oL Ajustable par résistance extérieure Rg
entre 1,5et 15mV
LIMITING VALUES T ~250C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES amb (Sauf indications contraires)-
Supply voltage Vv
Tension d‘alimentation cc 18 v
Peak output current | ’
Courant créte de sortie ¢} 1.5 A
Power dissipation R P See': curve
Dissipation de puissance tot Voir courbe
Junction temperature T, .
Température de jonction {vj) +125 °C
Storage temperature Tst —25 °C
Température de stockage g +125 oC

Maximum power dissipation (1) Without heat sink
Dissipation de puissance maximale Sans radiateur

TBA 790 KD
o MR
2
\\ 3)
1,5 TN 2)
1 \@\\
os A\\\
0

0 25 50 75 100 tamp{°C)

(2) With heat sink 20°C/W
Avec un radiateur 20°C/W

(3) With infinite heat sink
Avec un radiateur infini

TBA 790 ND
Ptot
w) .
", N 3)
15 E=N (2)

\
1 o N\

[¢] 25 50 75 100 tgmpl°C)
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TBA 790 KD, TBA 790 ND

GENERAL CHARACTERISTICS Tamb=25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES GENERALES VCC =6-18V (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max,
Input current
Courant d'entrée I 50 nA
Output voltage Vee= 18V
Tension de sortie | = 0 VO 7 75 8 \}
Vee=9VY lec 6 mA
Total quiescent current supply
Courant d'alimentation sans signal
Vee= 15V lce 10 mA
Input resistance
Hé?istance d'entrée R| 1 50 MQ
(Input) equivalent noise voltage Rg = 10kQ v
Tension équivalente de bruit 3 V
(ramenée & 'entrée] B =10Hz- 10kHz n s
Available output peak to peak Vee= 15 v
voltage R =8 Q Vo 13,2 v
Tension de sortie créte & créte disponible £ = 1 kHz
Veg= 15V
Output power (prior to clipping) _ p
Puissance de sortie (avant écrétage] R'— =84 0 27 w
d =25%
Vge= 15V
Maximum output power R =88 Po 34 W
Puissance de sortie maximale !
d =10%
Veg=9V
Total h ic distorti R =49
otal harmonic distortion _
Distorsion harmonique totale Po = 05w d 03 %
f =1kHz
39 Q<Rp<1500
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TBA 790 KD, TBA 790 ND

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamp=25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES \V =6-18V {Sauf indications contraires)
CC*="
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Voltage gain _ = . 8000
Gain en tension f = TkHz AV AV 20log RE dB
Vap= 9V
R€C= 8Q Prot 0.6 w
Power dissipation
Dissipation de puissance
Vae= 15V
cC
R, =8Q Prot 16 w
Vee=9V
R =8 Q lec 170 mA
P =1 w
Average current supply
Courant moyen d‘alimentation VCC= 15V
R =89 lec 280 mA
Po =275W
VCC= 9V
RL =8% n 66 %
Ph =1W
Efficiency o
Rendement VCC= 15V
R, =88 n 65 %
Po =27W
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance .
Résistance thermique (jonction-ambiante) Rth {j-a) 60 °CIW
TBA 790 KD 15 °C/W
Junction-case thermal resistance R..,. X
Résistance thermique (jonction-boftier] th{j-c)
TBA 790 ND 10 °C/W
Rth(j-c) Is tested between junction and point A fixing bracket on infinite heat sink.
Rthij-c) est mesurde entre la jonction et le point A de fixation de I'étrier sur un radiateur infini.
% S / ‘/ ,
i | lT ?H
A A
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TBA 790 KD, TBA 790 ND

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

Ptot n PO -
w) V=15V w) Vee=15V
R =8 R_ =80
et f  =1kHz
10 L~
I
15 Pt Y 06 3

05 02 1 /
| - R

0 0 0
0 1 2 PolW) 0 5 10 15 Veelv)
d8
VCC=15 \
RL =8Q
Po =05 W,
0

" -

-8

2 5 2 5
103 104 f{Hz)
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TBA 790 KD, TBA 790 ND

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

cc Vo
(mA)} Cm

// A
5 / 5 =
—
/
0 ¢ s
o] . 5 10 Veetv) . 0 ‘5 10 VeelVi
d O
(% [ Voo=15V
- R, =80
f =1kHz
75
5
2,5
0
0 1 2 3 PoW)
’ 33/34
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TBA 790 KD, TBA 790 ND

APPLICATION CIRCUIT
SCHEMA D’APPLICATION

¢4 )
{pF) (nF)
400 4
300 3
200 2
&
BN
2
100 \\ 1
0 0 ¢
50 100 150 200 G
- oV
Gain G =.8000 ce
Re .
g 80
o1 uFJ‘ L= 470 pF
O TBA 790
<1MQH
™
34/34
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TBA 800, TBA 800A

AF AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS BF

GENERAL DESCRIPTION

The TBA 800 is an integrated monolithic power AF amplifier for use in TV receivers, phonographs, tape recorders.

Due to a suitable configuration of internal circuit, the following advantages can be provided :

- The high idling current stability obtained from a built-in temperature and voltage-compensating network makes
thermal runaway impossible.

— Open-loop gain is high enough to allow a great amount of feedback (low distorsion) and keep a sufficient closed
loop-gain (high sensitivity).

— The differential preamplifier, fed from a controlled constant-current source, provides good immunity against power-
supply ripple ; the use of PNP transistors in the preamplifier lets D.C. input reference voltage be zero.

— The exceptional D.C. output voltage stability and minimized potential loss, give to the output stage high power
capability.

— Others highlights incluse : few external components and not any adjustment, ability to use an area of the printed
circuit board as a heat sink.

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit intégré monolithique TBA 800 est un amplificateur BF de puissance destiné aux téléviseurs, électrophones,
magnétophones.

Gréce & une disposition convenable du schéma électrique interne, il a €t€ possible-d‘obtenir les avantages suivants :
P! P g

— Régulation du courant de repos en fonction de la tension d‘alimentation et de la température, donc suppression du
risque d‘emballement thermique.

— Gain de boucle ouverte élevé, donc possibilité d’appliquer un taux de contre-réaction important (distorsion réduite)
tout en conservant une sensibilité correcte.

— Préamplificateur & structure différentielle, donc grande immunité aux parasites de I'alimentation en raison du gain
de mode commun réduit pour ce type de circuit.

— Etage d'entrée & transistors PNP, ce qui permet d‘appliquer le signal en un point dont le potentiel continu de
référence est & la masse.

— Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible dispersion, ce qui garantit le fonctionhement symétrigae
de ['dtage de puissance.

— Possibilité d‘utiliser une partie du circuit imprimé comme radiateur.

— Absence de réglage et nombre de composants extérieurs réduit.

75-07 117
THOMSON - GSF
DNIYON SEMICONDUCTEUSS, | 71



TBA 800, TBA'800 A

PINS CONFIGURATIONS

BROCHAGES
Case uB-109 Cdse CB-155
Boitier Boitier S
TBA 800 TBA 800 A ff 4 N\D g'
L
Top view e .
Vuepde dessus 1 1 Vee 7 | Preamplifier decoupling
Découplage du préamplificateur
e 2 Not to use 8 Input

Ne pas utiliser Entrée

H = H & Q 1;1 3 | Substrate and pr lifier ground
9 8 2%V ul nd preampli n
12110 3 VCC (=2x D) 8 Substrat et masse du préamplificateur
' 4 | Bootstrap 10 | Output stage ground
1 2 3 4 5 6 Bootstrap Masse de I'étage de sortie
I H ] 6 8] .
5 Compensation 1 Not fo use
______ Compensation Ne pas utiliser
Tab must be grounded
Lailette doit étre réunie & la masse 5 Feed-back network 12 Output

Réseau contre-réaction Sortie
SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE 14

* 14

v

30 +—tt—i4—
e )
70
7k
5o N N
7k 7kQ
2k
8
800 -
Q
800
Q .
90 !

27
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TBA 800, TBA 800 A

LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Supply voltage v
Tension d’alimentation cc 30 v

Peak output current (non repetitive) | . 2 A
Courant créte en sortie non répétitif ]

Peak output current {repetitive) |O 15 . A
Courant créte en sortie répétitif . " -

Storage temperature T . —40

Température de stockage stg +150

Junction temperature T, —40

Température de jonction ] +150

THERMAL CHARACTERISTICS * With tabs soldered to printed circuit with minimized copper area
CARACTERISTIQUES THERMIQUES Dissipateur soudé & une surface réduite de,circuit imprimé

Junction-case thermal resistance R M
Résistance thermique (jonction-boitier) Rth“'c) 12 max °Q/W
Junction-ambient thermal resistance o * .

Résistance thermique (jonction-ambiante] Rth(}-a)- 70 max } °C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T, , — 250 '
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES . Tamb = 26°C (Note 1)

Test conditions . T
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Supply voltage ’ v 5 20 v
Tension d'alimentation . .CC . )
Quiescent output voltage (pin 12) Van =24V VA ‘
Tension de repos (broche 12] cc O n 1213 \%
Quiescent current (pin 1} Van =24V 1 O .
Cobrant de repos (broche 1) cc ) cc -9 20 - mA
Bias current (pin 8) Van =24V | . ‘
Courant d'entrée (broche 8] CQ B 1 5 HA
Output power L = 16 p
Puissance de sortie f =1kHz ] 44 5 w
4 =10% '

Note 1 The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 1
Mesuré dans les conditions de la figure 1
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TBA 800, TBA 800 A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb= 25°C (Note 1)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Maximum input voltage peak VI
Tension dentrée de créte maximale 310 mV
VCC =24V
Sensitivi R =16 Q
ensitivity =
Sensibilité Po =5W s 80 mv
R = 56 Q
f = 1kHz
Input resistance {pin 8)
Impédance d’entrée (broche 8) Zl 5 MQ
Veg =24V
Frequency response (—3 dB) C3 =330pF ;
Bande passante (—3 dB) R =16 Q 8 40 - 20 000 Hz
Rf =568
VCC =24V
P =50mW~
Distortion 25W d 05 %
istorsion R L =168
Ry =56 Q
f =1kHz
Vol ( ) VCC =24V
oltage gain (open loop =
Gain de tension en boucle ouverte RL =168 AV 80 dB
f = 1kHz
‘oo
Voltage gain {closed Joop) L =16
Gain de tension en boucle fermée R, =588 Ay 39 42 45 dB
f
f =1kHz
| e ;CC = (2’4 Vv
nput noise voltage = v
Tension de bruit & I'entrée B ((3__.3 dB) =40- n 5 g
20 000 Hz
. Var =24V
Input noise current cC ;
Courant de bruit & I'entrée B(-3d B%(-):OK(I)% .H I 0,2 nA
z
NS
Efficiency o =
Rendement RL =160 K 70 %
f =1kHz
a7
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TBA 800, TBA 800 A

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

MAXIMUM POWER DISSIPATION
Dissipation de puissance maximale

tot
(w)
5
4
(3)
3
(1} : Without heatsink
2) Sans radiateur
2
— (2) : With a 25°C/W heatsink
N1 ! Avec radiateur de 25°C/W
1 (3) : With infinite heatsink
Avec radiateur infini
0
0 50 100 150 tmb!°C)
OUTPUT POWER POWER DISSIPATION
Puissance de sortie Dissipation de puissance
P P
o f=1kHz tot
(w) d=10% (w)
6 6
: A/ s
Q < /
2 ] © 2 ° foq
< [r VAL
@ > U
I [ /e
1 717 1 3
0,8 7 0,8 / /1.
0,6 0,6 /
0.4 7 0,4 - /
0,2 7 0,2
01 01
T2 4 6810 20 4060y v 12 46810 20 4060y
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TBA 800, TBA 800 A

APPLICATION AND TEST CIRCUITS
SCHEMAS D’APPLICATION ET DE MESURE

ch=24v

100 k2

\4
N R Rf
56 2

6.
100 uF
6
L

AN

Figure 2

load connected to earth, without bootstrap
Charge & la masse, sans bootstrap

Figure 1

Load connected to earth, with bootstrap
Charge 3 la masse, avec bootstrap

Vee=24V O

Ry
168

470 4F

. 15V -f
— 0.1
~F
1Q

470;11:1
15V 5

2

& o
:)l‘
Z—S

Figure 3

Load connected to supply, with bootstrap
Charge & I'alimentation, avec bootstrap
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TBA 800, TBA 800 A

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

(%) Voe=24V
RL =160

- Ry =560

f =1kHz

0
0 1 2 3 4 Po (Wi
4 .
(%) V=24V
R =16Q
Ry =560
4 .
3

\ \ / Po=25W
1 N %
\ Pg =50 mW
Ay
0
2 5 2 5 2 5 2 5
10" 102 10° 10* f (H2)
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TBA 810 P, TBA 810 AP

AF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR BF

GENERAL DESCRIPTION

The TBA 810 P is an improvement of monolithic integrated circuit TBA 810 S.

Following advantages are provided :
— Higher output power : 6 W at Vee=16V,R =4 Qor7WatVon=144V, R =2 Q.
— Lower noise figure
— Higher supply voltage ripple rejection.

The circuit is protected against overheating, output short circuits (Vo <15 V), polarity inversion and fortuitous open
ground.

DESCRIPTION GENERALE

Le TBA 810 P est une amélioration du circuit intégré monolithique TBA 810 S.

Il présente les avantages suivants : )
— Puissance de sortie plus élevée : 6 W pour VCC = 16 V, R =4 Q ou 7 W pour VCC =144V, Ry =2 Q.
— Facteur de bruit plus faible.
— Meilleure réjection de I'ondulation d‘alimentation.

Ce circuit est protégé contre les températures excessives, les court-circuits en sortie (Voo < 15 V), l'inversion de
polarité et les coupures accidentelles d‘une connexion de masse.

THOMSON-CSF 78-41 1110
OMSIOH SEMSCONDLUCTEVRS
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TBA 810 P, TBA 810 AP

PINS CONFIGURATION

BROCHAGES .
Case CB-109 TBA 810 P Case CB-155 TBA 810 AP
Boitier Boitier
t%)
Top view [3 lifi i
v reamplifier decoupling
Vue de dessus 1 cc 7 Découplage du préamplificateur
"""" 2 Not to use g | Input
Ne pas utiliser Entrée
R Substrate and preamplifier
H H A ﬁ 3 | Nottouse 9 | ground
12 11 10 9 8 7 Ne pas utiliser Substrat et masse du préam-
plificateur
4 Bootstrap 10 | Output stage ground
1 2 3 4 5 6 Bootstrap . Masse de I'étage de sortie
PRl v
5 | Compensation 11 | Nottouse
Compensation Ne pas utiliser
Tab must be grounded
L‘ailette dojt 8tre réunie & la masse g | Feed-back network 12 | Output
Réseau contre-réaction Sortie
Maximum power Hissipation
Dissipation de puissance maximale
TBA 810P TBA 810 AP
Prot Prot
(w) . (w)
°5 Y (1) With infinite heat sink 5 -
Avec radiateur infini
4 (2) Witha 10°C/W heatsink -TBABIOAP 4
p—— & With a 25°C/W heatsink - TBA 810P >
3 - Avec radiateur de 10°C-  TBA 810 AP 3 <A
- . Avec radiateur de 25°C- TBA810 P X
2 1 (3) Without heat sink 2 l
4 I~ Sans radiateur ] ™ 3), \L\
0 _ o | T~
0 25 50 75 100 125T, (°C) 0 25 50 75 100 125T(gm5b
v C
2/10
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TBA 810 P, TBA 810 AP

LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Supply voltage v
Teasion d'alimentation cc 20 v
.Peak output current (non repetitive) 1 4 A
Courant créte en sortie non répétitif 0
Peak output current (repetitive) 1 3 A
Courant créte en sortie répétitif o
Junction temperature T. —40 °c
Température de jonction ] +150 °C
Storage temperature T —40 °c
Température de stockige stg +150 °C
SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE
4
> O
o5,
ol
[ Qb Q7 Q14
1
i —5
D1 D2
R4 Yoz Q15
R10
6 R5 12
(o) 3+ O
a1z} >t
D5 D6 D7
7 R9
O ¥ Q13
(e ~N v
8 an Q16
Q4 oa;]._< ’W
. 10
R1 Q9 R7 J
a1 | a2 s ato o4
5
o R3 R2 R8 R11 o
S - —0
3/10
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TBA 810 P, TBA 810 AP

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T = 25°C Note 1 {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Supply voltage {pin 1) Y
Tension d’alimentation (broche 1) cc 4 20 A
Quiescent output voltage {pin 12) Van =144V v
Tension de repos (broche 12) ce 0 6.4 72 8 v
Quiescent current (pin 1) =
Courant de repos (broche 1) VCC 14,4V lCC 12 20 mA
Bias current (pin 8) Vs =
Courant d'entrée (broche 8) cc =144 v lB 0,4 HA
d’ =10%
R, =4Q
L
£ =1kHz Po 556 6 w
= \
Output power Ve =144
Puijssance de sortie d =10%
Ry, =2Q
L
£ =1kHe Po 55 7 w
Voo = 144V
Input voltage saturation (sine wave) Vv
Tension d’entrée de saturation {sinusoitale) | 220 mV
Pg =6 W
VCC =144V
R =48 S 75 mV
f =1 kHz
Ry =568
Po =6W :
Ve =144V
RL =4Q S 30 mV
f = 1kHz
R =220
Sensitivity f
Sensibilité . PO =7W
Voo = 144V
R =2Q s 55 mv
f = 1kHz
R¢ =56 Q
Po =7W
Vee = 144V
R, =28 S 20 mV
f = 1kHz
Ry =22 Q
Input resistance (pin 8)
Impédance d'entrée (broche 8) 2 5 MQ

Note 1 : The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 14
Mesuré dans les conditions de la figure 14

4110
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TBA 810 P, TBA 810 AP

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamb=25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =144V
Frequency response (—3 dB) RL =4Q/2Q B
Bande passante (—3 dB) C3 =820pF 40 - 20.000 Hz
C3 =1500pF 40- 10.000 Hz
Vg =144V
Py = 50 mW +
Distortion 2,5W d 0.3 o
Distorsion ’ ©
R =48 /128
f = 1kHz
Ve =144V
Voltage gain (open loop) RCC =40 A ‘80 dB
Gain de tension en boucle ouverte L \
f = 1kHz
Voo =144V
Voltage gain (closed loop) R, =40/28Q A
Gain de tension en boucle fermée L \4 34 37 40 ds
f =1kHz
Vee = 16V
. cc
Input noise voltage v
Tension de bruit & I'entrée B (_31d58()10=61'(|)£ n 2 nv
Input noise current Ve =16V .
np _ i
Courant de bruit 3 I'entrée 8 (—31d533)&)4£ - n 80 PA
z
ooz 150"
Efficiency o =
Rendement R =4 Q K 75 *
f =1 kHz
VCC =144V
Supply voltage rejection R, =40
Réjection de I'ondulation d'alimentation f L =100 H SVR 40 48 ds
ripple = 2z
P =86W
Supply current -
Courant d’alimentation Vee 144V ’CC 600 mA
R =148
THERMAL CHARACTERISTICS *With tabs soldered to printed circuit with minimized copper area
CARACTERISTIQUES THERMIQUES Dissipateur soudé & une surface réduite de circuit imprimé
Junction-case thermal resistance Ro s 12 {TBA 810P)
Résistance thermique jonction-boitier th(j-c} max 10 {TBA 810 AP} °c/w
J;.lnction-ambient thermal resistance . 70%(TBA 810P)
Résistance thermique fonction-ambiante Rih(j-a ™™ g0 (reasoan| W
Note 1 : The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 14
Mesuré dans les conditions de la figure 14
5/10
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TBA 810 P, TBA 810 AP

MAXIMUM POWER DISSIPATION VERSUS SUPPLY
VOLTAGE (sine wave operation)

TYPICAL POWER OUTPUT VERSUS SUPPLY VOLTAGE- PUISSANCE DISSIPEE MAXIMALE EN FONCTION
PUISSANCE DE SORTIE TYPIQUE EN FONCTION DE LA DE LA TENSION D'ALIMENTATION
TENSION D'ALIMENTATION . (Onde sinusoitfale)
Pg - FIGURE 1 Piot FIGURE 2
w) (w)
8 p 8
Rf = 560 /7
T d = 10% .
f = 1kHz / / /
ya 2
6 6
/ ' - /
20 - 40 /
/
4 4 29// //4 Q
/ , /
4 v
/ /
2 2
/
Z v
L+
0 0 1
0 4 8 12 16 VotV 0 4 8 12 16 VgV
TYPICAL DISTORSION VERSUS FREQUENCY TYPICAL DISTORSION VERSUS FREQUENCY
DISTORSION TYPIQUE EN FONCTION DE LA DISTORSION TYPIQUE EN FONCTION DE LA
FREQUENCE FREQUENCE
FIGURE 3 : FIGURE 4
d d
(%) (%)
5 5
4 4
Vog = 144V Veg= 144V
3 Ry = 560 3 R = 560
R L= 40 R L= 20
2 ] . ||
PO =0,05W \ PO =0,05W -
\ \
1 A\ 1
o~ -
25W & y Pg=25W \\k 2
o L1 1 oLl 1]
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
10’ 10% 10° 10* f (Hz) 10} 102 10° 104 f (Ha)
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TBA 810 P, TBA 810 AP

TYPICAL DISTORSION VERSUS OUTPUT POWER
DISTORSION TYPIQUE EN FONCTION DE LA

PUISSANCE DE SORTIE
’ FIGURE §
d T
(%) s
T
I
8 J
Van= 144V i
Rfc= 56 2
f = 1kHz
6
40
4 P3N
]
Iy
1
) I
|
: /)
i
0 A
2 4 6 8 2 4 68 .
107! 10° Po (W)

TYPICAL RELATIVE VOLTAGE GAIN (CLOSED LOOP)
AND TYPICAL INPUT VOLTAGE VERSUS FEEDBACK
RESISTANCE (Ry) )

GAIN EN TENSION TYPIQUE (EN BOUCLE FERMEE)
ET TENSION D’ENTREE TYPIQUE EN FONCTION DE
LA RESISTANCE DE CONTRE REACTION (R

TYPICAL VALUE OF C3 VERSUS R{ FOR VARIOUS
VALUES OF B

VALEUR TYPIQUE DE C3 EN FONCTION DE Ry POUR
DIFFERENTES BANDES PASSANTES

(Cgl FIGURE 6
P 0
8 c72~C3
6
4
/
B=10kHz | | ]
2
/I //
103 » L]
8 /’ B8 =20 kHz
6 /
4
/
2
10°
2 4 6 8 2 6 8
10' 10? Rq (22)

TYPICAL RELATIVE VOLTAGE GAIN (CLOSED LOOP)
AND TYPICAL INPUT VOLTAGE VERSUS FEEDBACK
RESISTANCE (Ry) '

GAIN EN-TENSION TYPIQUE (EN BOUCLE FERMEE)
ET TENSION D’ENTREE TYPIQUE EN FONCTION DE
LA RESISTANCE DE CONTRE REACTION (Ry)

v FIGURE 7 Ay vy FIGURE 8 Ay
{mV) - T T T 8(dB) (mV& T T T B(dB)
: e A - :

4 ‘écc; 1443 a 4 o Ve = 144V 4

Gy t5 = 1kHz N v :«L =ffn
2 — 12 N = z 2
\\ fo =8 W N Py =TW
L—+"1 192 2 0~ P
1028 > 10 10%, < 10
S 8 8
s )(\ & 6 — s
4 4 4 — a
v, —
“ Vi L
2 - 2 2 7 2
P, =0,05 W .
10 o 10 101 Po =005W] 10!
8 8 8 s
6 P 6 6 — — 6
4 4 4 = - 4
2 v L ) 2y L~ .
7 1 /
7
100 10° 100 100
0 20 40 60 80 R (0) 0 20 40 60 80 Rgla)
710
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TBA 810 P, TBA 810 AP

TYPICAL POWER DISSIPATION AND EFFICIENCY TYPICAL QUIESCENT OUTPUT VOLTAGE (Pin 12)
OUTPUT POWER VERSUS SUPPLY VOLTAGE

PUISSANCE DISSIPEE TYPIQUE ET EFFICACITE TENSION DE SORTIE TYPIQUE AU REPOS (Broche 12)
EN FONCTION DE LA PUISSANCE DE SORTIE EN FONCTION DE LA TENSION D'ALIMENTATION

Prot FIGURE 9 7 Vo FIGURE 10
(w) T T 1 (%) v
cc =144V
8 80 8
2T
3
IS
6 _{zg/ Pror—_| 60 6
7] A7
L~
(U
2
4 Z 40 4
/1~
, 19
/ to
2 ,'/ 20 2
0 0 0
0 2 4 6 8 Pg (W) 0 4 8 12 16

Ve V)

TYPICAL OUIESCENT CURRENT VERSUS SUPPLY
VOLTA

COURANT DE REPOS TYPIQUE EN FONCTION DE
LA TENSION D’ALIMENTATION

| FIGURE 11
cc
(mA)
15 4
LA
I (total)
’/
10
VI
//
5 [
»-”
4/’
4 ICC {ourpt_lt transistors}
de mmE) =
0 £ T O |
0 5 10 16° Ve V1
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TBA 810 P, TBA 810 AP

TYPICAL SUPPLY VOLTAGE REJECTION VERSUS
FEEDBACK RESISTANCE

REJECTION DE L'ONDULATION D'ALIMENTATION
EN FONCTION DE LA RESISTANCE DE CONTRE

REACTION *
SVR FIGURE 12
(dB) I
Veg =144V
R, = 4Q
-10 Cg = 100xF
fipple= 100 Hz
—-20
--30
—40 \ \
—~50
\
~—1 |
—~60
0 50 100 R ()

THERMAL SHUT-DOWN

The presence of a thermal limiting circuit offers the
following advantages :

1 — An overload on the output {even if it is perma-
nent}, or an above-limit ambient temperature can
be easily supported.

2 — The heat-sink can have a smaller factor of safety
compared with that of a conventional circuit.
There is no device damage in the case of too high
a junction temperature : all that happens is that
Po (and therefore Por are reduced.

OUTPUT POWER AND SUPPLY CURRENT VERSUS
PACKAGE TEMPERATURE

PUISSANCE DE SORTIE ET COURANT D'ALIMENTA-
TIOI/7\{ EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE
BOITIER

Pq FIGURE 13 lec
vl ] Vee=ta4 W
1 1 R =40
| Pold=10%)
6
\ 1
4 \\ i 0,8
| log ld=10%)
cc 06
™
2 0,4
0,2
0 0
o - 50 100 150 T (o]

case

PROTECTION THERMIQUE

La présence d‘un circuit de protection thermique présente les
avantages suivants :

1 — Une surcharge des sorties {méme permanente) ou une
température ambiante dépassant les limites absolues
est subje sans dommage.

2 —~ Le radjateur peut présenter un facteur de sécurité plus
faible que pour un circuit conventionnel. Le circult
n'est pas endc $ sila pé e de j fon est
trop élevée. Tout ca qui se produit est une diminution
de Po et parsuite Proe

9/10
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TBA 810 P, TBA 810 AP

TEST AND APPLICATION CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE ET D’APPLICATION

b I
== 100 uF
T i5v
Tabs 12
Y “TBA B10P =
100 k22 ! 5 .
21000 pF
15V
€3 1500 pF
11
L
2\
A C7* 5600 pF 0,1 uFm= R
6V
Ry 100 pF 10
56 Q T15 v
*FIGURE 14 m

*C3,C7 see figure 6
voir figure 6
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TBA 810 S,TBA 810 AS

AF AMPLIFIER
- AMPLIFICATEUR BF

GENERAL DESCRIPTION A PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

The TBA 810 S is a monolithic integrated circuit designed for classe B audio amplification, with up to 7 W output
power ; It is internally protected against overheating.

It provides the advantages following :

— The high idling current stability obtained from a built-in temperature and voltage-compensating network makes
thermal runaway impossible.

— Open-loop gain is high enough to allow a great amount of feedback {low distortion} and keep a sufficient closed
loop-gain (high sensitivity).

1

The use of PNP transistors in the preamplifier allows D.C. input voltage to be zero.

— The exceptional D.C. output voltage stability and minimized potential loss, give to the output voltage high power
capability.

— The special Split- DIP case makes it possible to use a part of the printed circuit board as a heat sink(TBA 810 S}

Others highlights include : few external components and not any adjustment.

DESCRIPTION GENERALE

Le TBA 810 S est un circuit intégré monolithique destiné & I'amplification BF classe B : sa puissance de sortie peut
atteindre 7 W. || est protégé intérieurement contre les températures excessives.

11 présente les avantages suivants :

— Régulation du courant de repos en fonction de |a tension d allmenrat/on et de la température, donc suppression du
risque d‘emballement thermique.

— Gain de boucle ouverte élevé, donc possibilité d'appliquer un taux de contre-réaction important (distorsion réduite)
tout en conservant une sensibilité correcte.

— Etage d‘entrée & transistors PNP, ce qui permet d'appliquer le signal en un point dont le potentiel continu de référen-
ce est @ la masse.

— Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible dispersion, ce qui garantit le fonctionnement symétrique
de I'étage de puissance.

— Possibilité d'utiliser une port/on du circuit imprimé comme dissipateur de chaleur gréce a son boftier Split - DIP
4 ailette(TBA 810 S).

— Absence de réglage et nombre de composants extérieurs réduit.

75-10 /6
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TBA 810 S, TBA 810 AS

PINS CONFIGURATION

BROCHAGES
Case CB-109 TBA 810S Case CB-155 TBA 810 AS
Bortier Bofitier
5
Top view ien :
Vue de dessus 1 VCC 7 iteamellflzii‘??ouf! ing y
"""""" Not to use Input
2 Ne pas utiliser 8 E,,?,ée
Substrate and preamplifier
H — H M ﬁ 1 | 5 | Nottouse 9 | ground
12 11 10 ? 8 7 Ne pas utiliser Substrat et masse du préam-
plificateur
4 Bootstrap 10 | Output stage ground
1. 2 3 4 5 6 Bootstrap Masse de I'étage de sortie
pUgy (P
5 | Compensation 17 | Nottouse
Compensation Ne pas utiliser
Tab must be grounded
L'aifette doit étre réunie & la masse g | Feed-back network 12 | Output
Réseau contre-réaction Sortie
Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale
TBA 810 S TBA 810 AS
PYOI Pwl
w) (W)
5 (1) With infinite heat sink 5
Avec radiateur infini
4 = {2)  Witha 10°C/W heatsink -TBABIOAS 4 =
S\ With a 25°C/W heatsink -TBA810S — \/
3 Avec radiateur de 10°C- TBA 810 AS
\ Avec radiateur de 25°C- TBA810S &
2 (3)  Without heat sink ’ 2
] I~ \\ Sans radiateur ] I~ \
AN 2N
8 ol
0 25 50 75 100 125 tamb(“C) 0O 25 50 75 100 125 t(am)b
°C.
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TBA 810 S, TBA 810 AS

LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Supply voltage
Tension d‘alimentation VCC 20 v
Peak output current {non repetitive)
Courant créte en sortie non répétitif [O 3,5 A
Peak output current (repetitive)
Courant créte en sortie répstitif lO 25 A
Junction temperature T, —40 °C
Température de jonction J +150 oc
Storage temperature T -40 °C
Température de stockage stg +150 °C
SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE
4
(\; —0
Qs -
‘_J
4 Q6 Q7 ——t Q14 []R 12
1
¢ 14 o
D1 D2
H R4 ¥Yo3 ais
R10
6 RS 12
log 1 }— O
Q12 } p— bt
D5 D6 D7
7 R9
O ¢ Q13
L )
R6
8 J Qi e
_(134 08;‘__, ﬁﬁi@
10
R1 Qg R
Qi | a2 &-—Kos Q10 Apa
5
O~ R3 R2 R8 R11 N
+ +— O
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TBA 810 S, TBA 810 AS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T = 25°C (Note 1) (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUE_S amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Supply voltage vV B
Tension d'alimentation R ' cc 4 20 v
Quiescent output voltage (pin 12) Vs =144V Y I .
Tension de repos (broche 12) cc 0 64 72 8 v
Quiescent current {pin 1) Van = 14,4V 1
Courant de repos (broche 1] cc cc 2 2 mA
Bias current {pin 8) Nap =144V | 0,4 . A
Courant d'entrée (broche 8/ cc B s
d =10%
R =48
L P 7 - W
£ o=1kHz 0 .
Vee=16V
d =10%
R =48
L P w
fo=1kHz 0 6
Nepc =144V
Output power | cc -
Puissance de sartie d =10%
R =48
L P
f =1kHz 0 25 w
VCC =9V
d =10%
R =48
L P
f =1kHz 0 ! w
Vec =6V
Maximum input voltage peak Vv R
Tension d‘entrée de créte maximale | 310 mV
}\3/0 - 6:\’4 \Y
=1
cc ’
R, =40 s 80 mv
f =1 kHz
Sensitivity va =560
Sensibilité
Po =6W
VCC =144V
R =4 Q I 35 mV
f = 1kHz
Ry =22Q
Input resistance (pin 8) Z
Impédance d’entrée (broche 8} ! 5 Mo
Note 1 : The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure

Mesuré dans les conditions de la figure 1
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TBA 810 S, TBA 810 AS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamb‘= 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditfons de mesure
VCC =144V Hz
Frequency response (—3 dB}) Rg =22 Q2 B
Bande passante (—3 dB) C3 =820pF 40 - 20.000
C3 - = 1500 pF 40 - 10.000 Hz
Ve =144 Y
Pn =50 mW=+
Distortion © 3w
Distorsion R[_ =48 d 03 %
Ry =56 Q
f =1kHz
Volt int loop] Ve =144V
oltage gain (open loop _ .
Gain de tension en boucle ouverte R|_ =40 AV 80 dB
f  =1kHz
VCQ = 1451V
Voltage gain (closed loop) RL'= .
Gain de tension en boucle fermée Rf =568 AV 34 37 40 dB
f =1kHz
Vee = 144 Y,
Input noise voltage Rg =0 Vi 2 uv
Tension de bruit & I'entrée B.(—3 dB) = 20-
20 000 Hz
out ok . Voo =144V
nput noise curren , £
Courant de bruit & l'entrée B (—B’ZdOBé&)Zi-?z’ In 0,1 nA
Voo = ; nt/,vz{ \Y
Efficier - Pg =
Rendemen’r ROL =40 K 70 %
f =1kHz
Ve =144V
Supply voltage rejection ce
Réjectibn de I’ondulation d’alimentation RL #_f Q SVR 38 dB
fripp]e = 100 Hz
THERMAL CHARACTERISTICS *With tabs soldered to printed circuit with minimized copper area
CARACTERISTIQUES THERMIQUES Dissipateur soudé & une surface réduite de circuit imprimé:
Junction-case thermal resistance Rop e 12 (TBA 810 S) o
Résistance thermique (jonction-boftier) thij-c) max 10 {(TBA 810 AS) e
Junction-ambient thermal resistance . 70* (TBA 810 S)
Résistance thermique (jonction-ambiante) Rth(l‘a) max 80 (TBA 810 AS), °C/w
5/6
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TBA 810 S, TBA 810 AS

MEASUREMENT DIAGRAM
SCHEMA DE MESURE

+VCC
(e} ’ * e
100 2
o
0,1 uF 100 pF
15V
& &N 1 & 100 47
. v
: E
4
Tabs S 12
Ailecie TBA 810 Al -
9 +
7 1000 uF
15V
10 1500 pF
6 —t
RR +
500 pF 5600 pF 0,1 uFom R

6V L
+
Rg ©=100 pF 10
56 9 T15 v
Figure 1 — Load connected )\

to earth 5\“&?\{

Charge & la masse

APPLICATION DIAGRAM WITH LOAD CONNECTED TO +VC(.I
SCHEMA D’APPLICATION AVEC CHARGE AU +VCC

1L

100 uF
I I 25V
Y AR

Ailette

100 k&2

AR

Load connected to supply
Charge au +VCC
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TBA 820

AF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR BF

GENERAL DESCRIPTION . . TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

The TBA 820 is a monolithic integrated audio power amplifier.
Its main features :

— working with supply voltages from 3 to 16 volts, -
— low idle current (4 mA typ.),
— high efficiency,

make it especially suitable for mobile, battery operated equipments.

Other features include :

— output power up to 2 W without any external heat sink,

!

high input impedance, low bias current,
— high ripple rejection,

— no thermal runaway,

— no cross-over distortion,

— few external components required.

The TBA 820 is supplied in a quad-in-line, 14 leads package.

DESCRIPTION GENERALE

Le TBA 820 est un circuit in iégre’ monolithique, amplificateur BF de puissance.
Ses principaux avantages : »

— fonctionnement possible avec une tension d‘alimentation de 3 & 16 volts,
— faible courant de repos (4 mA typ.),
— rendement élevé,

le destinent particuliérement aux appareils mobiles alimentés sur batterie.

Autres avantages ;

— puissance de sortie jusqu‘a 2 W sans dissipateur extérieur,

1

grande impédance d‘entrée, faible courant d‘entrée,

— bonne réjection des variations de tension d‘alimentation,
— pas d’emballement thermique,

— pas de distorsion de cross-over,

— nombre de composants extérieurs réduit.

Le TBA 820 est présenté en boitier quad-in-line, 14 passages.

75-6 110
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TBA 820

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Case CB-21
Boitier
Input
Entrée
3
Top view
Vue de dessus’
A ; Preamplifier
Préamplificateur
B : Amplifier
Amplificateur
8] [o] [1o] [1n] @ % 14
& {
I
|4
N AN
1 Bootstrap 8 Ground (substrate)
Bootstrap Masse (substrat)
Decoupling g No connected
2 Découplage Non connecté
3 No connected Ground
Non connecté 10 Masse
a Compensation i No connected
Compensation n Non connecté
5 Feed back network 12 Output
Réseau de contre-réaction Sortie
No connected Compensation
6 Non connecté . 3 Compensation
Input +V
7 Entrée " cc
2/10
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TBA 820

SCHEMATIC DIAGRAM
SCHEMA ELECTRIQUE

-0
Q7 Lq 14
os\{ Q12 Q16™
A A A A
. Q17
Q18
R2
5,0 kQ LY. 4 R6
Q2 Q5
: e
a1 R3
R1 6 k2
2 kU -
>—¢\)£18 p
7
a3 Je{aa OE&——
R4
2k
8
07 .
o
2

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

PARAMETERS SYMBOLS VALUES UNITS
PARAMETRES SYMBOLES VALEURS UNITES
Supply voltage
Tension d‘alimentation VCC 16 vV
Output peak current I
Courant créte en sortie o 15 A
Storage temperature T —40 °C
Température de stockage stg +150 °c
Junction temperature T. 3
Température de jonction ] +150 °C
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance A
Résistance thermique {jonction-ambiante] Rth(]'a) 80 °C/W
3/10
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TBA 820

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tam

(Unless otherwise stated)

°
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES =25°C  (Note 1) (Sauf indications contraires)
TEST CONDITIONS e
PARAMETERS SYMBOLS UNITS
PARAMETRES compITIons o& SYMBOLES MIN. TYP. MAX. | (njres
Supply voltage Y
Tension d‘alimentation cc 3 16 Y
Quijescent output voltage (pin 12) - v
Tension de repos en sortie {broche 12) VCC =9V o 4 45 5 v
Quiescent drain current =
Courant total en repos VCC =9V 'ec 4 mA
Bias current (pin 7) - .
Courant d‘entrée (broche 7) VCC sV ! 0.1 HA
Ve =12V
RL =88
R =1209 2 w
d =10%
f =1kHz
Vee =9V
R L = 4Q
Rf =120Q 16 W
d =10%
f =1 kHz
VCC =93V
R =80
Qutput power _
Puissance de sortie Rp =1208 Po 1,2 w
d =10%
f =1kHz
VCC =6V
R =480
By =120Q 0,75 W
d =10%
f =1kHz
Ve =35V
R =4 Q
Ry =120 Q 0,22 w
d =10%
f =1kHz
VCC =9V
Po =12W
Input sensitivity = .
Segsibfliré ramenée & I'entrée R =84 S 16 mv
: Rf =330 :
f =1kHz
Note 1 : The characteristics above we're obtained using the circuit shown in figure 1
Mesuré dans les conditions de la figure 1
4/10
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TBA 820

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T_\ _ 250
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES mb

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

TEST CONDITIONS
PARAMETERS SYMBOLS UNITS
PARAMETRES co%géggévs be SYMBOLES MIN. TYP. MAX. UNITES
VCC =9V
Po =12W
R =8Q 60 mV
Rf =12080
f =1kHz
VCC =9V
PO =50 mW
Input sensitivity =
Sensibilité ramenée & I'entrée R L 8q S 35 mV
Rf =338
f =1 kHz
Ve =9V
Pg =50mW
R =8& 12 mv
Re =120Q
f =1 kHz
Input resistance
Régisrance 4 l'entrée Ry 5 MQ
Veg =9 s\g
R =8
L N
RS =120Q 25-7 000 Hz
C = 680 pF
Frequency response (—3 dB) B P
Bande passante (—3 d8) B
VCC =9V
R =89 25 - 20 000
Ry =120 -2 Hz
Cg =220 pF
VCC =9V
PO = 500 mW
RL =88Q 0,8 %
Ry =383 Q
f =1kHz
Distortion d
Distorsion
VCC =9V
Po = 500 mW
R, =8 Q 0,4 %
Rf =120Q
f =1kHz
5/10
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TBA 820

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T . - 256 C
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb

(Unless otherwise stated}
(Sauf indications contraires)

TEST CONDITIONS

PARAMETERS SYMBOLS UNITS
PARAMETRES CO’;/V? E'STL%"E be SYMBOLES MIN. TYP. MAX-\  Unires
VCC =9V
Voltage gain (open loop) R, =8Q A 75 dB
Galn de tension en boucle ouverte f L 1 kH v
b z
VCC =8V
Ry, =88
Ry =338 45 dB
f =1kHz
Voltage gain {closed loop) A
Gain de tension en boucle fermée v
VCC =9V
R =8 Q 34 g
Ry =1208 B
f =1kHz
Var =8V
Input noise voltage cc
Tension de bruit & I'entrée B {~3dB)=25- Vn 3 Iiveff
20 000 Hz
Vap =9V
. cc
Input noise current _
Courant de bruit 3 I'entrée B (-3dB)=25- In 0,4 nA
20 000 Hz
Vee=9V
RL =8Q
Signal t R . Rf =120Q
ignal to noise ratio _
Rapport signal sur bruit R1 =100kQ 70 dB
. Po =12W
B (—3dB)=25-
20 000 Hz
VCC =9V
L R =88
Supply voltage rejection L
(see figure 2) Ry = 120 2
Réjection de [‘ondulation C6 =50puE SVR 42 dB

d‘alimentation du circuit {voir fig. 2)

f(ripple) = 100 Hz

6/10
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TBA 820

TEST AND APPLICATION CIRCUITS
SCHEMAS D'APPLICATION ET DE MESURE

Figure 1 — Load connected to the supply voltage
Charge 3 'alimentation

+Vee
. - . 5
L L 1
100 UF e == 50 UF % 0,1 uF RL
15V @ 10V &
A\ A\
1
14 J"‘
! 2 Cg
n 7 . . 1000 uF
o
o 15V N
12 'ﬂ -
5 13 ! 0,22 uF
8
10
R
100 kﬂ[] £
100 puF

Figure 2 — Load connected to ground
Charge 3 la masse

H
6

iOO;LFCJ:
15V&
W

0,1 uF
‘\
Vi CB"L 100;11’
o T ®7
1000#FL
15V
100kQE] Rf' .
AL
100 uF
6V
O

*Must be used when high ripple rejection is requested.
Nécessaire pour obtenir une bonpe réjection de I'ondulation d’alimentation.
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TBA 820

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

POWER OUTPUT

Po PUISSANCE DE SORTIE
w) ] |
R=1200 Sl e
Fd =10%
f =1kHz /
1,5
o /
o
o
o /
1 /
0,5 //
//
A
0
0 4 8 12 Vgl
MAXIMUM POWER DISSIPATION
Por  PUISSANCE MAXIMALE A DISSIPER
max
w)
tamp = 50°C
1
RL=40 R_ =88
1,2
0,8
0,4 1/
=
0
0 4 8 12 VW

POWER DISSIPATION AND EFFICIENCY

n PUISSANCE DISSIPEE ET RENDEMENT
(%) T
— n
X
60 / / \
/ / Pror ]
40
Vo =9V
R =80
/ f =1kH-
20 /
0
0 5 10 Poiw)
POWER RATING CHART
Ptot PUISSANCE DISSIPABLE
(w)
1,5
%
%
1 %
0,5
0
—50 0 50

100 typpleC)
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TBA 820

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

SENSITIVITY
v, SENSIBILITE
{mV)
VCC =9V
120 R =84
f =1kHz /
T o
/'9
80 K4
{9,
40
st
o)
/ ]
/ I
0 . .
0 100 200 Re ol
DISTORTION
4 DISTORSION
%) [voe=8v
LR{ =1200
of =1kH
1 z s
8 —
nu
9]
O
> a
>
6 e
! /]
8.
e ]
4 >
@ o
g I / /
8
el V1)
2 /1A
i
| / |
0 T

0,4 0,8 1,2 1,6 Po (W)

VOLTAGE GAIN (CLOSED LOCP)

AV GAIN EN TENSION EN BOUCLE FERMEE
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TBA 820

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TYPICAL VALUE OF C;|

Cg (VALEUR TYP/QUE) EN FONCTION DE RfET 8

VERSUS Rf AND B

> T
(pF) Vee=9V [T
4 R =60 {1
2 B = k)l-iz
max
03 L yAmEi
s T
11
6 Bax = 10 kHz
. Ly mex
Y GEEEYY
, /Bmax=2OkHz
/ /
102
8 yA
6
‘ /
2
10! .
2 4 68 2 4 68 2 4 6
10} 102 103 Rt (ol

QUIESCENT OUTPUT VOLTAGE ATPIN 12~

v_ TENSION DE REPOS (BROCHE 12)

[o}
V)

12 Ve

QUIESCENT CURRENT

Id' COURANT TOTAL AU REPOS
{mA)
6
Ig (tot)
4 ]
L

2 /
0

0 4 8 12

VCC(V)
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TCA 150

AMPLIFICATEUR BF
" AF AMPLIFIER

GENERAL DESCRIPTION

The TCA 150 is an integrated monolithic power AF amplifier mtended for use in radio receivers, car-radios, TV
receivers, phonographs, tape recorders.

« .

Due to a suitable configuration of internal circuit, the following advantages can be provided :

— The high idling current stability obtained from a built-in temperature and voltage-compensatmg) network makes
thermal runaway impossible. i

— Open- loop gain is high enough to allow a great amount of feedback (low distortion) and ke(ep a sufficient closed
loop gain (high sensitivity).

. ) ;
— The differential preamplifier, fed from a controlled constant-current source, provides good immunity against
power-supply ripple. i

— The input double emitter follower configuration achieves the high input impedance required for successful
operation with piezoelectric cartridge, moreover, the use of PNP transistors in the preamplifier let D.C. input
reference voltage be zero.

— The exceptional D.C. output voltage stability and minimized potential loss, give/to the output stage high power
capability.

— The very low input current implies a reduced offset input voltage, even with-a high external resistor.

— Others highlights include : few external components and not any adjustment.

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit intégré monolithique TCA 150 est un amplificateur BF de puissance destiné aux récepteurs radio, auto-
radios, téléviseurs, électrophones, magnétophones. -

Gréce & une disposition convenable du schéma électrique interne, il a été possible d‘obtenir. les avantages suivants :
P €té p g

— Régulation du courant de repos en fonction de la tension d‘alimentation et de la température, donc suppression’
du risque d‘emballement thermique. .

— Gain de boucle ouverte élevé, donc poss/b//lte d appl/quer un taux de.contre-réaction important.(distorsion
réduite) tout en conservant une sensibilité correcte.

— Préamplificateur & structure différentielle, donc grande immunité aux parasites de I'alimentation en raison du
gain de mode commun réduit pour ce type de circuit. Il n‘est donc pas nécessaire de découpler le préamp/ificateur

— Etage d'entrée a transistors PNP, ce qui permet d‘appliquer le signal en un pO/nt dont le potentlel continu de
référence est la masse.

— Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible d/spers/on, ce qui garantit le fonctionnement symétrique
de I'étage de puissance.

— Impédance d'entrée trés e/evee due & la structure Darlington & l'entrée, particuliérement adaptée & l'utilisation sur
électrophone piézo.

— Courant d‘entrée trés faible, donc possibilité de fermer sur des résistances de forte valeur sans introduire de
décalage notable de tension continue. .

— Absence de réglage et nombre de composants extérieurs réduit,

75-7. 114
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TCA 150

OPTIONS
OPTIONS
Vee Po RL lee / Vee c Sucii’fi).( to néte when Characteristic page
ase orderi
V) w) (£2) {mA) V) Boitier Suféxenf indiquer & la Caractéristiques page
max. typ. commande
15 4 4 9 12 CB-99 KA 5
15 4 4 9 12 CB-135 NA 5
18 5,5 4 LNl 14 CB-99 KB 10
18 5,5 4 1 14 CB-135 NB 10
18 5,5 4 11 14 CB-135 NBT 10
SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE
014
—02
o1
Js h
3,5kQ D 2,6 kQ
50 Q | :
33kQ
) g
]1 0 k&2
—(_ P — 012
5 pF 7,85 kQ ')
ot )
l——f e c e [] 308
o 4 o
2 e =4 L—o10
* 08
05
—O03
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TCA 150

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES

CB-99 CB-135
/}a
< D < .
W
Top view
Vue de dessus
TCA 150 KA ~ 4v,.. TCA150NA
TCA 150 KB CC TcAa 150 NB
TCA 150 NBT
A : Preamplifier B : Amplifier
Préamplificateur Amplificateur

1 Bootstrap 8 Ground

Bootstrap Masse
2 Decoupling 9 Not to use

Découplage Ne pas utiliser
3 Compensation 10 Ground

Compensation Masse
4 Not to use 1 Not to use

Ne pas utiliser Ne pas uvtiliser
5 Feed back network 12 Output

Réseau de contre-réaction Sortie
6 Not to use 13 Not to use

Ne pas utiliser Ne pas utiliser

Input i 44
7 Entrée 14 Vee

3/14
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TCA 150

APPLICATION AND TEST CIRCUITS {available for any type)
SCHEMAS D’APPLICATION ET DE MESURE (valable pour tous Jes types)

Figure 1 J- . OVCC
R =40 100 pF L=J DjRL TQ
Ay =46 dB

o
o~
N .\
C1,C2 = Frequency compensation and bandwidth ajustment.
C1,C2 = Compensation et réglage de bande passante
Figure 2 ? * —oVee
Ry =48
Ay =34 dB’ 100 uF
A
o—
Rg<1M2 ]

Compensatlons are good with a grounded loud spéaker.
ions restent valables pour le haut-parleur 3 la masse.

4/14
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TCA 150 KA, TCA 150 NA

GENERAL CHARACTERISTICS . . ' Test conditions
CARACTERISTIQUES GENERALES Conditions de mesure
Supply voltage 6—15 v

Tension d'alimentation

Output power to 4 & (d = 10 %) Van=12V 4 w
Puissance de sortie sur charge 4 S cc

Idling current - }
Courant de repos VCC 12V 9 mA

Input impedance

Impédance d’entrée 50 MQ

. . : . Adjustable with external resistor
Sensitivity (po=50 mW, R =4 Q) between 2 and 10 mV
Sensibilité . " Ajustable par résistance extérieure
entre 2 et 10mV

LIMITING VALUES tamb = 25 C (Unless otherwise stabted)
VALEURS LIMITES ABSOLUES am {Sauf indications contraires)

Supply voltage . v
Tension d'alimentation cc 15 v

Peak output current
Courant créte de sortie

Power dissipation P See curve
Dissipation de puissance tot Voir courbe

Junction temperature

Ty :
Température de jonction {vi) +150 °C
Storage temperature Tst —25 °C
Température de stockage 9 +150 °C

Maximum power dissipation {1) Without heat sink  (2) With at 10°C/W heat sink  {3) With infinite heat sink

Dissipation de puissance maximale Sans radiateur Avec radiateur 10°C/W Avec un radjateur infini
TCA 150 KA P TCA 150 NA
PtOt tot
w) w 3)
4 4

N
() \
. @) \ N\
(2 \ N
2 < 2 -

, I~ - ™~ \\
\ \
o 0
25 50 75 100 125 T _,(°C) 25 50 75 100 125 ¢ .(°C)
" sna

109



TCA 150 KA, TCA 150 NA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS tamb = 255 C . (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES am (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input current
CoErant d’entrée ! IB 50 nA
Vo= 9V
¢c_ 0 Vo 42 45 48 v
Output voltage !
Tension de sortie v v
ce” Vo 56 6 64 v
Vl =0 . s
Total quiescent current supply _
Courant d‘alimentation sans signal VCC"' 12v ICC 9 20 mA
Input resistance
Résistance d'entrée Ry 1 50 MQ
(Input) equivalent noise voltage Rg = 10k& v
Tension équivalente de bruit n 3 uv
(ramenée 3 I'entrée) B = 12 kHz
Availabl K o peak vol Voc= 12V
vailable output peak to peak voltage —
Tension de créte & créte disponible RL =48 VO 10,4 \
f = 1kHz
o ( ) Vee= 12V
utput power (prior to clipping — p
Puissance de sortie (avant écrétage/ RL =49 0 33 w
d =25%
Vo= 12V ; .
Maximum output power S
Puissance de sortie maximale R =4 Q Po 4 w
d =10%
Vee= lQQV
RL = .
d Fig. 1 5
Po = 50mW ¢ o %
f =1kHz
Vee= 129V
Ry =
L .
Po = 50 mW d Fig. 2 0.2 %
Total harmonic distortion fo=TkHz
Distorsion harmonique totale VCC= 12V
Rl =4Q
L ia. 1
Py =2W d Fig. 0,5 %
f =71kHz
Vee= 12QV
R =4 .
d Fig. 2
Po =2W 9 0.2 %
f = 1kHz

6/14
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TCA 150 KA, TCA 150 NA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS tamb = 250 C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES am (Sauf indications contraires]
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Pn =50mW
0] A .
f —1kHz v 7F1g.1 43 46 49 dB
Voltage gain L .
Gain en tension
Pn =50mwW
0 A Fig. 2
£ - 1KkHz Vv ig 31 34 37 dB
e e Varp= 12V
Power dissipation cc P
Dissipation de puissance R L= 40 tot 1,8 w
'
Vee= 12V .
Average current supply _ |
Courant moyen d‘alimentation - BL =40 cc 420 mA
Po =33W
Var= 12V .
. cc
Efficiency
Rendement R =4Q n 64 %
Pg =33W
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance Reings v
Résistance thermique (jonction-ambiante) thij-a) 60 °C/W
Repric)
TCA 150 KA th{j-c) 15 °C/W
Junction-cas thermal resistance
Résistance thermique (jonction-boitier)
TCA 150 NA Rinjoc)* 10 °C/W

-Rth(j-c) is tested between junction and point A fixing bracket on infinite heat sink.
Rthfj-c) est mesurée entre la jonction et le point A de fixation de ['étrier sur un radiateur infini.

M4
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TCA 150 KA, TCA 150 NA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Ptot i n Po
w) (w)
VGC=12 v RL =4
R, =4Q f =1kHz
L 1
5 £ =1kHz : 5 4 =10%
Fig. 1,2 Fig. 1,2

2 0,4 2
~——— Gl
/V" S
tot
1 0,2 1
0 - 0 0
0 1 2 3 4 5 Py 0 5 10 VeeV)
d d
(%) (%) -
VCC=12V VCC=12V
=4 Q . R, =40
10 AL 10 L
f =1kHz . f  =1kHz
Fig. 1 1 : Fig. 2

[¢] 1 2 3 4 5 Pyiw 0 1 2 3 4 5 Poiw)
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TCA 150 KA, TCA 150 NA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

— VOLTAGE GAIN VERSUS FREQUENCY
VARIATION DU GAIN EN TENSION EN FONCT/ON DE LA FREQUENCE

dB . . dB
d \
B \ “1
4 / Vcc=12V . VCC=12V \
/ RL =40 / RL =4Q
=50 mW FO =50 mW

7] % I 6
& \ B}
; 1 S

(=

—_t 1

| \
—10 5 —-10
2 5 2 5 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
10! 102 108 10 flHz) 10! 10? 10° 10% f{Hz)
Note : Bandwidth can be modified according to
following diagrams :
La bande passante peut étre modifiée en agissant
sur C1 et C2 comme indiqué ci-dessous :
VO lCC — AdB, T L]
V) (mA) lec=fVec! c2= (5 ¥ 101 x C1
Vo =flVge! G = 190
10 Fig.1,2 50 L 40 +Rg
)
8 / 45 1\ A\ \&

35 &
4 %l V‘
2
N \
, % NIHAN
o % 2 8 2 4
46 flkHz)
0 5 10 VeeV) 10° 10} max (—3 d8)
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TCA 150 KB, TCA 150 NB, TCA 150 NBT

These types are specially intended for use in car radios and phonographs
Ces types sont plus spécialement destinds aux récepteurs auto-radios et électrophones

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

Supply voltage _

Tension d'alimentation 6—18 \
Qutput power to 15 & (d = 10 %) Van=14V 5,5 w
Puijssance de sortie sur charge 15 cc !

Idling current Van=14V

Courant de repos cc " mA
Input impedance

Impédance d’entrée 50 MQ

Sensitivity
Sensibilité

(PO=SO mW, R =4 Q)

Adjustable with external resistor Rg
between 2 and 20 mV

Ajustable par résistance extérieure Rg
entre 2 et 20mV

LIMITING VALUES

=250C (Unless otherwise stated)
famb = (Savf indicati ires)

VALEURS LIMITES ABSOLUES . auf indications contraires,
Supply voltage v
Tension d‘alimentation cc 18 4
Peak output current {
Courant créte de sortie (¢} 2.3 A
Power dissipation p Seg curve
Dissipation de puissance tot Voir courbe
Junction temperature ty,s
Température de jonction (Vl) +150 °C
Storage temperature tey . —25 °oC
Température de stockage stg +150 og

(1) Without heat sink
Sans radiateur

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

. TCA 150 KB
tot
(w)
’ \
(3)
3

(2 \
2

™~

I~

°
25 50 75 100 125 tsmb( c)

(2) With at 10°C/W heat sink  {3) With infinite heat sink

Avec un radiateur 10°C Avec un radiateur infini

TCA 150 NB/NBT

ot
(w)

(3)
RN
2 AN
I~ \\\

25 50 75 100 125 t

amb °C)
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TCA 150 KB, TCA 150 NB, TCA 150 NBT

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

tamb =

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input current *
Courant d'entrée I8 50 300 nA
Vae=9V
V]CC= Vo 42 45 48 v
Output voltage
Tension de sortie
Veae= 14V
voe. Vo 65 7 75 v
| =
Total quiescent current supply _
Courant d’alimentation sans signal VCC- 14V ]CC m 20 mA
Input resistance R 1 50 Q
Aésistance d‘entrée ! M
Rg = 10k0 TCA 150 3 v
{Input) equivalent noise voltage B = 12 kHz v NB u
Tension équivalente de bruit n
(ramenée 3 I'entrée] Rg =1MQ TCA 150 50 v
B =12kHz NBT u
Available output peak to peak Vo= 14V
voltage o RL =48 Vg 12 \
Tension de sortie créte & créte disponible
f =1kHz
o (ori N— Vee= 14V
utput power (prior to clipping _
Puissance de sortie {avant écrétage) R L~ 49 PO 4,5 w
d =25%
Vee= 14V
Maximum output power cc
Puissance de sortie maximale RL = 4Q PO 55 W
d =10%
Vee= 14 \ Fig. 1 0,5 %
R =4 Q d
Po =50mwW
f =1kHz Fig. 2 0,2 %
Total harmonic distortion
Distorsion harmonique totale
Vee= 14V Fig. 1 0,5 %
R =4Q
L d
Pop =3 w
f =1kHz Fig. 2 0,2 %
TCA 150 NBT only
TCA 150 N8BT seulement
1114
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TCA 150 KB, TCA 150 NB, TCA 150 NBT

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

t =250C - {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb (Sauf indications contraires/
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Pn = 50mW
¢] Ay ¥ n
£ = 1kHz vV Fig. 1 43 46 49 dB
Voltage gain
Gain en tenslqn
P =50mW
(0] A :
£ = 1kHz v Fig.2 | 31 34 37 dB
Power dissipation Vee= 14V
Dissipation de puissance R =40 Prot 2,6 w
A | vV c= 14V
verage current supply
Courant moyen d'alimentation RL =48 ICC 490 mA
Po =45W
Vee= 14V
- cc
Efficiency
Rendement R = 49 n 64 %
Po =45 w
* 8000
THERMAL CHARACTERISTICS [Ay ] =—-—
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 40 +REg (D)
Junction-ambient thermal resistance . '
Résistance thermique (jonction-ambiante) Rth (j-a) 60 °C/W
TCA 150 KB Rih(o)™ 15 oc/wW
Junction-case thermal resistance
Rési: thermique (f boftier)
TCA 150 NB Rih(j-c) ¥ 10 °oc/W

*vRth(j-c) is tested between junction and point A fixing bracket on infinite heat sink
Rihij-c) est mesurde entre la jonction et la point A de fixation de I'trier sur un radjateur infini.

12/14
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TCA 150 KB, TCA 150 NB, TCA 150 NBT

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Ptot n PO
W Vee=14V w)
R =40 f =1kHz
5 f  =1kHz 1 5 :  Rz40
Fig. 1,2 d=10%
Width heat sink 9°G/W Fig. 1,2
- A
4 Avec radiateur 9 °C/W 0,8 4
//
3 n 0,6 3
/
—
P —
2 // = ot 0.4 C 2
1 // 0,2 1 /
0 0 0
.0 1 2 3 4 5 Po(w)‘ 0 5 10 Veeiv)
d d
(%) (%)
Vee=14V / Vee=14V
R =49 10 R =49

10 :
f  =1kHz f =1kHz
Fig. 1 Fig. 2
. 8

¢] 1 2 3 4 5 Pow 0 1 2 3 4 5 Poiw
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TCA 150 KB, TCA 150 NB, TCA 150 NBT

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

— VOLTAGE GAIN VERSUS FREQUENCY
VARIATION DU GAIN EN TENSION EN FONCTION DE LA FREQUENCE

dB dB

/1 N : i

-2 / ) -2

. / Voe=14V . Vee=1aV
- / R =40 - R =49
Po =80 mW Py =50 mW
Fig. 1
: Fig, 2
-6 —6

i

T ]

—
—t

| -8
-10 - —10
5 2 5 2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
10" 102 10° 10% f{Hz) 10! 102 10° 10 £lHz)
Note : Bandwidth can be modified according to
following diagrams :
La bande passante peut étre modifiée en agissant
sur C1 et C2 comme indiqué ci-dessous :
Va I ds
0 ‘cc T —TT
(V) (mA) loe=f Vee! Cc2= (5 ¥ 10)xCl
. Vo =f Vg _ 7000
10 Fig. 1,2 / 50 | 40+ Re
8 41—\ &=
N
P NAUNIE
[a) A o
6 40 A CPANCY
Tec Nz B \&
v Q e, %
o] z\\ 2
35 ©,
4 2o <
I
N \
, 20 NIEAN
0 25 s
a 6 8 2 4 fkH
0 5 10 VeV 100, 10! o 3 )
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TCA 830 SR

AF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR BF

GENERAL DESCRIPTION PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

The TCA 830 SRis a monolithic integrated circuit designed for class B audio amplification, with up to 4,2 W output
power ; It is internally protected against overheating.

It provides the advantages following :

— The high idling current stability obtained from a built-in temperature and voltage-compensating network makes
thermal runaway impossible.

— Open-loop gain is high enough to allow a great amount of feedback (low distortion) and keep a sufficient closed
loop-gain (high sensitivity).

— The use of PNP transistors in the preamplifier allows D.C. input voltage to be zero.

— The exceptional D.C. output voltage stability and minimized potential loss, give to the output voltage high power
capability.

— The special Split- DIP case makes it possible to use a part of the orinted circuit board as a heat sink.

— Others highlights include : few external components and not any adjustment.
DESCRIPTION GENERALE

Le TCA 830 SR est un circuit intégré monolithique destiné & I'amplification BF classe B : sa puissance de sortie peut
atteindre 4,2 W. Il est protégé intérieurement contre les températures excessives.

11 présente les avantages suivants :

— Régulation du courant de repos en fonction de la tension d‘alimentation et de la température, donc suppression du
risque d’emballement thermique.

— Gain de boucle ouverte élevé, donc possibilité d'appliquer un taux de contre-réaction important (distorsion réduite)
tout en conservant une sensibilité correcte,

— Etage d'entrée 3 transistors PNP, ce qui permet d’appliquer le signal en un point dont le potentiel continu de référen-
ce est & la masse.

— Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible dispersion, ce qui garantit le fonctionnement symétrique
de I'étage de puissance.

— Possibilité d'utiliser une portion du circuit imprimé comme dissipateur de chaleur grace & son boftier Split - DIP
a ailette.

— Absence de réglage et nombre de composants extérieurs réduit.

76-43 1/6
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TCA 830 SR

PINS CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Top view
Vue de dessus

Case
Bortier

CB-109

Tab must be grounded

L‘ailette dojt &re réunie 3 la masse

Maximum power dissipatio
Dissipation de puissance maxima

P‘OX

n
le

v 7 | Preamplifier decoupling
cc Découplage du préamplifi
Not to use g | Input
Ne pas utiliser Entrée
Substrate and preamplifier
Not to use 9 | ground
Ne pas utiliser Substrat et masse du préam-
plificateur
Bootstrap 10 | Output stage ground
Bootstrap Masse de I'étage de sortie

Compensation

1 Not to use

Compensation Ne pas utiliser
Feed-back network 12 | Output
Réseau contre-réaction Sortie

w)
5

4

& |\

&)

N

0 25 50 75 100 1257, (°C)

m
(2)

(3)

With infirite heat sink
Avec radiateur infini

With a 25°C/W heat sink
Avec radiateur de 25°C

Without heat sink
Sans radjateur .

2/6
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TCA 830 SR

LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Supply voltage v
Tension d’alimentation cc 20 v
Peak output current (non repetitive) 1 25 A
Courant créte en sortie non répétitif o ‘
Peak output current {repetitive) IO 2 A
Courant créte en sortie répétitif
Junction temperature T —40 °c
Température de jonction I +150 °C
Storage temperature T —40 °c
Température de stockage stg +150 °C
SCHEMATIC DIAGRAM
SCHEMA ELECTRIQUE
04
R3 R19
a6 A a7 j INCTH { o
o1
?aa R18 Pzt
azs
o R20
7
. mz[] R zx
Ro —Kms
»——Kos maj—
A2 R4 RS i
— T — k R17
03— o 012
. Q12
o o Ao
R13
v [+3) 022
- < a1s Q23
a4 oY Fan Q13
y
os¥ Xz Qia e
At RE R10 ?"0 R11 A : o6
m[lJ R15
bl
e 9 2 10
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TCA 830 SR

(Unless otherwise stated)

C CHARACTERISTICS -
g}lﬁ‘\}éTERISTI'ROUES STATIQUES Tamb =25°C {Note 1) (Sauf indications contraires]
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Supply voltage VCC 4 20 v
Tension d‘alimentation
Quiescent output voltage (pin 12) Van =12V v
Tension de repos (broche 12) cc o 53 6 67 v
Quiescent current (pin 1) Van = |
Courant de repos (broche 1) cc oV cc 85 16 mA
Bias current (pin 8) =
Courant d'entrée (broche 8) Veg =12V I 0,2 KA
d =10%
R =4Q Po 42 W
f = 1kHz
Veg =14V
d =10%
Ry =48
L P
f =1kHz 0 25 34 w
Vo= 12V
d =10%
Ry =4Q
L P
o= 1kHz 0 2 w
Var=9V
Output power cc
Puissance de sortie d =10%
R =4Q
L
£ = 1kHz Po 08 w
Vec=6V
d =10%
R =8Q
fo=1kHz Po 37 w
Ve =16V
d =10%
R =88 P 2
£ =1kHz o 3 w
VCC =12V
Maximum input voltage peak v
Tension d'entrée de créte maximale ! 310 mV
Po =34W
Var =12 V
. cc
Sensitivity =
Sensibilité Ry =40 s 50 mv
f  =1kHz
Ry =56Q
Note 1 : The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 1

Mesuré dans les conditions de Ia figure 1

4/6
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TCA 830 SR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min, Typ. Max.
Input resistance (pin 8)
Impédance d’entrée (broche 8] 2I 5 MQ
VCC =12 ;/2
Frequency response (—3 dB) Ry =56
Bande passante (—3 d8) Cc3 =390pF 40- 10,000 - Hz
R =48
VCC =12V
P = 50 mW ~
Distortion © 2w
Distorsion RL =4Q d 0,3 %
Rf =560
f = 1kHz
Val in 100p) VCC =12V
oltage gain (open loop) _
Gain de tension en boucle ouverte R =4 Q Ay 75 dB
f = 1kHz
VCC = ‘]QQV
Voltage gain (closed loop) R, =4
Gain de tension en boucle fermée RL =560 Ay 34 37 40 dB
f
f =1 kHz
| . " VCC =12V
nput noise voltage R~ =0
Tension de bruit 3 l'entrée B((3—3 d4B) = 40- Va 2 uVv
10,000 Hz
Vee =12V
Input noise current cc
Casrant de bruit 3 I'entrée B (—3 dB} = In 0,1 nA
10 000 Hz
VCC =12 \\/N
Efficiency P =34
Rendement RL =48 n 62 %
f =1kHz
Vap =12V
RCC —40 C2=100uF 45 dB
Supply voltage rejecnog L = 4 y SVR
! li f. = 100 Hz
4 ripple C2= 25uF 38
Rf =560 H d8
THERMAL CHARACTERISTICS *With tabs soldered to printed circuit with minimized copper area
CARACTERISTIQUES THERMIQUES Dissipateur soudé 3 une surface réduite de circuit imprimé
Junction-case therrnal resmance .
R thermique {f boitier) Rth(]-c) 12 °CcIw
Junction-ambient thermal resistance .
Résistance thermique (jonction-ambiante) F‘th(i-a) 70 °C/W
5/6
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TCA 830 SR

MEASUREMENT DIAGRAM
SCHEMA DE MESURE

+Veg
o o R
1002
100 puF
0,1 uF 15V
AR
A N\ 1 = 100 pF
T 15
v, s
4
12
:i’"’s TCA 830 SR
ilette
100 k2 lcs
1000 uF
15V
390 pF
c3
: T 100 kF ~ R
u 0,1 4F
3% u L
10

Figure 1 — Load connected

to earth ' m

Charge & la masse

APPLICATION DIAGRAM WITH LOAD CONNECTED TO +Vee
SCHEMA D'APPLICATION AVEC CHARGE AU +V o

+Vcc
[
I 1
0,1 uF 100 uF
! & & > |
AN NN .
Vv, o—y 8 390 pF
p—
- TCA 830 SR
Ailette
100 k2
0,1pF
A .
10
Load connected to supply -~
Charge au +VCC . W

6/6
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TCA 940, TCA940 E

AF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR BF

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

GENERAL DESCRIPTION

The TCA 940, E is a monolithic integrated circuit designed for class B audio amplification, with up to 10 W output
power.

It provides all the advantages of integrated AF amplifiers : constant idling current and voltage, high efficiency, low
distortion ; furthermore, an internal circuit protects it against overheating, supply overvoltage and load short-circuit.

The TCA 940, E is pin-to-pin compatible with TBA 810 AS.

DESCRIPTION GENERALE

Le TCA 940, E est un circuit monolithique destiné & I'amplification BF classe B ; sa puissance de sortie peut atteindre
10 W.

1l présente tous les avantages des amplificateurs BF intégrés : stabilité du courant et de la tension de repos, rendement
élevé, faible distorsion ; en outre, un dispositif intérieur le protége contre I’échauffement excessif, les surtensions d‘alj-

mentation et le court-circuit de la charge.

Le TCA 940, E ést interchangeable broche & broche avec IQ TBA 810 AS.

THOMSON-CSF 77-41 109
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TCA 940, TCA940-E

PINS CONFIGURATION

-BROCHAGES
Case CB-155 Case CB-109
Bortier Boitier
TCA 940 TCA940 E
Top view v Preamplifier decouplin
Vue de dessus 1 cc 7 Dé lage du pré, ?,. .g ,
~~~~~~ Not to use Input
2 Ne pas utiliser 8 Enl?rée
Substrate and preamplifier
Ao A O0A o | s|Netou 9 | ground
12 11 10 s 8 7 Ne pas utiliser Substrat et masse du préam-
plificateur
4 | Bootstrap 10 | Output stage ground
] 2 3 n 5 6 Bootstrap Masse de l'étage de sortie
7! v
Compensation Not to use
5 ! 11 P
Compensation Ne pas utiliser
Tab must be grounded 6 | Feed-back network 12 | Output
L’ailette dojt &tre réunie & la masse Réseau de contre-réaction Sortie
Maximum power dissipation
TCA 940 Dissipation-de puissance maximale TCA940 E
Prot Prot
(w) w)
5 s . 5
N (1) With infinite heat sink
4 \ Avec radiateur infini 4
~
N S (2)  With a 10°C/W heat sink 3 N \’f
3 & Avec radiateur de 10°C/W . &\
N
2 (3)  Without heat sink 2
— t ‘ \
; [~—_(3 Sans radiateur X I~ \\
0 0
0 25 50 75 100 125 Tamb("C) 0 25 50 75 100 125 Tamb(o)
219
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TCA 940, TCA940 E

LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Supply voltage
Tension d‘alimentation Vee 24 \
Peak output current {non repetitive)
Courant créte en sortie non répétitif lO 35 A
Peak output current {repetitive) 1 3
Courant créte en sortie répétitif (e} A
Junction temperature T, —40 °c
Température de jonction ] +150 %6
Storage temperature T —40 °C
Température de stockage stg +150 °C
SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE
' 4
N 1
Qs .
C ]
, (ol 3 Q7 Q14 | [R12
1
[P '|< 0
D1 D2
[] Ra Yos3 Q15
Limiting
circuit R10
6 R5 12
O I} — & ,40
a12 ¥ »—r+—>t
D5 D6 D7
7
(F
8 Faie
10
R1 .
! Limiting
circuit
5 b
fo
| 5
O
3/9
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TCA 940

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

T = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb {Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Supply voltage Y v
Tension d'alimentation QC 6 24
Quiescent output voltage (pin 12} Van =18V v :
Tension de repos (broche 12) cc S 8,2 s 98 v
Quiescent current (pin 1) Var= 18V !
Courant de repos {broche 1) ce cc 20 42 mA
Bias current (pin 8) Vapr =18V 1 A
Courant d’entrée {broche 8) cc B 05 3 “
d =10%
R =4Q
L P 10
£ =1kHz © w
Vee= 20V
d =10%
Ry =4Q
L P 7 9 w
f  =1kHz 0
Veg=18V
. d =10%
Output power
Puissance de sortie - R =4 Q P 7 w
fo=1kHz °
Veg=16V
d =10%
Rl =8&Q
L P
£ =1kHz 0 65 w
Veg =20V
d =10%
R, =88
L g 5
. f =1kHz Po w
’
Veg =18V
Voltage for input saturation (peak)
Tension saturant I'entrée (créte) V) 250 mV
Po =9W
» Veg =18V
Sensitivity R =4Q S 90 mv
Sensibilité £ =1 KHZ . .
Ry =56Q
Input impedance (pin 8) .
Impédance d’entrée (broche 8) Zl 5 M
Note 1 : The characteristics above were obtained using the circuit shown in ﬁgure.1

Mesuré dans les conditions de la figure 1

4/9
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TCA 940

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T p=25°C {Unless otherwi;se stated)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES am {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure . Min. Typ. Max.

Frequency response (—3 dB) Veg =18V )

Bande passante (—3 dB8) c3 = 1000 pF B 40 - 20 000 Hz
Vee =18V
Po =50mW~

Distortion 5w .

Distorsion R = 40 d 0,3 %
R¢ =56 Q
f = 1kHz

Vol int loop) Voo = 18V

oltage gain (open loop _

Gain de tension en boucle ouverte RL =40 Ay 75 dB
f = 1kHz
Vee =18V

Voltage gain (closed loop) R =4Q

Gailn de tension en boucle fermée R =56 Q Ay 34 37 40 ds
f =1kHz
Veg = 18V

!nput noise voltage B(—3 dB) =40 - Vn 3 uv

sl

Tension de bruit & I'entrée 20 000 Hz

S . Veg =18V

nput noise curren

Cogranrde bruit & I'entrée B (~3dB) =40 - In 0,15 nA

20 000 Hz

Vo =18 \Y,

Efficiency P =9W

Rendement R?_ =40 n 65 %
f =1kHz
Veg =18V

Supply voltage rejection =

Réjection de I'ondulation d'alimentation RL { _4 Q SVR 43 dB
fripple =100 Hz

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance .

Résistance thermique (jonction-boitier) ch(l'C) 10 °C/w

Junction-ambient thermal resistance

Rési hermique (fonction-ambiante) Renij-a) 80 °oc/wW

5/9
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TCA 940 E

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Supply voltage
Tension d‘alimentation VCC 6 24 v
Quiescent output voltage (pin 12) v
Tension de repos (broche 12} Vee =18V 0 82 9 9.8 v
Quiescent current (pin 1)
Courant de repos (broche 1) Ve =18V lec 20 42 mA
Bias current (pin 8) |
Courant d'entrée (broche 8) Veg =18V ' 05 3 HA
d =10%
R L = 8Q
£ = 1kHz Po 65 w
VCC = 20V
Output power
Puissance de sortie
d =10%
RL =80
f = 1kHz Po 5 54 w
Veg =18V
Voltage for input saturation (peak)
Tension saturant l'entrée (créte) Vi 250 mV
Po =54W
\Y, =18V
Sensitivity cc
Sensibilité R =8Q S 90 mv
f = 1kHz
Rf =56Q
Input impedance (pin 8)
Impédance d'entrée (broche 8] Zl 5 M
Frequency response (—3 dB) Vee =18V )
Bande passante (—3 dB) c3 = 1000 pF B 40 -20 000 Hz
Note 1:  The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 1

Mesuré dans les conditions de la Figure 1

6/9
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TCA 940

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T b= 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES am (Sauf indications contraires)
Test conditions "
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Ve = 18V
Pop = 50mW-
Distorsion 35W
Distorsion RL =8 d 0,2 %
R =56Q
f = 1kHz
\ =18V
Volitage gain (open loop) cC .
Gain de tension en boucle ouverte R L= 8% AV 75 dB
f = 1kHz
Veg = 18V
Voltage gain (closed loop) R =8
Gain de tension en boucle fermée R - = 56 0 Av 34 37 40 dB
f = 1kHz
| A | Veg =18V
nput noise voltage - = }
Tension de bruit & l'entrée B(-3dB) =40 Vn 3 nv
20 000 Hz
Input noise current Vog = 18V
nput noise curren _
Courant de bruit & l'entrée B(—3dB) =40- In 0,15 nA
20 000 Hz
VCC .= 18V
Efficiency Po = 54W
Rendement R = 8Q K 0 *
f = 1kHz
. Vee =18V
Supply volage lecton meron | FL 789 svi @ "
‘ fripp[e = 100 Hz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rup s o
Résistance thermique (jonction-boitier) th(j-c) 12 c/w
Junction-ambient thermal resistance
Résistance thermique (fonction-ambiante) Rth(]-a) 70% °C/W
* Tabs soldered to printed circuit with minimized copper area
Ailettes soudées au circuit imprimé avec une surface de cuivre réduite
719
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TCA 940, TCA940 E

MEASUREMENT AND APPLICATION DIAGRAM

SCHEMA D’APPLICATION ET DE MESURE

+vCC
O- ° 1
I 100 9
0,1 uF 100 uF
;\E &15\/
EIN 1
v 8
4
TCA 940, E

I O ' -
Tabs
100 kS Ailette
9
W N N

Figure 1

o
S23100 pF
15V

+
E%wouF
15V

12
5
7
0 1000 pF
6 |_]
4700 pF 0,1 uF

10

#Cg = 500 uF — 15 volts pour R =8 Q
Ce 1000 pF — 15 volts pour RL=4 Q

\(\!‘\&
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TCA 940, TCA 940 E

OVERLOAD AND OVERVOLTAGE PROTECTION
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS

Each power transistor is protected by a special, entirely integrated circuit which prevents it from working in dangerous
conditions. The permitted area will not shrink with increased junction température.

Chaque transistor de puissance est protégé par un circuit spécial, entiérement intégré, qui I'empéche de fonctionner dans des conditions
dangereuses. L’aire permise ne retrécit pas quand la température de jonction augmente.

!
C [of
(A1 1 A 1
TCA 940 / TCA 940 E
V Permitted area%
3 3 |{each transistor
|Aire permise &
Permitted area haque transistor
{each transistor)
Aire permise &
chaque transistor
2 - @ 2 X @
1 \ Load line e 1 \ X Ky
Yraire.de charge Load line
Voo =20V & Droite de charge
N N_Vec=20V -
l . \TL =40 ‘Q (
0 M g 0 I I
0 5 10 15 20 Ve 0 5 10 15 20 Vee

THERMAL PROTECTION
SECURITE THERMIQUE

When the die is overheated, available output current progressively falls down to 0.
Quand la pastille intégrée s’échauffe trop, le courant disponible en sortie tombe progressivement & 0,

]Omax
{A)

50 100
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TDA 1045

AF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR BF

GENERAL DESCRIPTION

The TDA 1045 is an integrated monolithic power AF amplifier intended for use in battery operating radio receivers or
cassette tape recorders. :

Due to a suitable configuration of internal circuit, the following advantages can be provided :

— The high idling current stability obtained from a built-in temperature and voltage-compensating network makes
thermal runaway impossible.

— Open-loop gain is high enough to allow a great amount of feedback (low distortion) and keep a sufficient closed
loop gain (high sensitivity).

— The differential preamplifier, fed from a controlled constant-current source, provides good immunity against power-
supply ripple.

— The input double emitter follower configuration achieves the high input impedance required for successful operation
with piezoelectric cartridge, moreover, the use of PNP transistors in the preamplifier let D.C. input reference voltage
be zero.

— The exceptional D.C. output voltage stability and minimized potential loss, give to the output stage high power
capability. .

— The very low input current implies a reduced offset input voltage, even with a high external resistor.

— Others highlights include : few external components and not any adjustment.

DESCRIPTION GENERALE

Le cireuit intégré monolithique TDA 1045 est un amplificateur BF de puissance destiné aux récepteurs radio, et
magnétophones & cassettes fonctionnant sur piles.

Gréce & une disposition convenable du schéma électrique interne, il a été possible d‘obtenir les avantages suivants :

— Régulation du courant de repos en fonction de la tension d'alimentation et de la température, donc suppression du
risque d‘emballement thermique.

— Gain de boucle ouverte élevé, donc possibilité d'appliquer un taux de contre-réaction important (distorsion réduite)
tout en conservant une sensibilité correcte.

— Préamplificateur & structure différentielle, donc grande immunité aux parasites de 'alimentation en raison du gain
de mode commun réduit pour ce type de circuit. Il nest donc pas nécessaire de découpler le préamplificateur.

— Etage dentrée a transistors PNP, ce qui permet d‘appliquer le signal en un point dont le potentiel continu de
référence est la masse.

— Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible dispersion, ce qui garantit le fonctionnement symétrique
de I'étage de puissance.

— Impédance d’entrée trés élevée due & la structure Darlington & l'entrée
— Courant d'entrée trés faible, donc possibilité de fermer "entrée sur des résistances de forte valeur sans introduire de
décalage notable de tension continue.

— Absence de réglage et nombre de composants extérieurs rédut.

75-07 117
THOMSON - CSF
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TDA 1045

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Input
Entrée

Top view
Vue de dessus

'm@iﬁ

f ]

ulleuﬁ

CB-108
’ E

in

]

P

D
37

2

Hee

A Préamplifier

B : Amplifier

Préamplificateur Amplificateur
1 Bootstrap 8 Ground
Bootstrap Masse
2 Not to use 9 Not to use
Ne pas utiliser Ne pas utiliser
3 Compensation 10 Ground
Compensation Masse
4 Not to use 11 Not to use
Ne pas utiliser Ne pas utiliser
5 Feed back network 12 Qutput
Réseau de contre-réaction Sortie
5 Not to use 13 Not to use
Ne pas utiliser Ne pas utiliser
lnput +Vv
7 Entrée 14 cc
.

217
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TDA 1045

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

Supply voltage v
Tension d‘alimentation cc 6—-12 \

Output power to 8 2 (d= 10 %)} V=9V

Puissance de sortie sur charge 4 8 cc 9 Po 1.3 w
Total quiescent current supply Van=9V 1

Courant d‘alimentation sans signal cc 9 cc 6 mA
Input impedance Ry - 50 MO

Impédance d'entrée

" |  Adjustable with external resistor Rg
Sensitivity (po=5o mw, RL= 8 Q) s between 2 and 20 m

Sensibilité Ajustable par résistance extérieure Rg
entre 2et 20 mV

LIMITING VALUES T =250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES amb (Sauf indications contraires)

Supply voltage v
Tension d'alimentation cc 12 Y]

Peak output current |
Courant créte de sortie 0] 1 A

Power dissipation p: See curve
Dissipation de puissance tot Voir courbe
Junction temperature .
Température de jonction Tj +125 °oC
Storage temperature Te —25 . °C
Température de stockage : stg +125 oC
Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale
tot
(w)
1
0,5 —
0 25 50 75 100 125 tamp(°Cl
3/7
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TDA 1045

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamb = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

. Test conditions
Conditions de mesure

Min, Typ. Max.

Input current

Courant d'entrée 50 nA
Vep= 9V
Output voltage CC Vv
Tension de sortie v, = ] 42 45 48 Y
Total quiescent current supply =
Courant d“alimentation sans signal \./CC =9V [CC 6 mA
Input resistance
RéEisrance d'entrée Rl 1 50 MO
Input equivalent noise voltage Rg=10kQ v .
Tension équivalente de bruit {ramende 3 \
3 Fontrte) ¢ brutt framené B =10 Hz-10 kHz n K
Available output peak to peak Veg=9V .
voltage R, =8 v 8 v
Tension+de sortie créte & créte L= (0]
disponible f  =1kHz
Vee=9V
Ou.tput power fprior to clipping) R, =8 Q Po 1,06 W
Puissance de sortie {avant écrétage)
d =25%
Vep=9V
Maximum output power cc
Puissance de sortie maximale R =88 Po 1.3 w
d =10%
Vee=9V .
Total harmonic distortion R =88 d 03 - %
Distorsion harmonique totale P o = 0,15 W #
f = 1kHz

a7
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TDA 1045

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamb = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max. |.

PO =50 mW
Voltage gain R =39Q AV* 46 d8
Gain en tension E
f  =1kHz
Power dissipation Vee=8V P
Dissipation de puissance R =8 Q tot 0,55 w
VCC= gV
Average current supply R, =8Q
Courant moyen d‘alimentation L ICC 160 . mA
PO =1W
Vepr=9V
. . cec
Efficienc = :
Rendemen¥ RL =8Q n 70 *
Po =1W
Pg =50mW
Sensitivity R. =390 il 3,2 mv
Sensibilité E 14
f =1kHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance R
Résistance thermique (jonction-ambiante) th(j-a) 180 °C/W
%, . | _ 8000
1Ayl= Re (@
dk RE (Q
Stmv) =—Ea L for Rg>150
f
517
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TDA 1045

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

lcc Vo
{mA) v)
10 10

0 5 10 Ve V) 0 5 10 Vee VI

6/7
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TDA 1045

APPLICATION CIRCUIT
SCHEMA D’APPLICATION

C‘I T Cz
(pF) B=10kHz | (nf)
C1, C2 frequency compensation achieve a typical 400 4
total band width of 10 kHz. It is possible to \
modify the band width using another value of C1.
. 300 3
c1, c2 de P tion en fréquence 02
assurant une bande passante typique de 10 kHz. ]I est
possible de modifier la bande passante en changeant la C \
valeur de C1pourun gain G donné. 200 2
100 \ 1
0 0
50 100 150 200 G
O V
Gain G _ 8000 cc
Re
o * -rnoo uF
<1MQ
77
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TDA1100SP
esmnidlo

AF AMPLIFIER, VOLTAGE REGULATOR FOR CAR RADIO
AMPLIFICATEUR BF, REGULATEUR DE TENSION POUR AUTO-RADIO

Power audio amplifier 14,4 V - 10 W, Voltage regulator 8,5 V - 50 mA for car radio

The TDA 1100SP is a power monolithic integrated circuit specially intended for use in car-radios : its AF amplifier and
voltage regulator are both protected against shortcircuit, overvoltage and overheating.

Its special case is very easy to fasten to an external heatsink and features Jow thermal resistance.

Amplificateur de puissance 14,4 V - 10 W, Régulateur de tension 8,5 V - 50 mA pour auto-radjo

Le TDA 1100 SP est un circuit intégré monolithique de puissance spécialement développé pour les auto-radjos. L ampli-
ficateur BF et I'alimentation stabilisée sont protégés contwe les courts-circuits, les surtensions et les températures
excessives.

Son bortier spécial se fixe commodément sur un radiateur extérieur et assure une faible résistance thermique.

78-44 117
143
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TDA 1100 SP

v -
PIN CONFIGURATION
BROCHAGE
Case CB-173
Baitier Tab is connected to-substrat
Allette réunie au substrat " ' SO OE
123456789101
Substrate 7 Bootstrap
1 Substrat Bootstrap
Input
2 Entrée 8 +tVee
3 Feed back 9 Output
Contre-réaction Sortie
4 Compensation 10 Power stage ground
Compensation Masse de I'étage final
5 Ripple bypass 1 Substrate
"Découplage Substrat
8 Regulated voltage supply
Alimentation stabilisée
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance N - :
« Résistance thermique (jonction-ambiante) (max) Rth(!'a) 35 °Cc/W
Juntion-case thermal resistance .
Résistance thermique (jonction-boitier) (max) Rth(]'c) 3 °C/W

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

PKO(

(W)

—
15 N

N\

10 - \

5 N
(1) \\
B
0

0 25 50 75 100 125

Tamb{°C)

(1) Without heatsink
Sans radiateur

{2)  With heatsink 5°C/W
Avec radiateur 5°C/W

217
144



TDA 1100 SP

LIMITING VALUES Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES {Sauf indications contraires]
Supply voltage
Tension d‘alimentation VCC 40 \4
Operating supply voltage Vv
Tension d‘alimentation en charge cc 18 v
Storage temperature min T — 40 oc
Température de stockage max stg 1150 oc
Current during reverse supply t<1s | 4
Courant avec alimentation inversée = cc A
Heated by the AF
. . . tion
Maximum junction temperature see
A . A Echauffement prove- T: 150 °C
Température de jonction maximale nant de 'ampli BF J
Po =05W
Power dissipation = 80°
Dissipation de pujssance Tease = 80°C Ptot 23 w
Operating temperature T — 20 °C
Pél e de foncti oper + 85 °C
INTERNAL LIMITATIONS
LIMITATIONS INTERNES
Test conditions :
Condjtions de mesure Min. Typ. Max.
Maximum amplifier output
current {repetitive) 1
Courant de sortie maximal de 0 3 35 A
l'amplificateur (répétitif] .
Maximum amplifier output
current (non repetitive) I 4 A
Courant de sortie maximal de o]
I'amplificateur (non répétitif]
Maximum voltage sustained by one
power transistor when conducting V;
Tension maximale supportée par un o 18 v
transistor de sortie conducteur
Maximum regulator output
current
Courant maximal en sortie du 150 mA
régulateur
Supply voltage at which |
falls to zero, O reg. Vee 22 v
Tension d‘alimentation annulant e
_.courant de sortie du régulateur
3/7

145




TDA 1100 SP

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES

AF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR 8F

(Note1) T

amb =

25°C

{Unless otherwise stated)
(Ssuf indications contraires)

Note 1 : See application diagram

Voir schéma d‘application

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Normal operating supply voltage v
Domaine de fonctionnement normal cc 9 18 v
VCC = 1461 \
R =2
L
d <10% 82 10 w
f =1kHz
VCC = ‘124;,?-’4 \
R, =
L 8 m
d <2%
f =1kHz
Outputpower
Puissance de sortie
Ve =144V
R =4 Q
d <10% 55 64 w
f =1kHz
VCC =144V
R =4Q
L 5 W
d <2%
f =1kHz
Input current =
Courant d’entrée Vee = 144V lo 400 nA
Input impedance Veg =144V z.
Impédance d'entrée § =1kHz i 50 MY/ 5 pF
Voltage gain (open loop)
Gain en tension (boucle ouverte) AV 90 dB
Rg =10 k2
Input noise voltage . - e )
Tension de bruit ramenée 3 I'entrée B(-3 dB) n 3 6 uv

40 Hz..15 kHz
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TDA 1100 SP

(Unless otherwise stated)

GENERAL CHARACTERISTICS (Note 1) Tamb = 25°C ss othe t
CARACTERISTIQUES GENERALES ote am (Sauf indications contraires]
AF AMPLIFIER (coritinued) Note 1 : See application diagram
AMPLIFICATEUR BF [suite) ) Voir schéma d‘application

Test conditions i

Conditions de mesure Min. Typ. Max.

B = 40 Hz.15kHz

Ra =
Signal noise factor RG 20 k2 57 dB
Rapport signal sur bruit L=4Q
Ay = 52dB
PO =1W
Quiescent supply current VCC =144V lec 40 70 mA
Courant d’alimentation au repos
Ve =144 \
AVpge=2V pp
Supply voltage rejection f =100 Hz SVR
Taux de réjection dd aux alimentations Ay = 40 dB 5 52 a8
Ay = 52dB 33 40 dB
d =2%
. P =2W/28
Power band width 0]
Bande passante de puissance PO = 1W/4 8 B 40 12500 Hz

with Bootstrap
avec Bootstrap

Ay = 52dB
Ry =4 Q
Po = 50mwW 03 %
Po = 4W : . 0,1 %
Distorsion d
Distorsion
Ay =52dB
R =12Q
Po = 50mW 03 %
P =4W 0,2 %

5/7
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TDA 1100 SP

GENERAL CHARACTERISTICS (continued) T

amb = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) (Sauf indications contraires)
VOLTAGE REGULATOR
REGULATEUR DE TENSION
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max. .
_\r/CC =11..20V
Voltage regulator = —40°C:...
Tension de sortie case +100°C VO 81 85 88 v
lp =0..50mA
AV
Output impedance Vo= =(—0C
Impé%ance de sortie cc=14V Zo A[O 08 1.2 &
AV
Stabilizatioh factor = —cc dB
Facteur de stabilisation VCC .20V AVO 40
APPLICATION DIAGRAM
SCHEMA D’APPLICATION Vee
‘ —0
Vreg
O——
479 »—-1
0,1 uF I~ 1000 uF 1=y 0,1 uF
g™ P —
) . 6 =100 uF
) TOA 110057 N # 2200 HF
Input o I'I 5 ot
Entrée I 2 R93 2 . o RL\
0,22 uF 1
10 33pF
| ‘_j
—13 3
/
q 1nF 0,1 uF
< 220kQ E] = 1100 uF
270Q RA =
220 uF 2,7 k2
3
- 19
= 5248 Rg =
Ay = 52d { +Sa
B = 40Hz+»125kHz (R =4Q)
= B0OHz>125kHz (R =20Q) .
Ry // R93
Ay =1 4+————— With 93 (25¢ o
v 5 avee.  R93(25°C) =7500 2+30%
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TDA 1100 SP

OVERLOAD AND OVERVOLTAGE PROTECTION OF THE AMPLIFIER (1)
PROTECTION DE L'AMPLIFICATEUR CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS (1)

Each power transistor is protected by a special, entirely integrated circuit which prevents it from working in dangerous
conditions , particularly in case of short-circuit on the load with complexe impedance line between amplifier output
and the load (2).

Chaque transistor de puissance est protégé par un circuit spécial, entiérement intégré, qui I'empéche de fonctionner dans des conditions
dangereuses, notamment dans le cas d’un court<ircuit aux bornes de la charge avec impéd: de ligne Pl entre la sortie de
I'amplificateur et la charge (2.

! (1) (3)
(f) o

. (A)
11705

3 |7

., Permitted area (each transistor)

\

"/, Aire permise & chaque transistor

T \
2 N\ 2
\Load Ii;e \\ﬂ ’ \
Droite de charge
1 | V

K~ Voo =144 VX
R =20 \ ..

1 \ g 1
min\“\ s
A\
\ \
0 A 0
0 5 10 15 Ve 0 50 100 Ti
R L
Towards Amplifier
Vers Amplificateur L < 50uH
-— c [H {2 c<nF
T R < 500 m§2
O o

THERMAL PROTECTION OF THE AMPLIFIER (3)
SECURITE THERMIQUE DE L'AMPLIFICATEUR (3]

When the die is overheated, available output current falls progressively down to O.
Quand la pastille intégrée s’échauffe trop, le courant disponible en sortie tombe progressivement & O.

REGULATOR PROTECTION
PROTECTION DU REGULATEUR

To make the regulator short-circuit-proof. its output current is limited to less than 150 mA ; furthermore, output
current and voltage fall to O when supply volitage exceeds 22 V. The regulator is individually protected against
overheating : although, it will continue operation at the limiting temperature of the AF section.

Afin de protégér le régulateur contre les courts-circuits, son courant de sortie est limité 8 150 mA et tombe 8 O quand Vo atteint 22 V.
Le régulateur a une protection thermique individuelle, mais il fonctionne encore & la température limite de la section BF.
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TDA 102 SP
ESM 1532 C

AF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR BF

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

Power audio amplifier 8 to 20 W

The TDA 1102 SP is a monolithic power amplifier with differential inputs, specially intended for use as audio high
fidelity amplifier.

It is supplied in a special case featuring very low thermal resistance. An internal circuitry protects it against overheating
and load short circuit,

The TDA 1102 SP is compatible with the TDA 1111 SP (same bin configuration)

Amplificateur basse fréquence 8 8 20 W

Le circuit intégré monotlithique TDA 1102 SP est un amplificateur de puissance & entrées différentielles, particuliére-
ment destiné aux applications amplificateur basse fréquence, haute fidél/té.

11 est présenté en bofitier spécial & trés faible résistance thermique. Un circuit de protection interne le protége contreun
échauffement excessif et le court-circuit de la charge.

Le TDA 1102 SP est compatible avec le TDA 1111 SP (méme brochage)

78-44 1/9
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TDA 1102 SP

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Case : CB-173
Boitier
Tab connected to substrate
Ailette connectée au substrat
O Of
1 23 45 67 8¢9 10N
Substrate
1 -V Bootstrap
Substrat CcC 7 Bootstrap
2 Non-inverting input
Entrée non inverseuse
8 +V cc
3 Inverting input
Entrée inverseuse
9 Output
4 Not to be used Sortie
Ne pas utiliser
5 Ripple rejectior 10 “Vee
Filtrage
Not to be used ) Substrate _,
6 Ne pas utiliser n Substrat CcC
2/9
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TDA 1102 SP

THERMAL CHARACTERISITCS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

min. typ. max.
Junction-ambient thermal resistance R.p s
Résistance thermique (jonction-ambiante) - "th(j-a) 30 35 °c/w
Junction-case thermal resistance Rop e
Résistance thermique (jonction-boitier] th (]-c) ) 3 °CIW

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

PIOt
wy L
15—
10
Nz)
N
5 N
I L) \
0
0 50 100 Tomb!®C!

(1) Without heatsink
Sans radiateur

(2}  With heatsink 5°C/W
Avec radiateur 5°C/W

TYPICAL THERMAL PROTECTION CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE PROTECTION THERMIQUE

[max

(a)

0 50 100 Tj(°Cl

3/9
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TDA 1102 SP

(Unless otherwise stated)

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T — 25°C

VALEURS LIMITES ABSOLUES DUTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Supply voltage

Tension d‘alimentation VCC 36

Operating supply voltage v

Tension d‘alimentation en charge CcC 32 \Y
Junction temperature A

Température de jonction m max. T] 150 °c
Storage temperature : min. T —25 °C
Température de stockage max. stg +150 oc

(1) This limit value is automatically achieved by internal protection

Valeur limite assurée par le dispositif de protection interne

GENERAL CHARACTERISTICS Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES GENERALES am (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Miri. Typ. Max.
Input bias current
Courant d’entrée ! | 400 nA
Input noise voltage RG = 10 kQ2 v
Tension de bruit ramenée 3 [‘entrée B =40 Hz...20 kHz n 3 uv
Veae = 14
Quiescent supply current cc =14V lec 20 mA
Courant d‘alimentation au repos
Voo = 28V lec 25 mA
Peak output current
Courant créte en sortie lO +3,5 A
Vee = 289V
Ry =4
L
d 1% Po 15 20 w
Output power
Puissance de sortie f = 1kHz
(See application diagram) VAan = 24V
(Voir schéma d‘application) cc _
AL =48 P 14 w
d =1% o]
f = 1kHz
VCC = 14V
R =28 b
4 =1% o 8 w
f = 1 kHz
Voo =24V
. AVge =1V pp
Supply voltage rejection f =100 Hz SVR
Taux de réjection dd aux alimentations AV = 33dB 57 dB
Ay = 51dB 39 dB

al9
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TDA 1102 SP

APPLICATION CIRCUITS
CIRCUITS D'APPLICATION

Hl-FI AUDIO AMPLIFIER WITH SPLIT POWER SUPPLY
AMPLIFICATEUR BF HAUTE FIDELITE, ALIMENTATIONS SYMETR/QUES

+VCC

1ooopv=i 0,1 uF

=

TDA 1102 SP 9
3
oo Ny o e e
e
L]
[] R3 1uF
— 0,1
uF
R1
\@& N 3m
=V,
i i o cc
1000;:FY_‘_L &Onﬁ
Gai R2 Slew-rate
G:,-l,,n Ay =R1 +1 Vitesse de montée 2,5 Vius

Typical application
Application typique

R1=16,8 k2, R2=R3 =220 k2
Ay =33

When the bootstrap circuit is not used (Rg and Cg removed, pins 7 and 8 tied to +V

CC)' upper voltage loss becomes
approximately 1 volt greater ; consequently output power is reduced

Quand /e circuit “Bootstrap* n'est pas utilisé (R g et Cg supprimés, les broches 8 et 7 relides & +Vecl. 1a tension de déchet vers le haut
augmente d’environ 1 V, ce qui réduit la puissance disponible.

5/9
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TDA 1102 SP

APPLICATION CIRCUITS
CIRCUITS D'APPLICATION

Hi-Fl AUDIO AMPLIFIER WITH SINGLE POWER SUPPLY
AMPLIFICATEUR BF HAUTE FIDELITE, A UNE SEULE TENSION D'ALIMENTATION

180 kg

O +Vcc

1000 nFi -LOJ uF
N &

..... 1 -L ¢
10....100 xF o U 680 kQ >
= ToATI028P 3

G
3
o—} 2 am R2 L= 2200 pF

10
[] 100 k&

Gain —~_R2 Slew rate
Gain v R1/R3 +1 Vitesse de montée 25 V/ps

Typical application

Application typique

R1 =120k, R2 =470k, R3 =10 k2
Ay = 51

When the bootstrap circuit is not used (Rg and Cg removed, pins 7 and 8 tied to +V¢c), upper voltage loss becomes
approximately 1 volt.greater ; consequantly output power is reduced.

Quand le circuit “Bootstrap*’ n’est pas utilisé (Rg et Cg supprimés, les broches 7 et 8 reliées 3 +V ), la tension de déchet vers le haut
augmente d’environ 1 V, ce qui réduit la puissance disponible.

6/9



TDA 1102 SP

INTERNAL DIAGRAM
SCHEMA INTERNE

7 8 g 10
o o}
Q id
TN ™
x} / .4
——{1—9 - {1t
X
Short-circuit
— protection
Short-circuit -: Protection |—
protection r contre
N\ /A Protection court-circuits
contre
6 courtcircuits o
'y 14
1%
XI[ ‘sT/
»l ol
4 ‘
Thermal safety
Sécurité thermique 04
L]
03
’
i1
713

1567



TDA 1102 SP

(w)

24

22

20

18

16

10

T
Po =f (Ve
f=1kHz

d=1

%

20

24

28

32

36

VCC(V)

8/
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TDA 1102 SP

OVERLOAD AND OVERVOLTAGE PROTECTION
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS

Each power transistor is protected by a special, entirely integrated circuit which prevents it from working in dangerous
conditions. The permitted area will not shrink with increased junction temperature.

Chaque transistor de puissance est protégé par un circuit spécial, entiérement intégré, qui |'empéche de fonctionner dans des conditions
dangereuses, L ‘aire permise ne rétrécit pas quand la température de jonction augmente,

A9
NI

+[ Pérmitted area
(each transistor)
Aire permise &
rchaque transistla/ \<<
\ Load [ine@
1 Droite de
harge %
VCC = 28 V.
R %(/
1

0 6 12 18 24 30 Veg VI

9/9
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TOA1111 SP

Mot 2 Ny

PIN CONFIGURA}'[{ION;
BROCHAGE:™ :

Case
Bortier

CB-173

Tab is connected to substrat
Ailette reliée au substrat

'O

O

123 45 67 892 10N
Substrate
1 -~V Bootstrap
Substrat C 7 Bootstrap
2 Non-inverting input
Entrée non inverseuse .
8 +Vioe
3 Inverting input
Entrée inverseuse
9 Output
4 Frequency compensation Sortie
Compensation en fréquence
pen: q
No connected 10 ~Vee
5 Ne pas connecter
Not to be used 1 Substrate _\,
6 Ne pas utiliser Substrat cC
2/9
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TDA 1102 SP

OVERLOAD AND OVERVOLTAGE PROTECTION
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS

Each power transistor is protected by a special, entirely integrated circuit which prevents it from working in dangerous
conditions. The permitted area will not shrink with increased junction temperature.

Chaque transistor de puissance est protégé par un circuit spécial, entiérement intégré, qui l'empéche de fonctionner dans des conditions
dangereuses. L ‘aire permise ne rétrécit pas quand la température de jonction augmente.

ALY
\ |
A\

‘[ Permitted area
(each transistor)
Aire permise 3
Fchaque transistor

\ Load Iine@
1 Drojte de
charge %
A" 28 V.

0 6 12 18 24 30 v, W

9/9
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TDA 1103 SP

ESM 1231 C

AF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR BF

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

Power audio amplifier 8 to 20 W
The TDA 1103 SP is a monolithic power amplifier, specially intended for use as audio high fidelity amplifier.

"It is supplied in a special case featuring very low thermal resistance. An internal circuitry protects it against overheating
and load short circuit.

Amplificateur basse fréquence 8 8 20 W

Le circuit intégré monolithique TDA 1103 SP ' est un amplificateur de puissance, particuliérement destiné aux applica-
tions basse fréquence, haute fidélité. :

11 est présenté en boTtier spécial a trés faible résistance thermique. Un circuit de protection interne le protége contre la
surcharge thermique et le court-circuit de la charge.

THOMSON-CSF 78-44 1/8
DMSION SEMUONDUCTEURS 1 61
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TDA 1103 SP

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Case : CB-173

Boitier
Tab connected to substrate
Ailette relide au substrat

]

23 45 67 89101

] Substrate . Bootstrap
Substrat Bootstrap
2 Input
Entrée
8 +VCC
3 Feed-back
Contre-réaction
9 Output
Y Sortie
4 Not to be used
Ne pas utiliser
. . I 10 Power stage ground
5 Ripple rejection Masse de |’étage final
Filtrage
6 Not to be used 11 Substrate
Ne pas utiliser Substrat
2/8
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TDA 1103 SP

THERMAL CHARACTERISITCS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES min.  typ. max.
Junction-ambient thermal resistance R o
Résistance thermique (jonction-ambiante) th(j-a) 30 35 C/w
Junction-case thermal resistance R.y s °
Résistance thermique (jonction-boitier) th(j<) 8 CIw
Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale
Prot
(w)
15 N
AV
o
N
5 N
o[ TN
0 B
0 50 100 150  Tmp°C)
(1) Without heatsink
Sans radiateur
(2} With heatsink 5°C/W
Avec radiateur 5°C/W
_ TYPICAL THERMAL PROTECTION CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE PROTECTION THERMIQUE
]max
(A}
4
~
3 N
2 K
1
; ]
0 50 100° Tjeel
3/8
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TDA 1103 SP

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) o 950 {Unless otherwise stated)
Tamb 25°C PR .
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
Supply voltage
Tension d‘alimentation vCC 36 v
Ope(ating §upply»voltage Vee 32 \Y
Tension d‘alimentation en charge -
Junction temperature ; °c
Température de jonction ) max. T} 150
Storage temperature min. T 25 °c
Température de stockage max. stg +150 o
{1)  This limit value is automatically achieved by internal protection
Valeur limite assurée par le dispositif de protection interne
GENERAL CHARACTERISTICS Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES GENERALES am (Sauf indications contraires)
Test conditions Symbols ' Min. Typ. Max
Conditions de mesure Symboles ‘
Input bias current
Courant d’entrée ! 1 400 nA
Input noise voltage Rg = 10kQ v 3 uv
Tension de bruit ramenée 3 entrée B = 40...,.20 kHz. n
Vo = 14V ! .
Quiescent supply current cc cc 20 mA
Courant d‘alimentation au repos
Veg = 28V lec 25 mA
Peak output current
Courant créte en sortie +35 A
Vee = ZBQV
R = 4
L P 15 20
d =1% 0 w
f = 1 kHz
Output power Veg = 24V
Pujssance (fe so.r!/e ) R L =40 Po 18 w
{See application diagram) d =1%
(Voir schéma d’spplication) . £ = 1kHz
Ve = 14V
R =28 Po 8 w
d =1%
f = 1kHz
Ve = 24V
Supply voltage rejection . AVoe = 2Vpap SVR 52 dB
Taux de réfection dd aux alimentations f = 100 Hz
Ay = 38dB
Internal feed-back resistor R¢ 7,7 139
Résistance interne de contre-réaction .

4/8
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TDA 1103 SP

APPLICATION CIRCUITS
CIRCUITS D'APPLICATION

otVee

:ilfooo,ﬁ
AN

-L 0,1 uF
N

Input
Entrée

0,1 uF L==J 1000 uF.

2,20 [ﬂ 40

AN

P

Gain
Gain ;
7700 7700
Ay = T = o0 =77 (38dB)

Slew rate
Vitesse de montée

2,5V/us

When the bootstrap circuit is not used (Rg and Cg removed, pins 7 and 8 tied to +VCC), upper voltage loss becomes
approximately 1 voit greater ; consequently output power is reduced.

Quand le circuit ““Bootstrap” n’est pas utilisé (R g et Cg supprimés, les broches 8 et 7" relides & +V ), la tension de déchet vers le haut
augmente d’environ 1 V, ce qui réduit la puissance disponible. :

5/8
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TDA 1103 SP

INTERNAL DIAGRAM
SCHEMA INTERNE

7 8 9
Q o 10
(o]
1é 1d
L] ™
. 1 N
. T
{1
-
— X
{3
Short-circuit
y protection
x Bose
Short-circuit contre
X protection court-circuits
Protection
contre
courtcircuits
1d
Y
bl bl
| | L )

v Sécurité thermique

Thermal safety [[rl b4

{1]
L]

]
]
pE

=
T

2 1,11
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TDA 1103 SP

T
W Po =f (Vee)

f=1kHz"
24 d=1%

. /

20

18 /
16

4 //
2
0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Veov)

/8
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TDA 1103 SP

OVER.LOAD AND OVERVOLTAGE PROTECTION
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS

Each power transistor is protected by a special, entirely integrated circuit which prevents it from working in dangerous
conditions. The permitted area will not shrink with increased junction temperature.

Chaque transistor de puissance est protégé par un circuit spécial, entiérement intégré, qui I'empéche de fonctionner dans des conditions
dangereuses. L aire permise ne rétrécit pas quand la pérature de j i te,

(a)

AU
A
L

2 [Permitted ared
{each transistor)
Aire permise &
chaque t is

. \ N/
Load li e\%
Droite de-
charge .
Vog =28V \ &
R F40 /

0 6 12 18 24 30 veev)

8/8
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TDA 1111 SP

0 ESM 432 C

AF AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS BF

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Power audio amplifiers 8 to 20 W

The TDA 1111 SP is power amplifier, specially intended for use as audio high fidelity amplifier.

It is supplied in special case featuring very low thermal resistance,

The junction temperature is limited by an internal protection circuit.

Amplificateurs basse fréquence 8 8 20 W

3

Le circuit intégré monolithique TDA 1111 SP est un amplificateur de puissance, particuliérement destiné aux applica-
tions amplificateur basse fréquence, haute fidélité.

11 est présenté en boftier spécial & trés faible résistance thermique.

La température. de jonction est limitée par un circuit de protection interne.

THOMSON-CSF . 78-44 119
DMSGN SEMCONDLCTELRS 169
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TDA 1111 SP

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Case : CB-173

Boftier

Tab is connected to substrat
Ailette reliée au substrat

“n

QH

U

23 45 67 8 92 100N

Substrate
1 -V Bootstrap
Substrat cc 7 Bootstrap
2 Non-inverting input
Entrée non inverseuse ERY)
8 cc
3 Inverting input
Entrée inverseuse
9 Output
4 Frequency compensation Sortie
Compensation en fréquence
No connected 10 —Vee
5 Ne pas connecter
Not to be used 1 Substrate _y
6 Ne pas utiliser Substrat cC
2/9
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TDA 1111 SP

THERMAL CHARACTERISITCS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-ambient thermal resistance Rup e
Résistance thermique (jonction-ambiante) {max) thj-a) 35 °C/W

Junction-case thermal resistance R
Rési thermique (jonction-boTtier) (max) Bth(j) 3 °c/wW

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

PKOI
(w)
15
10
(2).

5

(1)
0 ‘,\\

0 50 100 150 Tonp!°C)

(1) Without heatsink

Sans radiateur

(2)  With heatsink 5°C/W
Avec radiateur 5°C/W

TYPICAL THERMAL PROTECTION CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE PROTECTION THERMIQUE

max
]

4

—~

_3 N

2 \

1

0]

0 50 100 Tj (°C)

3/9
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TDA 1111 SP

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b= 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
Supply voltage .
Tension d‘alimentation VCC 30 \
Operating supply voltage
Tension d'alimentation en charge 28 \
Junction temperature :
Température de jonction D) max. TI 150 °C
Storage temperature min. T —25 oC
Température de stockage . max. stg « +150 °C
(1) -This limit value is automatically achieved by.internal protection
Valeur limite assurée par le dispositif de protection interne
GENERAL CHARACTERISTICS
T = 260 {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES GENERALES amb = 25°C (Sauf indications cortraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min.  Typ. Max.
Input bias current |
Courant d’entrée | 200 nA
Input noise voltage Rg =10 139 v
Tension de bruit ramenée & l‘entrée B = 20 kHz n 4 Hv
VCC = 14V ! cc 20 mA
Quiescent supply current
Courant d‘alimentation au repos
Vee = 28V ICC 25 mA
Peak output current
Courant créte en sortie *3,5 A
Output power Ve = 28V
Puissance de sortie R =4 Q
(See application diagram) d —1% Po 15 20 w
(Voir schéma d‘application] -
f = 1 kHz
Vee = 28V
Supply voltage rejection AVpg =2Vpp
Taux de réjection da aux alimentations f = 100 Hz SVR
AV = 33dB 40 53 dB
Ay = 28 dB 45 568

4/9
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TDA 1111 SP

APPLICATION CIRCUITS
CIRCUITS D'APPLICATION

HI - F1 AUDIO AMPLIFIER WITH SPLIT POWER SUPPLY
AMPLIFICATEUR BF HAUTE FIDELITE, ALIMENTATIONS SYMETRIQUES

O
+Veer2
It
100 2
1000 yFL'_"!J _—0,1uF
Input , 8
Entrée Cg
7 U 100 uF
231 Mo TDA 1111 SP > .
4 '
7 0 220
K RN | ’ 3
[]re J
' 4 svj
2,2 uF c2 0,1 uF - ——01pF
H. 1000 pF
R4 m
A\ A\
R]1
'
2 O
—Vcc/Z
R2
3 L
Gain _R2 - Bandwidth _R1 XY (small signal) Slew-rate
Gain Ay = R1 1 Bande passante B “R2 1 {petit signal) Vitesse de montée 1 Vips

Y =27.10%S typ.

Typical application
Application typique

R1=6,8 k2, R2=R3 =220k, C1 =68 pF,C2=1nF, R4 =270
Ay =33
B =40 Hz - 120 kHz

When the bootstrap circuit is not used (Rg and Cp removed, pins 7 and 8 tied to +VCC)‘ upper voltage loss becomes
approximately 1 volt greater ; consequently output power is reduced.

Quand le.circult “Bootstrap’ n’est pas utilisé (R et Cg supprimés, .les broches 8 et 7 relides & +V o), la tension de déchet vers le haut
augmente d‘environ 1 V, ce qui réduit la puissance disponible.

5/9
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TDA 1111 SP

APPLICATION CIRCUITS
CIRCUITS D'APPLICATION

H! - FI AUDIO AMPLIFIER WITH SINGLE POWER SUPPLY
AMPLIFICATEUR BF HAUTE FIDELITE, A UNE SEULE TENSION D’ALIMENTATION

1N 4148
i< ’ 0+Veg
2,2 pF 0,1 uFs
h DBBO ke 100 pF
TDA 1111 SP Z > ’
A< 1 c1
1Mo 11 |—<
= 2 R2
/“0‘ 270 ke
a L==Jc4
c, - 3.300 pF
11
© 11
?
1
L
220  ==C2 R
1
[ 12k R1 [] | 40
J 10 kQ ]R“

|
|

\:\\W \w‘ \&\\Q .\K\& N \W \N

The output power is the same as in previous case
La puissance de sortie est la méme que dans le montage précédent

R2
AV="HT.]‘+1=2B Bandwidth : B=12Hz-140 kHz

Voltage gain
Bande passante

Gain en tension

For higher voltage gain, C3 and R5 should be used. C3 . R5 should be kept lower than C4 , RL and Cl B HI lower than
10 mS for better transient overloading protection.

Si on désire un gain en tension plus élevé, il faut employer C3 et R5. Pour une meilleure résistance aux surcharges transitoires, C3 . R5
doit rester inférieur 3 C4 . RL et C/ . RI inférieur 4 10 mS.
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TDA 1111 SP

APPLICATION CIRCUITS
CIRCUITS D’APPLICATION

AF AMPLIFIER WITH TONE CONTROLS
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE AVEC REGLAGES DE TONALITE

2200 pF
Vg o— Hl=
v
—_—
0,22 uF 100 @ 120 ;:F
\
[ 680 ko
12k - + \
2
o \ C 3300 uF
TDA 1111 SP >—4
\M
1 uF 0,47 uF 3,3nF Aiglies 33nF
Input I 1 11 100 ke Lin, 1 |
Entrée i LA 1 I
1 VSSDU askal |
————— 1.2M0
10 kQ Log. v
10 k'n[]
A 33nF 33nF
10 ko 10k
y - —( ¢
. . . 100 k2 Lin,
The output power is the same as in previous case Bass "2
La puissance de sortie est la méme que dans le montage précédent Basses 220 O
Ay(1 kHz) = 29dB
Ay(40 Hz, 20 kHz) = 29+ 14 dB N

For higher voltage gain, C3 and R5 should be used. C3 . R5 shouid be kept lower than C4 . RL and C] . Rl fower than
10 mS for better transient overloading protection.

Si on désire un gain en tension plus élevé, il faut esmployer C3 et R5. Pour une meillaure résistance aux surcharges transitoires, C3 . R5
doit rester inférieur &4 C4 . R et C. Ry inférieur 8 10 mS.
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TDA 1111 SP

INTERNAL DIAGRAM
SCHEMA INTERNE

7 8 9 10
T T T i
A
~ — " F—
2
ax
14
X
x
h4
Thermal safety
Sécurité thermique -04
{1
L2
03
Y
I1k
||
o] (o]
5 1,11
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TDA 1111 SP

o T
w) Py =f Vel
f =1kHz
24 d=1%

22 /

20 /
18

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Vi (v)
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Pre. Amplitiers and
associated functions

Pré. Amplificateurs et
fonctions associées
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PRE AMPLIFIERS AND ASSOCIATED FUNCTIONS
PRE AMPLIFICATEURS ET FONCTIONS ASSOCIEES

PAGE FUNCTION TYPE PACKAGE
PAGE FONCTION TYPE BOITIER
Stereo pre amplifier
209 Préamplificateur stéréophonique TDA 1098
TO-116
(cB-2)

183 SF.F 25071

Electronic potentiometer control
Commande de potentiométre électrique

193 SF.F 25072

203 SF.F 25306

Decoder/LED driver
Décodeur/commande de lampes
électroluminescentes

203 SF.F 25307
203 SF.F 25308
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SEF 2507

IC FOR BINARY CONTROL
OF DUAL 64 STEPS AUDIO FREQUENCY ATTENUATOR. STEREO HI-FI
COMMANDE BINAIRE D'UN DOUBLE ATTENUATEUR BF A 64 PAS. HI-FI STEREO

TENTATIVE DATA
GENERAL DESCRIPTION NOTICE PROVISOIRE

The SF.F 25071 is designed for digital control-of AF volume in stereo high fidelity systems. Two external 12 resistances
networks are used to provide 64 steps attenuation on both right and left channels. These external resistors are switched
through conventional C-MOS analog switches [C’s. The required hinary information is given by the SF.F 25071 through
a dual 6 bits parallel bus.

The additional following features are provided :

— Balance control
— Muting (internal by touch control, or external)
- Loudness filter control {physiology/linear)
— Total touch control system
- Five output buffers for LED display
— State memory and stand by operating mode.
— Automatic volume power on preset
— Binary standard code.
The SF.F 25071 may be used with SF.F 25072 (Tone control) to perform a complete system for HI-F stereo operation.

DESCRIPTION GENERALE

Le SF.F 25071 est destiné 8 la commande par touches sensitives dun double réseau résistif atténuateur. 64 pas d‘atténuation sont obte-
nus a l'aide d'un réseau de 12 résistances commutées sélectivement par des commutateurs analogiques C-MOS disposés en interface
entre le réseau et le SF.F 25071. La commande. d‘atténuation est fournie par ce dernier sous forme d‘une information binaire (double

bus de 6 bits paralléles).
Les fonctions supplémentaires suivantes sont réalisées par le SF.F 25071 :
- Commande de la balance
- Inhibition du signal “Muting” (interne par touche sensitive, ou externe)

— C tation de filtre physiologiq
- C de totale par hes sensitives

— Cing sorties pour visualisation par diodes électroluminescentes

— Mémorisation de toutes les commandes {*’stand-by*’)

— Prépositionnement automatique du volume 3 |‘allumage

— Sorties binaires en code standard permettant ['affichage du niveau de volume par dispositif optoélectronique 7 segments

électroluminescents. (Interface SF.F 25307).
Le SF.F 25071 peut étre utilisé avec le SF.F 25072 [contréle de tonalité) pour constituer un systéme de contréle de chafne haute fidélité.

PRINCIPAL FEATURES
DONNEES PRINCIPALES

— C-MOS technology
Technologie C-MOS

— 28 pins plastic package
Bortier plastique 28 passages

— Operating ambient temperature : < 1 gsoc
7

Pé e de foncti :
: : Vap=+75V
— Operating supply voltage : _ = Typical at, *DD ¢
Tension d’ali tion de fonctic : Vop Vgg = 16V max. Typique & * VSS =-75V

— Supply current : 1,3 mA normal mode ; 30 pA stand by mode
Courant d’alimentation : 1,3 mA typique en fonctionnement ; 30 ;LA en “stand-by**

— Available LED control current . 20 mA
Courant de commande des diodes de visu *
- Steps attenuation number : 64 (1 dB by step in application diagram included page 7)
Nombre de pas d'atténuation : 64 (1 dB par pas avec les valeurs du schéma d‘application page 7)
— Steps balance number ‘415 and —15
Nombre de pas de la balance et
— Internal clock frequency : adjustable with external R.C network
Fréquence de I'horloge interne :réglable par réseau R.C extérieur
— Starting preset value of the volume binary code : the five first bits to 0 and last to 1. {Internally programmed).

Prépositionnement du volume & Ia mise sous tension :les cing premiers bits & O et le dernier & 1. {prog interne). Identiq
pour les 2 bus,

— Stand by supply voltage Vpp=+75V
Tension d‘alimentation pour passer en *’stand by* VSS =0

78 .42 1/10

THOMSON-CSF
DIMSON SECONOUCTRRS
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SF.F 25071

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE

Package : CB-132

Bortier
Left volume control Right volume control External muting
Bus commande volume Gauche  Bus commande volume Drojt  Inhibition externe du son

—— T Physiological commutation
0 5.0 5 Commutation physiologique
......... 27 2¥ . .02

T

21

Balance right __ [181920212223 11109 8 26

Balance droite 12 2 ! 28 VDD
>3 | Balance equal
%§ Balance égale "] 16
5 4 Balance left ' 24 Clock

]
°© s Balance gauche ™ 17 Horloge
=4 |
IS Volume ;.
©S Volume + 3 . 14 VSS
Volume _ o (25 4 15 13 27 25
Volume
Volume  Volume _ Balance left Balance right Physiology
Volume Volume Balance gauche Balance droite Mute  ppysiojogie
Touch control
Commandes par touches sensitives
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES
PARAMETERS SYMBOLS VALUES
PARAMETRES SYMBOLES VALEURS

Continuous supply voltage V _
Tension d‘alimentation continue Vop —Vss Vgg=083V, Vgg+20V
Input voltage \/I VSS—O'3 v, VDD+O'3 v

Tension d’entrée

Diisscion e morte for et Prot 500 mW
erimum output curent (1 LEQ output | e 0o

Operati;eg ten:eerif?er;r:'gifl Toper _‘;Ooc .+ + 85°C
Storagedzewpfiatt‘xlr; ;aenge ) Tstg _55°C . +125°C ;

210
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SF.F 25071

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tampb = —40°C - +85°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES am (Sauf indications contraires)
PARAMETERS SYMBOLS | TEST CONDITIONS \!jﬁLLl:}{Jils?i UNI
PARAMETRES SYMBOLES | CONDITIONSDE |, _, o T
MESURE DD™Yss| MIN TYP."| MAX.

Stand-by .

Supply current 1 Fonctionnement normal 15V .| 1300 BA

Courant d‘alimentation DD
F1=4Hz 75V 30 A
Tamb = 25°C

Input current {except clock input) M t

Courant d’entrée (sauf entrée horlogel [1 M::,s,g? @ 18V 20,011 100 nA
Vi=15V,0V

Level g

Input voitage Niveau Vi 15V \

{except clock input) T = 95°C Vbp Vbp

Tension d’entrée amb -0,8 -2,5

(sauf entrée horloge) Level qn VIH 15V v

Niveau .

Rgn N-MOS LED control .

A opy N-MOS commande de LED ONN 1 =20mA . 15V 40 100 Q

Leakage current in the “off state’ [Off V= VDD 15V 10 : ZA

Courant de fuite & I'état bloqué

rqn

?utput current Ieve,l
counters and mute | A% =135V - —

Courant de sortie niveau "1 OH OH 1BV 3 6 mA
{compteurs et mute)

i °
Output current level /0" {counters) ]OL VoL = 15V 15V 3 6 mA

Courant de sortie niveau *'0* ([compteurs)
o]

2

?utput current leve)l e
physiology output] - _
Courant de sartie niveau 1" ]OH VOH 138V 15V 0.6 “‘1!2 mA
(sortie physiologiel

Output voltage ]elavel ;'1 " (counters,
mute and physiology —

Tension de sortie niveau *'1*' [compreurs, VOH lOH =0 15V 14,9 15 ¢V
mute et physiologie) X .

(OlIJItput voltage level ”O")
all outputs except mute \ | .

Tension de sortie niveau 0 oL oL 0 18V 0 01 v
(toutes sorties sauf mute)

Level qe 15V 3,5 %

Niveau
Inhibition by mute output
Inhibition par sortie mute

Level nqn
Niveat 0 15V 1,5 Y

* Typical value at 250¢C
Valeur typique 3
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| Bascule sortie ] > Mute
Balance | 12 Balance right
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A T —————————— -l g )
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SF.F 25071

WORKING MODE (See block diagram)

— “Volume + " {pin 5) and "’ Volume-—'* (pin 4) inputs
allow to increase {(count up) or to reduce (count down)
the volume simultaneously on both channels. Count-up
is stopped when one channel reaches maximum volume,
count-down is stopped when one channel reaches mini-
mum volume. Volume outputs (pins 6 to 11 for left
volume, pins 18 to 23 for right one) correspond with
volume counters Q outputs.

— "Volume + ' display output (pin 2) is set when the
content of the left volume counter is higher than Vp,
presetted value for the volume. Otherwise '‘volume~"'
output (pin 3) is set. These outputs are simultaneously
set if both left and right volume are equal to V. When
one volume input is actuated corresponding display out-
put flickers until the input is desactivated or a counter
reaches its minimum or maximum value.

— "Balance right’’ {pin 13) and "balance left" (pin 15)
act on volume counters in the following way :

If "balance left” is set and if initially the left volume is
lower than the right one, the left volume increases as
for as it becomes equal to the right one and then this
volume decreases, with possibility of counting down
15 steps and stop when the right volume reaches its
minimum value ; if initially the left volume is equal or
higher than the right one, this volume decreases from
the beginning of the command.

Working mode is symetrical for right balance jinput.

Actuating one balance input causes the counters to work
at a lower frequency.

— The three ""balance’’ display outputs : "balance right”’
{pin 12) set if the right volume is higher than the left
one, "balance left” (pin 17) set if the left volume is
higher than the right one and “balance equal’’ {pin 16)
set if both volumes are equal, allow to control LED.
Actuating one "’balance’ input make the corresponding
LED flicker.

— "Physiology” input {pin 25) actuates a memorizing
flip-flop. Corresponding output stage {pin 26) allows to
control a LED and to switch the corresponding filter.

— "Mute’ “input {pin 27) controls a flip-flop acting on
volume counters outputs {set to ’1*) and makes volume
LEDs display flickering. Setting outputs to 1" may also

be obtained by setting.’’1"’ on "mute’’ output (pin 1} -

which is made by an open drain P-MOS transistor.
This may be used during the commutation of amplifier
input or for a noisless tune of a radio section.

MODE OPERATOIRE (Voir schéma logique)

— Les entrées *volume +* (broche 5) et “volume —* (broche 4)
permettent d* er (comptage) ou de di (de

tage) simultanément le volume sur les deux voies. Le comptage
est inhibé lorsque ['une des voies atteint le volume maximal | le
décomptage est inhibé lorsque [‘une des voies atteint le volume
minimal. Les sorties de volume (broches 6 & 11 pour volume
gauche, broches 18 & 23 pour volume droit) correspondent aux
sorties Q des compteurs de volume.

— La sortie d‘affichage “volume +** (broche 2] est active lors-
que le contenu du compteur volume gauche est supérieur & Vp,
valeur de prépositionnement du volume. Sinon c’est la sortie
“volume —* (broche 3] qui est active. Les deux sont actives si
volume gauche et droit sont tous deux égaux & Vp. Lorsqu’une
entrée volume est activée, la sortie affichage correspondante cli-
gnote tant que [‘entrée n'est pas revenue au repos ou qu'un
compteur n‘a pas atteint sa valeur minimale ou maximale.

— Les entrées “balance droite” (broche 13} et “balance gauche’
{broche 15] agissent sur les compteurs de volume de la facon
suivante !

Lorsqu‘on active l'entrée “balance gauche’ et si initialement e
volume gauche est inférieur au volume droit, le volume gauche
remonte jusqu‘a [%égalité avec le volume droit, puis ce dernier di-
minue avec dé tage possible de 15 échelons [cycles d’horlo-
gel et arrér si le volume droit atteint son minimum ; si initiale-
ment le volume gauche était égal ou supérieur au volume droit,
celui-ci diminue,

Le mode opératoire est symétrique pour ’entrée “balance droite”"

L'action sur une entrée balance fait, de plus, fonctionner les
compreurs & fréquence réduite,

— Les trois sorties d‘affichage “balance’ : “balance droite”
{broche 12} active si le volume droit est supérieur au volume
gauche, “balance gauche’ (broche 17) active si le volume gauche
est supérieur au volume droit et “balance égale” (broche 16)
active lorsque le volume gauche est égal au volume droit, permet-
tent de commander des diodes électroluminescentes. L ‘sction sur
une entrée "balance’ provoque le clignotement de la diode élec-
troluminescente correspondante,

— L'entrée "physiologie’ {broche 25) actionne une bascule de
mémorisation. L‘étage de sortie correspondant (broche 26) per-
met de commander une diode électroluminescente, et de com-
muter le filtre correspondant.

— L’entrée “mute” (broche 27) commande une bascule qui agit
sur les sorties des compteurs de volume (forgage & *'1*} et fait
clignoter les diodes électroluminescentes sur les sorties d’afficha-
ge volume, Le forgage des sorties peut également étre réalisé en
appliquant un '1* sur la sortie "mute’ (broche 1) qui est un
MOS P & drain ouvert. Cette possibilité est utilisable lors de [a
commutation d’entrée de l‘amplificateur ou pour accord silen-
cieux d'un wner.

5/10
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SF.F 25071

— Power on pre-setting :

Volume counters are preset to Vp, mask programmable
value. ""Mute” and “‘physiology’’ functions are preset
at 70",

— “Stand by” :if 7 V < Vpp — Vgs <8V, circuit
input are invalid and functions are memorized.

-- Display outputs : they are made by opendrain N-MOS
they can sink a 20 mA current. They are set at low level,
"Physiology” output has, in addition, a P-MOS allowing
to pull-up voltage to Vpp when this output is set at "'1"':

— "Clock” input (pin 24) : the resistance of the R.C
array is connected to Vpp and the capacitor to VsS
(see typical curve : oscillator frequency versus R.C).
Oscillator frequency is 2F 1,

F1 is the flickering frequency of display outputs and the
working frequency of counters when a volume input is
actuated.

F2 = 1/2 F1 is the working frequency of counters when
a balance input is activated.

— Prépositionnement & la mise sous tension :

Les compteurs de volume sont prépositionnés a la valeur Vp,
programmable par masque. Les fonctions “mute” et *physiolo-
gie* sont prépositionnées a 0",

— “Attente” :5i 7 V <Vpp — Vss <8 V, les entrées du cir-
cuit sont inactives et les fonctions sont mémaorisées.

— Sorties daffichage : ce sont des MOS N & drain ouvert pou-
vant absorber un courant de 20 mA. Elfes sont actives au niveau
bas. La sortie “physiologie” posséde, en plus, un MOS P permet-
want de remonter la tension & Vpp lorsqu’elle est &4 **17,

— Entrée "horloge* (broche 24) :la résistance du réseau R.C est
reliée 3 Vpp, la capacité & Vss [voir courbe typique pour valeur
de fréquence d’oscillateur en fonction de R.C).

La fréquence de [‘oscillateur est 2F 1.

F1 est la fréquence de clignotement des sorties d‘affichage et

de fe des pteurs lorsqu’on agit sur une entrée
volume.
F2 =1/2 F1 est le fréq de foncti des %

lorsqu‘on agit sur la balance,

TYPICAL FREQUENCY OF OSCILLATOR VERSUS R VALUE
FREQUENCE DE L'OSCILLATEUR EN FONCTION DE R

C=1uF

500 R (k@)

6/10
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SF.F 25071

CIRCUITRY FOR ONE 64 STEPS ATTENUATOR
CABLAGE EXTERNE DE L‘UN DES DEUX ATTENUATEURS 64 PAS.

150 3300 890 1,2k2-3,9kQ 16 k&2
Vl o o VS
‘ Optional
1,2 k21,5 k1,5 k&Y 1 kQ 820 Q2 4700 Facultatif
A__/_l(’
+7,5V 1 4 8 11+75V 1 4 8 1
MC 14066 — 14 —14 I MC 14066
A PRS2 15V, N
13,2(3 15619112116 l/
N
20 ,21 22 23 24 25
W
Outputs from one SF.F 25071 bus
Sorties d‘un bus du SF.F 25071
— 10—N/20
Vg/ V| =10 *1dB
N : Decimal value corresponding to binary code
Valeur décimale correspondant au code binaire N compris entre 1 et 63,
\
Attenuation in dB N =20 log )
Atténuation en d8 V|
SF.F 25071 theorical attenuation array
Réseau théorique d‘atténuation pour SF.F 25071
154 Q 327 Q 899 1,23 kQ 4,14 kQ 16,30 k2
Vio—{——+—¢—C +—9¢—+—¢—{ ¢ +—¢—1 +—+—-0Vg
1,34 kQ 1,65 k2 1,64 kQ 1,196 kQ 888 O 500
20 2! 22 28 2¢ 28

Switches resistance is zero
La résistance des interrupteurs est nulle

o
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SF.F 25071

EXTERNAL TOUCH CONTROL CIRCUITRY
CABLAGE EXTERNE DES TOUCHES SENSITIVES

Logical control levels
Niveaux logiques de commande

A

Y Vv (+7,5V

Vi 08V pp (F75V)
IHmin —
2,5V
ViLmax
0 : » Ground
Masse

Input circuitry
Céblage d’une touche

Vpp (+7.5V)

R1
2,2 nF 10MQ .
V‘ N
» 1NpUt pin

g " Borne d'entrée (6,4,13,15, 253; 27)

Metallic sensor plate

Contact métallique
N \m

R — V| ¥ Vpp —»

R Finger resistance
Résistance du doigt

r——
—_—

Logical level _,
Niveau logique
R < 20MQ — o V‘ < BV Logical level _

Niveau logique
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SF.F 25071

COMPLETE AF STEREO AMPLIFIER CONTROL. BLOCK DIAGRAM

SYSTEME COMPLET DE CONTROLE DUN AMPLI HI-FI STEREQ. SCHEMA LOGIQUE
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NOTE : The only right channel is exhibited. |f separated controls are needed for R and L channels, a second SF.F 25072

is required. The SF.F 25071 is common.

Seul le canal droit est représenté. Si l'on désire des contréles séparés pour canaux droit et gauche, il est nécessaire d’utiliser un

second SF.F 25072, Le SF.F 25071 est commun,
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SF.F 25072

IC FOR INDIVIDUAL BINARY CONTROL OF THREE POTENTIOMETERS
Tone control in AF stereo HI-FI amplifier)

Cl DE COMMANDE DIGITALE DE TROIS POTENTIOMETRES

(Commande de tonalité dans un ampli stéréo HI-FI)

. TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

GENERAL DESCRIPTION

The SF.F 25072 is designed for digital control of treble, bass and medium adjustments in a HI-FI AF preamplifier.
Conventional potentiometer is replaced by a resistor network, and slide contact is replaced by analog C-MOS switches.
The binary information for switching are given by three 3 bits parallel buses through the SF.F 25072.

The additionnal following features are provided :
— Total touch control system
- Outpui buffers for LED displays
— State memory and stand-by mode
— Linear reset (flat response)
The SF.F 25072 may be used with SF.F 25071 {Volume control) to perform a complete system for HI-Fl stereo
operation.
DESCRIPTION GENERALE

Le SF.F 25072 est destiné & la commande digitale de tonalité (graves, aigiies et médium) dans un préamplificateur HI-Fl. Les potentio-
meétres classiques sont remplacés par des réseaux de rési: , et les sont des itateurs analogiques C-MOS. Les informa-
tions binaires pour commander ces commutateurs sont fournies par 3 bus de trois bits paralléles issus du SF.F 25072;

Les fonctions supplémentaires suivantes sont réalisées :
— Commande par touches sensitives
— Sortie pour visualisation par diodes électroluminescentes
— Mémoire d’état et position “stand-by ‘"
— Entrée spéciale pour remise & plat de la courbe de réponse.
Le SF.F 25072 constitue avec le SF.F 25071 un systéme complet de commande pour une chaine Hi-Fl stéréo.

PRINCIPAL FEATURES
DONNES PRINCIPALES

— C-MOS technology
Technologie C-MOS
— 28 pins plastic package
BofTtier plastique 28 passages
— Operating ambient temperature . < +85°C

Température de fonctionnement . g
VDD = +75V

— Operating supply voltage . e Vee =16V . Typical at ,
Tension dali jon de foncti I VDD 55 =16V max Typique 3 Vgg = =75V
- Supply current : 1,3 mA normal mode ; 30 pA stand by mode
Courant d‘alimentation : 1,3 mA typique en fonctionnement ; 30 pA en “stand-by*
- Available LED control current .20 mA
Courant de commande des diodes de visu ~ *
— Steps number : 8 (3 parallel bits)
Nombre de pas :8 (3 bits paralléles)
— Internal elock frequency : adjustable with external R.C network
Fréquence de I'horloge interne : réglable par réseau R.C extérieur
— Stand by supply voltage . Vpp=+75V
Tension d‘alimentation pour passer en “stand-by*’ ) VSS =0
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SF.F 25072

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Package : CB-132
Boiti
orer Low High Medium
Grave Aigu Médium
———— —~———— ——~———
. +=—1028 1 25 26 27 15 14 13
Medium 0 - 11 v
Médium _ 12 22 DD
Cisplay High +- [75
Affichage \  pjgy 0 <+ Clock
- 9 16 Horloge
+ -— 3
oo 0+ 8 ]
_::l 5 8 Vss
23 24 19 20 17 18 21
+ - + - + -
Low High Medium  Linear
Grave - Aigu Médium Linéaire
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES
PARAMETERS SYMBOLS VALUES
PARAMETRES SYMBOLES VALEURS
Continuous supply voltage Vi — Voo
Tension d‘alimentation continue DD VSS SS 03V, VSS+20 v
Input voltage .
Tegsion d'entrée Vi Vgs—03V, Vpp+03V
Power dissipation (per package)
Dissipation de puissance (par boftier) Ptot 500 mW
Maximum output current (1 LED output) 1
Courant de sortie maximum (1 sortie LED] max 40 mA
Operati:s temgeratg?erfnge. Toper —40°C, + 85°C
Storage temperature range T _
Gamme de température de stockage stg 55°C, +125°C
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SF.F 25072

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T =—40°C - +85°C ‘ (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb (Sauf indications contraires)
VALU
PARAMETERS sYmBoLs | TEST CONDITIONS AP
PARAMETRES sympoLes | CONDITIONS DE UNIT.
veriFicaTioN  |Vpp—Vss| MIN. | TYPII MAX.
Stand-by
Supply current | Fonationnement normat| 19 ¥ 1300 HA
Courant d'alimentation DD
F1= 4 Hz 75V 30 LA
Tamb = 25°C '
Input current (except clock input) Measure at
Courant d'entrée (sauf entrée horloge) [l Mesure 3 15V 0,071 £100 | nA
V|=15V,0V
Input voltage Level g \ \ \
P o Niveau IL 15V DD
{except clock input) -2
Tension d’entfée Level riq e . v
(sauf entrée d’horloge) Niveau 1 IH 15V _[]) D \%
R N-MOS LED control
ON R =
R oy N-MOS commande de LED ONN | I=20mA 15V 40 | 100 | @
Leakage current in the off state .
Courant de fuite & |’état bloqué IOH . Vo= VDD 15V 10 HA
Output current level 1" (counters) | VA = 135V
Courant de sortie niveau *'1** (corhpteurs) OH OH ' 15V -3 —~6 mA
Output current level 0" (counters) =
Courant de sortie niveau *'0°' (compteurs) [O L VO L 15V 15V 3 6 mA
Output voltége level "1'* {counters) =
Tension de sortie niveau 1" compteurs) VOH IOH 0 15V 14,9 15 v
(Olljltput volt)age leve] 0"
all outputs =
Tension de sortie niveau “0* VoL lo. =0 1BV 0 0. A
(toutes sorties)
*Typical val
ypical value at
Valeur typique 3 25°C
3/9
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SF.

F 25072

BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE

Preset internal

!
].inear 21 O Prépositionne- {
Linéalre ment interne | v
T O 8 ss
Clock o »| Oscillator Stand by !
Horloge Oscillateur Attente I
——*—O] 22 VDD
1
; 1
I
]I y Y I
23 |
+ Input 1 I 0
Entrdo s {1? o con N e 15,25,28 (21)
ontro . — stages |
| 24 } Commande +3 L ] Etages —bl 14,26,1 (2°)
— Input %5 o desortie il 13,272 (22)
Entrée — 18 T |
} I
| I
1
} 1
| |
| |
i |
i L L 1 3
! 5+
| 1outof3 !
I 1 parmi 3 } 10
{ |
i I 4
i Comparator | Display
| Comparateur { 1 Affichage
: |
| > [
i I
i w9 —
[ T
! I
i |
|
} I
L |
________________________ S |
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SF.F 25072

WORKING MODE (see block diagram)-

— Each 3 bit counter is an "“Up/down’’ counter control-
led by "+ * and ""—'' inputs, working without overflow
or underflow . Q counter outputs are inverted by
output stages.

— Display :

During stand by, if the content of each counter is lower,
equal or higher than Vp (preset ""0" correction : 20 =0,
21 =0, 22 =1), one of the three outputs ""—", "0",
'+ " lights a LED. When an Input is set, the correspon-
ding output makes the LED to flicker, as long as the
input is released or the corresponding counter reaches its
maximum or minimum values,

— “Linear input” (pin 21). This input preset all the
counters to Vp value. An automatic power on linear
preset is provided.

— “Stand by"” : If 7 V < Vpp — Vss <8V, circuit
inputs are inhibited and counters content cannot be
alterated,

— "Display outputs” : Made with open drain N-MOS
transistors, They can sink up to 20 mA to ground.

— "Clock’ input (pin 16) : The resistance of R.C array
is connected to Vpp and the capacitor to Vss. These
devices give the oscillator frequency (see typical curve).

Oscillator frequency is2F1.
F1 is the flickering frequency of display outputs.
F2 = 1/2 F1 is the working frequency of counters.

MODE OPERATOIRE (voir schéma logique)

— Chaque compteur 3 bits est commandé par deux entrées :
I'entrée *+* le fait compter, l'entrée **—*" décompter. La détec-
tion du maximum inhibe le comptage. La détection du minimum
inhibe le décomptage. Les sorties Q du compteur sont inversées
par les étages de sortie,

— Affichage :

Au repos, sujvant que le contenu d‘un compreur est inférieur,
égal ou supérieur & Vp correspondant & la correction “0*
(20 =0, 21 =0, 22 =1}, une des trois sorties *—*, "0*, "*4+**
allume une dijode électroluminescente. Lorsqu'une entrée est
activée, la sortie correspondante fait clignoter la diode électro-
luminescente jusqu’é ce que l'entrée revienne au repos ou que
le compteur ait atteint le maximum ou le minimum. .

— *Entrée lindaire” {broche 21). Cette entrée prépositionne
tous les compteurs & la valeur Vp. Le méme effet est obtenu
automatiquement 4 la mise sous tension.

— “Attente” ;1 Si 7 V <Vpp — Vss <8 V, les entrées du cir-
cuit sont jnactives et le contenu des compteurs ne peut étre
modifié. )

— “Sorties d‘affichage” : Ce sont des MOS-N & drain ouvert
pouvant absorber un courant de 20 mA. Elles sont actives au ni-
veau bas,

— Entrée “horloge” (broche 16) : La résistance du réseau R.C
est reliée & Vpp et la capacité & Vsg. Ces éléments déterminent
la fréquence de {oscillateur {voir courbe typiquel.

La fréquence de I ‘oscillateur est 2F1,
F1 est la fréquence de clignotement des sorties affichage. -

F2 =1/2 F1 est la fréquence de fonctionnement des compteurs.

TYPICAL FREQUENCY OF OSCILLATOR VERSUS R VALUE
FREQUENCE DE L’'OSCILLATEUR EN FONCTION DE R

f
{Hz)

8

6

a

R (k)

5/9
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Metallic sensor plates.
Touches sensitives métalliques

1M
Basst—{+—"2

Bass  Treble Medium
Graves Aigues ‘Médium
— e i

+0—+0—+0-—

e

4

— LED displays

—

Diodes de visu,

2700

3456 7 98101112

Gravesl_( ——{

TrebleH—{+—C

Algues—(—}—[

Mediumt——{ ++——2
MédiumH_)_::

Linear reset; { —1

Touche linéaire
2,2 nF ]J: [1]
o0—

|

{

|

2
23 12 — %1 Bass control bus
24 28— 2° Bus commande graves

2

2
19 21— 21 | Treble control bus
20 SF.F 25072 58 20 f 8us de aigues
17 ] E— Medi ontrol b
11 2 edium control bus
18 15 2 f Bus de médi
21
22 16 8 Open for stand by mode
0 Quvert pour “stand by
1

Vpp 7.5V)

1
) ~o0—Lo Vgg (~7,5V)

1
1
1N 4148 I
|
|

Common part

with SF.F 25071
Partie commune
avec SF.F25071

NOILYDI1ddV.0d VIWIHOS
WYHOVIA NOILVIITddV

2L0GZ 4'4S
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Block diagram Circuitry for one potentiometer
Schéma logigue Céblage d‘un potentiométre
+7,5V +7,5V
o
I | 13 4
¢
k’ k’ =
A 3 1009 (2200 | 33002 (270 (10kQ)| 270 2 | 390 2 [100
13 14 15 1 5 2 4
>—D l——> Treble  Bass Medium +75 16 MC 14051
Aigues _ Graves Médium v 2209 o 11 10 9 8 7 6 75V
i It P B
I 0 51 92 47 uF 220
~75V 75V ! 3 8
O; 1 ‘L rY Py
+36 V 100 100 4F 270 kQ D f'J 8¢ 264 0 270 k2 'J 47 uF 100 2F 1kQ
. —s e =
ke L 47 pF 12k ] é’,!:'_{] Output
12k 220 kQ2 1.5 T “F 100 uF 12kQ 220 k&2 . Sortie
\K& 47kQ 220 k2 100 uF
—(:yjbziﬁ scarTBC 416
47 uF ! 10nF
&:\% — =5 100 4F

o]

Input
Entrée

1nF
10047 se0 0 3 T
== 4

[os}

15 nF

Treble
Aigues

13

~——

Medium
Médium

o

Treble, bass and medium buses control
from SF.F 25072

Bus graves, aigues et médium issus du
SF.F 25072

‘FLITYNOL 30 3704LNOD NG NOILYDITddV.d YWIHIS
TOYLNOOD INOL HO4 LINJYID NOILVY3ITddV
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Binary code Binary code

Binary code
Code binaire Code binaire

Code binaire

+18dB—————-————— - goo0

18 dB— e T

2kHz 2 kHz 20 kHz
Bass control Medium control Treble control
Commande graves Commande médium Commande aigues

+7,5V

0b—— _75v . .
Binary code for linear response ande preset 100
Code binaire pour réponse linéaire et remise a plar *

Z/L0ST 4°4S 37 YYd STYAIT3A SFHIVNIg STA0O S30 NO[LONO- NT ISNOJFY 30 S784N0D

2L0SZ 4'4S WOH4.S3A0J S31HVNIE SIAHND ISNOdSIH AONIND3HA

2.0S¢ 4°3S



SF.F 25072

COMPLETE AF STEREO AMPLIFIER CONTROL. BLOCK DIAGRAM
SYSTEME COMPLET DE CONTROLE D'UN AMPLI HI-FI STEREO. SCHEMA LOGIQUE

ASL-
onepry wopvw  sephy  smwo sgojorsdus  amw  edumeg  swmop
e wmpay  ageL el Abophug oW aseen  swnon
. Ag pueis,, sopurs sanbiespw myono
$9/Gssuns 200b)jpe1s 0y300L .H H i
ety 1 Aapons gun 1 1 a1 ovunt ey
FHEIHIE N
gz uwt Y 17 .
AS ——} [N PRSRIVEN P W
uwot 1 CUTTWOL  Ager
1 8L L1 oz 6t [z sz 23 £1 St v s
wmpn o4 8 b—— -
PPN | e—ot . = otf— 8
. -~ -—6 FLI7740 Zip—=y
e i grypas iy 2105z 448 M = w 12062 474§
e ip 0371 LD 4 o ¢
sainy =8 uvyoee v oce A
we 9310 zz| th—>,n
o civist st i 8z Cloa 1 9:%6% & .
# 5 3 B = s 3p spasy
Z o 2 o?2% of knowp a3
BOIZ gyiy Ny H
ATl <¢ ot s o
wnippw sonsry e
wnpayy aqesL ey /
sussixs vopisanur
Butlnus jeuseixg s
. p—C 23— S5y
2ya0e8 ey 1osp ey vroat
ASL- Asem Toaue3 33 Jsourgo by
ﬁ 4 o |ASt-
onbiBoreAyd sily spusiioy
’ 10nuca )y bojoihig
uppuw apu - puieuos
191u03 Wypews Areury onucs suoy Ateurg”
- ALY
a110p ay0s et anetenupny
Wew inding Jorenusite At
spap oy
Tooe e zom. nda]
2254 Mpe
T 4
ASLE ASLE ASTY Mpy

9/ S
201

The only right channel is exhibited. If separated controls are needed for R and L channels, a second SF.F 25072

is required. The SF.F 25071 is common.
Seul le canal droit est représentd. Si I’on désire des contréles séparés pour canaux droit et gauche, il est nécessaire d’utiliser un

second SF.F 25072. Le SF.F 25071 est commun.

NOTE



SEF 25306 ,SFF 25307 , SF.F 25308

DECODER/LED DRIVER
DECODEUR/COMMANDE DE DIODES ELECTROLUMINESCENTES

BASIC CHARACTERISTICS

TENTATIVE DATA

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES NOTICE PROVISOIRE
Operating free-air Supply voltage Inbu.t voltage
Type Package temperature range Storage temperature Tension d’alimentation Tension d’entrée
Boitier Gamme de pé (] Te é ds stockage
de fonctionnement Vop — Vss min. max.
SF.F 25306 CB-132 —40°C, +85°C —55°C, +126°C +5V, +16V Vgg Voo
SF.F 25307 CB-68 —40°C, +856°C —55°C, +125°C +5V, +16V Vss Vop
SF.F 25308

GENERAL DESCRIPTION

DESCRIPTION GENERALE

SF.F 25306, 25307, 25308 are binary/7 segments deco-
der + driver devices realized with C-MOS technology.

The SF.F 25306 is housed in a 28 pins DIP package and
provides 7 bits decoding and output drive capability for
2 1/2 digits (0. . ... 127). Blanking input (Bl) can be
used to turn-off output drivers. True/complement (T/C)
input enables inverting binary inputs to decoder.

The SF.F 25307 and 25308 are available in 24 pins DIP
packages and provide 6 bits decoding and output display
of : 0.....63 with 1 bit steps (SF.F 25307) or :
O..... 126 with 2 bits steps. They provide also blan-
king input, but not True/Complement input (binary
inputs inverting is mask programmable).

Les SF.F 25306, 25307, 25308 sont des circuits de décodage
+ commande d’affichage binaire |7 segments réalisés en techno-
gie C-MOS.

Le SF.F 25306 présenté en boftier enfichable 28 passages per-
metle décodage de 7 bits et |'affichage sur 2 1/2 digits (0. . 127).
Les sorties d‘affichage peuvent étre inhibdes par l'entrée Bl.
L'entrée T/C permet de complémenter les entrées binaires.

Les SF.F 25307 et 25308 présentés en boitier enfichable 24
passages permettent le décodage sur 6 bits et l'affichage : 0. .63
par incréments de 1 (SF.F 25307} ou : O . . 126 par incréments
de 2 [SF.F 25308). Ils conservent ‘inhibition des sorties par
Il'entrée B; mais l'entrée T/C n’est,pas accessible (Iinversion des
entrées binaires est programmable par masquel.

PRINCIPAL FEATURES
DONNEES PRINCIPALES

Binary/7 segments decoding on 7 bits (SF.F 25306) or 6 bits (SF.F 25307 and 25308)

Conversion binaire/7 segments sur 7 bits (SF.F 25306) ou 6 bits (SF.F 25307 et 25308)

— High current solrcing outputs .
Commande directe de I‘affichage 3 diodes électroluminescentes

7 segments outputs
Sorties 7 segments

1/2 digit output
Sortie 1/2 digit

— Blanking input
Inhibition de l‘affichage

— Binary inputs inverting capability
Possibilité d'inversion des entrées binaires

— Low power consumption
Faible consommation

— Double diode inputs protection
Entrées protégées par 2 diodes °

lg=15mA Typical at :
Typique &

lg =40 mA Vpp ~ Vgg =15V

Ipp =1mA Typical at :
Typique &

Vpp —Vgs =15V

THOMSON-CSF
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SF.F 25306, SF.F 25307, SF.F 25308

PINS CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Package : CB-132
Bortier

Top view
Vue de dessus

bg 23y 20 o1 92 8 Vpp nNe 2% 25 nNe 28 Tic #

Package : CB-68
Boftier .

Top views
Vues de dessus

¢g by 3 1 22 o3 Vb 24 25 6 a2y -,

Display
Affichage

[]o
.//1
E?
|
]| a
/
Es
5l
AK
e
/:”‘/9
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SF.F 25306, SF.F 25307, SF.F 25308

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

PARAMETERS SYMBOLS VALUES
PARAMETRES SYMBOLES . VALEURS
DC supply voltage .
Tension d’alimentation continue VDD vSS 03V, VSS+ 18V
Input voltage {all inputs) v _
Tension d’entrée (entrée quelconque) I VSS 03V, VSS+ 03V
Device dissipation : P
Dissipation tot 500 mW
Maximum current, 1/2 digit output
Courant maximum, sortie 1/2 digit 60 mA
Imax
Maximum current, 7 segments outputs " a0mA
Courant maximum, sorties 7 segments m
Operating tempereture Toper —apc, +esC
Storage temperature _55° °
Température de stockage TSYQ 55 E' +125°C
BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE
Digit 1 Digit 2 1/2 digit *

e TN T T — T
% bo % do e fo 9 2 by o dy e fy 9y

Output stages . B' =1

Etages de sortie .
Blank display
Affichage inhibé

ROM
[
+ e—T/C*" T/C =1
Invert binary inputs
20 21 22 23 24 25 26 Inversion entrées binaires
Not used in SF.F 25307 i
Non utilisé sur SF.F 25307
** Internally mask programmed to ‘1 or "0"" in SF.F 25307 and 25308
. Progr tion interne par que & “1* ou 0" sur SF.F 25307 er 25308
3/5



SF.F 25306, SF.F 25307, SF.F 25308

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Typical values at 25°C
Valeurs typiques & 25°C

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamp = —40°C, +85°C

Unless otherwise specified
Saud indications contraires

VALUES
PARAMETERS symeots | TEST CONOITIONS VALEURS UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE Voo UNITES
(V) min., typ. max.
Supply current | 15 ) A
Courant d’alimentation DD
Input current | vy = 0,15V
Courant d'entrée ! Tomp = 25°C 15 0,001 | #100 nA
0" level \Y
Niveau "0 L 15 4.5 v
Input voltage
Tension d‘entrée
1" level v
Niveau 1" IH 15 10,5 v
. 7 segments outpu{ R
Ron N-MOS ¢ s 7 segments on I = 15mA 15 50 100 e
. »
N-MOS 1/2 digit output R | = 40ma 5
Ron © Sortie 1/2 digit on m 15 2 50 Q
Qutput leakage current V. = 15V
Courant de fuite de sortie ’OH o 15 10 uA
TYPICAL APPLICATION
APPLICATION TYPIQUE e et
!
| * O Vpp (+7,5V)
' |
Co [ <L
mmon anode | y y 1' !y N
Anodes communes | ~ = ol = C232
S REDPN NP |

Outputs
Sorties

Segment displays
Segments de l‘afficheur

* Not for SF.F 25307
/faspour SF.F 25307

4/5
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SF.F 25306, SF.F 25307, SF.F 25308

TYPICAL APPLICATION
APPLICATION TYPIQUE

LED display,
Affichage & LED

DD

Common anode LED
LED & anode commune

Vv
SS

| —e—O

Liqui crystal display
Affichage a cristaux liquides

bD Square area
\

Excitation signal carré

5/5
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TDA 1098

ESM 621

STEREO PREAMPLIFIER
PREAMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

GENERAL DESCRIPTION

This monolithic integrated circuit is particularly intended to provide a high level AF signal on low impedance for
volume, balance or tonality adjustment circuits.

This signal to noise ratio damage, due to these adjustments is minimized. Principal features are : 8 dB gain, fixed by in-
ternal potentiometric feedback. An internal active filter in conjunction with a small external capacitor (5 to 10 uF)
provides good supply rejection.

DESCRIPTION

Ce circuit intégré monolithique est plus particuliérement destiné & fournir un signal audio fréquence sous faible impé-
dance et & fort niveau aux circuits de réglages de volume, de balance ou de tonalité ce qui permet de rendre minimale
/g dégradation du rapport signal/bruit afférente a ces réglages.

Cé€ circuit est caractérisé par un gain fixé 8 8 dB par une contre-réaction potentiométrique interne. Une trés bonne
réjection de la tension d‘alimentation est obtenue par un filtrage actif associé & un condensateur externe de faible valeur
(53 10 uF). )

ABSOLUTE LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES

PARAMETERS SYMBOLS VALUES UNITS

PARAMETRES SYMBOLES VALEURS UNITES
Supply voltage
Tension d’alimentation Vee 42 \%
Storage temperature T — 55 °C
Température de stockage stg 1150 oc
Junction-ambient thermal resistange ! Rth('-a) . 80 °C/W
Résistance thermique (jonction-ambiante) J

. 78 -41 1/5‘
THOMSON-CSF .
OVSION SEMCONDUCTELSS 209
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TDA 1098

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Case TO-116 (CB-2)*
Boftier .
Top view
Vue de dessus
Supply ground {—) Ground
1 Masse alimentation (—} 8 Masse
Ampli 1 output
2 Sortie ampli 1 9 NC
3 Ampli 1 gain external change 10 NC
Modification extérieur du gain (ampli 1)
4 Ampli 1 input 1 Ampli 2 input
Entrée ampli 1 Entrée ampli 2
5 NG 12 Ampli 2 external gain change
) Moditication extérieure du gain {ampli 2)
Ampli 2 output
6 NC 13 Sortie ampli 2
Decoupling +
7 Découplage 14 VCC
2/6

210




TDA 1098

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA FONCTIONNEL

cc

-

Supply 8....40V
Alimentation 8....40 V

14 1
—_——) e —— - —O.__. —_——— ———
Output stages ground
Masse étages de sorties

Output stages supply
Alimentation étages de sorties

~

Input stages supply
Alimentation étages d’entrées

|

—_———— ) 1

LA

C3 I
10 uF

b,

C1, C2 : Coupling capacitor
Condensateur de liaison

C3 : Filter capacitor
Condensateur de découplage

3/6
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TDA 1098

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamb = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TES T CONDITIONS valEURs  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. | MAX. UNITES]
Specified supply voltage vV
Tension d‘alimentation spécifide cc 8 18 40 v
Out of specification supply voltage Y] 5
Tension d‘alimentation hors spécitication ce 42 v
Supply current loc Voo = 18V 4,6 mA
Courant d‘alimentation Veg = 40V 10 mA
Pin 7 (decoupling) continuous voltage
(internal bias) VCC
Tension continue sur la broche découplage (7) -
(polarisation interne) 2,5
Dynamic resistance on pin 7 (decoupling}
Résistance dynamique sur la broche découplage 160 kQ
7]
Input continuous voltage v
(internal bias) cc
Tension continue sur les entrées —5—-
(polarisation interne)
Qutputs continuous voltage N v
(internal bias) cc
Tension continue sur les sorties _
(polarisation interne) 2
Voltage gain
Gain en tension Ay 7.5 8 85| dB
Gain difference between the two
channels 0,2 dB
Ecart de gain entre les deux canaux
Output resistance
Résistance de sortie Ro 1004 130 | Q
Vee =18V
. f =
Output voltage swing (peak to peak) . 1kHz Vee v
Dynamique de sortie (créte & créte) RL = 10 k2 -2
CL = 1nF
d < 05%
Bandwidth _
Bande passante B Vl = 0,7V eff. 0/60 kHz
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TDA 1098

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) Tamb=25°C
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (suite)

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS ST CONDITIONS vaLEUrs  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.[ TYP. [MAX UNITES)
Vopp= 27 Vee
Harmonic distorsion d R = 10k&Q
Distorsion harmonique £ = 1 kHz 0,01 %
f = 20 Hz,.20 kHz 0,5 %
V \
SVR = A\C/)PP
cC
Supply voltage rejection ratio AVep = 2V pp
Taux de réjection de la tension d'alimen- SVR ¢ ce = 10..100 Hz 60 80 dB
tation
Rg = 22kQ
VI =0
V” =0
\ = 0,7 Veff
Vv 12 ‘
gn:os;tallk . VO1 f = 20 Hz....20 kHz 80 | 100 dB
iaphonie 02 _
R = 10k0
Voo = 18V
Input dynamic resistance
Résistance dynamique d’entrée Ry 170 kO
Admiscibil Vee _ng
missibility RL = 20k 1 v
Admissibilité d = 05% eff.
Input noise voltage v B = 20Hz
Tension de bruit ramenée aux entrées n Rg = 22kQ 19 | 25 | WV,

5/6
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TDA 1098

TYPICAL APPLICATION CIRCUIT

SCHEMA D’APPLICATION TYPIQUE

Stereophonic amplifier with balance, volume and ton adjustment and physiological correction.
Amplificateur stéréophonique avec réglage de balance, de volume, de tonalité et correction physiologique.

Vee
Ton (1}
Tonalité (1)
T 10 puF
o1 ur| 7 14
|—42 H
10 mv 0,22
at,, o TDA 1098
a b Veff 0,22
—] 1—1113_|
01 kF| o ]

Ton (2)

Tonalité (2}

Ca value allows to increase or to
shorten high frequency limit of the
bandwidth.

Balance

/':"{ Balance
4,7k
H E—P
0,1 uF

100 kQ

Volume (1)

8 puF

0,1 uF

Volume (2)
Volume (2)

TDA 1099

HP
(1)

([

\(\é\&

La valeur de Cy permet d’ ou 2 dBe— +42 dB -
de diminuer la limite haute fréquence de
/a bande passante.
1:Ton
! ! ! ! ! ! Tonalits YP*
t .
10 Pot.vol, % —20dB (2: gfzsve Max
3: Treble
8 i 2 Aigu Max
N 4: Pot.vol. Max
i N\
6 y P 1 A
4 \
4 /!
2 71/ T
e \\
0 ! / 4 — . \\\
ol \ I \
-2 / / i 3 17 b ™ \
/ 4 - ~ N
\
-4 / NEE
/ / | \ N
L i \ A
101 2 5 102 2 5 103 2 5 104 2 5
6/6
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TV. Radio
Radio T.V.
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TV RADIO

RADIO TV
PAGE FUNCTION TYPE PACKAGE
PAGE FONCTION TYPE BOITIER
277 TBA 440C
285 TBA 440 P ’/‘\N
IF Image = !
285 | e £ TBA 440N ‘L"W‘\‘
299 TBA 1440 G R crI9
299 TBA 1441
t
247 TBA 120 2
{ce-2;¢B-21) h - E g
239 IF Sound (FM) 5,5 MHz TAA 930 ;
Son Fl (FM} 5,5 MHz {cB-2 ;cB-21)
229 TAA 661
(CB-3; CB-21)
271 TBA 400
IF Sound standard (AM France) [ (CB-2:CB-3}
305 Son standard F| (AM France) TDA 1048
(cB-79)
291 TBA 920
Line and synchro oscillator (cB-79) = W W
325 Oscillateur ligne et synchro ;l::D A 72?90 h w
B-179|
CB-79 CB-179
71 TBA 800
(CB-109 ; CB-155)
125 AF amplifier® TCA 940
Amplificateur 8F (CB-109 ; CB-155)
169 TDA 1111 SP
(cB-173)

*

See section AF AMPLIFIERS - Page 25

Voir section AMPLIFICATEURS BF - Page 25
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TV RADIO (continued)
RADIO TV (suite)

PAGE FUNCTION TYPE ) PACKAGE
PAGE FONCTION TYPE BOITIER
Vertical sweep
315 Balayage vertical TDA 1104 SP
Video amplifier
337 Amplificateur vidéo TEA 1000
TO-116
(CcB-2)
225 TAA 550
{CcB-85)
311 Tuner 33 V stabilizer TDA 1057 :
Stabilisateur 33 V pour tuner (CB-161)
321 TDA 1550
fce-102) CB-85 CB-102 CcB-161
(F-44) [p0-35]
239 TAA 930 AC
Receivers AFC (CB-2;CB-21) )
229 Contrdle automatique de fréquence TAA 661 BC °
{CB-3 ;CB-21)
. CB-21 TO-100 TO-116
(cB-3) (cB-2)
365 ESM/TDA 1400 / w
Voltage regulators'f\' (c8-16]
353 Régulateurs de tension SF.C 2800 LEC
(CB-117)
TO-126 TO-220
{CB-18) {CB-117)
219 ESM 1350 P
(CB-98) 0
253 HF amplifiers arrays TBA 331 ue ‘f ‘lf‘-d
Amplificateurs HF réseaux (cB-2)
TO-116 cB-98
TBA 341 .
261 (ca-) (cB-2)

% See section VOLTAGE REGULTORS - Page 343
Voir section REGULATEURS DE TENSION - Page 343
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ESM 1350 P

IF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR FlI

GENERAL DESCRIPTION PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

The ESM 1350 P is a silicon monolithic integrated circuit and it consists of an |F amplifier with wide range AGC for
use in Radio and TV over the temperature range 0°C+-+75°C.

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit ESM 1350 P est un amplificateur Fl & structure monolithique. La gamme étendue du CAG le rend intéressant
en Radio et TV dans une plage de température 0°C » +75°C.

OPERATING INFORMATION

The input amplifiers (Q1 and Q2) operate at constant emitter currents so that input impedance remains independent of
AGC action. Input signals may be applied singlé-ended or differentially (for ac) with identical results. Terminals 4 and 6
may be driven from a transformer, but a dc path from either terminal to ground is not permitted.

AGC action occurs as a result of an increasing voltage on the base of Q4 and Q5 causiné these transistors to conduct
more heavily thereby shunting signal current from the interstage amplifiers Q3 and Q6.

The output amplifiers are supplied from an active current source to maintain constant quiescent bias thereby holding
output admittance nearly constant. Collector voltage for the output amplifier must be supplied through a center-
tapped tuning coil to pins 1 and 8.

The 12 V supply (Vc) at pin 2 may be used for this purpose but output admittance remains more nearly constant if a
separate 15 V supply is used, because the base voltage on the output amplifier varies with AGC bias.

FONCTIONNEMENT

L’amplificateur d‘entrée travaille & courant émetteur constant ce qui permet une impédance d‘entrée indépendante du
CAG. L‘attaque peut se faire en mode différentiel ou sur une seule entrée avec mémes résultats. Les entrées 4 et 6
peuvent étre attaquées par un transformateur, mais doivent étre isolées de la masse du point de vue courant continu.

L’action du CAG se manifeste par une conduction de Q4 et Q5 plus importante, dérivant une partie du courant
d‘attaque des dtages intermédiaires Q3 et Q6.

L‘amplificateur de sortie est alimenté par une source de courant constant, ce qui maintient le courant de polarisation
constant et par conséquent |'admittance de sortie reste constante.

Les sorties peuvent étre alimentées & travers un transformateur & point milieu, entre les broches 1 et 8. La tension
d‘alimentation Voo de 12 V (broche 2] peut étre utilisée, mais I'admittance de sortie variera moins en utilisant une
alimentation séparée de 15 V car la tension de base de I'amplificateur de sortie varie avec le CAG.

75-7 16
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ESM 1350 P

PINS CONFIGURATIONS
BROCHAGES

Plastic paékage cB-98

Boftier plastique @ﬂ
U® lf 'lf
Top views Out i
. put ACG input
Vues de dessus 1 Sortie 5 Entrée CAG
R v Input
2 cc 6 Entrée
3 Ground 7 Ground
Masse Masse
Input Output
4 Entrée 8 Sortie
SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE +VCC
. 2
[
|
!
!
} BY T
5 O—{ 7 |
I
L
3
as Qaj—a»—tés_‘ a8
U X 51
—- v Q10
6+ O— Q8
4- a1 Q2
Inputs r—{:—‘
Entrées *
) :
- O 3
2/6
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ESM 1350 P

LIMITING VALUES

VALEURS LIMITES ABSOLUES ~ tamb =29°C
Sypply voltage
Tension d‘alimentation VCC \
Output voltage
Tension de sortie V1-V8 V;
VaGe Vee v
Differential input voltage
Tension différentielle dentrée Vi 18 N
Plastic case power dissipation P
Puissance dissipée (boTtier plastique) tot 625
Junction-ambient thermal resistance
Résistance thermique (jonction ambiante) Rih (j-a) 200 °C/W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS tamp= 25°C
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
G
gam%';aggz 45 MHz (B V>7 V) AGC 60 68 dB
Vagc =5V
f = 45 MHz Gy 46 50
B =5 MHz
Power gain VAGC _5Y
Gain en puissance ; : ;ggkl\ﬁ{}:z GP : 58 dB
Vage =5V
f = 455 kHz G p 62 dB
B = 20 kHz
R, =508
L
£ =60MHz F 9 d8
Differential output voltage swing 0 dB AGC Vopp 20 v
(peak to peak)
Dynamigque de sortie en différentiel
(créte & créte) —30dB AGC VOPP 8
3/6
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ESM 1350 P

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb =25°C
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Output current (pins 1 and 8)
Courant de sortie (broches 1 et 8} [O 5,6 mA
Supply currents (pins 1, 2 and 8)
Courants fournis par les alimentations lCC 14 17 mA
(broches 1, 2 et 8}
Power dissipation
Puissance dissipée Prot 168 204 mw
DESIGN PARAMETERS
PARAMETRES DE CALCUL
Frequency
Fréquences
455 kHz (10,7 MHz| 45 MHz
Single-ended input admittance 911 0,31 0,36 0,39 mS
Admittance d’entrée (une seule entrée) b] 1 0.022 050 230 mS
Input admittance variations with AGC (0 to 60 dB) A 917 60 us
Variations de I'admittance sur une entrée avec le CAG
(de 0 3 60 dB) A~b11 0 us
Differential output admittance 922 4,0 44 69 us
Admittante de sortie différentielle b22 30 78 200 us
Output admittance variations with AGC (0 to 60 dB) A 922 4,0 us
Variations de I'admittance de sortie avec le CAG
(de 03 60dB) Aby, 90 us
Reverse transfer admittance (magnitude)
Admittance de transfert inverse (module) lygt <10 <1,0 <1,0 HS
Forward transfer admittance
Admittance de transfert direct | Yo | 160 160 200 mS
—Magnitude ’ ’
Module R
¢vy, —5,0 —20 | -80 degrés
_Phase angle (ACG = 0 dB)
Angle de phase (CAG =04dB)
_Phase angle (ACG = 30 dB) V2 -30 | 18 ~69 degrés
Angle de phase (CAG = 30d8)
Single-ended input capacitance c
Capacité d'entrée {une seule entrée) 11 72 7.2 8,1 pF
Differential output capacitance C
Capacité de sortie différentielle 22 1.2 1,2 1,3 pF

4/6
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ESM 1350 P

AGC TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE DU CAG

c2 R2

R1=R2=R3=R4=50%
C1=C2=C3=C4=C5= 1nF

VAGC =5VvVarlVv
eq = 100 mV (rms) a 45 MHz

COMPONENT VALUES FOR POWER GAIN TEST,

VALEUR DES COMPOSANTS POUR LA MESURE DU
GAIN EN PUISSANCE

vi=12v

Frequency
Component Fréquence
Composants {455 kHz| 10,7 MHz | 45 MHz
Rg 3 kQ 50 Q 50 Q
c1 0 pF| 80-450 pF |9-53pF
c2 OpF (13| 5-80 pFi1|2-8 pF
c3 0,05 uF| 0,001 uF |0,001uF
C4 0,05 uF| 0,06 uF 0,001 pF
c5 0,001 uF| 36 pF [1-5 pF
c6 0,05 uF| 0,06 uF |0,001 uF
c7 0,05 upF| 0,06 wF |0,004 uF
L1 0 uH| 4,6 uH(1} 0,8 uH
T See oposite - Voir ci-contre
H

(1) Cireuit positions of L1 and C2 are interchanged
Les positions de circuits L1 et C2sont interchangeables

POWER GAIN TEST CIRCUIT .
CIRCUIT DE MESURE DU GAIN EN PUISSANCE

J— i vgc
C4
: I
m
il
El|
5 1]
1
I}
+5V RL =508Q
c7 l I [of3]
T1 WINDINGS
CONSTITUTION DE T1
455 kHz Primary 120 uH  (center-tapped)
Q= 140 at 455 kHz
Primary/secondary turns ratio : 12
Primaire 120 pH & point milieu
Q= 1404 455 kHz
Rapport du nombre de tours primaire/secondaire : 12
10,7 MHz Primary 6 uH (24 turns in 36 AWG close
wound on 1/4 dia-form)
Secondary 1 1/2 turns in 36 AWG (wound
over center-tapped)
Primaire 6 uH {24.spires jointives en fil de 0,12 mm
. dediamétre sur un mandrin de 6 mm
Secondaire 1 tour et demi en fil de 0,12 mm de diamé-
tre autour du point milieu
45 MHz Primary 18 turhs in 22 AWG (center tapped)
Secondary 1 tUrn in 22 AWG (wound over
center-tapped)
Primaire 18 tours en fil de 0,06 mm de diamétre
(3 point milieu)
Secondaire 1 tour en fil de 0,06 mm de diamétre

(autour du point milieu)
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ESM 1350 P

SINGLE-ENDED INPUT ADMITTANCE
ADMITTANCE D’ENTREE (UNE SEULE

ENTREE]

911

byy
(ms)

3 b1q

2

1 . B

» |1'11//
o}
101 2 a4 6 102

f (MHz)

DIFFERENTIAL OUTPUT ADMITTANCE

922 =
b Single-ended output
22 {admittance exhibits
{ms) |twice these values /
L‘admittance de sortie,
sur une seule sortie est A
le double de ces valeurs
0,6 b22
/A
0,4 /’
e “
0,2 g 922 /_
0
1 01 2 4 6 8 1 02
f (MHz)

TYPICAL GAIN REDUCTION
AG REDUCTION DE GAIN TYPIQUE

T <

el [ lgag=0.1 mA [

CAG m \ £ <50 MHz
—40

\
—60 cag=02mA \|
—80
4 5 3]

VeagtV!

ADMITTANCE DE SORTIE DIFFERENTIELLE

AN

"FORWARD TRANSFER ADMITTANCE
ADMITTANCE DE TRANSFERT DIRECT

Y
(nfs]) "\~~~¢y21 (‘-30dB gain) 0
N
400 —40
¢ y21 [max gain \
N
300 \\ —80
200 P —120
|Y21]
100 —160
0 —
100 2 461 2 4 6492 200
f (MHz)
MAXIMUM AVAILABLE GAIN
GAIN DISPONIBLE MAXIMUM
G
(dB}
66 115
64 - 2 -
ALY N\
g2 L 911922
60
58

100 2 4 8 qg1 2 45
f {MHz)

DIFFERENTIAL OUTPUT VOLTAGE
TENSION DE SORTIE DIFFERENTIELLE

T~ . Va=14V
NIN |

A=12V

<_.

] 10 20 30 AGp(dE)
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TAA 550

FIXED VOLTAGE REGULATOR
REGULATEUR DE TENSION FIXE

GENERAL DESCRIPTION

FIXED VOLTAGE REGULATCR (TEMPERATURE COMPENSATED)

The TAA 550 monolithic integrated circuit is a temperature compensated fixed voltage regulator designed to supply
control voltage for varicaps in UHF and VHF TV tuners. It's a dipole which is used in the same way as a zener diode.

DESCRIPTION GENERALE

REGULATEUR DE TENSION FIXE (COMPENSE EN TEMPERATURE)

Le circuit intégré monolithique TAA 550 est un régulateur de tension fixe, compensé en température, destiné
particuliérement & la polarisation des diodes & capacité variable dans les tuners UHF et VHF. C’est un dip6le qui
s‘utilise comme une diode zener.

UTILIZATION DIAGRAM
SCHEMA D'UTILISATION

33 kQ
[og T F— —0
Valim=200V | TAA 550 E =300 4700 pF | v=31-35V
I . o

75-07 /3
THOMSON - CSF
DIVISON_SEVRCONDUCTEURS, | 225




TAA 550

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

F-44 (CB-85)

METAL CAN
Bortier métallique

Bottom view
Vue de dessous

Pin 2 connected to case
Broche 2 réunie au boitier

+

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T = 25°C {(Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb (Sauf indications contraires]
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max
Regulation voltage (1) = V.
Tension de régulation IZ 5 mA Z .31 35 \
Differential resistance = r )
Résistance différentielle lz=5mA z 12 25 &
Temperature coefficient of regulation
voltage for 10°C <t °C AV
Coefficient de variation de la tension en [Z =5mA A -3,1 1,55 mV/ec
fonction de la température dans le domaine ATamb
10°C < tamb <50°C
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance R, s
Résistance thermique (jonction-ambiante) th(j-a) <400 °c/wW
Junction-case thermal resistance A .
Rési thermique {jonction-boftier) Rth(J-C) <150 °C/W

(1) Three voltage classes are available on request
Trois classes de tension sont livrables sur demande

cl.1)- 31-32.2
cl.2)- 31,8-342
cl.3)- 33,8-35

2/3
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TAA 550

LIMITING VALUES Tamb = 25°C
VALEURS LIMITES ABSOLUES
Regulation current
I See curve mA
Courant de régulation Z, Voir courbe
Storage temperature ’ T _ n °
. Température de stockage stg 20 150 ¢
Junction temperature ) ) T ' 150 °c
Tempdrature de jonction |
VOLTAGE VARIATION VERSUS MAXIMAL REGULATION CURRENT
TEMPERATURE VERSUS TEMPERATURE
VARIATION DE LA TENSION REGULEE COURANT MAXIMAL DE REGULATION
EN FONCTION DE LA TEMPERATURE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE
Av 1
{mV)
\ - (mA)
7’
60 N\ e
O
ROV 20
30
Z.
0 - IAGH
typica 15 \2
\rypique ) %/
. BN\C
30 — ] TR 4%(
BN
60 d 10 E\%
N\ L
%
d“’o i O, \
> Son~lt 4,
5 2 oD
\3’+ oz o g
|
Iz =5 mP: \ 0 I
0 20 40 60 typ(°C! 0 50 100 tamb
. ) tcase °C)
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TAA 66TA TAA 661 B TAA661BC

IF AMPLIFIER-LIMITER AND FM DETECTOR
AMPLIFICATEUR-LIMITEUR FI ET DEMODULATEUR FM

GENERAL DESCRIPTION

The TAA 661 linear integrated circuit comprises a four stage | F amplifier-limiter, a balanced coincidence FM detector
and a voltage regulator which enables the circuit to work over a large supply voItage range. Demodulater twing requires
just a simple single winding coil.

The TAA 661 is intended for use in TV receivers ACF stages : frequency range 30 MHz to 40 MHz.

The circuit is supplied, as required, either in a 10 leads TO-100 metal case or in a dual-in-line plastic package with
splayed leads.

DESCRIPTION GENERALE

Lecircuit intégré lindaire TAA 661 comprend un amplificateur-limiteur, un démodulateur FM symétrique & coincidence
et un stabilisateur de .tension qui assure un fonctionnement correct dans une large gamme de tension d’alimentation.
L’accord du discriminateur ne nécessite qu‘un seul bobinage.

Le TAA 6671 est destiné également aux applications de contréle automatique de fréquence : gamme de fréquence de 30
MHz & 40 MHz.

1 est livrable au choix en deux boTtiers : boTtier métallique & 10 passages TO-100 et boftier plastique “dual-in-line” 3
14 passages disposés en quinconces.

75-10  1/9
THOMSON-CSF
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TAA 661 A, TAA 661 B, TAA 667 BC

PINS CONFIGURATIONS

BROCHAGES

TO-100 (cB-3)

METAL CAN
Boitier métallique

TAA 661 A

Top view
Vue de dessus

10

CB-21

DUAL IN LINE
PACKAGE
Bofitier enfichable

Top view
Vue de dessus

1413121010 9 8

TAA 661 B — TAA 661 BC

) 1 | HF filter g | Dephaser input
1 Decoupling 6 | Phase shift output Filtre HF Entrée déphaseur
Découplage Sortie déphaseur
Dephaser decoupling Ground
2 Déphaseur découplage 9 Masse
Input +V
2 Entrée 7 cc
3 Not to use 10 Not to use
Ne pas utiliser Ne pas utiliser.
3 | Decoupling 8 Output 4 | Notto use 11 | Not to use
Découplage Sortie Ne pas utiliser Ne pas utiliser
5 Decoupling 12 Phase shift output
. > Découplage Sortie déphaseur
4 Phase shift input HF filter
Entrée déphaseur 9 Filtre HF
Input +vV
6 Entrée 13 cc
5 Ground 10 | Phase shift decoupling .
Masse Déphaseur découplage 7 | Decoupling 14 Output
Découplage Sortie
2/9
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TAA 661 A, TAA 661 B, TAA 661 BC

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

~

10 12 191 +Vge
O

L T :z'

Fa

7

[
<

+—0
6 18)
Oo—s

2

3
7

[

s — l(c) 8 olSl 9 Ry
NB : Numbers in brackets refer to TAA 661 A (TO-100 case)
Les numéros entre parenthéses se rapportent au TAA 661 A (boitier TO-100)

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tamb = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES DUTILISATION am (Sauf indications contraires)
Supply voltage v

Tension d‘alimentation ce 6 15 v
Power dissipation P

Dissipation de puissance {note 1) tot 500 mW
Operating temperature t 0 °C
Tempér de fi oper +70 oc
Storage temperature 1 —20 °c
Température de stockage stg +150 o

Note 1 : Above 25°C derate at 4,8 mW/°C
Au-dessus de 25°C diminuer de 4,8 mW/°C
3/9
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TAA 661 A, TAA 661 B, TAA 661 BC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS = ° = =
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES tamb = +25°C fo =55MHz, f, =1kHz
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee=6V lce 10 mA
Power supply current drain =
Courant to tfl Zonsommé Veg=9V lec 12 mA
Vog =12V lce 17 mA
Vi =10mVv v
Af  =*50kHz Y 0,53 eff
Voo =6V © ' Viems)
cc™
Vl =10mV Vet
Audio output voltage _ vV el
Tension BF de sortie Af = %50 kHz 0 0,88 V(rms)
Ve =9V
VI =10 mV v
_ v eff
A =50kHz 0 1.2 v
Vo =12V ' (rms)
cc ™
(—~3dB) v
= 50 vV
Voo =86V ! ®
Input limiting voltage {threshold) (—3dB) v 50
Tension d’entrée au seuil de limitation VCC =9V [
-3 d8) v 50 v
Vog =12V 1 s
Vl =10mV
Af  =x50kHz
m =03 50 dB
VCC =6V
Vl =10mV
AM rejection (see.curve) Af  =%50kHz
Réjection de la modulation d'amplitude _ 50 dB
: m =03
(voir courbe) g
VCC =9V
VI =10mV
Af = %50 kHz
0 ds
m =03 5
VCC =12V

4/9
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TAA 661 A, TAA 661 B, TAA 661 BC

STATIC CHARACTERISTICS t =250 C
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb fo= 5,56 MHz, fm =1 kHz
Test conditions ;
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vl =10 mV
A =*25kHz d 1 %
VCC =6V
' v, =10mv
Total harmonic distortion Af =925 kHz d 1 %
Distorsion harmonique -
VCC =9V
VI =10 mV
Af  =*25kHz d 1 %
Ve =12V
VCC =6V RI 2,5 kQ
Input resistance V=9V )
Résistance d'entrée cc RI 25 kQ
VCC =12V RI 25 39
VCC =6V o 9 pF
Input capacitance =gV
Capacité d'entrée Vee =9 ¢ . 9 pF
Veg =12V o g pF
d =3%
Af  =%50 kHz RL 2,5 Kk
VCC =6V
Minimal load resist d =3%
inimal load resistance :
Résistance de charge minimale Af =50 kHz R L 2,5 kQ
\ =9V
cc
d =3%
Af  =%50 kHz R 25 k&2
Vee =12V
Vee=6V Ro 200 Q
Output resistance =
Résistance de sortie VCC 9V ) RO 150 Q
Vee =12V Ro . 100 Q

5/9
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TAA 661 A, TAA 661 B, TAA 661 BC

AM REJECTION
REJECTION DE LA MODULATION D’AMPLITUDE

TEST CONDITIONS

CONDITIONS DE MESURE
PHASE SHIFT NETWORK
RESEAU DE DEPHASAGE Generator
FM \Y
Générateur cc
| c1 M f, = 5,5 MHz T
. 2[ Af = %50 kHz Vi vo
f = 1kHz -
2 L R1[5_]52 v m /o—‘ TAA 661 —o—@
. ]‘ ° AM: f, =55MHz
L L m =03
fm = 1kHz )
Generator Selective
AM millivoltmetre
Sné; Millivoltmé:
C1 = 18pF Générateur sé;e;:?ftm e
C2 = 100 pF
R1 = 18kQ
AM rejection = Vo (FM)
La réjection de la modulation d’amplitude est égatea 20 log —————
Vo (AM)
TYPICAL AM REJECTION VERSUS INPUT LEVEL
VALEUR MOYENNE DE LA REJECTION AM EN FONCTION DU NIVEAU D'ENTREE.
Réjection AM
AM réjection
ds
65
60 / \
55 //
50 o~ VA
7N A
45 / \ ,/
40
s |\
30
2 4 6 8 2 a & 8 2 8 2
107 10° 10! ‘ 102 SV tmv)
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TAA 661 A, TAAG61B, TAA 661 BC

TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE

Vi O—“'_‘z

LO:
C1 =100 pF

Coil form : CR/26/14
Mandrin

C2=18pF Ferriteslug  : H60-3,85x 13

Noyau ferrite
Winding
Bobinage

R1=18kQ

32 turns tight wound

¢ =0,1, enameled wire

32 spires jointives

Fil $ = 0,1, double couche émail.

0,1 uF =

TYPICAL APPLICATION in a TV sound section {intercarrier system)
SCHEMA D*UTILISATION du TAA 661 dans la section son d’un récepteur de télévision
(systéme interporteuse)

C6 5 nF
. A | €156 pF nl Voo
Video
signal
ignal
S A |—oeF Liand L2:
256 pF o] — Coil form  : C5/24/14
c4 Mandrin
0,02 uF .
" Ferriteslug : H60-3,85x13
Noyau ferrite
Winding
Bobinage
. L1 46 turns tap 6 turns from
ground end.
- ¢ = 0,1 enameled wire
46 spires avec prise 3 6 spires
c3 C5 & partir du point froid.
0,1uF 0,1 uF Fil $= 0,1 double couche émail.
A i ——
—_— —
L2 32 turns
¢ = 0,1 enameled wire
32 spires
Fil ¢ = 0,1 double couche émail.
Cc8 0,1 uF
\m \M \N \m \Q\\;\

NB. — Numbers in brackets refer to TAA 661 A (TC-100 case)
Les numéros entre parenthéses se rapportent au TAA 661 A (boftier TO-100)
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TAA 661 A, TAA661B,TAA 661 3C

TYPICAL APPLICATION in TV receivers ACF stage (Fig. 1)
SCHEMA D'UTILISATION dans I'étage CAF d‘un récepteur de télévision o

i o)

o —

|F video carrier 38,9 MHz or
|F sound carrier 39,2 MHz
(French standart)

Porteuse Fl image 38,9 MHz ou
porteuse Fl son 39,2 MHz
(Standard frangais)

Frequency control
voltage

Tension de commande
de fréquence

*L = 0,18 uH (for f =38, 9 MHz)

3 N D Q=170

3, 37, 38 39/ s | @ N 42

5,7 / - t > F(V?)

~_/

3.7,

OUTPUT VOLTAGE VERSUS INPUT VOLTAGE FREQUENCY
COURBE DE TENSION DE SORTIE EN FONCTION DE LA FREQUENCE A L'ENTREE




TAA 561 BC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

tamb = +25°C =389 MHz

PARAMETERS symBOLs| TEST CONDITIONS | pin VALUES  luniTs
SYMBOLES B
PARAMETRES YMB MESURE roches MIN.] TYP. [MAX. UNITES|
Output voltage peak to peak Ve =12V
Variation de tension de sortie créte & créte Vopp AF  =%0,75 MHz 14 4,5 \4
(Fig. 1)
Output voltage v =
Tension de repos 0 VCC 12v 14 6 v
9/9
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TAA 930A , TAA 930 AC
TAA 9308 ,TAA3308C

IF AMPLIFIER-LIMITER AND FM DETECTOR
AMPLIFICATEUR-LIMITEUR FI ET DEMODULATEUR FM

GENERAL DESCRIPTION

The TAA 930linear integrated circuit comprises a four stage |F amplifier-limiter, a balanced coincidence FM detector
and a voltage regulator which enables the circuit to work over a large supply voltage range. Demodulater twing requires
just a simple single winding coil.

The TAA 930 is particularly intended for use in the sound section of television receivers which use the intercarrier
system.

The TAA 930 is intended for use in TV receivers ACF stages : frequency range 30 MHz to 40 MHz.

DESCRIPTION GENERALE

Lecircuit intégré linéaireTAA 930 comprend un amplificateur-limiteur, un démodulateur FM symétrique & coincidence
et un stabilisateur de tension qui assure un fonctionnement correct dans une large gamme de tension d‘alimentation.
L’accord du discriminateur ne nécessite qu‘un seul bobinage.

Le TAA 930 est particuliérement destiné & I'amplification et & la démodulation des signaux modulés en fréquence dans
la section son des récepteurs de télévision aux normes CCI R utilisant le systéme interporteuse.

Le TAA 930 est destiné aux applications de contréle automatique de fréquence : gamme de fréquence de 30 8 40 MHz.

75:10 1/8
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TAA 930 A, TAA 930 AC, TAA 930 B, TAA 930 BC

PINS CONFIGURATION

BROCHAGES
TO-116 (CB-2) CB-21
DUAL IN LINE DUAL IN LINE
PACKAGE PACKAGE
Boitier enfichable Boftier enfichable
Top view Top view
Vue de dessus Vue de dessus
A rr10 o A H M H f—LB
1413 121110 9 81 4131211109 8
. . 3_..__..__.___.___--.
s1 23 4 5 6 7 ol 2 3 4 5 6 7
2y S 0
bguguygy
TAA 930 A — TAA 930 AC TAA930B — TAA 930 BC
1 | Output 8 Ground
Sortie . Masse
2 | Phase shift decoupling g { Phase shift input
Découplage déphaseur Entrée déphaseur
3 Not to use 40 | Limiter
Ne pas utiliser Limiteur
Input Limiter
4 | Entrée " Limiteur
5 Decoupling 12 | Phase shift output
Découplage Sortie déphaseur
g | Decoupling 13| 4V
Découplage cc
Ground HF filter
7 Masse 14 Filtre HF
2/8
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TAA 930 A, TAA 930 AC, TAA 930 B, TAA 930 BC

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

| | g s
- 0
i 1 <50

pe—

H IJH I [ﬂ F K = =
6
[ 3
5
o —
[] [ ”
10 9 1

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tymb = 25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
Supply voltage v

Tension d‘alimentation cc 15 v
Power dissipation

Dissipation de puissance’ Prot 600 mW
Operating temperature T 0 °c
Temp de foncti oper +70 o
Storage temperature Tst —~20 °c
Température de stockage g +150 N °c
Note 1:  Above 25°C derate at 4,8 mW/°C

Au-dessus de 25°C diminuer de 4,8 mW/°C
3/8
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TAA 930 A, TAA 930 AC, TAA 930 B, TAA 930 BC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

tamb = +25°C

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
— i
Power supply current drain VCC =9V cc 12 mA
Courant total consommé Vg =12V Tec 17 mA
Vi =10mV v
Af = %50 kHz Vo 0,75 Vet
Van =9V : (rms)
Audio output voltage cc
Tension 8F de sortie
v, =10 mV v
Af =50 kHz Vo 1,4 Wil )
- (rms|
VCC =12V
(-3 dB) v
Vap =9V I 50 uv
Input limiting voltage (threshold) cc
Tension d’entrée au seuil de limitation (—3dB)
- v 50 Inv
Veg =12V !
V[ =10mV
Af  =%+50kHz
m =03 55 dB
AM rejection (see curve) Vcc =9V
Réjection de la modulation d‘amplitude
{voir courbe) V] =10mV
Af =*50kHz
m =03 55 d8
VCC =12V
Vl =10 mV
Af  =%25kHz d 1 %
Total harmonic distortion Vee =9V
Dijstorsion harmonique V| =10 mV
A =%25kHz d 1 %
VCC =12V
Input resistance Vec =9V R 15 k2
Résistance d'entrée VCC =12V R[ 15 kQ
Input capacitance Veg =9V G 8 pF
Capacité d'entrée VCC =12V C] 8 pF
d =3%
Af  =#50kHz RL 2 k2
Minimal load resistance Vec=9V
Résistance de charge minimale d — 3%
Af =50 kHz R 2 k2
Ve =12V
Output resistance VCC =89V Ro 150 Q
Résistance de sortie Vv cc = 12V RO 100 9

48
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TAA 930 A, TAA 930 AC, TAA 930 B, TAA 930 BC

AM REJECTION
REJECTION DE LA MODULATION D’AMPLITUDE

TEST CONDITIONS

CONDITIONS DE MESURE
PHASE SHIFT NETWORK
RESEAU DE DEPHASAGE Generator
FM —1 VCC
Générateur
I c FM : f, = 55MHz T
Of = £50 kHz Iy
£ = 1kH V1 VO
c2 mo T TAA 930
v LC R ] v “
! °© AM: f, =55MHz o
L L m =03
fm = 1kHz
Generator Selective
AM  — millivoltmetre
5 Millivoltmét
Cl = 18pF Genérateur ‘ wlectt
C2 = 100pF
R1 = 18k&
AM rejection = Vo (FM)
La réjection de la modulation d’amplitude est égaled 20 log ——
. Vo (AM)
TYPTCAL AM REJECTION VERSUS INPUT LEVEL
VALEUR MOYENNE DE LA REJECTION AM EN FONCTION DU NIVEAU D'’ENTREE
Réjection AM
AM réjection
dB -
65
60
55

N
40
35
30
2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6
107! 100 101 102 v, mv)

5/8
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TAA 930 A, TAA 930 AC, TAA 930 B, TAA 930 BC

TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE

+VCC o—

0,1 uF

0,1 pF -I-
.

il
1"
11

0,05
—uF

TYPICAL APPLICATION ina TV sound section (intercarrier system)
SCHEMA D'UTILISATION du TAA 661 dans la section son d‘un récepteur de télévision

(systéme interporteuse)

LO:

Coil form CR/26/14

Mandrin

Ferrite slug H60-3,85x 13

Noyau ferrite

Winding
Bobinage
32 turns tight wound

¢ = 0,1, enameled wire

32 spires jointives
Fil $=0,1, double couche émail.

+Vee
O—-||— [o} *
e
Signal
vidéo S8 PF L1and L2:
et
3 Coil form C5/24/14
56 pF L1 Mandrin
Ferrite slug H60-385x13
Noyau ferrite .
Winding
Bobinage
L1 46 turns tap 6 turns from
ground end.
¢ = 0,1 enameled wire
46 spires avec prise & 6 spires
a partir du point froid.
Fil  =0,1 double couche émall.
L2 32 turns
0,11F == 2'25 - ¢ =0,1 enameled wire
32 spires
Fil §=0,1 double couche émail.
\& \!ss§§ \&& AN
6/8
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TAA 930 AC, TAA 930 BC

TYPICAL APPLICATION in TV receivers ACF stage
SCHEMA D'UTILISATION dans I'étage CAF d‘un récepteur de télévision
Foreselector drawer V.stabilisée

+V cco 12V Tiroir présélecteur

IF video carrier 38,9 MHz or
IF sound carrier 39,2 MHz
(French standart)

Porteuse Fl image 38,9 MHz ou
porteuse Fl son 39,2 MHz
(Standard frangais)

veo—H—

—

Frequency control
voltage
Tension de commande

de fréquence

Figure 1

68 pF

4TnFo=m DmaTnF I /
2pF| | ——
4,7 nF = 0,22 uH (for f = 39,2 MHz)

!

i

70

L
Q

v o

5,7 + i t + + + + + -
32 33 34 35 36 37 38 / 40 41 42 43

2,7

OUTPUT VOLTAGE VERSUS INPUT VOLTAGE FREQUENCY
COURBE DE TENSION DE SORTIE EN FONCTION DE LA FREQUENCE A L‘ENTREE

7/8
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TAA 930 AC, TAA 930 BC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

tamb = +25°C fO = 38,9 MHz
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
\%
PARAMETERS sympoLs|  TEST CONDITIONS heae |uniTs
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. | MAX. UNITES
Vap =12V i
Output voltage peak to peak cc= .
VariSrion de tension de sortie créte & créte Vopp AF T %1 MHz (Fig. 1) 5 v

Outplt voltage = -
Tension de repos VO VCC =12V (Fig. 1)




TBA120,TBA120 A

AMPLIFIER—LIMITER IF AND DETECTOR FM
AMPLIFICATEUR—LIMITEUR Fl ET DEMODULATEUR FM

TENTATIVE DATA
GENERAL DESCRIPTION NOTICE PROVISOIRE

Linear integrated circuits TBA 120, TBA 120 A includes an amplifier-limiter, a coincidence FM detector and a voltage
regulator which enable the circuit to work over a large supply voltage range. Demodulator twing requires just a simple
single winding coil.

They TBA 120, TBA 120 A are particularly intended for use in the sound section of television receivers which use the
inter-carrier system (CCIR standard) and in frequency modulation radio receivers.

These circuits are supplied, a required, either in “'dual-in-line’’ or in ""quad-in-line’’ 14 leads plastic case.

DESCRIPTION GENERALE

Les circuits intégrés lindaires TBA 120, TBA 120 A comprennent un amplificateur-limiteur, un démodulateur FM &
coincidence et un stabilisateur de tension qui assure un fonctionnement correct dans une large gamme de tension
d‘alimentation. L‘accord du discriminateur ne nécessite qu‘un seul bobinage.

Les circuits TBA 120, TBA 120 A sont particuliérement destinés & |'amplification et & la démodulation de signaux
modulés en fréquence dans la section son des récepteurs de télévision aux normes CCIR utilisant le systéme inter-
porteuse et dans le récepteur de radio 8 modulation de fréquence.

N
Ils sont livrables aux choix en deux boTtiers : boftiers plastiques “dual-inine’ et “quad-in-line”.

75-6 115
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TBA 120, TBA 120 A

PINS CONFIGURATIONS

BROCHAGES

Case : TO-116 (CB-2)
Bofitier

14 8
A rir

D

TBA 120

1

N7

Top views
Vues de dessus

Case : CB-21
Boftier

===

) TBA 120 A

e R

LIMITING VALUES

VALEURS LIMITES ABSOLUES

Supply voltage a
Tension d'alimentation 7 —1 \Y
Ambient temperature T —15 °C
Température ambiante amb +70 oo
Storage temperature T —40 oc
Température de stockage stg +125 og
Power dissipation Prot 400 W

Dissipation de puissance

248



TBA 120, TBA 120 A

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE
1 2,2 kQ al R
o— — * »1 >—r—>t 14
2,4 k2
7
y 3
2,4 ka2
o 2.4 K
2,6 k2 XIJ 7 N
g L7 B
> Sl
2,4 ka2 2,4 k0
L
— 2,4 kO ¥ 9
‘A — L &
6
NS 3,6 k2 2
26k 1.5k
L,
- 250 2 4
3000 5
= i °
A
10
3,6 k2 °
1 — T 9
300 2 1.5k 13
{3 »> T }——
R 24k
—{%
3000 _ —
e
— / ) 2,4 k
3009 _ {3
R
i 2,4 k2
300 2 —{}
SR
j— / 3 2,4 k2 4
300 2 ) o
— 111
14
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TBA 120, TBA 120 A

TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE

60 2

APPLICATION CIRCUIT

SCHEMA D'UTILISATION

22 nF

1

L2 1,5 nF

I

60 82

L1

.1-
—1H

+12V
200
c3 —} o Vg
ca
n
14 8
13 < 7 :
: L2 R1
|

< 72
C5
==10nF l—J
WD N N
USE  — UTILISATION
5,5 MHz 10,7 MHz mono 10,7 MHz stereo

C1 47 pF 27 pF 47 pF
c2 220 pF 120 pF 150 pF
c3 22 nF 22 pF 470 pF
c4 56 pF 27 pF 30 pF
C5 56 pF 27 pF 30 pF
Ccé 1,5 nF 470 pF 330 pF
L1 20 uH 20 uH 15 uH
L2 8 uH 8 uH 12 uH
R1 @ @ 1 kQ

a/5
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TBA 120, TBA 120 A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Vee =12V, Tamp = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Supply current

Courant d'alimentation lec 12,5 165 205 mA
IF amplification _
Amplification FI f = 5,5 MHz AV 60 dB
IF threshold output voltage i
Tension de sortie F/ au seuil de limitation | ! 240 mV
IV, =10mv :
f = 5,5 MHz ‘ v
Af =%25kHz Vo | 06 ogs et
fiod = 1 kHz ; (rms)
AF output voltage Q =4 :
Tension de sortie BF
vV, =10mVv
f = 5,56 MHz
Af = +50kHz Vo 12 17 Vet
fmod = 1kHz ’ V(rms)
Q =45
V), =10mVv
f = 5,5 MHz
Total harmonic distortion _
Distorsion harmonique totale Af =+26kHz d 1.8 3 %
fmog= 1 kHz
Q =45
f =55 MHz
Input limiting voltage (threshold) Af =250kHz
Tension d’entrée au seuil de limitation ; fmod: 1 kHz VI 50 100 uVv
Q =45
; [ f =55MHz Z 15/7,8 k2/pF
Input impedance
Impédance d’entrée
f = 10,7 MHz Z 7,2/6,2 k2/pF
Qutput impedance
Impédance de sortie Zo 19 26 33 (39
i Vv
Attenuation Omax
Atténuation V_Omin f(R) 60 dB
Output continuous voltage —
Tension continue de sortie Vi =0 VOM 61 73 86 \%
vV =10mV
AM rejecti . f = 6,5 MHz
rejection ratio _
Réjection de modulation d’amplitude Af =150kHz 55 dB
fnod= 1 kHz
mod = 30%
5/6

251




TBA331

DIFFERENTIAL AMPLIFIER + 3 TRANSISTORS
AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL + 3 TRANSISTORS

DESCRIPTION GENERALE

TYPICAL APPLICATION : GENERAL PURPOSE
The TBA 331 consists of five silicon NPN transistors on a common monolithic substrate in a Jedec TO-116 14-lead
dual-in-line plastic package. Two transistors are internally connected to form a differential amplifier.

The transistors of the TBA 331 are well suited to low noise general purposes and to a wide variety of applications in low
power systems in the DC through VHF range.

They may be used as discrete components in conventional circuits, in addition, they provide the very significant inherent
integrated circuit advantages of close electrical and thermal matching.

DESCRIPTION GENERALE

APPLICATIONS GENERALE

Le circuit TBA 331 est itué de 5 is NPN silicium intégrés sur un substrat monolithique.

Deux d'entre eux sont intérie pour un amplificateur différentiel. .
Ces is sont particulié adaptés pour des applications générales a faible bruit, faible pui dans des g de fi

allant du continu jusqu’aux VHF.

lls peuvent étre utilisés comme des discrets 7 De plus ils offrent les avantages inhérents aux circuits intégrés
en particulier en ce qui concerne les appari é/e iques et ther
75-07 1/8
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TBA 331

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Case TO-116 (CB-2)
Boftier
Top view
Vue de dessus
14 8
INEnEnEnEnin
N I N O I IO
1 7
1 C1 8 Cc3
2 B1 9 B4
3 E1-E2 10 E4
4 B2 1" C4
5 Cc2 12 B5
6 B3 13 substrate
substrat
7 E3 14 C5
SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE
2 1 5 4 8 1 14
o
M T2 T3 T4 T5
Substrate
o 6 Substrat
3 6 7 9 10 12 13

2/8

254



TBA 331

LIMITING VALUES Tymb = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES am (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage

Tension collecteur-base VCBO 20 A\
Collector-emitter voltage v

Tension collecteur-émetteur CEO 15 \%
Collector substrate voltage

\

Tension collecteur substrat CsO 20 v
Emitter-base voltage

Tension émetteur-base VE BO 5 \
Collector current |

Courant collecteur c 50 mA
Power dissipation T 55°C 1 transistor Ptot 300 mw
Dissipation de puissance am 5 transistors Ptot 600 mw
Storage temperature T -5 o
Température de stockage stg +125
Junction temperature min T. 0 °c
Température de jonction max [ 125

The collector of each transistor of the TBA 331 is isolated from the substrate by an integral diode. The substrate
(terminal 13) must be connected to the most negative point in the external circuit to maintain isolation between
transistors and to provide for normal transistor action.

Le collecteur de chaque transistor du TBA 331 est isolé du substrat par une diode intégrée.
Le substrat (sortie 13/ doit étre connecté au point le plus négatif du circuit pour assurer un js
des différents transistors.

entre les

3/8
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TBA 331

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

GENERAL CHARACTERISTICS T, , -250C Each transistor
CARACTERISTIQUES GENERALES Chaque transistor

Test conditions ;

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut off current _ _
Courant residuel collecteur-base VCB =1V IE =0 ICBO 0,02 40 nA
Collecgpr cut-off current _ _
Courant résiduel du collecteur VCE =10v IB =0 ICEO 0,5 VA
Collector-base voltage _ _
Tension collecteur-base IE =0 lc =10uA VCBO 20 60 \Y
Collector-emitter voltage _ -
Tension collecteur-émetteur 'g =0 Ic=1mA Veeo 15 24 A
Collector-substrate voltage _ =
Tension collecteur substrat ICS =0 IC =10uA VCSO 20 60 \
Emitter-base voltage _ _
Tension émetteur-base IC =0 IE =101A VEBO 5 7 \%
Collector-emitter saturation voltage || _ 4 Alo=1mA| V
Tension de 7 77 metteur c Om g='m CE sat 0.23 v
Base-emitter voltage Ve =3V lg=1mA VBE 0,7 Vv
Tension base-émetteur VCE =3V |E =10mA VBE 0,8 v
Static forward current transfert ratic  |Vgg =3V g =100A hote 54
Valeur statique du rapport de transfert VCE =3V |c =1mA h21 E 20 100
direct du courant v =3V [~=10

ce=3VIc=10mAl  hyg 100
Transition frequency Ve =3V .= 3mA £ 200 55
Fréquence de transition CE C T 0 MHz
Noise figure VCE=3V IC=100uA
Facteur de bruit f=1kHz R_=1kQ F 325 dB
Input impedance VCE =3V Ig=1mA N
Impédance d’entrée f =1 kHz 11e 35 kQ2
Forward current transfer ratio VCE =3V IC =1mA h
Rapport de transfert direct du courant f=1kHz 21e 110
Reverse voltage transfer ratio Veg=3V lg=1mA h 1 8.10-4
Rapport de transfert inverse de la tension f=1kHz 12e I
Output admittance Veg=3V Ig=1mA h 156
Admittance de sortie f=1kHz 22e ’ us

4/8
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TBA 331

GENERAL CHARACTERISTICS T ~-250C Each transis'tor (Unle_ss gthgrwise statgd)
CARACTERISTIQUES GENERALES amb Chaque transistor (Sauf indications contraires)
Test conditions ;
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input admittance V=3V Ig=1mA y 0.3 410,04
Admittance d'entrée f=1MHz Tte 3 +i00 mS
Forward transfer admittance Vee=3V ig=1mA Vo 31415 s
Admittance de transfert direct f=1MHz Te '
Reverse transfer admittance Veg=3V Ilg=1mA See curve
Admittance de transfert inverse f=1MHz Y12e Voir courbe 9
Output admittance Vep=3V lg=1mA .
Admittance de sortie f=1MHz Y22e 0,01 +j0,03 mS
Veg=3V 'C =0 C11b 0,6 pF
Veg=3V lg=0 Ca2b 0,58 pF
Coliector-substrate capacitance _ _
Capacité collecteur substrat VCS =3v IC =0 CCS 28 pF
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Base-emitter current temperature AV
coefficient Vap =3V [~ =1mA __BE_ °
Coefficient de tempé CE ¢ 19 mv/°e
\pérature du courant At
base émetteur
Input offset voltage temperature AV v
coefficient Veg=3V Ig=1ma|__BE1"BE2) 11 uvec
Coefficient de température de la tension At ‘
de décalage & I'entrée
MATCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES D'APPARIEMENT
Input offset current Vac=3V l~=TmA||ln, — 1 2
Courant de décalage a I'entrée CE c ™A1 B B2 ! 03 HA
Input offset voltage Vae =3V l~=1mA || Vpe.—
Tension de décalage a I'entrée CE c m l BE1 VBE2 I 0,45 5 mv
Input offset voltage VA =3V I~=1mA| |V —V,
Tension de décalage 4 I'entrée CE C I VBE3~VBE4! 0,45 ba mV
Input offset volitage Vac=3V l~=1mAl|V, -V
Tension de décalage 4 I'entrée CE c VBE4 BES | 045 5 mv
5/8
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TBA 331

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Static forward current transfer Base emitter voltage and input offset
ratio voltage

Valeur statique du rapport de trans- Tension base emetteur et tension de deca-
fert direct du courant lage a I'entrée

[VBE1™VBE2|
(mv)

h21ex  Veel
Po1ey g \

L1111 0,8 T} ool 4
07 3 —

— | 05| I N O
e 0.4 | L Lo LA
ol 03 ML
Yol []os8 0,2 i — 1
i | !
N 01 | T L
el ]
I 0 |
2 468 2 468 2 468 2 468
IE {mA) 102 10—1 100 IE {mA)
Input offset current for methoded tran-
sistors part. Normalized H parameters
Courant d‘entrée pour une paire de transistors Paramétres H normalisés
| | appareillés: 102
'B17'B2! S
(LA) 6 [ TI L F
4 -t T
2 I
]
10°
8, IR A
6 i
4 I |l f Cod
\3 i
2 , 1
107" ‘
8 L 2
6] - >l B B O hlze
4] . GO l‘_~;.,~,
2 o M
i .
1072 s )
468 2 468
10°2 10° ¢ (mA)
6/8
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TBA 331

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

input admittance Reverse transfer admittance
b Admittance d’entrée b Admittance de transfert inverse
11e 12e ‘ ‘“ T ‘w T
911e 912¢ 1 ‘ i
IS O N (R B
(mS) (ms) || | JT N *
4 0 | ,
3
2
-0,5
1
-1
2 5 2 5 2 5 2 5 2 468 2 468 2 468
107! 10° 10" 102 f(MHa) 10° 10’ 1072 f(MH2)
Forward transfer admittance Output admittance

Admittance de transfert direct

b2 b22 Admittance de sortie
1e e ¢
91e ’ 922e | _,¥<L L I T
(mS) 1 T"* "j (mS) ! ‘
AL e e 4 R \—— Pt [
T | CH A
| NJI21e | ! |
20— TN “ i T
- | PN ] | " i —
| | |
0 | ; 2 S N R L
1 X REERRED
B TN T N
1) N ) IR P 1) IR N S R 45
| . : I ! | |
Fk# ool I S AN
| ! | ,
-40 | L] | 0L—L . 4& ] | |
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 25
107! 10° 10’ 102 f (MH2) 107" 10° 10! 102 £ (MHz)
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TBA 331

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Transition frequency Noise figure

fT Frégquence de transition E Facteur de bruit
wHa)| | [ B T o ! ( (dB) | ’ ]
L ,J{ *7J[fk ,,,T “kﬁw—#"{—_ e 1 | /
800 | , . | ‘ B 16 — : ‘ /
| i
- ,A‘,.F,me,ﬁu»_ b ‘rﬁp AN
L S S B 12 : / /
‘ | e ! !
Pl T w0l / yal
wo, /| | | | 8 ] ,] ! /
| . J /]
IO N ‘ A /]
200 e ; | Py -10 kHz
e i A
R s e 2=
T 0
2 4 6 8 lg(mA) 2 4 68 2 4 68
1072 107" Ic (mA)
8/8
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TBA 341

DUAL DIFFERENTIAL AMPLIFIER
DOQUBLE AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL

GENERAL DESCRIPTION

TYPICAL APPLICATION : DUAL INDEPENDENT DIFFERENTIAL AMPLIFIER

The TBA 341 is a silicon monolithic integrated circuit, and it consists of two independent differential amplifiers
with associated constant - current transistors.

It is supplied in a Jedec TO-116 14-lead dual-in-line plastic package.

The monolithic construction of the TBA 341 provides close electrical and thermal matching of the amplifiers.

The six NPN transistors exhibit low 1/f noise and a value of fT in excees of 300 MHz, therefore they may be used
from DC to 120 MHz in low-power applications.

DESCRIPTION GENERALE

DEUX AMPLIFICATEURS DIFFERENTIELS INDEPENDANTS

Le circuit intégré monolithique TBA 341 est itué de deux amplific diffe iels indépendants, iés chacun a un

a courant constant.

La construction monolithique du TBA 341 garantit un bon appariement thermique et électrique des amplificateurs.

Les six transistors NPN ont un faible niveau de bruit (en 1/f) et une fréquence de transition supérieure & 300 MHz.

lis peuvent donc étre utilisé pour les ications & faible puis dans une gamme de fréquence allant du continu jusqu’a 120 MHz.

75-07 /10
THOMSON-CSF
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TBA 341

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Case TO-116 (CB-2) MMM mMAn
Boritier 14 8
Top view
Vue de dessus
1 7
OO oOogUJu
1 Cc1 8 Ccé6
2 B1 9 B6
3 83 10 Not to be used
Ne pas utiliser
4 E3 1" B4
trat
5 Substrate 12 Ea
Substrat
6 B5 13 B2
7 (03] 14 c2
2 1 14 13 9 8 7 6
T1 T2 T6 TS
T3 T4
Substrate
Substrat
[}
3 4 5 12 1

2/10
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TBA 341

LIMITING VALUES Tomb = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABS am (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage v 20 ’V
Tension collecteur-base CBO
Collector-emitter voltage Vv
Tension collecteur-émetteur CEO 5 v
Collector substrate voltage VCSO 20 v
Tension collecteur substrat
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 5 v
Collector current |
Courant collecteur c 50 mA
Power dissipation T b= 55°C 1 transistor P 300

aml .
Dissipation de puissance 6 transistors tot 600
Storage temperature min T . —25 °c

s

Température de stockage max 9 + 125 °c
Junction temperature min T 0 °c
Température de jonction max + 125 °c

The collector of each transistor of the TBA 341 is isolated from the substrate by an integral diode. The substrate
(terminal 5) must be connected to the most negative point in the external circuit to maintain isolation between tran-
sistors and to provide for normal transistor action.

Le collecteur de chaque transistor du TBA 341 est isolé du substrat par une diode intégrée.
Le substrat (sortie 5) doit étre connecté au point le plus négatif du circuit pour assurer un isole le entre les col, des
différents transistors.

3/10
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TBA 341

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T p=25°C (each transistor)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES am (chaque transistor)

Test conditions i
Conditions de mesure Min.} Typ. [Max.
Collector-base cut of current
Vap =10V 1=0 |
Courant résiduel collecteur base cB E CBO 0,002 | 100 nA
Collector-base voltage 1o =0 1= 10uA v 20 60 v
Tension collecteur-base E c u CBO
Collector-emitter voltage 1o =0 l~=1mA Vv
Tension collecteur-emetteur B C m CEO 15 1 24 \
Collector-substrate voltage lee=0 t~=10uA v
Tension collecteur substrat cs c u CSO 20 60 \%
Emitter-base voltage I~=0 I =10 mA v
Tension émetteur-base c E m CEO 5 7 \"
Veg =3V Ic=50uA| - Vg 063 | 07 v
Base-emitter voltage Veg =3V Ig=1mA Vae 0,715 | 0,8 Vv
Tension base-émetteur VCB =3V IC=3mA VBE 0,75 | 0,85 \
Veg =3V IC=10mA Vgg 08 | 09 v
Base-emitter voltage temperature AV
coefficient BE
Veop =3V Ir=1mA —— _ o,
Coefficient de température de la tension ce c At 19 mV/°C
base-émetteur
Transition frequency Var=3V 1-=3mA f
Fréquence de transition CE c T 550 MHz
Noise figure Ve =3V f =1MHz . 325 5
Facteur de bruit CE , d
Input impedance Vee=3v Ic=1mA h
Impédance d'entrée f=1kHz 1e 3,5 k2
Forward current transfer ratio Veg=3V Ig=1mA h
Rapport de transfert direct du courant f=1kHz 2ie 110
H
R‘everse voltage transfer ratio Veg=3V lg=1mA N '
Rapport de transfert inverse de la tension f=1kHz 12e 1.8.10
Output admittance Vep=3V Ig=1mA n
Admittance de sortie f=1KkHz* 22e 15,6 uS
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TBA 341

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ETECTRIQUES @M

~250¢ |

each differential Amplifier)

{chaque Amplificateur différentiel)

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Input offset current le3=lga=2mA | |lgq = lg2| 03 2 " A
Courant de décalage & I'entrée Veg =3V I'gs - 'gg 1 4
Base current (input current) lgg3=1!gq = 2mA | gy, Ipy . )
Courant base (courant d'entrée) VCB =3V |B3 , |B4 0 4 LA
| .
Collector current ratio lg3=lgq = 2mA I_Cl OVJQ 098 1
Rapport des courants collecteurs VCB = 3V ICZOU ICG ’ 02
- IVee1~VaE2l
Input offset voltage IE?: o IE4 =2mA or - ou 045 5 mv
Tension de décalage 3 I'entrée \ = 3V _ ’
cB IVeesVaEel
AVee1~Vaeal
Input offset voltage temperature |E3 = Igg =2mA At
coefficient Vo =3V V°' .S{J/ 1.1 uv/ec
Coefficient de température de la tension cB ~ Al BE5 BEG‘
de décalage a I'entrée At
Vep=3V-1~=125mA
Input admittance cB c=12 Y19 0,22+j0,1 mS
Admittance d'entrée f=1MHz {note 1)
Vap=3V |~=1,25mA
Forward transfer admittance cB™ c Y21 -20+j0 mS
Admittance de transfert direct f=1MHz (note 1)
V=3V [~=1,26mA
Output admittance cB c Yoo ~0,01+i0 mS
Admittance de sortie f=1MHz
(note 1)
V=3V 1~=2,6mA
. CB™ c—=
Input admittance =1 MHz Y11 0,55 +j0 mS
Admittance d'entrée (note 2)
Reverse transfer admittance VCB=3V IC=2,5mA vy 4-i5 S
Admittance de transfert inverse | f=1MHz 12 -l n
(note 2)
Forward transfer admittance _VCB:3V [C: 2,5mA y 66-10 s
Admittance de transfert direct’ f=1MHz 21 - m
(note 2)
Output admittance Vep=3VY Ic=2,5mA v 041002 S
Admittance de sortie f=1MHz 22 10 m
(note 2) :
—
Noise figure f = 100MHz E 8 dB
Facteur de bruit (note 2) {
Note 1 : Differential circuit configuration - VCB for each collector.
Configuration en amplificateur différential - VCB donnés pour chaque collecteur
Note 2 : Cascade circuit configuration Vg for total stage 5/10
Configuration ou circuit cascade VC 8 donne pour I’étage total 265




TBA 341

GENERAL CHARACTERISTICS

T =925°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES GENERALES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Common mode rejection ratio _
{for each amplifier) Vee=12V Vge=6Vi  cur
Taux de réjection en mode commun Vy =-3,3V f=1kHz (fig. 1) 100 dB
{pour chaque amplificateur)
Automatic contrdle gain (one stage)  |Vee™ 12V Veg =8V AGC 75 B
Contréle automatique de gain {un étage) Vx =-3,3V f = 1kHz (fig. 2)
Voltage gain (one stage) Vee=12V Vgg=6Y AV 2
Gain en tension (1 étage) Vy =33V f=1kHz (fig. 2) dB
Automatic control gain
(two stages) Vee=12V Vgg=6v AGC 108 4B
Contréle automatique de gain Vy =-3,3V f=1kHz {fig. 3)
(2 étages)
Voltage gain _ .
(two stages) VCC_12V VEE_ 8v AV 60 B
Gain en tension VX =-3,3V f =1kHz (fig. 3)
(deux étages)
Fig. 1 Voo =+ 12V Fig. 2 Vee = +12V
M 1k§2
—» Vo
1kHz &

Fig. 3

VEg= -6V

VEES-6V
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TBA 341

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Input voltage and input offset voltage Input offset current
Tension d’entrée et tension de décalage a I'entrée Courant de décalage a I'entrée |
VBE VeerVBE2 g I T lg1-'g2
) u (mV) 6|l ,,Af; ﬁ;_ | (LA)
BB T 4
\ 4
R ’] T T ; 2 | /
Torer ot T *’Z 7 10°
| 4 g
07| I - l\ 3 6 7/
1% 4 LA
I Lol
e /( 2 i | /|
06| T 2 v
- | / 107" /]
2N 8 —
- i 6 v
05 ‘ | 1 4 [
M RS i b/ T
| ol |
‘{‘q:r 2 N aE
|
0,4 R i 1o 1072 i :
2 468 2 468 2 468 2 468 2 468 2 468
1072 107! 109 Ig (mA) 1072 107! 10° Ic (mA)
Single stage voltage gain Two stages voltage gain
Gain en tension d‘un étage Gain en tension de deux étages
Py v T w
(dB) ws) [ | ] \ T T
B S S —
+ 20
0
i
-2 B O B R : ‘ -
ot N
| ; i i !
| [
- 50 -80 I s L
0 2 4 6 8Vgs3/Vpy (V)
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TBA 341

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Normalized H parameters
Paramétres h normalisés

TRANSITION FREQUENCY
{each transistor)
FREQUENCE DE TRANSITION

103 fr (chaque transistor)
8 {MHe)
4
) hg2e 800
10" I~
: - / 600
4 [~ —
/ a =
2 N\ 400
10° N
8
6 ha1e
4 A \\ hyge 200
-
2 T N :
107" N11e
2 468 2 468 2 468 0 2 4 6 8 1 (mA)
1072 107" 10° Ic (mA)
Common mode rejection ratio
Taux de réjection en mode commun
CMR
(d8)
110
'3
100 L
]
g
90 P
80
70
0 1 2 3 4 VB 4(V)
8/10
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TBA 341

TYPICAL CHARACTERISTICS
(for each differential Amplifier

CARACTERISTIQUES TYPIQUES
(pour chaque amplificateur différentiel)

Forward admittance Input admittance
Admittance de transfert direct Admittance d‘entrée
b21 b11
921 9t
(mS) 20| (mS)
10 4

-10 / L VTA s -
/ ] LI T T f/ i
-20 521 1 1] / |/
p]
i 0
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 25 2 5
107" 10° 10" 102 £ (MHz) 107 10° 10 102 f (MHz2)
Output admittance Reverse admittance
Admittance de sortie Admittance de transfert inverse
922 b22 912 b12
{mS) / (mS) (mS) {mS)
0,4 2 10° i 102
| . ,
0,3 1 o' L/ 10
02| / 1072 / y 100
= ] — /
0,01 || / . 1073 S 107"
-3 a4
-
0 0 104 1072
285 268 268 25 107 10° 10" 102 10° f{MH2)
10 10 10! 102 f (MHz)
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TBA 341

TYPICAL CHARACTERISTICS
(for each cascode amplifier)

CARACTERISTIQUES TYPIQUES
{pour chaque amplificateur cascode)

Forward admittance Input admittance
Admittance de transfert direct Admittance d’entrée
b 911
21 N T ‘ l
921 i 1 B i
(mS) | (mS) T [ ' T%
S R . S DO S 8] . 1 .
80 ﬁﬂ‘L V ]
TN + |
sl | } § N IR 6+ IR ]
| - [
— - L\ i m— i i ‘ i ]
: N\ ! \ [
0 ; - - T 3 — [ I S i J
! N r | . .
| ] 1 H 1 Lﬁ, l -
! | f } ! ‘
a0 | }g N 2 L ﬂL L o
11 L L -
ol | ’ ] ‘ W
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
107" 10° 10 102 f(MHz) 107" 10° 10 102 f (MHz)
Output admittance Reverse admittance
Admittance de sortie b Admittance de transfert inverse
922 T 22 912
(ms-10"* Ll ms) byy
T T T {'7\ (uS)
2 100 o _

-4 J »* L J l ; 100 L /. _
Iy

Y B ,/ I L _
A
~121 1 1. P | / 1 10-3 U S D

i Ty
51: JT)} gl f 0 1&3/

100" 10° 10 102 10% f(MH2)

107" 10° 10! 102 f(MHz)




TBA 400, TBA 400D

IF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR FI

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

GENERAL DESCRIPTION

Monolithic integrated circuits TBA 400 and TBA 400 D are intended for use in IF amplifier (audio or video) in TV sets.

It is characterized by a good linearity and high input level : 0,24 Vrms'
Noise figure is low for a 30 dB gain variation : F<8dB

Maximum gain : 75dB

Gain control : 60dB

DESCRIPTION GENERALE

Lescircuits intégrés monolithiques TBA 400 et TBA 400 D sont destinés & I'amplification FI vidéo ou son des récepteurs
de télévision.

Le principal intérétde cecircuit réside dans sa grande linéarité et son important niveau admissible & I’entrée : 240 mVeff.

Le facteur de bruit reste faible pour une variation de gain de 30 dB : F <8 dB.

Gain maximum : 75dB

Commande de gain : 60 dB

75-07 1/6
THOMSON-CSF

O
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TBA 400, TBA 400 D

PINS CONFIGURATIONS
BROCHAGES
TO-100 CB-3 TBA 400 | TO-116 cB-2 TBA 400 D
METAL CAN .DUAL-IN-LINE PACKAGE
Boitier métallique Bofi'tier enfichable
Top view Top view
Vue de dessus Vue de dessus
b I s I B s W W
M1312110 9 8
1 2 3 4 5 67
L8 g S gy s gy iy 5
Ground 8 Output
1 Decoupling 6 Gain control Masse Sortie
Découplage Commande de gain
2 Input ° Not to use
Entrée Ne pas utiliser
Input Qutput
2 Entrée 7 Sortie
Decoupling +V
3 Découplage 10 cc
Input 8 Output 4 | Ground n Regulated voltage
3 Entrée Sortie Masse Tension régulée
5 Gain control 12 Not to use
Commande de gain Ne pas utiliser
Decoupling -
4 Découplage 4 VCC
6 Not to use 13 Decoupling
Ne pas utiliser Découplage
5 Ground 10 Regulated voltage
Masse Tension régulée 7 Output 14 Input
‘Sanie Entrée
2/6
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TBA 400, TBA 400 D

LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Supply voltage

Tension d’alimentation VCC 14 \4

Gain control input current ]

Courant d’entrée de Ja commande de gain AGC 1 mA

Ambient operating temperature min T

Température ambiante de fonctionnement max amb —15 +80 °C

Storage temperature min T

Température de stockage max PN] —40 +1256 °C
\

Power dissipation P

Dissipation de puissance tot 0,4 w

Operating frequency

Fréquence de fonctionnement f <200 MHz

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

+ Outputs
VCC Sorties
(o] o] 4

Regulated voltage

Tension régulée O 4
680 [15,6 680
D3 ﬁ Q [ ke o
T2 i——q >—|
Decoupling A { 1
Découplag
Inputs ° !
Entrées
KTS 5 T12 T13
Dl | DI 279
1 D—K
2 L]
Decoupling o —
Découplage 1L5r§ )
Uz,z ]1,5 []1,5 22 2,2[11.6 15 []2.2[]1700 700
kQ2 3¢9 k2 39} kQ{ kD k2 kL Q Q
~2k§2
T et 174
~2 k2
{1+ |/T7
) 25 []1,2 800 800 2
Gain control ¢ ¢ 12
Commande de kQ k2 §2 k$2
gain g
Ground * -»-

Masse

3/6
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TBA 400, TBA 400 D

ELECTRICAL ARA . 9Ro - (Unless otherwise stated)
CA RACTER/ST/(?UPZ'S EL Ecc.rrgs‘olcs/gcs Tamb = 25°C Vec= *12V (Sauf indications contraires)

Test conditions Pins .
Conditions de mesure Broches Min. Typ. Max.
Supply current |
Courant d’alimentation cC 25 32 mA
Output cutrents
Courants de sortie o 7.8 27 45 63 mA
Vireg) OV Ho 7.8 04 09 mA
Difference in output currents
Différence des courants de sortie
Vireg) =4V Alg 7.8 05 16 mA
Maximum gain Vv
Gain maximal (reg) 1 \
Gain control voltage
Tension de commande de gain Mini K
inimum gain Vv
Gain minimal (reg) 4 \
Maximum gain
Gain maximal ZI 0,33 (392
f  =36MHz 17 pF
Input impedance
Impédance d’entrée
Minimum gain
Gain minimal Z| 15 k2
f  =36MHz 0 pF
vV, =120uv v
7(E)ut(‘)ut voltage f = 36 MHz VO 11 2 (rms)
ension de sortie V(,eg) <1V (G max) off
V(reg) =4V
o | f = 36 MHz V( )
utput voltage _ v rms
Tension de sortie f(mcd) =1kHz (o} 2,9 off
m =80%
d <5%
V(reg) =>4V
f = 36 MHz mv, )
Maximum input voltage ~ rms;
Tension d’entrée maximale f(mod) 1 kHz V| 240 mVe s
m =80%
d <5%
Voltage amplification f — 36 MHz A 75 ) a8
Amplification en tension = \Y R
Control range 33MHZ<F< Gmax 55 60 a8
Gamme de réglage de gain 2z 40MHz Gmin
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TBA 400

TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE

+12V  Vee
27 9
0,1 ufF
L
I
N\ N\
470&2[]
22 pfF
.
A 22{)': AA 118 10 kS
9 > ——oV,
10 nF (101\ I Pt Vo
n 8
v, Lrot2 I 202 @)
330 0= TBA 400
3(14)
(4) .J
_y AA 118 ZX 100 pF 22 []15 kQ
25 uF
“\ o
v
L1 : 3turns (reg)
3 spires
L2 : b5turns
5 spires
f = 36 MHz

NB : numbers in brackets refer to TO-116 (TBA 400 D)
Les numéros des sorties entre parenthéses se rapportent au TO-116 (TBA 400 D)

5/6
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TBA 400

TYPICAL APPLICATIONS
APPLICATIONS TYPIQUES

L1

L2
L3

L4:

10 pF

o

33 e

1 turn
1 spire

9,5 turns
9,5 spires
12,6 turns
12,5 spires
4,5 turns
4,5 spires

39,2 MHz

33 b
pF

L2 L1

10 nF

330

+12V VCC
0,1 uF
1
| ]
470 Q N
143 5
(11 []10 kQ
9\
2(2) (10)
10 )
TBA 400 7 - L4
(7)
3(14) 68 pF
1,8 pF
5 ,
e 1 AA 118
22
L3 18 k2
pF
2,2 nF| =
=19 0,1 sk
== 10uF 26| ==

LLE

NB : Numbers in brackets refer to TO-116 (TBA 400 D)
Les numéros des sorties entre parenthéses se rapportent au TO-116 (TBA 400 D)

47
kQ
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TBA440C

IF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR FI

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

GENERAL DESCRIPTION

Gain-controlled video | F-amplifier with demodulator

This circuit comprises :

— ahigh-gain video-IF -amplifier with AGC

— a controlled demodulator

— positive and negative output video Sigral

~ gated AGC for PNP or NPN UVHF transistor
— tuner AGC delay.

For application in black and white and colour TV-sets.

— complete video-|F in one integrated circuit

— wide range of regulation with low noise and high levels of control

— high sensitivity

— controlled demodulator ~ therefore minimum 1,07 MHz disturbances
— low resistance video outputs

— positive and negative video Signal

— internal temperature stabilization.

DESCRIPTION GENERALE

Amplificateur Fl vidéo avec démodulateur et commande automatique de gain

Le circuit TBA 440 C contient :

— un amplificateur Fl vidéo, commandable en gain, a sensibilité élevée

— un démodulateur synchrone

— deux sorties vidéo & faible impédance fournissant deux signaux en opposition de phase

— un amplificateur de C.A.G. a porte

— un circuit pour commander la C.A.G. retardée du tuner avec un seuil réglable. (commande un transistor PNP).

11 est destiné aux téléviseurs noir et blanc ou couleur, pour les standards & modulation négative ou positive. Il présente
pour I'utilisateur les avantages suivants :

— gain et dynamique de C.A.G. élevés

— pas de désaccord des circuits résonnant quand le C.A.G. agit
— haute sensibilité

— faible intermodulation grice a la détection synchrone

— faible impédance des sorties vidéo

— deux sorties ;/idéo, positive et négative

— stabilité en température.

75 -
THOMSON-CSF 5-07 177
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TBA 440C

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

CB-79

DUAL IN LINE
PACKAGE
Boitier enfichable

IF input

Tuned circuit for carrier recovery

1 Entrée FI 9 Circuit accordé de récupération de porteuse
2 Decoupling 10 ACG amplifier input
Découplage Entrée amplificateur de CAG
3 Ground n Video negative output
Masse Sortie négative de vidéo
4 ACG filter 12 Video positive output
Filtre de CAG Sortie positive de vidéo
Tuner ACG control v
3 Commande de CAG tuner 13 cc
6 Tuner ACG delay time adjustment 14 Stabilized supply voltage
Réglage du retard CAG tuner Tension d‘alimentation stabilisée
7 ACG gate 15 Decoupling
Porte ACG Découplage
8 Tuned circuit for carrier recovery 6 |F input
Circuit accordé de récupération de porteuse Entrée FI
217
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TBA 440 C

BLOCK DIAGRAM
SCHEMA BLOC

Internal supply
Tension d’alimentation

interne

IF input
Entrée FI

Decoupling =
Découplage

—4
é\ N

+VCC
o
ICC(reg)
ni— .
Decoupling ] g?couplnng
Découplage écouplage
14 120—]
Veclred) "

-ﬂ-\fﬂ_

12 Qutput positive
Sortie positive

Negative
output
Sortie
negative

AGC adjustment
Réglage CAG-FI

Tuned circuit

for carrier
recovery
Circuit de régé-
ion de

Filter Tuner

Filtre /

=
a

AGC output for PNP transistor
Sortie AGC pour transistor PNP

CcT

Delay time adjustment
for tuner AGC
Réglage du seuil CAG tuner

o

8 porteuse

Fly-back
pulse for
gated AGC
Impulsion
ligne pour le
CAG a porte

D Demodulator P ACG gate
Démodulateur Porte de CAG
Al Impedance buffer cT Temperature compensation
Adap tateur d’impédance Compensation de température
| Inverter AS Threshold amplifier
Inverseur Amplificateur & seuil
AP Carrier amplifier AV IF amplifier

Amplificateur de porteuse

Amplificateur FI

3/7
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TBA 440C

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Symbols Pins .
Symboles Broches Min. Typ. Max.
Supply voltage
Tension d’alimentation 'p <105 Vee 13 10 15 v
Maximum voltage on pin 5 (tuner AGC)
Tension max sur la broche 5 (CAG tuner) v 5 20 v
Power dissipation  t <55°C
Dissipation de puissance amb PtOt 0,7 w
Operating ambient temperature T -25 °C
Température ambiante de fonctionnement amb +60 °C
Junction temperature T. °
Températu re de jonction J +125 C
#Inqction»ambie_nt thermal resistance Rth(j-a) 100 °C/W
ésistance thermique jonction-ambian te
ELECTRICAL CHARACTERISTICS T = 25°C Vap =1 =
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb cc= 13V lcc(reg) = 40 mA
Test conditions Symbols Pins .
Conditions de mesure Symboles Broches Min. Typ. Max..
Regulated supply current |
Courant d’alimentation régulée cc 14 30 40 50 mA
Regulated supply voltage Vv
Tension d’alimentation réguiée cc 14 6 v
Vo 11 6 Vi
Output quiescent voltage vV, =0
Tension de repos en sortie [—
Vo 12 2 v
Supply current on pin 13
Courant d’alimentation sur la broche 13 Icc 13 18 mA

a/7
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TBA 440 C

STATIC CHARACTERISTICS

— o — —
CARACTERISTIQUES STATIQUES Tamb = 25°C Ve =13V lgc(reg)= 40 mA
Test conditions Pins .
Conditions de mesure Broches | MIN- Typ. Max.
Tuner control current
Courant de commande du tuner note 1 5 3 mA
max gain
gain max 4 0 05 Vv
IF ACG voltage
Tension de CAG F/
min gain
gain min 4 25 5 \
Clock pulse voltage 2 5
Amplitude de I'impulsion de porte (4G 7 - - v
Output resistance —
Résistance extérieure de sortie V“ Ul 3 Vpp 10-11 3 391
Output current to ground
Courant de sortie vers la masse 1,12 5 mA
Output current to positive supply _
Courant de sortie vers le 11,12 1 mA
i 18 kQ
max gain .
gain max z| 1-16
Input impedance 2 pF
Impédance d’entrée
i i 19 k2
min gain ,
gain min Z| 1-16
0 pF
Vpp Video
Input voltage Note 2 3 PP
Tension d’entrée ote output Vi 1-16 150 uv
Sortie Vidéo
Video band width
Largeur de bande vidéo B 9 MHz
Range of regulation
Dynamique de CAG | 50 55 dB
Note 1 : 10 dB above start of regulation - V(g) =2 V
10 dB au-dessus du seuil - V(g =2V
Note 2:  V, effective synchronous pulse measured accross 50 £2, feed in with transformer 3/5
Tension en créte de modulation mesurée sur 50 $2, injectée avec un transformateur de rapport 3/5
5/7
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TBA 440C

TEST CIRCUIT

SCHEMA DE MESURE

+
— ———9 V¢e
0,1 uF
180 Q
0,1uF —————0 Video +

,__[|_< Video —

AN
10 k2 Tuner
15 1‘NK |
13 |
12
et e ™ |
p 1 22
3/5 nF >DF I
T 1 e L [] 4,7 kQ
(‘ l min
5
¥ |
F/ I UVHF
L P‘transn:stor
B Nt
I )
Ll
E:
4#7 ‘
ML S
kQ 5k l
i
" l
l
\ o |
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TBA 440C

TUNER AGC CURRENT QUIESCENT OUTPUT VOLTAGE
COURANT POUR LA COMMANDE TENSION DE REPOS EN SORTIE
DU TUNER vy = 0
. (5” Vi
™A / / Via) T
/ / (v) /

~2,75 ~2,15

-

|-R6 ~3,6
kQ

F gain
Gain FI 0

0
G nax -20 —40 —60 (dB) 9 10 11 12 13 14 Ve
NOISE FIGURE AGC VOLTAGE
FACTEUR DE BRUIT TENSION DE REGULATION
F — Via
(@8) [ video =3 Vpp i I tv) [Video =3 Vpp
Ve =15V b FVee =15V
K =3MHz T ] K =36 MHz
N =3MHz | J L I/ Rg =500
14rRg =so0n 't Tt T I
L) [ ,%,, (.
f I ! 15
12—t e e ’ b L
ERRSEIN -
— e — — - . | S
: l : \ W
10— : e W
ul ! /
| T T
8 e /
; ‘L 1 } | |
I ; H | | IF gain IF gain
6 l I | (GainFi 0,5 Gain Fi
G

-10 =20 —-30 —40  —-50(dB) G -10 -20 -30 -40 -50 -—60 (d8)

717

283



TBA 440 P TBA 440N

VIDEO IF AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS Fl VIDEO

GENERAL DESCRIPTION

Gain controlled |F video amplifiers with demodulator.
The integrated circuits TBA 440 P and TBA 440 N are improved versions of TBA 440 C.
They include the following units :

— gain controlled high frequency amplifier

— controlled demodulator

positive and negative output video signal
— gated AGC for PNP (TBA 440 P) or NPN (TBA 440 N) UVHF transistor
— tuner AGC delay.

They are especially suited for color and black and white TV receivers.

Highlights include :
— high sensitivity (100 uV for 3 Vpp video)

— internal temperature stabilization of DC output voitage

high UVHF AGC output current for direct control of PIN diodes tuner
— high output video peak to peak voltage (5,5 V).

DESCRIPTION GENERALE

Amplificateurs Fl image avec démodulateur et CAG.
Les circuits intégrés TBA 440 P et TBA 440 N sont des versions améliorées du TBA 440 C.
Les fonctions réalisées sont les suivantes :
— amplification HF & gain contrélé
— démodulateur asservi
— sorties vidéo positive et négative a basse impédance
— amplificateur de CAG a porte permettant le contréle de gain de tuners PNP (TBA 440 P) ou NPN (TBA 440N)
— seuil de commande du CAG UVHF réglable

Ces circuits sont congus pour permettre la réalisation d’amplificateurs F| image télévision dans n‘importe quel standard.
Les performances essentielles sont les suivantes :

— sensibilité élevée (100 uV pour 3 V pp vidéo)

— tensions continues de sortie stabilisées thermiquement

— courant de contrble du gain UVHF élevé, permettant la commande directe des tuners 8 diodes PIN

— tension de sortie vidéo créte & créte élevée (5,5 V).

THOMSON-CSF 78-10 1/6
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TBA 440 P, TBA 440 N

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

CB-79

DUAL IN LINE
PACKAGE
Boiter enfichable

Top view
Vue de dessus

1\

———
——

|F input 9 Tuned circuit for carrier recovery
Enwée Fl Circuit accordé de récupération de porteuse
Decoupling 10 ACG amplifier input

Découplage Entrée amplificateur de CAG
Ground n Video negative output

Masse Sortie négative de vidéo

ACG filter 2 Video positive output

Filtrs de CAG Sortie positive de vidéo

Tuner ACG control 13 v

Commande de CAG tuner cc

Tuner ACG delay time adjustment 14 Output DC voltage adjustment
Réglage du retard CAG tuner Réglage tension continue de sortie
ACG gate 15 Decoupling

Pore ACG Découplage

Tuned circuit for carrier recovery 16 IF input

Circuit accordé de récupération de porteuse Entwee FiI

2/6
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TBA 440 P, TBA 440 N

BLOCK DIAGRAM
SCHEMA 8LOC

+Ve Supply voltage
Alimentation

Output DC voltage adjustment

Réglage tension continue de sortie ¢
Découplage

|F input

Decoupling

Entrée FI

Nt

Negative
output
Sortie
négative

AGC adjustment
Réglage CAG-Fi

Decoupling |
Découplage B Tuned circuit
for carrier
recovery
Circuit de régé-
ération de
porteuse
P
|
|
|
cT
|
I
3 7
Filter Delay adjustment for
Filtre tuner AGC
Réglage du seuil CAG tuner —mem Fly-back
pulse for
U gated AGC
4 /{npu/sian
ligne pour le
Tuner AGC {5V max) CAG &porte
CAG tuner
D Demodulator p ACG gate
Démodulateur Porte de CAG
Al Impedance buffer cT Temperature compensation
Adaptateur d’'impédance Compensation de température
| Inverter AS Threshold amplifier
Inverseur Amplificateur & seuil
: AP Carrier amplifier AV IF amplifier
1 Amplificateur de porteuse Amplificateur FI
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TBA 440 P, TBA 440 N

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires}

Symbols Pins .
Symboles Broches Min. Typ. Max.
Supply voltage \Y
Tension d’alimentation t|.:v <105 cc 13 10 15 v
Maximum voltage on pin 5 (tuner AGC) v 5 20
Tension max sur la broche 5 (CAG tuner) A
Power dissipation  t <55°C
Dissipatian de puissance amb Piot 0,7 w
Operating ambient temperature T
Température ambiante de fonc tionnement amb -25 +60 °C
Junction temperature T N
Température de jonction ] + 125 C
Junction-ambient thermal resistance i
Rés: marmique jow tion ambiante Rih(j-a) 100 °c/w
TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE
+V,

100 nF j cc

[T

L1}

| —O Video (positive)
22 k2 —O Video { negative)
\W
3/5 ¢ I 1ok
urns 15
3/5 spires 0 riF 6 3 > _
9
I 3300  me 10 nF TBA 440 P/N _|_.22 pF

4,7 uF
_I l—— Tuner
min 4,7 kQ
- * Gain controlied VUHF
input stage
Etage d’entrée commandé
PNP | en gain sur le tuner VUHF
\N
4/6
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TBA 440 P, TBA 440 N

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb = 25°C Vg =13V lCC(reg)= 40 mA

Test conditions

Pins

Conditions de mesure Broches Min. Typ. Max.
Tuner control current capability
Courant de de du wner disp ! 5 10 15 mA
O
max gain
gain max v 4 0 05 \4
IF ACG voltage
Tension de CAG Fl
min gain
gain min v 4 2,5 5 \%
Clock pulse voltage _2 -5
Amplitude de l'impulision de porte CAG 7 v
Output resistance v -
Résistance extérieure de sortie (11) 3 Vpp Ro 10-1 3 k2
Output current to ground
Courant de sortig vers 1a masse o 1,12 5 mA
QOutput current 1o positive supply -
Courant de sortie vers le 'O 1,12 1 mA
i 18 k2
max gain ,
gain max z| 1-16 2
Input impedance pF
Impédance d’entrée
min gain 2 19 39}
gain min | 1-16 o .
p
3 Vpp Video
Input voltage PP
Tension d’entrée output vy 1-16 100 uv
Sortie Vidéo
Video band width
Largeur de bande vidéo B 9 MHz
Range of regulation
Dynamique de CAG 52 58 dB
1
6/6
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TBA 440 P, TBA 440N

NOISE FACTOR F=fla)
FACTEUR DE BRUIT F =f (a)

F
(dB)
Vvideo=3 Vpp
Ve =15V
Rg  =5000
G
16 | ¢ =36 MH2
Af  =3MHg
14 ]
12
10 /
8 ]
6

Grax —10 -20 -30 —40 -50 (dB)

UVHF AGC current |5
COURANT DE COMMANDE CAG
TUNER (broche 5)

s TBA 440P

(mA)

18

16 //'/7
N aal

E (=] 0
|

4,2 k2

2&*’1[2\

G -10 -20 -30 —40 -60 (dB)

V)

1.5

0,5

IF AGC VOLTAGE
TENSION DE CAG FI

Vvideo=3 Vep
Veg =15V
f =36 MHz
Rg =5009 /
/‘/
1/

g

/

Gy —10 —20 —30 —40 —50 (dB)

mA)

18
16
14
12
10

2

o]
G

ma

UVHF AGC current ig
COURANT DE COMMANDE CAG
TUNER (broche 5)

TBA 440N
RN
NAVA

7
R

T4 6'C

€
0=1%

\
\
\ENAY

-10 -20 -30 -40 -50 (B)

|
B oA
l——-—’

max
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TBA 920, TBA 920 S

LINE OSCILLATOR COMBINATION FOR TV SETS
BASE DE TEMPS LIGNES POUR TV (JUNGLE)

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

GENERAL DESCRIPTION

The line oscillator combination TBA 920 is a monolithic integrated circuit intended for the horizontal deflection of
the black and white and colour TV SETS picture tube.

This circuit is able to perform the following functions {see block diagram, page 6) :

Sync-pulse separation

Optional noise inversion

Generation of a line frequency voltage by means of on oscillator

Phase comparaison between sync-pulse and the oscillator waveform

Phase comparaison between the oscillator waveform and the middie of the line fiyback pulse

Automatic switching of the variable transconductance and the variable time constant to achieve noise
suppression and, by switching off, possibility of tape-video-registered reproduction

Shaping and amplification of the oscillator waveform to obtain pulses for the control of driving stages in
horizontal, deflection circuits using either transistors or thyristors.

DESCRIPTION GENERALE

Le TBA

920 est un circuit intégré monolithique permettant de réaliser la base de temps lignes dans les récepteurs de

télévision en noir et blanc et en couleur.

1l remplit les fonctions suivantes :

Séparateur signal-synchro

Porte de bruit

Oscillateur de ligne

Comparateur de phase entre I'impulsion de synchro de lignes et I'oscillateur

Comparateur de phase entre I'impulsion de retour de lignes et la période équivalente du signal vidéo

Constante de temps et gain de boucle variables permettant la suppression des bruits avec la possibilité de
reproduction des enregistrements vidéo sur bande magnétique

Etage de sortie permettant la commande soit de thyristors, soit de transistors, soit de tubes.

75-50  1/7
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TBA 920, TBA 920 S

Case : CB-79
Boitier
Top view
Vue de dessus
Positive suppl Noise gate input
1 A/imentatioggaysitive 9 Entrée porte de bruit (non utilisée en modulation
positive)
Driver line stage pulse, driving and output . ..
2 stage 9e p ‘ 9 P 10 Switch emission-magnetoscope
PR ”
Sortie des impulsions de commande de lignes C on
Input control voltage for pulse width . .
3 Entrée de commande de largeur des impulsions 1 Tlr!'\e constant S‘{\Iltch
de sortie Voie de commutation des constantes de temps
Phase discriminator output between fly-back Oscitlator control voltage loop
4 pulse and oscillator 12 Sortie du comparateur de phase entre I'impulsio
Sortie du comparateur de phase entre I'impulsion de synchro et I' (tension de de
de retour de lignes et I'oscillateur de I'osciflateur)
5 Fly-back pulse input 13 Oscillator decoupling
Entrée de I'impulsion de retour de lignes Découplage de I'oscillateur
6 Synchro pulse input 14 Tuning oscillator capacitor
Entrée de I'impulsion de synchro B du di eur d’accord de l'oscillateur
7 Synchro pulse output 15 Oscillator control voltage
Sortie du séparateur signal-synchro Tension de commande de I’oscillateur
8 Video signal input 16 Ground
Entrée du signal vidéo (séparateur signal-synchro) Masse
27
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TBA 920, TBA 920 S

LIMITING VALUES (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES (Sauf indications contraires)
PARAMETERS SYMBOLS UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MIN. TYP. MAX. UNITES
Power supply voltage Vv
Tension d alimentation 1-16 v cc 4 14 v
Power dissipation P .
Dissipation de puissance tot 600 mw
Ambiant température T
Tempé bi de f j amb -20 +60 °C
Storage temperature
Température de stockage Tstg —-55 +150 °c
ELECTRICAL CHARACTERISTICS T = 256°C —
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb Veg =12V
TEST CONDITIONS "
PARAMETERS SYMBOLS Pins UNITS
PARAMETRES CONDITIONS DE SYMBOLES | groches | MIN.TYP.MAX. | e
MESURE
Inputs
Entrées
Video signal
Signal vidéo
Input voltage {positive synchro-
pulse) ) v 816 1 3 7 \
Tension d’entrée (impulsions de
synchro positives)
input current
Courant dentrée Il 8 0,2 mA
Flyback pulse
Impulsion de retour de lignes positives
Input current
Courant d’entrée ! | 5 01 1 2 mA
Input voltage
Tension d‘entrée V| 5-16 0,8 v
Input resistance -
Impédance d’entrée Zl 516 0,4 kS
Noise gate
Porte de bruit
Input current
Courant d’entrée gl 9 20 HA
Input voltage ’
Tension d‘entrée V, 9-16 07 \
Outputs
Sorties
Synchro pulse
/ Isi de synchro p
Output voltage 71
Tension de sortie VO 6 9 10 \Y
Output impedance on rise time R
Impédance de sortie sur le front avant ZO 716 50 Q
Output impedance on fall time
Impédance de sortie sur le front arriére Zo 7-16 2,2 kQ
3/7
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TBA 920, TBA 920 S

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES .

Tamb = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

PARAMETERS
PARAMETRES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

MIN. TYP. MAX.

UNITS
UNITES

Line amplifier

Amplificateur de lignes
Output current and voltage
Courant et ension de sortie

Peak to peak

o

Vo

25 200

9 10

mA

\

Output pulse duration
(adjust by V4_

Durée des impulsions de sortie
(ajustable par V3_ 46/

12 32

Flyback pulse phase control
Commande de la phase des impulsions
de retour de lignes

Delay accepted between output
pulse and flyback pulse

Retard acceptable entre I'impulsion de
sortie et Iimpulsion de retour de lignes

us

Output current during flyback
pulse

Courant de sortie pendant I'impulsion
de retour de lignes | 4

mA

Line oscillator {no synchronised)
Oscillateur de lignes (non synchronisé)
for 625 lines
pour 625 lignes

16625 15 %

for 819 lines
pour 8139 lignes

20475 5%

At supply cut-off,without synchro
‘nised
A la coupure de la tension d alimentation
non synchronisé

for 625 lines

pour 625 lignes

15625 £10 %

for 819 lines
pour 819 lignes

20475 £10%

Hz

Phase control between oscillator
and synchro-pulse
Asservissement de phase entre l'oscillateur
et les impulsions de synchro
With emission
Sur émission
Pull in range
Plage de capture

kHz

Keep in range
Plage de maintien

kHz

Sensibility
Sensibilité

kHz/us

With magnetoscope

Sur magnétoscope
Keep in range
Plage de maintien

+350

Hz

Pull in range
Plage de capture

+350

Hz

Sensibility
Sensibilité

kHz/us

a/7
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S62

LIS

*

Video negative-going

To vertical sync
Au séparateur synchro

Nt

Horizontal flyback
pulse

To driver of

output stage
Vers étage

Vidéo négative verticale Impulsion de retour de puissance
+12v O v, +12V
1 kS
100 pF
| f—=——=a
: l
0,1 uF 1,5 M1 & ! e I N !
;o ok ——— -
[ 47 k0 1ose [ |47 k2 100 pF 220F 109 100 uF
/ i +
4,7 nF 10 ks2 :
4,7 ki1 220 pF |
_——d
L 8
Is ‘f 16 5 0 3 2 ]
Synchro pulse s Coi Phase descrimi- Phase shifter
Séparateur detector ) 'S nator 2 and pulse
synchro Détecteur & Descriminateur shaper
coincidence phase 2 Commande Output
de la phase Sortie
de l'impul-
Schmitt trigger Phase descri- sion de
Trigger de minator 1 sortie
schmitt Descriminateur
phase
[Control
Switch switching
Commutateur Commutateur
courant de
‘ controle
Control current
Noise gate Twme:onsranx limiting oscillator
Porte de o & Courant de Oscillateur
bruit onstante de contrdle
temps
i& J 0 11 12 13 14 15 16
!
“““ i
s 33 k2
308 55,k |
b
0,22 uF 33nF | ose 13" o Rosce
1

osc trimming
Accord oscillateur

NO/ILVIITddV.a YWIHOIS
VINIHIS NOILVIIddVY

$ 026 V4l ‘026 val



TBA 920 S

PARAMETERS
PARAMETRES

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE
MESURE

SYMBOLS
SYMBOLES

Pins

B es | MIN. TYP. MAX.

UNITS
UNITES

Oscillator
Oscillateur

Oscillator frequency spead
Dispersion de la fréquence de
l'oscillateur

Ryg.16 = 3.3 kQ2
Cia.16 = 100F

AFq

14-16

%

Oscillator frequency range
Gamme de réglage de la fréquence
de I'oscillateur

fig. 1
fig. 2

AFO

14-16 5

%

Phase position
Position de la phase

Phase spead between front end
synch pulse and flyback pulse
center

Dispersion de la phase entre le front
avant de |'impulsion de synchronisa-
tion et le milieu de l'impulsion de
retour (flyback/)

fig. 1

6-16
5-16

us

Figure 1

[ HHeHH

TBA 920 S

10 k2

6/7
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TBA 920 S

APPLICATION : EUROPEAN STANDARD 625 LINES
APPLICATION  : NORMES EUROPEENNES 625 LIGNES

TBA 920 S
Réglage : Af =15%

Control

— []10 k2
56 k2 56 k2
3.3
10 nF Kk
2% T 1%
~
Figure 2
APPLICATION : FRENCH STANDARD 625 - 819 LINES
APPLICATION : NORMES FRANCAISES 625 - 819 LIGNES
Progressive change 655 819 lignes
Changement progressif 625 819 lignes
Veco—1
FO \
(Hz)
TBA 920 S
20475
625 L >819 L
819L>625L
15625 + + -
625 5 o' 3 b
{ms)
=
Figure 3
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TBA 1440 G, TBA 1441

VIDEO IF AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS FIl VIDEO

GENERAL DESCRIPTION

The integrated circuits TBA 1440 G and TBA 1441 perform the same functions and are interchangeable. . The following
advantages can be provided :

I

Decreasing residual |F at video-outputs

|

Decreasing residual |F at pin 13 (supply)

Excellent demodulation linearity

Increasing the output current at the pin 4

DESCRIPTION GENERALE

Les circuits intégrés TBA 1440 G et TBA 1441 sont destinés a remplacer les TBA 440 P et TBA 440 N, ils sont inter-
changeables. Les améliorations par rapport aux types précédents sont les s:.ivantes :

— Diminution du résidu F! sur les sorties 11 et 12
— Diminution du résidu F! sur la broche d’alimentation 13
— Meilleure linéarité de démodulation

— Augmentation du courant de charge de la capacité branché sur la borne 4

THOMSON-CSF 77 -40 1/6
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TBA 1440 G, TBA 1441

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Case
Boitier
DUAL IN LINE

PACKAGE
Boltier enfichable

CB-79

Top view
Vue de dessus

IF input 9 Tuned circuit for carrier recovery
Entrée FI Circuit accordé de récupération de porteuse
Decoupling ACG amplifier input

Découplage 10 Entrée amplificateur de CAG
Ground 1 Video negative output

Masse Sortie Vidéo négative

ACG filter 12 Vidéo positive output

Filtre de CAG Sortie Vidéo positive

Tuner ACG control 13 VCC

Commande de CAG tuner
Tuner ACG delay time adjustment 14 Output DC voltage adjustment
Réglage du retard CAG tuner Réglage tension continue de sortie
ACG gate Decoupling

Porte CAG 15 Découplage

Tuned circuit for carrier recovery 16 IF input

Circuit accordé de récupération de porteuse Entrée Fi

2/6
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TBA 1440 G, TBA 1441

BLOCK DIAGRAM
SCHEMA BLOC
o

Output DC voltage adjustment
Réglage tension continue de sortie

+Vee

Decoupling
Découplage

Supply voltage
Alimentation

_I_L\—[J—I_

Positive output

;é( 14 Sortie positive
&4@ P T T T T T N ey E - :
1
15 > : Negative
IF input ‘I 1 j_r/_LU— ;:;‘;m
———————————— - - 1 4
Entrée FI 16 : i 111 négative
—O— |
1l | ;
4 ': . P N D ' AGC adjustment
| 1 Réglage CAG-FI
O 1 110 g
Decoupling e || AV '
Découplage : ] :
2y | 19
[ SR t ! Tuned circuit
.' for carrier
1 | recovery
| 1 8 Circuit de régé
| ] nération de
} P : porteuse
|
! !
] |
I 1
| 1
| !
| cT |
l !
! |
L e o b e Li
3 - 4 6 7 Fly-back
! ter pulse for
Filtre Delay adjustment:for gated AGC
tuner AGC l— Impulsion
I /1_ Réglage du seuil CAG tuner <— lignepourle
CAG a porte
(5 V max)
3
Tuner AGC
CAG tuner
—
) Demodulator P ACG gate
Démogulateur Porte de CAG
Impedance buffer cT Temperature compensation
Al Adaptateur d'impédance Ca jon de t e
) Inverter and impedance buffer AS Threshold amplifier
/ et adap d’ir Amplificateur a seuil
AP Carrier amplifier IF amplifier
Amplificateur de porteuse AV Amplificateur FI
3/6
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TBA 1440 G, TBA 1441

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

SYMBOLS | PINS Mi T
symsoLes | srocwes | Min. Typ. Max.
Supply voltage t 1
Tension d’alimentation P <10s VCC 13 10,5 15 \Y]
Maximum voltage on pin 5 (tuner AGC)
Tension max. sur la broche 5 (CAG tuner) v 5 20 \
Ohmic resistance between pin 8 and pin 9
Résistance ohmique entre les b?oches 8et 5 R R 8-9 0 20 Q
Maximum voltage on pins 4 and 14
Tension max. sur Iges broceres der14 \ 4-14 5 \'
Power dissipation T <55°C
Dissipation de puissance amb Prot 0,7 w
O ti ient t i
Tpe:a ing :mb:gn ] Zr:ae"r: ture Tamb _o5 160 o
Junction temperature T
Température de /ancybn i +150
Junction ambient thermal resistance .
Raaitance shapmiaus onerion amby Rihtj-a) 100 °C/W
TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE + VCC
1kQ Vidéo (positive)
%' A :
—
{7} —O
! 22k8 TkQ Vidéo  (négative)
3/5 turns
3/5 spires 22'.‘1 10k 12 pF
| |
7
—— TBA 1440 G
22nF 100 pF:
T " TBA 1441 P

Gain controlied VUHF
input stage

Etage d’entrée commandeé
en gain sur le tuner VUHF
3

+0—o

4/6
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TBA 1440 G, TBA 1441

STATIC CHARACTERISTICS Tamb = 25°C Vee =18V
CARACTERISTIQUES STATIQUES
Test conditions Pins i
Conditions de mesure Broches Min.  Typ. Max.
Supply current
Courant d‘alimentation lCC 13 42 mA
Tuner control current capability
Courant de je du tuner di: ibl Vg >2v | 5 10 15 mA
max gain
Gain max. v 4 0 05 v
IF ACG voltage
Tension de CAG Fl . ]
min gain
Gain min, v 4 25 5 \
Clock pulse voltage
Amplitude de Iimpulsion de porte CAG 7 -2 -5 v
Output resistance —
Résistance extérieure de sortie v(1 1) 3 Vpp Ro 10-11 3 k2
Output current to ground
Courant de sortie vers la masse o 11-12 5 mA
Output current to positive supply | 1
Courant de sortie vers I’alimentation positive (o] 12 -1 mA
max gain 18 kQ
) Gain max. Z| 1-16 2 F
Input impedance P
Impédance d’entrée
min gain z 1-16 19 k2
Gain min. | 1 0 oF
Input voltage 3V
Tension d'entrée Video output \ t-16 | 70 100 300 uv
Sortie Vidéo :
Video band width
Largeur de bande video B 6 7 MHz
Range of regutation Gmax
Dynamique de CAG ‘Gmin 52 56 d8
Residual IF 1
Résidu F! \ 12 10 mv
= OO
Output voltage pin 11 Ria_3 \ " 55 v
Tension continu sur la sortie 11 R1 4-3 = 0 \ 1 9,6 \
Output voltage pin 12 Rig_3 == v 12 19 v
Tension continu sur la sortie 12 R14 _3 = 0 v 12 25 v
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TBA 1440 G, TBA 1441

(dB)
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12

10

oo

(mA),
18

16
14
12

10

NOISE FACTOR F =f (a)
FACTEUR DE BRUIT F = f(a)
Vvidéo f 3 Vpp
cc = 15V
Rg =500 Q
f =36 MHz
a4 =3 MHz
/
]
max —10 —20 -30 -40 50 (dB)
UVHF AGC current |
COURANT DE COMBANDE CAG
TUNER (broche 5)
TBA 1440 G
o1
// /
=}
—s—gf ¢ sf‘; Am
~ n Q < = |9
< NI -—l - o
4L A 4 /
max —10 —20 -30 -40 -50 (dB)

G

IF AGC VOLTAGE
TENSION DE CAG F!

Yy
(V) Vvidéoi3vpp [
Voo =15V |
f =36 MHz '/
R =500 2
15 G 7
/‘/
/7
i
10 // | ;
0,5
0
Grax —10 —20 —30 —40 50 ({dB)
UVHF AGC current |
COURANT DE COMMANDE CAG
TUNER (broche 5)
TBA 1441
's
{mA);
18 — F—
16 5 §\\\\\
Wl A \\ N\
12
10 \
© 0|
8 @ a—ot—=1- 14
= e ~ = 2 o
L
A
) VIV
SEERNAVAVANAN
Gpax —10 —20 —30 —40 -50 (dB)

6/6

Ana



TDA 1048

FI AMPLIFIER AND AM DETECTOR
AMPLIFICATEUR FI ET DEMODULATEUR AM

GENERAL DESCRIPTION

The integrated circuit TDA 1048 is intended for use in the french sound section of TV receivers (AM) ; this circuit

includes the following functions :

— Fl amplifier with automatic gain control
— AM detector with low distorsion
— Electronic potentiometer (Audio frequency volume control by variation of DC voltage) .

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit intégré TDA 1048 est destiné & la partie son des téléviseurs aux normes frangaises - ce circuit remplit les

fonctions suivantes :

— Amplification Fi (39,2 MHz) avec contréle automatique de gain
— Démodulation avec faible distorsion
— Potentiométre électronique {commande du volume son par variation d’une tension continue)

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE

Top view
CASE
BOITIER CB-79 Vue de dessus

Ground 9 DC control input of BF pre-amplifier
Masse Entrée contrble de gain du pré-amplificateur BF
Decoupling 10 BF output after electronic potentiometer
Découplage Sortie BF aprés potentiométre électronique

BF constant level output 1 Output regulated voltage
Sortie BF & niveau constant Sortie tension stabilisée

BF constant level input 12 Supply voltage
Entrée BF a niveau constant Tension d‘alimentation

F1 input for demodulation 13 Decoupling

Entrée Fl pour démodulation Découplage

Filtering condensator 14 Decoupling

Condensateur de filtrage Découplage.

F1 output 15 HF input

Sortie F/ Entrée HF

Supply voltage of Fl output amplifier 16 Decoupling

Tension d‘alimentation de I'amplificateur de Découplage
sortie FI

THOMSON-CSF

DVISON. SEMICONDUCTEURS

SES=@SEM

78-44
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TDA 1048

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Transformer input 3 : 5
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION Entrée transformateur 3 : 5
PARAMETERS SYMBOLS PINS .
PARAMETRES SYMBOLES srocwes | Min- | Typ. | Max.
Supply voltage
Tension d‘alimentation VCC 16,5 A%
Power dissipation
Dissipation de puissance Pwt 700 | mwW
Ambient operating temperature
Temp biante de foncti Tamb 0 60 °C
Storage temperature
Température de stockage Tﬁg —40 +125[ °C
Maximum junction temperature T
Température maximale de jonction ] 125 °C
Junction ambient, thermal resistance Rth(i-a) 100 | ccrw

Résistance thermique, jonction ambiante

Available current at the pin 11
(regulated internal power voltage) 1 5 mA
Courant disponible & la broche 11

(source de tension stabilisée interne)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb = +25°C +V¢e =12V

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES FFI = 40 MHz
PARAMETERS SYMBOLS PINS i
PARAMETRES SYMBOLES srocHes | Min | Ty | Max.

Supply voltage

Tension d‘alimentation +VCC 12 10 15 Vv

Supply current

Courant d‘alimentation 7+8+12 29 37 48 mA

F1 constant output current

Courant continu de sortie F/ 7-8 4 mA

(17 =18)

Input regulation voltage (threshold) V. 5609

Tension d’entrée au seuil de régulation a -

(BF, o —3 dB) | 15-16 100 uVeff

= % A 1

AF output voltage m - 80 % VBF 0 09 11215 Veff

Tension de sortie BF m = 50 % BF 10 750 mVeff
m=30% VBE 10 500 mVeff

Maximum AF attenuation VBF max

Atténuation BF maximum v : 10

(11 = 47 uF) VBE min. 70 80 dB

AF output impedance constant level
(before volume adjustment)

Impédance de sortie BF & niveau constant (avant 3 150 195 Q
réglage du volume)

AF output impedance (after volume adjustment)

Impédance de sortie BF & niveau variable (aprés réglage 10 100 | 130 Q

du volume/

Load impedance from pin 3 R

Impédance de charge & la broche 3 L 3 33 (39

Load impedance from pin 10 R

Impédance de charge & la broche 10 L 10 3.3 k2
3/5
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TDA 1048

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb= 725°C +Vge =12V rransformer input 3 : 5

Entrée transformateur 3 : 5

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

FF' = 40 MHz

PARAMETERS
PARAMETRES

SYMBOLS
SYMBOLES

PINS
BROCHES

Min.

Typ.

Max.

Available regulated output voltage
at pin 11

Tension stabilisée interne disponible &
/a brache 11

n

a4

48

5,8

Temperature coefficient of regulated
voltage {between -+20° and +70°)

Coefficient thermique de la source de ten-
sion stabilisée (entre +20° et +70°)

+1

mV/°Ki

30 %
30%

I

AF distorsion for m
Distorsion BF pour m

50 %
50 %

AF distorsion for
Distorsion BF pour

33

W

%

=80%
= 80%

AF distorsion for
Distorsion BF pour

33

%

Output AF level variation for 55 dB
of Fl signal input variation

Variation du niveau de sortie BF pour
55 dB de variation du signal d’entrée Fi

dB

AF amplification pin 4 at 10
Gain BF de broche 4 & 10

dB

Input impedance pin 4
Impédance d’entrée & la broche 4

6,5

11,5

kQ

Levet AF output tolerante at pin 10
Tolérance sur niveau de sortie BF & la
broche 10

-2

+2

dB

Input impedance for maximum gain
Impédance d’entrée & gain maximum

2,25
29

kQ
pF

Input impedance minimum gain
Impédance d’entrée & gain minimum

1,75
33

kQ
pF

Resistance of volume control poten-
tiometer for —30 dB AF level maxi-
mum.

Résistance du potentiométre de réglage
du volume pour un niveau BF —30 dB
au dessous du maximum.

pot

k2
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TDA 1048

APPLICATION DIAGRAM
SCHEMA D’APPLICATION

BF output after volume

adjustment
+v Sortie BF aprés réglage du
cc volume 10 k@
v MH 220uF Q12V 1

Input /1 39,2 z

Entrée 0—\% — ? =1 47 uF 12,2 uF

6;)/;2 i N 47 nF ! A 47 nF 48V
1 47 nF I 47k

g

1f I‘TS"I 1a “7!"?_1'37 @h 12) lJn_l ﬁlg— =]

¥
'

Ad

A3 }} - 'AB
L ‘
r; 100
Ampli of AGC
A6\ ampli de CAG
[ [
15 kS FILTER DEMOD. ) \
TDA 1048
. Y 33k
\

1 2 I 3 4
(100 uF)
&@ 22uF o 05uF 47 pF @
N 47 pF

N

BF BF
Output with constant Electronic volume
adjustment input

level for V| = constante

. . Entrée du réglage de
Sortie 4 niveau constant pour volume électronique
VI = constante
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TDA 1057

FIXED VOLTAGE REGULATOR
REGULATEUR DE TENSION FIXE

GENERAL DESCRIPTION

FIXED VOLTAGE REGULATOR (TEMPERATURE COMPENSATED)

The TDA 1057 monolithic integrated circuit is a temperature compensated fixed voltage regulator designed to supply
control voltage for varicaps in UHF and VHF TV tuners. It's a dipole which is used in the same way as a zener diode.

DESCRIPTION GENERALE

REGULATEUR DE TENSION FIXE (COMPENSE EN TEMPERATURE)

Le circuit intégré monolithique TDA 1057 est un régulateur de tension fixe, compensé en température, destiné particu-
liérement & la polarisation des diodes 8 capacité- variable dans les tuners UHF et VHF. C’est un dipdle qui s’utilise

comme une diode zener.

UTILIZATION DIAGRAM
SCHEMA D°UTILISATION

12 k82
(o3 —r ¢ o | =135mA
Valim = 200V TDA 1057 Eﬂ 300 1© 4700 pF V=31-35V
o- o)

06 - 76 1/4
THOMSON - CSF
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TDA 1057

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Case : CB-161
Boltier

Bottom view
Vue de dessous

12

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb = 25°C

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Regulation current for 35 V

Courant de régulation pour 35 V |Z 18 mA
(see figure 2)

{voir figure 2)

Power dissipation to t =25°C (see figure 1) P

Dissipation de puissance nr';’l; p=25°C [fvoir figure 1) tot 625 mwW
Junction temperature T. °
Température de jonction max ] 150 C
Storage temperature min T —40 oC
Température de stockage max stg +150 °C

2/4
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TDA 1057

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES am (Sauf indications contraires)

Test conditions Min

Conditions de mesure . Typ. Max.

Regulation voltage {1)

Tension de régulation Iz =5mA Vz 31 35 Vv

Differential resistance

Résistance différentielle Iz =5mA rz 9 25 Q

Temperature coefficient of regulation
voltage for 0°C < tamb < 70°C.
Coefficient de variation de la tension en Iz = 5 mA
fonction de la température dans le domaine
0°C < gy, <70°C.

AVz
A

T -3,1 2,3 155 mV/°C
amb

(see figure 3)
(voir figure 3)

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Jun_ctlon-a[nble_nt thermal resnstgnce} Rth(j-a) 200 °C/W

jonctic
ique (j

Junction-case thermal resistance R . R
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c) 83 C/W

(1) Three voltage classes are available on request :och1— 31,0-32,2
Trois classes de tension sont livrables sur demande cl.2— 31,8-34,2
cl.3— 338-350

3/4
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TDA 1057

Figure 1

MAXIMUM POWER DISSIPATION
DISSIPATION DE PUISSANCE MAXIMALE

P
tot

(mw)

600

400

200

N

Figure 2

MAXIMAL REGULATION CURRENT VERSUS
TEMPERATURE

COURANT MAXIMAL DE REGULATION EN
FONCTION DE LA TEMPERATURE

(mA)

20

15

tamb
0 25 50 75 100 125 am (oc)

case

75 100 125 tamb! °C)
Figure 3
VOLTAGE VARIATION VERSUS
TEMPERATURE forlz =5mA
VARIATION DE LA TENSION REGULEE
EN FONCTION DE LA TEMPERATURE
pour lz =5 mA
avy
(mV)
-
//
60 2
_ y/
Ky
30 \
typical
ot Do A
1
-30 !
|
\ L
—60 : \"';‘,-
%
| %
-90 T &
1 \
|
-120 T
1 \
1
-150 L
0 20 40 60 tomb
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TDA1104 SP

ESM 273

VERTICAL SWEEP SYSTEM
SYSTEME DE BALAYAGE VERTICAL

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

GENERAL DESCRIPTION
The TDA 1104 SP is a complete vertical sweep system designed for T.V. sets. |t includes a triggerable ramp generator,

a power amplifier, a blanking-pulse generator and safety systems. I ts large output transistors and special "power-in-line”
case make it able to work without any external power stage.

Synchronisation
A positive pulse can trigger fly-back only during the last 4/10 of free oscillating period.

Blanking

Blanking output voltage is 12,6 V during 1,3 ms (other values by modifying resistor between 4 and ground). When
connecting 3 to ground, blanking gate on, allowing cut-off adjustment of picture tube. If there is no sweep, blanking is
switched on automatically, providing a permanent picture-tube cut-off.

Oscillator
The oscillator provides a positive going ramp voltage with C precorrection, so that output current be linear with a low
value of coupling capacitor, thus reducing bouncing caused by synchronisation.

The sawtooth is available at pin 5 with low output impedance ; its amplitude keeps proportional to Vg or to any
other voltage present at pin 12 ; its slope exhibits very small dependance on temperature.

Power amplifier
Current feed-back ensures a constant amplitude picture with respect to temperature and allows to use a low-valued
output capacitor. Inverting and non-inverting configuration are possible.

Safety systems
— If junction temperature increases too much dissipated power is reduced automatically.

DESCRIPTION GENERALE

Le TDA 1104 SP est un systéme complet de déviation verticale pour récepteur de télévision. |l contient un générateur
de rampe synchronisable, un amplificateur de puissance, un générateur d’effacement et des dispositifs dp sécurité. Ses
transistors de sortie largement dimensionnés et son boftier spécial “power-in-line” le rendent apte a fonctionner directe-
ment sans étage de puissance extérieur.

Synchronisation
Une impulsion positive peut déclencher le retour seulement pendant les derniers 4/10 de la période libre.

Effacement — Sécurité

La tension d'effacement est de 12,6 V pendant 1,3 ms (ajustable en modifiant la résistance entre 4 et masse). En reliant
3 4 la masse, on provoque l'effacement, ce qui permet de régler le cut-off du tube image. En l'absence de balayage,
le circuit assure l'extinction permanente du tube-image.

Oscillateur
L ‘oscillateur fournit une rampe de tension croissante précorrigée en C, de fagon que le courant de sortie soit linéaire,
avec une faible valeur de la capacité de liaison ainsi le rebondissement de | 'image a la synchronisation est réduit.

La dent de scie est disponible sur la broche 5, sous faible impédance ; son amplitude est proportionnelle a Vo ou &
toute autre tension appliquée a la broche 12 ; sa pente dépend trés peu de la température.

Amplificateur de puissance

Gréce.é la contre-réaction de courant, |'amplitude de |'image ne dépend pas de la température, et une capacité de sortie
de faible valeur est suffisante. Les deux configurations : amplificateur inverseur ou non inverseur, sont réalisables.

Protections
— Une température de jonction trop élevée provoque automatiquement la réduction de la puissance dissipée.

THOMSON-CSF 78-44 1/5
DMSION SEMICONDUCTELRS
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TDA 1104 SP

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Case : CB-215
Boi'tier
2] 4] 6f8l1012{14]16
135 9 N1315 17
Substrat + Input
1.17 Substrat 9 Ent:ég +
2 Synchronisation 10 Compensation
Synchronisation Compensation
3 Capacitor 1 — Input
Condensateur Entrée —
Reference current + V~n(oscillator]
4 Courant de référence 12 cc (Ioscillarewl)
Oscillator output
5 Sortie oscillateur 13 Bootstrap
Frequency adjustment + Ve (power)
6 Régiage de fréquence 14 cc {puissance)
7 Blanking output 15 Output
Sortie effacement Sortie
8 Safety blanking input 16 Power ground
Effacement de sécurité (entrée) Masse de puissance
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance
Rési: thermique (j e biante) Rth(j-a) 35 °C/w
Junction- th | resist;
Junction-case thermal resistance Rth(j-c) 3 oC/W

boitier)

que {}

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

P\ot

(w)

15

{1) Without heatsink

Sans radiateur

(2} With heatsink 5°C/W
Avec radiateur 5°C/W

150

T amb‘ocj
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TDA 1104 SP

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (Sauf indications contraires)
Supply voltage * \Y%

Tension d’alimentation cc 36 \%
O utput peak current (non repetitive) |

Courant créte de sortie (non répétitif) opP 35 A
Ouput peak current (repetitive) |
Courant créte de sortie (répétitif) op 25 A
Junction temperature T. - 40 °C
Température de jonction J +150 o
Storage temperature Tst - 40 °C
Température de stockage 9 +150 oC
*Application without fly-back generator

Application sans générateur de retour
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (See application diagram,
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES {Voir schéma d’application)
Typ.

Free oscillation period ~ R.6—1=4,7 kQ

Période libre C1=C2=0474F T 25 ms
Oscillator supply current

Consommation de !’oscillateur 112 7 mA
Availablie current at pin 5

Courant disponible en 5 10 mA
Sync pulse amplitude V.2 1 v
Amplitude de |'impulsion de synchronisation -

Blanking pulse amplitude

Amplitude de I'impulsion d‘effacement V.7 12,6 \
Blanking available current at pin7 *

Courant d‘effacement disponible en broche 7 1.7 0,15 mA
Blanking pulse duration 13 ms
Durée de I'impulsion d'effacement M

Deflection current (peak to peak) 4

Courant de déflecteur (créte a créte) A
Input bias currents

Courants de polarisation d’entrées I.9-1 100 nA

To get an upper blanking current, put an external resistor from 7 to VCC. The pin 7 capability of switching an external
current to ground is 8 mA.

Pour obtenir un courant d‘effacement supérieur, mettre une résistance extérieure entre 7 et V. La broche 7 est capable de commuter
vers la masse un courant de 8 mA.

3/5
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SYNCHRO.

Vee
1kQ ?
Lo
47 uF
680 k 22Me Tt & ’
)
47 nF N
7 12 13
TDA 1104 SP
1 16

220 kQ

220k  22kQ

Positive fly-back
Retour positif

YOKE
BOBINE

15kQ

0,68 uF

AMPLITUDE LINEARITY CORRECTION
CORRECTION LINEARITE
(Tj =90°C; T, = 56°C)
R nominal [L nominal | l~~ nominal| v | supply P dissipation T R, heat sink
1 valiice i (oo} p ion dissi} R th radiateur
PIL 110° Tore-Tore 390 3,2mH 31A 27V 0,46 A 75W 1ms 2,3°C/W
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SYNCHRO O

Positive fly-back
Retour positif

YOKE
BOBINE

47 uf L
680 kQ 22M8 1N 4001
!
47 nF|
15ka &
5kQ 9 8 7 12
6
2ka
TDA 1104 SP
A\
1 1"
047 uF ™
0.224F 140 v
047 “F& AMPLITUDE
0.150

330
LINEARITY CORRECTION
CORRECTION LINEARITE Y

{Tj=90°C; T, ., = 56°C)
" rommat | nomimar | rommat | “CC |'Sintoion | * ctsnoion | TR Fin e
PIL 110° Selle-Tore 258 6,25 mH 2,54 A 14V | 038A 3w 0,86 ms 10°C/W
30 AX 69 10 mH 1,95 A 21v 03A 37W 0,7 ms 8°C/W
PIL 90° Selle-Tore 779 19,2 mH 1,1A 165V| 0,18A 18W 1 ms 18°C/W
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TDA 1550

FIXED VOLTAGE REGULATOR
REGULATEUR DE TENSION FIXE

GENERAL DESCRIPTION

FIXED VOLTAGE REGULATOR (TEMPERATURE COMPENSATED)

The TDA 1550 monolithic integrated circuit is a temperature compensated fixed voltage regulator designed to supply
control voltage for varicaps in UHF and VHF TV tuners. It's a dipole which is used in the same way as a zener diode.

DESCRIPTION GENERALE

REGULATEUR DE TENSION FIXE (COMPENSE EN TEMPERATURE)

Le circuit intégré monolithique TDA 1550 est un régulateur de tension fixe, compensé en température, destiné par-
ticuliérement & la polarisation des diodes & capacité variable dans les tuners UHF et VHF. C’est un dipéle qui s'utilise
comme une diode zener.

UTILIZATION DIAGRAM
SCHEMA D'UTILISATION

33kQ
—0

Valim = 200 V TDA 15650 | 2 :F 300 1 4700 p [V=31-35V
o o

¥momson-csn= 77-18 113
THOMSON.GSE
SESmSEM 321




TDA 1550

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Case : CB-102
Boitier

Materiel : glass
Matériau : verre

N\

ELECTRICAL CHARACTERISITICS Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Sauf indications contraires)

Marking : clear, ring at cathode end
Marquage : clair, anneau c6té cathode

Test conditions Min. Typ. Max.
Conditions de mesure
Regulation voltage (1) I, = BmA \'%
Tension de régulation z z 31 35 v
Differential resistance I, = 5mA 7 12 25 Q
Résistance différentielle
Temperature coeféicient of regulation
voltage for 10°C < Tymp < 50°C AV
Coefficient de variation de la tension en fonc- IZ = 5mA E-L =31 1,55 mV/°C
tion de la température dans le domaine amb
10°C < Tamp <50°C
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance Ry
Résistance thermiqus (jonction ambiante) thija) <400| oW
(1) Three voltage classes are available on request g: ; - ;3;1 83233 2
Trois classes de tension sont livrables sur demande cl: 3 - 33'8 . 35'
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TDA 1550

LIMITING VALUES Tamb = 25°C
VALEURS LIMITES ABSOLUES
Regulation current 'Z See curve mA
Courant de régulation Voir courbe
Storage temperature T - 20 °C
Température de stockage stg +150 °C
Junction temperature T. °
Température de jonction I 150 ¢
MAXIMAL REGUL. N RRENT VERSUS
TEMPERATUHGE ATION CU s VOLTAGE VARIATION VERSUS TEMPERATURE
COURANT MAXIMAL DE REGULATION EN VARIATION DE LA TENSION REGULEE EN
FONCTION DE LA TEMPERATURE FONCTION DE LA TEMPERATURE
I avy, <
(mA) (mV}) \ ~
60—\

o |
\ \1'3()%'
30
10N\ -

0
\ \;vpn:cal
~30 ypique

5 \
\ N5,
—90 N5,
\ ¥,
N -120 \%’t{—
I, =5 mA
0 15002 2" N
0 50 100 Tomp°C) .o 20 40 60 T, pl°C)
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TDA 2590

LINE OSCILLATOR COMBINATION, BURST, BLANKING AND FRAME PULSES
SEPARATORS FOR TV SETS

BASE DE TEMPS LIGNES, SEPARATEUR D'IMPULSIONS TRAME, SALVES COULEUR ET
EFFACEMENT LIGNE POUR TV (JUNGLE)

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

GENERAL DESCRIPTION

The line oscillator combination TDA 2590 is a monolithic integrated circuit intended for the horizontal deflection of
the black and white and colour TV sets picture tube, supplied with transistors or thyristors stages.

This circuit is able to perform the following functions :

— Sync-pulse separator
— Line oscillator
— Phase comparation between sync-pulse and the oscillator.
— Phase comparation between the oscillator waveform and the middle of the line flyback pulse
— Line power stage phase lagging circuit
— Two time constants function :

- locking state assuring good noise immunity

tracking state assuring low time capture

— Time constant and gate switching for Vg operation
— Frame pulse separator (B, G, L and E standards)
— Burst pulses (PAL and SECAM) and blanking pulses generator
— Switching of control pulse width and switch-off (transistor or thyristor)

— Integrated output stage for direct thyristor triggering or driver transistor command.

DESCRIPTION GENERALE

Le TDA 2590 est un circuit intégré moanolithique permettant de réaliser la base de temps lignes dans les récepteurs de
télévision en noir et blanc et en couleur utilisant des étages de balayage équipés de transistors ou de thyristors.

1/ remplit les fonctions suivantes :

— Séparateur signal-synchro et porte de bruit

— Oscillateur de lignes

— Comparateur de phase entre 'impuision de synchro de lignes et /’oscillateur
— Comparateur de phase entre I'impulsion de retour de lignes et I'oscillateur
— Circuit de rattrapage de la phase de |’étage de puissance de lignes

— Deux constantes de temps permettant le fonctionnement dans I'état synchrome avec une bonne immunité aux
bruits et dans |’état recherche avec un temps de capture réduit

— Porte pour I'utilisation d’enregistreurs Vidéo

— Séparateur des impulsions de synchronisation trame (normes 8, G, L et E)

— Elaboration d’impulsions de sélection de salves de couleur (PAL, SECAM) et d’impulsions d’effacement de retour
de lignes

— Circuit de changement de /a durée de I'impulsion de sortie (attaque transistors ou thyristors)

— Etage de sortie permettant |‘attaque directe des circuits & thyristors et du driver des circuits & transistors.

78 - 11
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TDA 2590

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Too o
Case CB-179 Vo e s
Boitier

POWER DISSIPATION
DISSIPATION DE PUISSANCE

PID!

w) \\

1

(1) Thyristor firing

V, Déclenchement thyristor
(2). t
13) \ (2) —.?-= 0,25 transistor command (¢p mini)

commande transistor

0,5

13 . . .

(3) < =05 transistor command (¢ maxi)
commande transistor

O
o} 25 50 75 100 Tamb( C)

V14ﬁl
' 20 40 60 80 t
| T (us)
03,
A
0,5 —
transistor : 13 | max.
1
L -
( t
t: us)
lozy 3,
(A)
0'6 1 jre—
thyristor 6
Tt
(us)
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TDA 2590

LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Vi_16 8 13,2 Vv
Va_16 0 18 v
Voltages
Tensions \/4 _16 0 13.2 v
Vog_ 16 -6 6 v
Vio- 16 -6 6 v
Vii-16 0 13,2 v
lom2 0.4 A
lom3 04 A
Currents
Courants | 4 1 mA
's +10 mA
I7 18 mA .
11 2 mA
Power dissipation
Dissipation de puissance PtOt 1.2 W
Junction temperature .
Température de jonction T] 150 °C
Storage temperature T
Température de stockage stg 150 °C
Junction ambient thermal-resistance Ruv
Rési thermique (j 7 j j th{j-a) 80 °C/W
Operating temperature
pérature de foncti Toper -20 by +60 °c
3
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TDA 2590

Output frame pulse
Sortie d'impulsions Trame

Burst and blanking generator stage
Elaboration de salve couleur et d’effacement ligne

Phase comparator 2
Comparateur de phase 2

Phase advancing

Anticipation de la phase

Output pulse duration selector
Sélection de la durée de I'impulision de sortie
Output stage

Etage de sortie

Inhibit for V1 <4V

Blocage pour V1 <4V

Frame separator

Séparateur Trame

Gate  (SH-SV)

Porte

Synchro mode switch

Ce de mode de synchr

Gate  (SH-SV-G)

Porte

Output pulse generator
Elaboration de I'impulsion de sortie

Synchro-gate pulse generator
Elaboration de I'impulsion de porte de synchronisation

Synchro-separator

pa de synchr

Noise separator
Séparateur de bruit

Coincidence detector
Détecteur de coincidence

Time constant switch
Commutateur de constante de temps

Phase comparator 1
Comparateur de phase 1
Voltage limiter
Limiteur de tension

Oscillator
Oscillateur

5/11
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TDA 2590

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

T

amb = 25°C,

Vee= 12V

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Pins
Broches

Min. Typ. Max.

Sync-separator
Séparateur de synchronisation

On-state current
Courant & |’état conducteur

5 100

UA

Off-state current
Courant & I'état bloqué

Vg_1g =5V

uA

On-state input voltage
Tension d’entrée & I’état conducteur

Video signal
Signal vidéo

F =15625 Hz

Noise separator
Séparateur de bruit

Input threshold voltage
Tension de seuil & l'entrée

On-state current
Courant & l’état conducteur

HA

Off state current
Courant & I’état bloqué

Vip-16 =5V

LA

Video signal
Signal vidéo

F =15625 Hz

10-16

Noise superimposed
Bruit superposé

10-16

Line oscillator
Oscillateur de lignes

Current generator
Courant de charge et de décharge

0,48

mA

Current necessary to the current
generator

Courant nécessaire & I’élaboration du
courant de charge et de décharge

Ri5_16= 12 k2

0,55

mA

Voltage at pin 15
Tension & la broche 15

Free frequency
Fréquence libre

Frequency dispersion
Dispersion de la fréquence

External frequency adjust range
Gamme de 1 églage de la fréquence

Oscillator sensibility
Sensibilité de I'oscillateur

Hz

See figure 1
Voir figure 1

%

Ciq =470F
Ryg = 12kQ

%

Hz/uA

Frequency dispersion versus VCC
at4Vv

Dispersion de la fréquence lorsque le
Vecchute 8 4 v

Veg =12V»4V

%

6/11
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TDA 2590

STATIC CHARACTERISTICS

T = 25°C Veoer= 12V (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb + Yce (Sauf indications contraires)
Test conditions Pins .
Conditions de mesure Broches Min. Typ. Max.
Phase comparator 1 (sync-pulse-
oscillator
Comparateur de phase 1 (impulsion
de synchro-oscillateur)
Permitted control range
{voltage limiter)
Plage de contréle permise Vis 13-16 | 3,8 8,2 \
flimiteur de tension) .
Control current During sync-pulse
Courant de contréle Pendant le top de £} 13 1.9 21 23 mA
synchronisation
Without sync-pulse
Leakage current Sans top de synchro-
Courant de fuite nisation tlg 13 1 HA
V13 =4V-+8V RO 13 05 MQ
Output resistance
Résistance de sortie
Vi =<38V~>
137 3%ov Ro 13 100 Q
Global PLL 1 characteristics
Caractéristiques globales de la boucle &
verrouillage de phase 1
Sensibility A Fo
Sensibilité S1= At 2 kHz/us
Sensibility dispersion AS] 0
Dispersion de la sensibilité S1 +10 %
Lock and capture range ..
Plage de capture et de maintien R 13-14~ 82kQ2 AF N + 800 Hz
Coincidence detector
Détecteur de coincidence
With coincidence _
Avec coincidence 'o n 15 mA
Output current
Courant de sortie
Without coincidence
Sans coihcidence + IO 11 0,1 mA
Time constant switch
Commutateur de la constante de temps
Output voltage +
Tension de sortie 2 <1mA Vo 12 6 v
V11 =25V-7V RO 12 100 Q
Qutput resistance
Résistance de sortie
Viq =<15V~> R 12 60 o
>9v 0 k
7/11
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TDA 2590

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

T 25°C,

amb =

Vo= 12V

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Pins
Broches

Min. Typ. Max.

Phase comparator 2 (flyback-oscillator)
Comparateur de phase 2 (retour lignes-
oscillateur)

Control voltage range
Gamme de contrble

5,4 7,6

Control current
Courant de contréle

During flyback
Pendant le retour
tignes

mA

Flyback input
Entrée retour lignes

mA

k2

Delay accepted between output
leading edge and flyback pulse
Retard accepté entre I'impulsion de sortie
et l'impulsion de retour flignes

td

us

Global PLL 2 characteristics
Caractéristiques globales de la boucle &
verrouillage de phase 2

Voltage sensibility
Sensibilité en tension

3-5

us/V

Sensibility dispersion
Dispersion de la sensibilité

%

Overall phase relation
Relation de phase globale

Phase between middle sync-pulse and
middle flyback pulse

Phase entre le milieu de I'impulsion de
synchronisation et le milieu de I'impulision
de retour lignes

us

8/11
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TDA 2590

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb = 25°C.

Vee = 12V

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Pins
Broches

Min. Typ. Max.

Frame pulses separator
Séparateur d'impulsions de trame

Delay between leading (trailing) edge
of input signal and leading (trailing)
edge of output signal

Retard entre fronts avant des impulsions
d’entrée et de sortie (respectivement
fronts arriéres)

us

totf 9-8

us

Qutput voltage
Tension de sortie

VO 8

Qutput resistance
Résistance de sortie

2,5

k2

Burst and blancking generator
Impulsions de sélection des salves couleur et
d‘effacement

Phase between middle sync-pulse and
trailing edge of burst pulse

Phase entre le milieu de l'impulsion de
synchronisation et la fin de ' Ision de

sélection des salves

58 6,7 77

Burst pulse duration
Durée de I'impulsion de sélection des salves

7 7

us

Output pulses for driving deflection stage

P de de de I’étage de balayag

QOutput pulse duration
Durée de I'impulsion de sortie

Vy >82V

3 3

45 6 15

us

Vg <4V

14 +td

us

No output pulses
Pas d'impulsions en sortie

42VVya<8 vV

3 3

us

Output voltage
Tension de sortie

+I03= 100 mA

Pin2to 12V
Broche2a 12 v

Vorp 3

10,5

Maximum output current
Courant sortant maximum

Maximum sink current
Courant entrant maximum

+|O 3

0,5

0.1

9/11
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TDA 2590

WAVEFORMS  (with Vgg = 12V)
FORMES D'ONDE (avec Voo =12 V)

Viay

7.6V

44V

Video
A

Separation level

Niveau de séparation 1V

-

B

R

3
+2,1mA
-21 mAL !
A 7
Flyback
Retour lignes 50~
300 V
Tt
'sh
+1mA
] Kl
-1 mA
t
2T i: 3
1MV
Transistor command r
Commande transistor -f
I o
t
t
Vi3 3
B

Déclenchement thyristor |

|

. 1MV
Thyristor firing | H

C——
R

F——o
———

\57

v

3V

-
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TDA 2590

APPLICATIONS SCHEMA
SCHEMAS D'APPLICATION

— THYRISTORS v

O+12V 10 4F
1080
100 uF
h+
[ 4 y
0,47] ’
uF 3

24V

™

TDA 2590

™
Ll |

EHEE-]

_I

— TRANSISTORS

+12V
+Vee
(ESM 181) —{——O
(ESM 1110}
BU 208

: T

" BY 186 A]:

i Fﬁ -

L1
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TEA1000

ESM 352

RGB AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS RVB

GENERAL DESCRIPTION TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

The monolithic circuit TEA 1000 comprises 3 RGB amplifiers with black level clamping. It is particularly intended for
color tube cathode driving (P.1.L tube). The outputs enables to drive directly the hight volitage video-transistor.

DESCRIPTION GENERALE

Lecircuit intégré TEA 1000 comprend 3 amplificateurs RVB munis d’un systéme de verrouillage du niveau noir. Il est
spécialement adapté a4 la commande par les cathodes des tubes trichromes (tube P.I.L ). Les sorties permettent d’attaquer
directement le transistor vidéo H.T.

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
{nput voltage
.Tension d’entrée V| VCC \%
Supply voltage v

Tension d‘alimentation cc 18 \
Maximum voltage on pins 10-12-14 (comparators input) v 12 v
Tension max sur les broches 10-12-14 (entrées des comparateurs)

Maximum voltage on pin 8 (blanking input) v

Tension max sur la broche 8 (entrée d’échantillonnage) 5 \%
Minimal laod resistance R

Résistance minimale de charge L 3 [39)
Power dissipation P

Dissipation de puissance tot 0,6 w
Storage temperature

Température de stockage Tstg —40a +125 °Cc

78-44 1/5
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TEA 1000

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Case TO-116 (CB-2) Top view
Bortier Vue de dessus
1 VCC 8 Blanking input
Echantillonnage
2 Ground 9 Input B
Masse Entrée voie B
3 Output R 10 Feedback input B
Sortie voie R Entrée de contre-reaction voie B
4 Output G " Input G
Sortie voie V Entrée voie V
5 Output B 12 Feedback Input G
Sortie voie B Entrée de contre-réaction voie V
6 Not to use 13 Input R
Ne pas utiliser Entrée voie R
7 N.C 14 Feedback Input R
Entrée de contre-réaction voie R
2/5
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TEA 1000

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb = 25° C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min.

Typ. Max.

Quiescent output voltage
Courant d‘alimentation au repos

25

mA

Comparator bias current
Courant d’entrées des comparateurs

UA

Sampling gate control current
Courant de commande de /a porte
d’échantillonnage

mA

Charge current for coupling capacitor
Courant de charge de la capacité de liaison

0,15

mA

Internal reference voltage
Tension de référence interne

Internal reference voltage,
température coefficient

Coefficient de température de
la tension de référence interne

mV/°C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Vee =12V

Amplifier gain
Gain de I'amplificateur

Input impedance
Impédance d’entrée

100

kS

Gain stability vias temperature
Stabilité du gain (0 & 70°C)

%

Differential gain variation vias
temperature
Stabilité différentielle des gains (0 & 70°C}

05

%

Black level voltage variation at input
Dérive du niveau noir & l'entrée C =47 nF

0,2

mV/us

Band width
Bande passante 3 —3 dB

MHz

Output range
Dynamique de sortie
(facteur de linéarité = 0,7)

AV

Slew rate
Pente maximale du signal de sortie

100

Vius

* Pylsed t. =200us 8 <1%
Impulisions P

3/5
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TEA 1000

BLOC DIAGRAM
SCHEMA FONCTIONNEL

cc Masse

Input R
Entrée R I
o—] G=6 - 3
Cathode F
Cathode R

%

— e —— —

Input G
Entrée V

.

Cathode G
Cathode V

v/

Input B
Entrée 8

b

Cathode B
Cathode B

va

L—"_____"—_—__—"—"____——'T_—___
®

| | Impulsion de clamp
O
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TEA 1000

APPLICATION DIAGRAM 10 uF

SCHEMA D'APPLICATION

Veg =12 vo———.__”_
(i) 0,1 uF (28 &N\

Input R
Entrée R

Input G
Entrée V

Input B
Entrée B

P1
2,2k 2,2kS2
47 nF II |
| : 120 Q
! !
| | h
! |
| |
} |
| {
i b
'. L
| | I ICathode G
TEA 1000 T_—( : )__l |Cathode v
47 nF ! i : ,' ]
| | I
| L |
|
|
| aCa |
! [ i JI
| | L
| I
! |
} ! r T i
I i ! ICathode B

;

P1

P2

}Carhode B
]

9

______________ 1 [ SR |
Gain adjustment 3 identical amplifiers
Réglage du gain e 3 amplificateurs identiques
Black level voltage adjustment Sampling input
Réglage du niveau noir O Entrée d'échantillonnage
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Voltage Regulators
Régulateurs de Tension
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VOLTAGE REGULATORS
REGULATEURS DE TENSION

PAGE TYPE Vo o PACKAGE
PAGE TYPE ) (A) BOITIER
347 ESM 374 12 0,1 N
“ toe2
(cB-97)
TDA 1405 5
ESM 1406 6
ESM 1410 10
365 TDA 1412 12 05
TDA 1415 15
TDA 1418 18
TDA 1424 24 10126
(cB-16)
a1 esm 700% 10 0,2
SF.C 2805 LEC 5
SF.C 2806 LEC 6
SF.C 2812 LEC 12
353 1
SF.C 2815 LEC 15
SF.C 2820 LEC 20
T0-220
SF.C 2824 LEC 24 (CB-117)

K see Section CAR
Voir Section AUTOMOBILE

: Page 417
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ESM 374

VOLTAGE REGULATOR
REGULATEUR DE TENSION

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
GENERAL DESCRIPTION
The ESM 374 is an integrated voltage regulator circuit, supplied in TO-92 plastic package.
It can supply a regulated voltage of 12 V with an output current of 100 mA.
Highlights includes :
— Low output voltage dispersion
— Good temperature stability
— Load regulation better than 1%
— Low output impedance
— Limited output current
DESCRIPTION GENERALE
Le circuit intégré ESM 374 est un régulateur de tension présenté en boitier plastique TO-92.
11 fournit une tension régulée de 12 V avec un courant de sortie de 100 mA.
Autres avantages :
— Faible dispersion de la tension de sortie
- Bonne stabilité en température
— Variation de la tension de sortie en fonction de la charge inférieure & 1%.
— Faible impédance de sortie
— Limitation du courant de sortie
78-06 1/4
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ESM 374

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Case : TO-92 (CB-97)
Boitier

- Output voltage

Tension de sortie

// / 2 - Input voltage
/, %/ ' Tension d’entrée
//
1 3- Groung
23 Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
"VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Maximum input voltage v 27 \V2
Tension d‘entrée maximale |
Power dissipation T = 25°¢C Piot 08 w
Dissipation de puissance amb X
Operating temperature T 0 °C
pe e oo Toncti oper 70 )
Junction temperature T‘. 150 oC
Température de jonction
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermat resistance Rinij-a) 150 max °C/W
Bési hermi - nCti biante)
f ique (jonct
Maximum power dissipation
pw( Dissipation de puissance maximale
(W}
038 w]\
! N
0.6 t {
]
1
04 +
!
|
0,2 1
1
i
10 20 30 40 50 60 70 T(oC)
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ESM 374

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE

—}—

-

V| o—s¢ . .
2
N Er o |
A = \‘
e ) L‘
?E x
O 3
™
APPLICATION DIAGRAM
SCHEMA D’APPLICATION
\Y l__]
O ﬂ I 2[___| ! T O Vg
3
L'FI T C, =10pF
il S
o- »
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ESM 374

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T. = 25°C V,= 16V (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ] (Ssuf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VLV 27 V
Output voltage 14,5 |
Tension de sortie g = 10 mA VO 114 12 126 \
Load regulation 10 mA<|O<100 mA| AVg 03 .
Régulation en fonction de la charge CL = 10 uF VO_ , %
. AV
Output'regulated current 0
Caugnt degsom‘e régulé —%' <1% lo 100 140 mA
Maximum output current 1
Courant de sortie maximal Omax 150 200 mA
Short-circuit current _
Courant de court-circuit Vo = oV los 18 25 mA
Quiescent current v, =27V
Courant de repos IO =0 lCC 10 mA
Line regulation <
Régulation en fonction de la 145V<V |\21 v AVO 15 mV
tension d'entrée lg = 10mA
Temperature coefficient 0°<Tamp<70°C Vo o
Coefficient de température | o= 10 mA AT b 1,2 mV/°C
am

4/4
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ESM1406,ESM 1410

VOLTAGE REGULATORS
REGULATEURS DE TENSION

SEE DATA SHEET page . 365
VOIR NOTICE page .
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SF.C 2800 LEC séries

POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
REGULATEURS DE TENSION POSITIVE

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Pack Operating free-air s Tj \ P o
ackage temperature range torage temperature
TYPe  lgostier | Gamme de température | T o stock ) w) (A)
ambiante de fonctionnement max max max max
SF.C 2805 LEC| TO-220 0°C, +70°C -65°C, +1560 C | 125°C 35 5 g
SF.C 2806 LEC| TO-220  o°C, +70°C -66°C, +150 C | 126°C | 35 25 25
SF.C 2808 LEC|T0-220 0°C, +70°C —65°C, +150 C | 125°C 35 = Eg
SF.C 2812 LEC|T0-220 0°C, +70°C —-65°C, +150 C | 125°C 35 >3 >¢
SF.C 2815 LEC|T0-220 0°C, +70°C —65°C, +150 C | 125°C 35 DY ED
SF C 2820 LEC|T0-220 0°C, +70°C —65°C, +150 C | 125°C a0 g3 33
SF.C 2824 LEC|T0-220 0°C, +70°C —66°C, +150 C | 125°C 40 £3 E3
General description Description générale

The SF.C 2800 LEC series voltage regulators are Les régulateurs de tension SF.C 2800 LEC sont du type

“three-terminal regulator”’ families. They can supply,
with few external components, several fixed regulated
voltages. With some added external components,
these devices can be used as adjustable current or
voltage regulators.

These regulators have both-on internal peak current
limitation and a thermal shut down circuit which
allows the protection of the output transistor safe
area and prevents the device from overheating.

This SF.C 2800 LEC series is available in TO-220
package and allow these regulators to supply over
0,5 A output current, if an adequate heat sink is
provided.

“réqulateur trois broches”. lls permettent d’obtenir, avec le
minimum de composants extérieurs, différentes tensions
régulées fixes. A |'aide de quelques composants extérieurs
supplémentaires, on peut les utiliser en régulateur de courant
ou en de tension aj

Ces rég s P dent une limitation de créte et
un dispositif de protection thermique qui assurent la protec-
tion de I'aire de sécurité du transistor de sortie et empéche la

destruction du circuit par échauffement.

Cette série SF.C 2800 LEC est livrée en boltier TO-220 et
peut fournir un courant de 0.5 A si les circuits sont fixés sur
un dissipateur approprié.

THOMSON-CSF
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SF.C 2800 LEC séries

PIN CONFIGURATIONS

BROCHAGES
TO-220 AB (CB-117)
PLASTIC CASE
Boitier plastique Top view
Vue de dessus
1 Unregulated input
Entrée non régulée
Y
— 3 2 Regulated output
Sortie régulée
GND| 1
3 Ground
Masse
Schematic Principal features
Schéma électrigue Données principales
Input
Entrée
Q16
— Output current in excess of 0,5 A
— Internal thermal overload protection
R16 — No external components for adjusting
0'30“( N Output transistor safe area protection
utpu . . P
Sortie — Internal short-circuit current limit
R17
— Courant de sortie supérieur 3 0,5 A
— Protection thermiyue interne contre les
surcharges
— Pas d’élément d’ajustage extérieur
— Protection d’aire de sécurité du transistor
R18
2,6k82 de sortie
— Limitation interne du courant de court-circuit
Ground
Masse
3

2/12
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SF.C 2800 LEC séries

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION
PUISSANCE MOYENNE DISSIPEE MAXIMALE

SF.C 2800 LEC séries

tot

w o |
s - (1)
4 \\ (2
(2) \
2 \\ \
—
i
N \
100 (3) \ \
s N

25 50 75 100 126 71 __ (°C)

amb

(1) With infinite heat sink
Avec radiateur infini

(2)  With a 10°C/W heat sink
Avec radiateur de 10°C/W

(3)  Without heat sink
Sans radiateur

312
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SF.C 2800 LEC séries

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS
SCHEMAS D’APPLICATIONS TYPIQUES

FIXED OUTPUT REGULATOR
REGULATEUR A TENSION DE SORTIE FIXE

Input Y sFcozmxx LEC ._I_—c>2 Output
Entrée Sortie
c1* 3 Co%%
0,22 yFT
A\
*Requnred if regulator is located an apprecible distance from power supply filter.
NE ire lorsque le régul se trouve 3 une distance appréciable du tiltre de 'alimentation

* *Although no output capacitor is needed for stability it does improve transient response.
Bien que cette capacité ne soit pas nécessaire pour 13 stabilité, elle améliore la réponse transitoire.

ADJUSTABLE OUTPUT REGULATOR
REGULATEUR A TENSION DE SORTIE AJUSTABLE

input Y srcaxiec [ Output

Entrée Sortie
R2 Cc1
Vo=V230 42 +1yg R2 0,22 uF
CURRENT REGULATOR
REGULATEUR DE COURANT
input OT SF.C 28xx LEC
3 R1
v2 3 0, 5 uF \a
_ > Output
|O =t IlB O Sortie
HIGH CURRENT VOLTAGE REGULATOR
REGULATEUR A COURANT ELEVE
Input 8DX 18
Entrée | R1
6,80
Y srcomxiec 12 o ‘S);IP“‘
e
c1 3 - C2
1 uF T T 0,1 ufF
A\

412
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SF.C 2805 LEC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS {notes 1, 2)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES  |uniTs
Y
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.] TYP. IMAX. UNITES
Tj = +25°C 4.8 50 [ 52 \
Output volitage range
Domaine de tension de sortie VO TVs I <20
5 mMA<igs 350 mA 4,75 5,25 \
Line regulation T]- = +25°C
Coefficient de régulation KV| gv<yV, <25V 50 mv
en fonction de la tension d’entrée 7v< V: <25V 100 Y
Load regulation Ti = +25°C
Coefficient de réguiation Kvo 5 mA<iy< 500mA 100 | mv
en fonction de la charge 5 mA< IO < 200 mA 50 mv
Quiescent current _ o
Courant de repos Iig Tj = +25°C 6 10 mA
8V <V <25V 1.3 mA
Quiescent current change Al
Variation du courant de repos 8
5 mA< o < 350 mA 0,5 mA
Output noise voltage v 10Hz <t <100kHz 40 MV ms
Tension de bruit en sortie NO Tamb = 4+ 25°C MVeff
Long term stability
Stabilité dans le temps Kvh 20 mv
Ripple rejection - -
Taux de filtrage va IO 10mA , f =100 Hz 70 a8
Input-output voltage differential _ = —
_ Différence de tension entrée-sortie V' VO Tl +25°C. lO 350 mA 2 v

NOTE 1- Unless otherwnse specified, these specifications apply for 0°C <Tamb< 70°C, Ig= 200 mA, V| =10V
Sauf s, ces spécificati sont licables pour 0“C <T b\?D"C lo = 200 mA, V =10V

NOTE 2- )= 4°C/W (typ.) TO-220

Rth(i-c

5/12
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SF.C 2806 LEC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (notes 1, 2)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALLES  luwiTs
PAR. SYMBOLES
AMETRES MESURE MIN.] TYP. [ MAX. UNITES
T‘- = +25°C 575| 6 6,25 \"
Output voltage range
Domaine de tension de sortie VO 8V < vy <21V
5 mA< IO < 350 mA 5,7 6,3 \
Line regulation Ty = +25°C
Coefficient de regulation Kv| gV <V, <25V 60 mv
en fonction de la tension d’entrée |
BVQV‘<25V 120 mV
Load regulation T, =+25C
Coefficient de régulation Kvo 5 mA<ig< 500 mA 120 | mv
jon de la cha
on fonetion do ls charpe 5 mA< I <200 mA 60 | mv
Quiescent current = o
Courant de repos |IB Ti = +25°C 6 10 mA
9V <V <25V 1.3 mA
Quiescent current change Al
Variation du courant de repos [I:]
5 mASIgS 350 mA 0,5 mA
Output noise voltage' VNO 10Hz < f <100 kHz 45 BV e
Tension de bruit en sortie Tamb = 4 25°C uVe t
Long term stability
Stabilité dans le temps KvH 24 | mv
Ripple rejection - =
Tatn do filtrage of L7} 10mA, f 100 Hz 65 dB
Input-output voltage differential _ = -
Différence de tension entrée-sortie v| VO TI *+25°C, lO 350 mA 2 v

NOTE 1. Unless otherwise specified, these specifications apply for 0°C <Tamp< 70°C, 10 =200 mA, V, =11V

Sauf indications contraires, ces spécifi

sont

NOTE2- R

thij-c) = 4°c/W (typ) TO-220

/ pou/0°C<Tamb<70°c, I0= 200mA, vV, =11V

6/12
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SF.C 2808 LEC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (notes 1, 2}
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUE
PARAMETERS SYMBOLS TECSJMC)?;;J&:TIONS VALEURSS UNITS
PARAMETRES SYMBOLES 'S DE —UNITES
MESURE MIN.| TYP. |MAX.
Ti = +25°C 17 8 8,3 v
Output voltage range
Domaine de tension de sortie VO 105v< Vi< 23V
5 mA <y < 360 mA 7,6 8,4 "
Line regulation Ty = +25°C
Coefficient de régulation Kv] J1v<y, €25V 80 mvVv
en fonction de la tension d’entrée |
1V5VLEV, <25V 160 [ mV
Load regutation Ti = +25°C
Coefficient de régulation KVO 5 mA < 'O < 500 mA 160 mV
on fonction da la charge 5 mA< Iy <200 mA 80 | mv
Quiescent current _ .
Courant de repos IIB Ti = +25°C 6 10 mA
10,5V<V|< 25V 1 mA
Quiescent current change Al
Variation du courant de repos B
5 mA<Ig < 350 mA 0,5 mA
Output noise voitage Vo 10Hz <t <100kHz 52 MUV s
Tension de bruit en sortie N Tamb = 4+ 26°C “Veff
Long term stability
Stabilité dans le temps KvH 32 mv
Ripple rejection — - 2
Taux de filtrage Ryt o 10mA , f 100 Hz 6
Input-output voltage differential _ L = s —
Différence de tension entrée-sortie v | VO Tl +25°C. |O 350 mA 2 v

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for 0°C <Tamb< 70°C, 1Q = 200 mA, V=14V
Sauf indications contraires, ces spécifications sont applicables pour 0°C < Tamb< 70°C, Ig =200 mA, v, =14 v

NOTE 2- Rthﬁ-c) =4°C/W (typ) TO-220

712
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SF.C 2812 LEC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS {notes 1, 2}
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
VALUES
PARAMETERS SYMBOLS T CONDITIONS vaeuns  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. |MAX UNITES]
Tj = +25°C 1Ms| 12 {125 \Y
Output voltage range
Domaine de tension de sortie VO 145V < V‘ <27V
5 mA<Iy < 350mA 114 12,6 \
Line regulation T, = +25°C
Coefficient de régulation KV[ BVEV, <30V 120 | mv
en fonction de la tension d’entrée |
145VsV, <30V 240 | mv
Load regulation Tj =+25C
Coelﬂicio'nr ? /:gu’/;non Kvo 5 mA< g < 500 mA 240 | mV
on fonetion de fa charge 5 mA<lg < 200 mA 120 | mv
Quiescent current —
Courant de repos lIB Ti = +25°C 6 10 mA
145V<V, <30V 1 mA
Quiescent current change Al
Variation du courant de repos I8
5 mMAS IO < 350 mA 0,5 mA
Output noise voltage v 10Hz < f <100 kHz 75 HVms
Tension de bruit en sortie NO Tamb = 4 25°C “Veﬁ
Long term stability
Stabilivé dans le temps Kvh 48 mv
Ripple rejection - -
Tous de filtrage Ry o 10mA, f 100 Hz 61 dB
Input-output voltage differential _ = o -
Différence de tension entrée-sortie vl VO TJ +25°C. '0 350 mA 2 v

NOTE 1- Unless otherwise specified, these specifications apply for 0°C <Tamb< 70°C, ig =200 mA, VI =19V

NOTE2- R

Sauf indications contraires, ces spécify

thijc) = 4°C/W (typ.)

sont

TO-220

les pour 0°C QTamb<70°C, lo= 200ma, v,=19v

8/12
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SF.C 2815 LEC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS {notes 1, 2)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS YALUES  luniTs
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE UNITES|
MESURE MIN.| TYP. | MAX.
Tj = +25°C 14,4 | 15 | 156 \
Output voltage range
Domaine de tension de sortie VO 175V V<30V
5 MA<Ig< 350mA (14,25 15,75 V
Lire regulation Tj = +25°C
Coefficient de régulation K\/| 20VEV, <30V 150 | mV
en fonction de la tension d’entrée |
1756VsV <30V 300 | mv
Load regulation Ti = +25°C
Coafficiant de réguiation Kvo 5 mA<lg < 500mA 300 | mv
ion de la cha
on foneeion e la charge 5 mA< I <200 mA 150 | mv
Quiescent current _ .
Courant de repos s Tj = +25C 6 10 mA
175V<V, <30V 1 mA
Quiescent current change Al
Variation du courant de repos 8
5 MA< IO < 350 mA 0,5 mA
Output noise voltage v 10 Hz < f <100kHz 90 BV s
Tension de bruit en sortie NO Tomp = + 25°C [ART
Long term stability N
Stabilité dans fe temps KvH 60 | mv
Ripple rejection _ _
Toux de filtrage Ry lg =10 mA, f =100 Hz 60 dB
input-output voltage differential _ _
Diftérance de tension entrée-sortie Vi- Vo Tj = +25°C, 15=350mA 2 v

NOTE 1- Unless otherwise specified, these specifications apply for 0°C <Tamb< 70°C, Ig=2u0mA,V,; =23V
i bles pour 0°C ST, K70°C, Ig = 200 mA, V, =23V

Sauf indications contraires, ces spéci

NOTE2- R = 4°C/W (typ.)

thij-c)

sont

TO-220

9/12
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SF.C 2820 LEC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (notes 1, 2}
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Amamerens SURSS  TCouwmawioe | vateoss s
MESURE MIN TP [max | V7S
Tj = +26°C 19,2 20 | 20,8 \
Output voltage range
Domaine de tension de sortie VO BV< vis 3BV
5 mA<Iy < 350mA 19 21 \
Line regulation Tj = +25°C
Coefficient de régulation KVI 23Vgy, <35V 400 mV
en fonction de la tension d’entrée
24V vy <3HYV 200 | mv
Load regulation T, =+25°C
Coaﬂic:a_nt de réguiation Kvo 5 mA < 10 < 500 mA 400 mV
an fonction de la charge g mA<|O<200mA 200 mv
Quiescent current =
Courant de repos T Tj = +25°C 6 10 mA
23V <V <3V 1 mA
Quiescent current change Al
Variation du courant de repos 1:]
5 mA< g < 350 mA 05 mA
\
Output noise voltage Vo 10 Hz < f <100 kHz 130 “V'ms
Tension de bruit en sortie Tamb = +25°C H¥ ett
Long term stability
Stabilité dans le temps KVH 80 mv
Ripple rejection - —
Taux de filtrage Ryt o = 10mA ., f 100 Hz 58 d8
Input-output voltage differential _ — =
Différence de tension entrée-sortie Vl VO Tj +25°C, ‘O 350 mA 2 v

NOTE 1- Unless otherwise specified, these specifications apply for
Sauf indicati ires, cas sp ications sont icab

NOTE 2 - th(j-c) =4°C/W (typ.) TO-220

0°C <Tymp< 70°C, Ig = 200 mA, V| =20V
pour 0°C <ramb<70°c, 10 =200mA, v, =20V

10/12
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SF.C 2824 LEC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (notes 1, 2)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALUES
PARAMETERS SYMBOLS TEgJNg?r’jg’ggNs vaLEURs  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN ] TYP. [MAX UNITES)
Tj = +25°C 23 24 25 "
Output voltage range
Domaine de tension de sortie VO 27V eV €38V
5 mA <y < 350mA 22,8 25,2 "
Line regulation T, = +2%°C
Coefticiant de réguiation Kvi 28V <V, <38V 246 | mv
en fonction de s tendion d'entrée 27V < VI <aav 480 v
< m
<V <
Load regulation Tj = +25°C
Coetticient de réguiation Kvo 5 mA <y < 500 mA 480 | mv
en fonction de la cherge 5 mA <. < 200 mA 240 mv
<
0]
Quiescent current 3 _ o
Courant de repos g Tl = a25C 6 10 mA
27V < VI < 38V 1 mA
Quiescent current change A
Variation du courant de repos 8
5 mA < I, < 350mA 0,5 mA
0 g
Output noisé voltage VNO 10Hz <t <100 kHz 170 HVims
Tension de bruit en sortie N Tamb =+ 25°C /,AVe"
Long term stability
Stabilité dans ie temps KVH 96 mV
Ripple rejection - — ;
Taux de filtrage va e} 10mA, f 100 Hz 56 ds
Input-output voltage differential _ - o -
Différence de tension entrée-sortie Vi-Vo T] +25°C, 15=350mA 2 v

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for 0°C <Tamb‘< 70°C, 1g =200 mA, V|, =33V
Sauf indications contraires, ces spécif; sont applicables pour 0°C < ramb< 70°C, 1o = 200 mA, v, =33 V

NOTE 2 - th(]-c) =4°C/W (typ.} TO-220

11712
363



SF.C 2800 LEC séries

.
PEAK OUTPUT CURRENT
COURANT CRETE DE SORTIE

0.8

0,6

04

Qutput current (A}
Courant e sortie

0,2

/)
4

[e] N
0 5 10 15 20 25 30
Input-output differential (V)
Ditférence de tension entrée-sortie

DROPOUT CHARACTERISTIC
CARACTERISTIQUE DE
DECROCHEMENT

+0,5 T

10 =0.,5A

.= 26°C

Output voltage deviation (V)
Ecart de tension de sortie
-

I
o
[+
=]
)
P
\\
-

0 1 to2 3
Input-output differential (V)
Différence de tension entrée-sortie

QUIESCENT CURRENT
COURANT DE REPOS

5,5

N}

50C

Quiescent current (MA)
Courant derobé vers la masse

0 5 10 15 20
Input-output differentiat (V)

Différence de tension entrée-sortie

»
N [

o

Différence de tension entrée-sortie
=]
o

Input-output differential (V)

Ripple rejection (dB)
Taux de filtrage
2

»
o

i
10 100 1k 10k 100k ™M

©
)

2

o
o

(=3

DROPOUT VOLTAGE
DIFFERENCE DE TENSION
ENTREE-SORTIE MINIMALE

Vo <2%
o = osA—]
: 19 = 250mA
~ 1
— 7 T~

10:100m2 ~
1o = 10mA“T 1o = 0— ™

| |

(V] 25 50 7% 100 126
Junction temperature (°C)
Température de joncrion

RIPPLE REJECTION
TAUX DE FILTRAGE

T
A lSF‘C 2805 L

7 T = 2°C
AN
T, = 12500

H—lo 100mA \

v 10V
—AavV) = 3vpp
l 1

Frequency (Hz)
Frequence

OUTPUT VOLTAGE
TENSION DE SORTIE

'\\

o
©
©

o
©

Normalized output voltage
o

Tension de sortie normalisée

o
©
by

0 = 10mA
|
25 50 75 100 125
Junction temperature (°C)
Température de jonction

(=
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TDA1405TDA1412 TDA1415 TDA1418 TDA1424
ESM 1406, ESM 1410

VOLTAGE REGULATORS
REGULATEURS DE TENSION

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

GENERAL DESCRIPTION

These linear integrated circuits are monolithic voltage regulators supplied in TO-126 plastic case.

They can deliver a very well regulated output voltage of : -

- 5 V for output current between 0 and 600 mA : TDA 1405
- 6 V for output current between 0 and 550 mA . ESM 1406
- 10 V for output current between 0 and 450 mA : ESM 1410
12 V for output current between 0 and 500 mA : TDA 1412
15 V for output current between 0 and 450 mA : TDA 1415
18 V for output current between 0 and 300 mA : TDA 1418
24 V for output current between 0 and 200 mA : TDA 1424

Output current is internally limited. Therefore circuits are protected against short-circuits.
Highlights include :

low output voltage dispersion
good temperature stability
- load regulation better than 1%
- low output impedance
- supply voltage rejection ratio 56 to 60 dB typical
- good transient : esponse.

DESCRIPTION GENERALE

Ces circuits intégrés linéaires sont des régulateurs de tension monolithiques présentés en boitier plastique TO-126.

1ls fournissent, avec une excellente régulation des tensions régulées de :

5 V pour des courants compris entre 0 et 600 mA : TDA 1405

6 V pour des courants compris entre 0 et 550 mA : ESM 1406

10 V pour des courants compris entre 0 et 450 mA : ESM 1410

12 V pour des courants compris entre 0 et 500mA : TDA 1412

- 15 V pour des courants compris entre 0 et 450 mA : TDA 1515
- 18 V pour des courants compris entre 0 et 300 mA : TDA 1418
- 24 V pour des courants compris entre 0 et 200 mA : TDA 1424

Leur courant de sortie est limité ce qui protége les circuits contre les courts-circuits.

Autres avantages :
faible dispersion de la tension de sortie
bonne stabilité en température
vériation de la tension de sortie en fonction de la charge inférieure & 1 %
faible impédance de sortie
taux de réjection dii & I'alimentation 56 4 60 dB typique
bonne réponse aux transitoires.

78 -34 1/20
THOMSON - CSF
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TDA 1405, TDA 1412, TDA 1415, TDA 1418, TDA 1424, ESM 1406, ESM 1410

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

TDA 1405 20 \
ESM 1406 20 \
. . ESM 1410 27 v
Maximum input voltage Vv TDA 1412 27 v
Tension d'entrée maximale | TDA 1415 27 v
TDA 1418 30 \
TDA 1424 35 Y
Power dissipation Tamb = 25°C Peot 1,25 w
Dissipation de puissance Tcase = 25°C 14 w
Operating temperature T 0 °C
Temp e de foncti oper 70 oC
Junction temperature T.
Température de jonction ] 150 °C
Storage temperature T - 55 °C
Température de stockage stg +125 og
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance Ropg:
Résistance thermique (jonctionambiante) thij-a) 80 max °C/wW
Junction-case thermal resistance Ringi or
Rési thermique (j ion-boitier) thij-c) 5 max Cw

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Case : TO-126 (CB-16) Maximum power dissipation
Boitier Dissipation de puissance maximale
PIOI
w)
14
N
12 LN
T e /oc
1
o 10
25y : ™
! 8
i
6 T
|
4 T
1 - Input voltage (unregulated) 2 _____L T oty (°C)
Tension d‘entrée (non régulée) o ] T
2 - Output voltage (regulated) 0 10 20 30 40 50 40 70  T(°C)
Tension de sortie (régulée)
3 - Ground
Masse
2/20
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TDA 1405, TDA 1412, TDA 1415, TDA 1418, TDA 1424, ESM 1406, ESM 1410

SCHEMATIC
SCHEMA ELECTRIQUE
v\ O ? T — Vo
al 0 v ,_'
@ j N
2 2
—03

APPLICATION DIAGRAM
SCHEMA D’APPLICATION

- " 40V0
l ;
CL: 10 uF

3/20
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TDA1405

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
* CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

T;=25°C - V|=12V

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

75VSV <20V

Output voltage \ =10 mA v
Tension de sortie 0 m 0 475 5 5,25 v
C, =10uF
Load regulation 10 mA<I5<600 mA A Vo 03 . .
Régulation en fonction de la charge C, =10uF Vo ) %
Output regulated current A Vo <19 | 600 850 A
Courant de sortie régulée Vv o [0} m
Tcase: 25°C IO 093 1,2 A
Maximum output current
Courant de sortie maximal
Tease™ 70°C o 1 A
Short-circuit current _ t
Courant de court-circuit Vo = ov 0s 200 250 mA
Quiescent current vy = 20V |
Courant de repos o =0 cc 9 mA
Line regulation 78V < M <12y
Régulation en fonction de la |0 =10 mA A Vo 5 23 mV
tension d‘entrée CL =10 uF
0°C<T,  ,<t70°C
Temperature coefficient | = TgtrjnA A Vo v/
Coefficient de température CCI)_ — 10uF ATamb 0,5 mV/°C
10 Hz<F< 100 kHz
Output noise voltage = 10mA A
Tension de bruit en sortie |0 10m n 70 uv
C, =20uF
Output resistance _
Reésistance de sortie I0 600 mA ZO 15 MQ
vV, =10V
lo = 10 mA
Supply voltage rejection ratio V, =4 V peak/peak
Taux de réjection di aux alimentations a ! 4 V{;eéam//gre:m SVR 46 60 dB
C, = 10 uF
f = 100 Hz

4/20
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TDA1405

OUTPUT TYPICAL VOLTAGE VERSUS
OUTPUT CURRENT

TENSION DE SORTIE TYPIQUE EN FONCTION
DU COURANT DE SORTIE

Vo

(V)

5

4

3 /
2 //

, /

0 /

0o 02 04 06 08 T 150
MAXIMUM OUTPUT CURRENT VERSUS
TEMPERATURE
COURANT DE SORTIE MAXIMUM EN
FONCTION DE LA TEMPERATURE

IOmax

{A) Vi=12V

1.0

0,9

[0X:]

0,7

0.6

—-40 0 40 80

120 Tj (°C)

0,9

0,8

0,7

0,6

—-40 0 40 80

Vi=Vgo

QUTPUT REGULATED CURRENT VERSUS
TEMPERATURE

COURANT REGULEE EN SORTIE EN FONC-
TION DE LA TEMPERATURE

V| =12V

Vo _ iy
Vo

120 Tj (eC)

MINIMUM INPUT VOLTAGE MINUS OUTPUT
VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE
TENSION DIFFERENTIELLE MINIMUM
ENTREE-SORTIE EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE

V)

3,0

2,5

2,0

'0 =600 7

'0=400

~— =20 | S

-40 o] 40 80 120

Ti (°C)
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TDA1405

TYPICAL SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS TYPICAL QUIESCENT DRAIN CURRENT
INPUT VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE
COURANT DE COURT-CIRCUIT TYPIQUE EN COURANT DE REPOS TYPIQUE EN FONCTION
FONCTION DE LA TENSION D’ENTREE DE LA TEMPERATURE
1) )
{mA) T;=25°C (mA) Io=0
260
10

240 /

/

220 /
9,0
200 /
85 I~
180 N
160 8,0
0 4 8 12 18 20 Vv,V -40 0 40 80 120 T, )
SUPPLY VOLTAGE REJECTION RATIO
VERSUS OUTPUT REGULATED CURRENT
REJECTION D’ALIMENTATION EN FONCTION
DU COURANT DE SORTIE REGULEE
SVR
{dB)
60
- \\\
56 \\
54 \
52
50 _
0 01 02 03 04 05 Iy(al
6/20
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ESM 1406

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T.=25°C - V,= 13V (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ] ! (Sauf indications contraires)
Test conditions . .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
85V < v, <20V
Output voltage | =10 mA
Tension de sortie o m Vo 570 6 6,30 v
C_ =10uF
Load regulation 10 mA<i<550 mA AVg 03 1 o
Régulation en fonction de |a charge CL = 10 uF VO g o
Output regulated current A VQ <19% \ 550 780 A
Courant de sortig régulée Vo (0] m
Tease™ 25°C o 085 1 A
Maximum output current
Courant de sortie maximal
Tease™ 70°C o 0,92 A
Short-circuit current Ve =0V | 2 A
Courant de court-circuit ] oS 180 0 m
Quiescent current V| =2V |
Courant de repos Io =0 cC 9 mA
Line regulation . 85V < Vys13v
Régulation 6n fonction de Ia lg =10mA A Vo 5 23 mv
tension d‘entrée CL =10 uF
0°C <T <+70°C
b
Temperature coefficient | — a1r3 mA A Vo v/e
Coefficient de température o] AT 0,6 mV/°C
C_ = 10uF amb
10 Hz<F< 100 kHz
Output noise voltage =
Tension de bruit en sortie lo 10mA Vn 70 uv
C, = 20 uF
Output resistance -
Résistance de sortie o) 550 mA 20 18 M
vV, =10V
lg = 10mA
Supply voitage rejection ratio AV, = K/ pe:
Taux de réjection dd aux alimentations | 4 \/Cp;am/?’e;:; SVR 46 60 dB
C, = 10pF
f = 100 Hz
L
7/20
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ESM

14065

OUTPUT TYPICAL VOLTAGE VERSUS
OUTPUT CURRENT
TENSION DE SORTIE TYPIQUE EN FONCTION

QUTPUT REGULATED CURRENT VERSUS
TEMPERATURE
COURANT REGULEE EN SORTIE EN FONC-

DU COURANT DE SORTIE TION DE LA TEMPERATURE
Vo o
A
(V} (A) Vi =13v
AV
~'0-
6 Vo=
1,0
5 /
0,9
4
3 08 IS
2 \
0,7
1 / \
0 06 \
0 02 04 06 08 1 12 IyAl -40 O 40 80 120 Tic)
MINIMUM INPUT VOLTAGE MINUS QUTPUT
MAXIMUM OUTPUT CURRENT VERSUS VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE
TEMPERATURE TENSION DIFFERENTIELLE MINIMUM
COURANT DE SORTIE MAXIMUM EN ENTREE-SORTIE EN FONCTION DE LA
FONCTION DE LA TEMPERATURE TEMPERATURE
IOmax V(';)V
(A) V=13V AVQ<1%
Vo
1,0 3,0
2,5 In =
0,9 , 0 =559 ma
In <
0.8 \\ 2,0 e~ Jo= 200 ma T —
07 N 15
0,6 1,0
-40 0 40 80 120 T;(C) -40 0 40 80 120 T,(°0)
8/20
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ESM 1406

TYPICAL SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS TYPICAL QUIESCENT DRAIN CURRENT
INPUT VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE
COURANT DE COURT-CIRCUIT TYPIQUE EN COURANT DE REPOS TYPIQUE EN FONCTION
FONCTION DE LA TENSION D’ENTREE DE LA TEMPERATURE
|
Olsc), o
(mA) Tj=25°C (mA) lo=0
220 /
10
200
9,5
180 7
[
2,0 /)
160 7 0,
N
N’
85 N
140 \
120 8,0
0 4 8 12 16 20 v —40 0 40 80 120 T amp! °C!

SUPPLY VOLTAGE REJECTION RATIO
VERSUS OUTPUT REGULATED CURRENT
REJECTION D'ALIMENTATION EN FONCTION
DU COURANT DE SORTIE REGULEE

SVR
(dB) v, =vov
AVl =4Vce
i f = 100 Hz
60 \
. \\\
56 N
54 \
52
50

0 0,1 02 03 04 05 15(mA)

9/20
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ESM 1410

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tj: 25°C - V=19V

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
126VsV <27V
Output voltage \ =10
Tension de sortie o mA VO 95 10 1056 \Y
C, =10uF
Load regulation 10 mA<I<I450 mA AVg 03 . ”
Régulation en fonction de la charge CL =10 uF VO 3 o
Output regulated current A VQ <19 ) 450 60O A
Courant de sortie régulée vV o o] m
Tease™ 25°C lo 068 09 A
Maximum output current
Courant de sortie maximal
Tcasez 70°C lo 0,8 A
Short-circuit current —
Courant de court-circuit VO =ov los 85 160 mA
Quiescent current v, = 20V ) 10
Courant de repos |0 =0 cC mA
Line regulation 12'5\/<V| <19V
Réguliation en fanction de la lo =10 mA A VO 6 33 mv
tension d’entrée CL =10uF
0°C<T, ., <+70°C
Temperature coefficient \ - a]”(;lr)'nA ) . v/
Coefficient de température o} 1y PO mV/°C
C. = 10 uF am
10 Hz<F< 100 kHz
Output noise voltage | - v
Tension de bruit en sortie [¢] 10mA n 120 uv
C, =20uF
Output resistance — z
Résistance de sortie o) 450 mA (0] 60 m§2
v, =17V
g = 10 mA
Supply voltage rejection ratio AV, = K "
Taux de réjection di aux alimentations | =4 V:‘.\’eéaw;g,eéaw SVR 46 60 dB
C, =10uF
f = 100 Hz

10/20
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ESM 1410

OUTPUT TYPICAL VOLTAGE VERSUS OUTPUT REGULATED CURRENT VERSUS
OUTPUT CURRENT TEMPERATURE
TENSION DE SORTIE TYPIQUE EN FONCTION COURANT REGULEE EN SORTIE EN FONC-
DU COURANT DE SORTIE TION DE LA TEMPERATURE
Vo 'o
V) (mA) Vi =19v
av,
No_ .
10 Yo
‘ 620 A
8
580
6
| 540 \
. |
‘ i 500
2 i T,
H ‘
| \
L
0 f J 460
01 02 03 04 05 06 I5mA) —40 0 40 80 120 T[(°0)
MINIMUM INPUT VOLTAGE MINUS OUTPUT
MAXIMUM QUTPUT CURRENT VERSUS VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE
TEMPERATURE TENSION DIFFERENTIELLE MIN(MUM
COURANT DE SORTIE MAXIMUM EN ENTREE-SORTIE EN FONCTION DE LA
FONCTION DE LA TEMPERATURE TEMPERATURE
IOma VI_’V
(mA) vV, — [\ aAv
(=19V V_O<1 %
700 24
660 2,2
620 q 20 \
580 \\ " \\
540 16

—40 0 40 80 120 T;(eC) —40 0 40 80 120 70

11/20
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ESM 1410

IO(u‘)

TYPICAL SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS
INPUT VOLTAGE

COURANT DE COURT-CIRCUIT TYPIQUE EN
FONCTION DE LA TENSION D’ENTREE

TYPICAL QUIESCENT CURRENT VERSUS
TEMPERATURE
COURANT DE REPOS TYPIQUE EN
FONCTION DE LA TEMPERATURE

o
(mA) T,=25°C / {mA) Io=0
90 // 10,4
80 / 10,0
Y
70 96
60 9,2
50 88 )
18 20 22 24 26 Vv, v) -4 0 40 80 120 T
SUPPLY VOLTAGE REJECTION RATIO
VERSUS OUTPUT REGULATED CURRENT
REJECTION D’ALIMENTATION EN FONCTION
DU COURANT DE SORTIE REGULEE
SVR
{dB)
vy =17V
AVy=4Vcc
f = 100 Hz
60
68 \ \
56 \\
54
52
0 01 02 03 04 I1yA)
12/20
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TDA1412

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tj=25°C - V|= 21V

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

T Test conditions ’1 T .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
,,,,, . R
14,5V<V|<20V
Output voltage | =10 mA Vv
Tension de sortie o o M4 12 126 \
CL =10 uF
Load regulation 10 mA<lO< 500 mA AVg 03 . .
Régulation en fonction de la charge CL = 10 uF VO v %
Output regutated current A VQ <19 | 500 720 mA
Courant de sortie régulée Vo } (0]
!
!
Tease™ 25°C o 0,75 1 A
Maximum output current
Courant de sortie maximal
= |
Tease™ 70°C o] 08 A
Short-circuit current — 1
Courant de court-circuit VO =0V oS 100 200 mA
Quiescent current vy = 27V |
Courant de repos lg =0 cc 10 mA
Line regulation 145V< \/' <21V
Régulation en fonction de la | o = 10 mA N VO 6 33 mv
tension d'entrée CL = 10 uF
0°C<T <t 70°C
Temperature coefficient | - TB?nA A \/O 12 v/°C
Coefficient de température 0] AT , m
CL = 10 uf amb
10 Hz<F< 100 kHz
Output noise voltage | =10 \
Tension de bruit en sortie 8] mA n 70 uV
C,. =20uF
Output resistance -
Résistance de sortie I0 500 mA ZO 15 MQ
Vl =10V [
lg =10mA
Supply voltage rejection ratio AV, =4 V peak/peak
Taux de réjection da aux alimentations [ :r;ie/?f;xe SVR 46 60 dB
C_ =10uF i
f  =100H:z i
13/20
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TDA1412

OUTPUT TYPICAL VOLTAGE VERSUS
OUTPUT CURRENT
TENSION DE SORTIE TYPIQUE EN FONCTION

QUTPUT REGULATED CURRENT VERSUS
TEMPERATURE
COURANT REGULE EN SORTIE EN FONC-

DU COURANT DE SORTIE TION DE L A TEMPERATURE
Vo o
(V) (mA) vV, =21V
avg
20 =19
12 \ Vo
720 \
10 // \
/ 680
8 ( \
6 4 640 \\
4 / \
600
2 / \
0 | 560
01 02 03 04 05 06 0.7 Ig(ma) —-40 0 40 80 120 T;(°0)
MINIMUM INPUT VOLTAGE MINUS OUTPUT
MAXIMUM QUTPUT CURRENT VERSUS VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE
TEMPERATURE TENSION DIFFERENTIELLE MINIMUM
COURANT DE SORTIE MAXIMUM EN ENTREE-SORTIE EN FONCTION DE LA
FONCTION DE LA TEMPERATURE TEMPERATURE
!Omax Vi-V,
(mA) V=21V (v avg
VL =1%
0
760 26
/
720 N 2,4 2 S22 j
\ 0O =3,
50
680 \ 2,2 M4
oo X .0 \O > 200
]
600 1,8 ™~
—40 0 40 80 120 T;°0) -40 0 40 80 120 T (0
14/20
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TDA1412

TYPICAL SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS TYPICAL QUIESCENT DRAIN CURRENT
INPUT VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE
COURANT DE COURT-CIRCUIT TYPIQUE EN COURANT DE REPOS TYPIQUE EN FONCTION
FONCTION DE LA TENSION D’ENTREE DE LA TEMPERATURE

loi 50 'o

(mA) T. = 25°C (mA) lo=0

]
140 10,4

120

0|/ SAN
N

60 8.8
14 18 22 26 30 v, vi -40 0 40 80 120 ;e

SUPPLY VOLTAGE REJECTION RATIO
VERSUS OUTPUT REGUILATED CURRENT
REJECTION D'ALIMENTATION EN FONCTION
DU COURANT DE SORTIE REGULE

SVR

(dB) vV, =19V
A\/I =4V cc
f = 100 Hz

60\

54

a}

50

6 |———
] {
RN
1
|

0 0,1 0,2 03 04 05 15(A

156/20
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TDA1415

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tj= 25°C - V =24V

(Unless otherwise stated)
(Saufindications contraires)

S [ P ———— —
Test conditions :
Conditions de mesure “ Min. Typ. Max
N 1‘ S o S
18VSV <27V :
Output voltage -
Tension de sortia 'o 10 mA ‘ Vo 14,25 15 15,75 v
C_ =104F : [
“ l
Load regulation 10 mA<I <450 mA AVg t .
Régulation en fonction de ia charge ] C,. = 10 uF VO 1 0.3 1 %
: {
AV ] !
Output regulated current 0 <10 i | ;
Courant de sortie régulée Vo S1% ! o} 450 600 mA
| Tease™ 25°C o 068 09 A
Maximum output current |
Courant de sortie maximal I
Tease™ 70°C 'o ] 0,8 A
|
Short-circuit current _ ! }
Courant de court-circuit VO =0v | lOS \ 85 160 mA
; v, =27V 1 ;
Quiescent current | ; |
Courant de repos “ |O =0 l cCc s 10 mA
! v <oty | \
Line regulation 175VsV <24V | I
Régulation en fonction de la o = 10 mA 1 A Vo 6 33 mV
tension d'entrée CL = 10 uF i
|
!
O°C T, . ~+70°C!
Temperature coefficient | — e:r(r)\b A [ A Vo |
Coefficient de température o] m N 1.5 mV/eC
C_ = 10uF ! amb
f
‘l 10 Hz<F< 100 kHz
Qutput noise voltage | = 10 mA 1
Tension de bruit en sorte e m 1 Vn 180 uv
 CL =20uF
i !
Output resistance ‘ _ 7
Résistance de sortie 'O 450 mA ! 6] 60 M
: %
v, - 22v |
g =10mA !
Supply voltage rejection ratio AV‘ ~ 4V peakipeak | SVR 46 58 a8

Taux de réjection did aux alimentations

créte/créte |
= 10uF ;

= 100 Hz |

CL
Lt

4

16/20
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TDA1415

'Omax
{mA)

700

660

620

580

540

OUTPUT TYPICAL VOLTAGE VERSUS

OUTPUT CURRENT

TENSION DE SORTIE TYPIQUE EN FONCTION
DU COURANT DE SORTIE

1
L
T T/
I
\' /\
A
| .
T ‘ ]
' i
S
| |
ST
i \
//
/
o 0102 03 04 05 06 07 I (A)

MAXIMUM OUTPUT CURRENT VERSUS

TEMPERATURE

COURANT DE SORTIE MAXIMUM EN
FONCTION DE LA TEMPERATURE

Vy=24V

120 Ti<°C)

{mA)

620

580

540

500

460

OUTPUT REGULATED CURRENT VERSUS
TEMPERATURE

COURANT REGULEE EN SORTIE EN FONC-
TION DE LA TEMPERATURE

T v.f—zavl
' _\Vov .
Vo =1%
| i
“ -
| |
] |
I !
{ ! i
I ‘ |
| |
I i
4
|
-40 0 40 80

2,4

2,2

2,0

1,6

—40 0 40 80

120 T, 0

MINIMUM INPUT VOLTAGE MINUS OUTPUT
VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE
TENSION DIFFERENTIELLE MINIMUM
ENTREE-SORTIE EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE

.
N

N

120 Tj {°C)

17/20
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TDA1415

TYPICAL SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS
INPUT VOLTAGE

COURANT DE COURT-CIRCUIT TYPIQUE EN
FONCTION DE LA TENSION D’ENTREE

1
Ofsc) — - —

(mA) Tj=125°C

100

90

80

70

16 18 20 22 24 26 vV, (V)

8,8
—40

TYPICAL QUIESCENT DRAIN CURRENT

VERSUS TEMPERATURE

COURANT DE REPOS TYPIQUE EN FONCTION

DE LA TEMPERATURE

15=0

SUPPLY VOLTAGE REJECTION RATIO
VERSUS OUTPUT REGULATED CURRENT

REJECTION D'ALIMENTATION EN FONCTION

DU COURANT DE SORTIE REGULEE

SVR
(dB) v, —22v
AVl =4V cc
f = 100 Hz
58
‘ ’
56 T] -
N
[N
52 | \
50
0 100 200 400 Io (A

300

40

80

120 Ti {°C)

18/20



TDA1418

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T. - 25°C V, =23V (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES J ! (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
206 VSV|s30 vV
Output voltage =
Tens?an de sarg'e '0 10 mA VO 171 18 189 v
C_ = 10uF
— N
Load reguiation 10 mA<Io<300 mA AVO
Régulation en fonction de la charge c L= 10 uF VO 0,3 1 %
AV
Output regulated current (0]
Courant de sortie régulée V_O <1% o 300 500 mA
Maximum output current |
Courant de sortie maximal o 600 mA
Short-circuit current v = Qv |
Courant de court<ircuit 0 0os 60 mA
Quiescent current vy =30V |
Courant de repos o =0 \ cc 10 mA
<V <
Line regulation 206 VSV <30 v
Régulation en fonction de la tension |O = 10 mA AVO 8 35 mv
d’entrée CL = 10 uF
0°C<T <70°C
Temperature coefficient ) ;"1]% mA AVO o
Coefficient de température [¢] AT 18 mv/°C
C_ = 10uF amb
10 Hz<F<100 kHz
Output noise voltage =
Tension de bruit en sortie ‘o 10 mA Vi 200 uv
C_ = 20uF
Output resistance
Résistance de sortie 'O = 300 mA ZO 150 mQ
vV, =23V
lg = 10mA
Supply voltage rejection ratio AVI =4y
Taux de réjection dd aux alimentations peak/peak SVR 46 56 dB
créte/créte
C, = 10uF
F = 100 Hz
19/20
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TDA 1424

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

.= ° =
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tl 25°C V| 29V (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
26,5 VSV, <35V
Output voltage —
Tens?an de sor?/e lp = 10mA Vo 228 24 252 \Y,
C_ = 10uF
Load regulation 10 mA<15<200 mA &Vg .
Régulation en fonction de la charge CL = 10 uF VO 03 1 %
AV
Output reguiated current o}
Courant de sortie régulée W <1% o 200 350 mA
Maximum output current
Courant de som‘g maximal o 400 mA
Short-circuit current \% =0V
Courant de court-circuit 0 'os 50 mA
Quiescent current vV, =35V i
Courant de repos |O =0V CcC 10 mA
. . 26,5 V<V <35V
Line regulation
Régulation en fonction de la tension lO = 10mA AVO 8 35 mv
d’entrée CL = 10 uF
0°C<T <70°C
- b AV
Temperature coefficient ~am 0
Coefficient de température ip = 10mA AT 24 mV/°C
CL = 10 uF amb
10 Hz<F<100 kHz
Output noise voltage | — 10 mA Y]
Tension de bruit en sortie [¢] Om n 280 uv
c, =2 uF
Output resistance —
Résisprance de sortie ‘o 200 mA 20 200 m&
Vi =23V
lop = 10mA
_— . AV, = 4V
Supply voltage rejection ratio |
Taux de réjection dd aux alimentations peakl/peak SVR 46 56 dB
crére/créte
c, = 10 uF
F = 100 Hz

20/20
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Speed Regulators

Regulateurs de vitesse
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SPEED REGULATORS
REGULATEURS DE VITESSE

PAGE TYPE Vee IO PACKAGE
PAGE TYPE (V) (A) BOITIER
395 TCA 900 14 0,5
395 TCA 910 20 0,5
79y
’4/ TO-126

(CB-16)
407 TDA 1151 20 1
401 TDA 1041 18 1

cB-129
389 ESM 227 18 1,8

CB-108
389 ESM 227 N 18 18




ESM 227 ESM 227N

SPEED REGULATOR FOR DC MOTORS
REGULATEUR DE VITESSE POUR MOTEURS A COURANT CONTINU

GENERAL DESCRIPTION

Monolithic integrated circuit ESM 227 is intended for speed regulation of permanent magnet DC motors in phonc-
graphs and tape recorders.

It features running speed stability versus power supply voltage, temperature and load muct higher than conventional
circuits built with discrete components do.

Highlights include :

— matching flexibility to miscelancous characteristics motors.
— High stability of reference voltage.

— low saturation voltage

— high starting current.

— Thermal limitation.

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit intégré monolithic ESM 227 est destiné a la fonction “régulateur de vitesse” des teurs & aimant p de magné-
tophones et d'électrophones.

1t p des perf de rég ion en f ion de la tension de batterie, de la température et de la charge trés supérieures & celles
des circuits réalisés en discrets.

1! offre de plus les avantages suivants :

- /e d’adaptation 3 des de Sristiques trés variées
— changement de vitesse par commutation électrique

— Grande stabilité de la tension de référence interne.

— faible tensicn de déchet

— courant de démarrage élevé.

— Limitation thermique.

This circuit can be supplied in two different case.
Ce circuit peut étre livré dans deux boitiers différents.

Case CB 108 B ESM 227 CB 135 ESM 227 N
Boitier

75-07 1/5
THOMSON-CSF
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ESM 227, ESM 227 N

LIMITING VALUES Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES am (Sauf indications contraires)
Supply voltage v,
Tension d‘alimentation cc 38 18 v
Maximum output current |
Courant maximum de sortie (o} 18 A
Power dissipation P See curves
Dissipation de puissance tot Voir courbes
Junction temperature T. o
Température de jonction J 125 [
Storage temperature T o
Température de stockage stg 125 Cc
M 227 °
Junction-ambient thermal resistance ES Rep i-a) 90 cw
) " P L j-a
ESM 227 N 60 °C/W
Junction-case thermal resistance . .
Rési: thermique (jonction-boitier) ESM 227N Rth(l'c) 8 C/W
Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale
w T
W
@ (1) CcB-108B
3 without heatsink
(3) N\ (2) cB-135 sans radiateur
with a 30°C/W heatsink
2 (2)‘\ ‘\ (3 CB-135 avec un radiateur 30°C/W
NN with a 20°C/W heatsink
. N N (4 CB-135 avec un radiateur 20°C/W
KD ‘\\
I -
[} 50 100 ‘ambtocj

2/5
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ESM 227, ESM 227 N

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Tamb = 25°C

Test conditions Pins ;
Conditions de mesure Broches Min. Typ. Max.
Internal reference voltage v
Tension de référence interne (ref) 214 1,20 1,50 1,80 v
Regulator supply current |
Courant consommé par le régulateur ICC 6+ §8 mA
Reference voltage temperature AV
coefficient {without load) T =0+ 70°C (ref)
- —_—r _ + o
Coefficient de température de la tension amb At (vi) 07 o 0.7| mvroc
de référence (3 vide)
Reference voltage versus supply -3 0 +3 mV
voltage (without load) Vee=6>15V AV
Variation de /a tension de référence V cc™= 4>18V (ref)
en fonction de la tension d’alimentation —-15 0 +15 mV
(3 vide}
Amplifier input current
Courant d’entrée de I'amplificateur IIB 4-5 4 HA
Output transistor saturation voltage g = 02A VGE sat -9 0,15 \
Tension de saturation du transistor de sortie Il~= 08A sa
0 , -9 1 \
V, =38V
cC ' |
0,3 A
RpoT =108 o
Starting current
Courant de démarrage
Vee = 2V
- I 0,7 0,85 A
RpoT =10 Q o . E
Speed regulation versus load
Coefficient de régulation en fonction o = 1005200 mA A_u‘;’ 0.6 %
de la charge
. . AV,
Speed regulation coefficient versus "CC = +33%
supply voitage Vee Lo +0,3 +06 %
Coefficient de régulation de la vitesse en 'O =50 mA w
fonction de la tension d’alimentation
3/5
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ESM 227, ESM 227 N

APPLICATION

CIRCUIT

SCHEMA D'UTILISATION

+ —

Stop
P

M

Thermical protection
Protection thermique

A\

T
| 4,7 nF

R12
JL:; 13 [;l 11l Jio] |9 [B‘l
T_i i
Ref.
5k 15V
33 R
Ry=68ka | E§ P Rg R 2
Ry = 1,2kQ > 8 1
Rq = 1,4k o3 1 2| 3] T4 IB 6 7
3 ’ o &
TR TE T
Rg=27k2 | €8
RG = 2,3k Sto&
Pin 11 may be utitized for stop
La broche 11 peut 8tre utilisée pour l'arrét +Vcc
P between pins 2 - 14 P between pins 1- 13
Pentre broches 2 - 14 P entre broches 1 - 13
c.e.m.f. R
ranges 05V<fcem<54V 1 V<fcem<3V Ryg = MOT
t(jammes de 27
.c.e.m. . .
0,1V<fcem<10V 1,8V<fcem<6V Rig= lgOT R :x:;;;zyxd
a/s
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ESM 227, ESM 227 N

VOLTAGE REFERENCE VERSUS VOLTAGE REFERENCE VERSUS SUPPLY
TEMPERATURE VOLTAGE
TENSION DE REFERENCE EN TENSION DE REFERENCE EN FONCTION
FONCTION DE LA TEMPERATURE DE LA TENSION D’ALIMENTATION
Vref Vref
%] Vot v
<+0,2103 v/oc
At
j
1,53 | — ‘P 1,53
% —
s
1,51 "/Yy/ 1,51 /,
NN // typ. S
e
L~ ™~
1,49 \\,m . 1,49 ,
\“—'
N I
1,47 1,47
1,45 | 1,45
0 25 50 75 100 (i(°C) 0 5 10 15 VeV
R12 = Torque compensating resistor (see page 4/5)
Résistance de compensation du couple (voir page 4/5)
SPEED REGULATION VERSUS LOAD STARTING CURRENT VERSUS TIME
VARIATION DU REGIME EN FONCTION CARACTERISTIQUE DE DEMARRAGE
DE LA CHARGE
N 'pem
A =
No (A) Ve =12V
Ry =108
11 0,8 I/
1,0 0,6
09 0,4 \\
0,8 0,2
|M regime =100 mA
\\
0,7 0
0 [ 200 400 600 t (ms)

6/5
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TCA 900, TCA 910

SPEED REGULATOR FOR DC MOTORS
REGULATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR A COURANT CONTINU

GENERAL DESCRIPTION

Monolithic integrated circuit TCA 900 or TCA 910 is intended for speed regulation of permanent magnet DC motors in
phonographs and tape recorders.

It features running speed stability versus power supply voltage, temperature and load much higher than conventional
circuits built with discrete components do.

Highlights include :
— matching flexibility to miscelaneous characteristics motors
— compensation of motor resistance temperature coefficient

— high starting current.

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit intégré monolithique TCA 900 ou TCA 910 est destiné & la fonction “régulateur de vitesse” des moteurs &
aimant permanent de magnétophones et d‘électrophones.

11 présente des performances de régulation en fonction de la tension de batterie, de la température et de la charge trés
supérieures a celles des circuits couramment réalisés en composants discrets.

11 offre de plus les avantages suivants :

— souplesse d‘adaptation & des moteurs de caractéristiques trés variées
— changement de vitesse par commutation électrique
— compensation du coefficient de température de la résistance du moteur

— courant de démarrage élevé.

Case TO-126 (CB-16)
Bortier

78-43 1/5
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TCA 900, TCA 910

LIMITING VALUES Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES (Sauf indications contraires)
TCA 900 TCA 910
Supply voltage \%
Tension d'alimentation cc 14 20 v
Maximum output current |
Courant maximum de sortie o 0.5 A
Tamb = 70°C 0,8
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptot w
Tease = 100°C 5
Junction temperature T.
Température de jonction 1 150 °C
Storage temperature T —55 °Cc
Température de stockage stg + 150 °C
) ) Rinj-c) 10 °oc/wW
Junction-case thermal resistance
Rési thermique (j jon-boitier) N
Rehij-al 100 C/W
Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale
Prot
(W)
4
3 (1) In free-air
A I'air libre
2 (2)  With heat sink having Ry, = 35°C/W
@ Avec un radiateur ayant une R, = 35°C/W
. \’*’/ {3} With heat sink having Rep, = 15°C/W

{1)

N

I~

0 25 5070 100 125 150

tw}b("C)

Avec un radiateur ayantune R = 15°C/W

2/5
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TCA 900, TCA 910

(Unless otherwise stated)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T b= 25°C Rs = 00 55 0 t
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES am (Sauf indications contraires)
Test conditions Pins :
Conditions de mesure Broches Min. Typ. Max.
Internal reference voltage Vee =585V
(between pins 2 and 3) . | — v . 29
Tension de référence interne (Fig. 2) m 70mA (ref) 2-3 25 v
fentre broches 2 et 3) R =0
Reference voltage temperature Vv =556V
coefficient cc T AV
Coefficient de température de la tension |2 =-70mA V T 2-3 0'01 %/°C
de référence t ., =-20>+70°C| (ref) = vj)
amb
Veas =
Line regulation (for TCA 900 only) cc =586~ 12v AVm
Régulation de ligne (pour TCA 900 Im =70mA 2/ MVee 0,1 %IV
seulement) R =100 m
(Fig. 2)
Line regulation (for TCA 9100nly) | Yoc =10218V |,y
Régulation de ligne (pour TCA 910 Iy =70mA v/AVcc 0,1 %/V
seulement) _ m
. R =270Q
(Fig. 2)
Vae =55V
i cc ' AV
Load regulation . m
Régulation charge (Fig-2) | ), = 40>100mA v Al 0,006 %/mA
R =0
Dropout voltage | =70 mA o
Tension résiduelle aux bornes du_circuit V"(;C =45y \ 1-2 1,2 \%
Starting current . Vee =9v
Courant de démarrage (Fig. 2) RMOT:1 0n I0 2 0.4 A
Vec =55V
K=A12/013 (Fig.2) | 1z =-70mA K 85
A |2 =*10mA
R =0
Via=18V
13
Regulator supply current - .
Courant consommé par le régulateur :42 B 100 mA o 3 2,6 mA mA
3/5
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TCA 900, TCA 910

APPLICATION INFORMATION
DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Le régulateur alimente le moteur dont la vitesse ne doit pas
varier quand la tension d‘alimentation, le couple et la
température varient.

The regulator supplies the motor in such a way as to
keep its speed constant, indepentent of supply volta-
ge, applied torque and ambient temperature variations.

The basic equation for the motor is : L'équation du moteur est :

Vi = E+ Rl
E = K¢N
C = Im/Kq‘)
Vm = supply voltage applied to the motor V,, = tension appliquée au moteur
Ep = back electromotive force Eyp = fcem
R m = internal resistance (of the motor) R = Résistance interne (du moteur)
Iy = current absorbed {from the motor) !, = Courantabsorbé
K¢ = constant of the motor K¢ = constante du moteur
C = drive torque c = couple
N = motor speed (r.p.m.) N = vitesse en tours/minute
E = Regulated voltage E = Tension régulée
A voltage supply with the following characteristics : Avec une alimentation dont les caractéristiques sont les
suivantes @
E = Eg E0 = electromotive force E = Eg Eq= fcem.
Rg = ~-R,, Rp = output resistance Rg = -8R, R = résistance de sortie

gives performance required. il est possible d'obtenir une régulation du nombre de tours N4

This means that a variation in current absorbed by the Ceci signifie que, par suite d/une variation du courant absorbé

motor, due to a variation in torque applied, causes a
proportional variation in regulator output voltage.

par le moteur, di & une variation du couple, la tension de
sortie du régulateur varie d'une quantité proportionnelle et
corrige l'effet de chute de tension dans Rm

La figure 1 montre la F.C.E.M. minimum qui est possible de

In figure 1 is shown the minimum allowable E versus
. réguler en fonction de R.

Figure 1 E

38
pd

36 7

/

3 Sy d |
e
TV

28

!

0 40 80 120 160 200 240 280R (Q2)
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TCA 900, TCA 910

The TCA 900 and TCA 910 give a reference constant
voltage Vyef (between pins 2 and 3) independent of
variations of V¢, 12 and ambient temperature.

I3 = log
I3 = total current at pin 3
lg3 = Quiescent current at pin 3(l,=0)
I2 = current at pin 2
K = constant

The output voltage Vy,, applied to the motor has the
following value :

v 1
Vin = Vier TR |:_,:ef ) Flog |t
—

Le régulateur est congu de telle sorte que le courant dans la
broche 3 est I'image du courant de sortie.

]

+ <
K
/3 = courant total sortant de la broche 3
/03 = courantde repos de la broche 3
l2 = courant sortant de la broche 2
K = constante

La tension V., d'attaque du moteur prend la formulation
suivante :

'm

— R

K

—

Term 1 equals EQ and fixes the motor speed by
means of the variable resistor Rg.

|
Term 2 P2 R equals the term Ry, . Im and, therefore
compensates variations of torque applied.

Complete compensation is achieved when :

If R

max =~ KR

M min instability may occur.

TEST CIRCUIT
MONTAGE DE TEST

Figure 2

terme 1

terme 2

Le terme 1 est égal & E et fixe la vitesse N par réglage de P.

Le terme 2 est égal au terme Rmly, et compense les varia-
tions du couple.

La compensation sera parfaite si :
KRy,
R >KR

Si .
max m min

il peut y avoir instabilité.

TYPICAL APPLICATION CIRCUIT
SCHEMA TYPIQUE D'UTILISATION

5/6
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TDA1041

SPEED REGULATOR FOR DC MOTORS
REGULATEUR DE VITESSE POUR MOTEURS A COURANT CONTINU

GENERAL DESCRIPTION

Monolithic integrated circuit TDA 1041 is intended for speed regulation of permanent magnet DC motors in phonc-
graphs, tape recorders and for car sets.

it features running speed stability versus power supply voltage, temperature and load much higher than conventional
circuits built with discrete components do.

Highlights include :

matching flexibility to miscelancous characteristics motors.

high stability of reference voltage.
— low saturation voltage

— high starting current.

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit intégré monolithic TDA 1041 est destiné 3 la fonction “régulateur de vitesse” des moteurs & aimant permanent de magné-
tophones, d'électrophones et lecteurs de cassettes auto.

11 présente des performances de régulation en fonction de la tension de batterie, de la température et de la charge trés supérieures a celles
des circuits couramment réalisés en composants discrets.

1l offre de plus les avantages suivants :

- /e d‘adaptation a des de caractéristiques trés variées

— changement de vitesse par commutation électrique

— grande stabilité de la tension de référence interne.
— faible tension de déchet

— courant de démarrage élevé.

Case
Boitier

CB-129

1975 -7 1/5

THOMSON - CSF
DVISION ““'Co”_‘;“:“;fq 401



TDA 1041

LIMITING VALUES Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES (Sauf indications contraires)
Supply voltage v
Tension d’alimentation cc 3.8 8 v
Maximum output current |
Courant maximum de sortie [0} ! A
Power dissipation P
Dissipation de puissance tot 1.4 w
Junction temperature
o
Température de jonction Tj 125 C
Storage temperature om -
Température de stockage Tstg 125 [
Jun‘ction-ambie‘nt th.ermafl resist.ance Rth(j-a) 70 oc/w
R thermique (j b )
Junction-case thermal resistance R,y
thermique (jonction-boitier) thije) 12 °c/w
Pl()l
(w)
2 (2) (3)
o (1) Without heat sink
1,5 {— Sans radiateur
\ (2)  With a 30°C/W heat sink-
1 Avec un radiateur 30°C/W
(3} With infinite heat sink
0,5 Avec un radiateur infinj
0

2/5
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TDA 1041

{Unless otherwise stated)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 1 _ pgec , A
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES a (Sauf indications contraires)
Test conditions Pins ;
Conditions de mesure Broches Min. Typ. Max.
{nternal reference voltage v
Tension de référence interne (ref) 1,20 1,50 1,80 v
Regulator supply current '0
Courant consommé par le régulateur lCC 6 +E mA
Reference voltage temperature AV
coefficient (without load) t. . =0+70°C (ref)
> RN 110} _0.2 o
Coefficient de température de la tension amb At (vj) o 0 +02 mv/°e
de référence (3 vide)
Reference»voltage versus supply Vec =615V -3 0 +3 mV
voltage (without load) AV
Variation de la tension de référence ref
en fonction de la tension d‘alimentation Var=4>18V -15 0 .+15 mV
(2 vi cc
vide

Amplifier input current
Courant d’entrée de I'amplificateur ! IB 9 4 KA
Output transistor saturation voltage lg=02A VCE sat 5.3 0,15 \
Tension de saturation du transistor de sortie IO =08A 5.3 1 v

V, =38V

cc 4 {
fo) 0,3 A

RMOT =108
Starting current
Courant de démarrage

vee —12Y ! 0,7 0,85 A

Rymot =10 Q [¢] . s
Speed regulation versus load A
Coefficient de régulation en fonction |0 = 50> 100 mA -Tw 0,6 %
de la charge

. - AV,
Speed regulation coefficient versus CC_ 4339
supply voltage Vcc M_ +0,3 0,6 %
Coefficient de régulation de la vitesse en IO =70 mA w
fonction de la tension d’alimentation
3/6
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TDA 1041

APPLICATION CIRCUIT
SCHEMA D’UTILISATION

5k§2
Ry = 6.8k
Ry = 1,2kQ
Ry = 1,4kQ
Ry = 1 k&
Rg = 2,7 kQ2
Rg = 2.3kQ2
R
c.e.m.f. MOT
Ryp = ——
! V<f.c.e.m. <3V 12 2,7
R i .
c.e.m.f. _ "“MOT short-circuited
18V < f.c.e.m. <6V Ri2= * "3 court-circuitée

POWER DISSIPATION VERSUS COFFER SURFACE SWING PRINTED CIRCUIT ONLY TDA 1041
PUISSANCE DISSIPEE EN FONCTION DE LA SURFACE DE CUIVRE DISPONIBLE SUR LE CIRCUIT IMPRIME
ONLY TDA 1041

Prot Rth(i-a)
w) (oC/W)
Coppersurface thickness : 0,035 mm
Surface en cuivre, épaisseur : 0,035 mm
3 o =e00 60
?zoi( am}—

\//

TDA 1041

2 40
N
/ \ Rth(i-a)

/
0 0
Printed circuit surface 0 10 20 30 40 50 (S1 +S2) cm?

Support du circuit imprimé

S1=S2=a.b

4/5
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TDA 1041

VOLTAGE REFERENCE VERSUS VOLTAGE REFERENCE VERSUS SUPPLY
TEMPERATURE VOLTAGE
TENSION DE REFERENCE EN TENSION DE REFERENCE EN FONCTION
FONCTION DE LA TEMPERATURE DE LA TENSION D'ALIMENTATION
Vref Vref
) Voo V)
<+0,2.102 v/oc
A 5
1,53 | l 1,53
ot r//
1,51 — ] 1,61 7
™ // typ. fmeer?
et
e ™~
1,49 \\,m_ 1,49
i
\\ l
1,47 1,47
1,45 1,45
0 25 50 75 100 (i("C) 0 5 10 15 Ve
R12 = Torque compensating resistor (see page 4/5)
Résistance de compensation du couple (voir page 4/5)
SPEED REGULATION VERSUS LOAD STARTING CURRENT VERSUS TIME
VARIATION DU REGIME EN FONCTION CARACTERISTIQUE DE DEMARRAGE
DE LA CHARGE
N 'DEM
No (A) Vee =12V
RM =10 2
1.1 i 0,8 [
RI
1,0 ]’2 06
T——
|| I~ 08 R, —
i 2
| ™~ 0rg
0,9 it | P 72_1 0.4
N \
08 0,2
IM regime =100 mA
[ D
0,7 0
0 20 40 60 80 1,(mA) 0 200 400 600 t (ms)
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TDA 1151

SPEED REGULATOR FOR DC MOTORS
REGULATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR A COURANT CONTINU

GENERAL DESCRIPTION . TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

The TDA 1151 is a monolithic integrated circuit intended for permanent magnet DC motors speed regulation in record
players, tape recorders, cassette recorders, toys.

It offers speed regulation with power supply voltage, temperature and load changes much higher than conventional
circuits built with discrete components do.

Main features are :
— matching flexibility to motors with various characterisitcs
— high starting current

— speed change by electrical switch

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit intégré monolithique TDA 1151 est destiné a la fonction “régulateur de vitesse” des moteurs & aimant per-
manent de magnétophones, d’électrophones, cassette, jouets etc. . .

11 présente des performances de régulation en fonction de la tension de batterie, de la température et de la charge trés
supérieures a celles des circuits couramment réalisés en composants discrets.

11 offre de plus les avantages suivants :
— souplesse d’adaptation & des moteurs de caractéristiques trés variées
— courant de démarrage élevé

— changement de vitesse par commutation électrique

THOMSON-CSF 78-43 1/9
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TDA 1151

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Supply voltage

Tension d’alimentation Vee 20 \
Maximum output current 1 12
Courant maximum de sortie o ’ A
Power dissipation Ptot {See curves) w
Dissipation de puissance {Voir courbes)
Junction temperature T. o
Température de jonction i 150 c
Storage temperature T - 55 °C
Température de stockage stg +150 °C
Junction-ambient thermal resistance R,y :
Résistance thermique (jonction-ambiante} th(j-a) 80 °C/w
Junction-case thermal resistance Ruvs: o
Rési: thermique (jq jon-boitier) . th(j-c) 10 C/wW
Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale
Ptol
(w)
(3) (1) tn free air

5 A lair libre

A1 {2)  With heat sink Rip = 26°C/W

3 N \ Avec un radiateur R ~=25°C/W

2l A\ (3} With infinite heat sink

\ Avec radiateur infini
q ™
™~
o]

—25 0 25 50 75 100 125 150 Tamb("C)

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Case TO-126 (CB-16)
Boitier

2/9
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES TDA 1151

STATIC CHARACTERISTICS t Tamb = 25°C RS =00 (Unless otherwise stat'ed)
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions Pi
Conditions de mesure Blr:Z hes Min. Typ. Max.
Figure 1
Reference voltage Veg =6V v .
Tension de référence 12 =0,1A (ref) 1-2 1712 13 v
Reference voltage temperature VCC =6V 1 AV
coeff'»qent 12 =01A v — Zlref) 1-2 0,02 %/°C
Coefficient de température de la (ref) AT
tension de référence Tamb= —20 >+70°C
AV
Line regulator VCC =4>18V {ref)
Régulation ligne 12 =01A V(ref)_AVCC 0,02 %IV
Var =6V AV
Load regulator cc (ref)
Régulation charge 12 =25>200mA V(ref) 512 0,009 %/mA
12 =01A
Dropout voltage AV v
Tension résiduelle aux bornes de circuit Tf‘:= -5% 2,3 1 v
r
Ve =5V -
. Vyna=45V
Starting current 2.3 ’
Courant de démarrage AV f 12 08 2,5 A
v = —50%
ref
Quiescent current on pin 1 Vee = 6V | 17 mA
Courant de polarisation sur la borne 1 2 =100 “A o1 ‘.
_ D12 Reflection coefficient Ve =6V
K= A1 Coefficient de rétlexion 12 =0,1A K 18 20 22
K spread versus VcC Ve =6>18V AK /Ay
Dispersion de K en fonction de Voo 12 =0,1A K cc 0,45 %IV
K spread versus 12 Ve =6V LKA,
Dispersion de K en fonction de 12 12 =25>400mA K 0,005 %/mA
V =6V
Kspread versus temperature cC
Dispersion de K en fonction de la 12 =01A A—KK AT 0,02 %/°C
température Tamb= 20°C>70°C
3/9
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TDA 1151

TEST CIRCUIT

CIRCUIT DE MESURE

TDA 1161 2
3
FIGURE 1

QUIESCENT CURRENT Vg SUPPLY VOLTAGE
COURANT DE POLARISATION EN FONCTION

DE LA TENSION D°ALIMENTATION

‘o1

(mA)

1.8

[/

12

18 VetV

(mA)

V( ref)

Vire = V1.2

QUIESCENT CURRENT V¢
COURANT DE POLARISATION EN FONCTION
lo1 DE LA TEMPERATURE

]
12 = 01mA \] ' ![ [
]
Vee= BV (1) DT
VCC= 12V (2) ] _,,_____.‘i -
Vee= 18V (3) //z *2
I _ ] ;/? T
Pl —4/?
- L ;
/r/ t”
P // o
s r P
7 . | |
s LA N S —
/4‘/( ! | I i
b |
. I T
d ; ‘
i ; 1
|
-20 0 20 40 60 T, .
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TDA 1151

REFERENCE VOLTAGE Vg SUPPLY VOLTAGE
TENSION DE REFERENCE EN FONCT/ON DE

V(ref) LA TENSION D'ALIMENTATION
(V) eo,
Tamb = 25°C
12 = 25mA (1)
| 12 = B0 mA (2)» N
12 = 100 mA (3)
1925012 = 200mA (a) L
12 = 400 mA (5)
i
2
1,2 >
. f—
\\-\_‘\‘
M—
1,15 ~—
5
6 12 18 Veev)

REFERENCE VOLTAGE Vcc AMBIENT TEM-

PERATURE

TENSION DE REFERENCE EN FONCTION DE
V(ref) LA TEMPERATURE

V)
12 = 100 mA
Veg= 6V
13
1,2
‘ |
11 A T T
i
| |
T T
Pl
|
f
|

-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70T, . (°C)

REFERENCE VOLTAGE V(g PIN 2 CURRENT

TENSION DE REFERENCE EN FONCTION DU
Viref) COURANT SUR LA BORNE 2
)

Tamb = 25°C
VCC = 6V (1)
VCC =12V {2} | e ]
VCC = 18V (3)
1.25
N,
‘\.‘\\
P~ N
1,2 TR

w

50 150 250 ~ 350 450 12 (mA)

REFLECTION COEFFICENT Ve SUPPLY
VOLTAGE

COEFFICIENT DE REFLEXION EN FONCTION
DE LA TENSION D'ALIMENTATION

K T
-5
21 s
T
NETL 2
=7 - e e |
) |
| B
20 !
1
12 = 25mA (1)
19 (12 = s0mA(2) -
12 = 100 mA (3) 1
12 =200mAda) [T T ]
18 |12 =4ogmA(5) -
Tomp = 25°C { \
0 6 12 18V iV

5/9
411




TDA 1151

21

20

19

08

REFLECTION COEFFICENT Vg AMBIENT

150 250 350 450

12{mA)

REFLECTION COEFFICENT Vg PIN 2 CURRENT TEMPERATURE
COEFFICIENT DE REFLEXION EN FONCTION DU COEFFICIENT DE REFLEXION EN FONCTION
COURANT SUR LA BORNE 2  DELA TEMPERATURE AMBIENTE
Tamb = 25°C VCC =6V
Ve = 6V () 12 25 mA
Vee = 12V 2 | 12 T s0mA
Vee = 18V 3 s 12 T 100mA
— = 21112 T 200mA
-7 12 T 400mA
T P G
o a—
T ]
20
m 19
i
|
:
]
|
50 150 250 350 450 12 (mA) --20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 Tamb
DROPOUT VOLTAGE Vg PIN 2 CURRENT
TENSION RESIDUELLE AUX BORNES DU
CIRCUIT EN FONCTION DU COURANT SUR
vos _LESBORNES2
V) -
Tomp = 25°C
Ve = 25V
16
1,4
12

(°C)
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TDA 1151

OPERATING MODE

FONCTIONNEMENT
-0 Vee
Rt
V(ref)/RS
— Motor
Moteur
1" l
Rs
! 12
TDA - - FIGURE 2
3 2
&_‘ 1151
\

Voltage beetween pins 1 and 2 is held constant by the
circuit.

Le circuit intégré maintient entre ses bornes 1 et 2 une
tension constante,

V1’2 =V(ref) =12V

Current 11 consumed on pin 1 by the circuit is equal
to o1 = 1,7 mA (constant) plus g2 = 12/K (12 is
the current flowing through pin 2).

M=lgy +12/K

Eg being motor back electromotive force and Ry its
internal resistance.

Le courant 11, concommé par le C.I sur la borne 1 est la
somme de 2 courants, |'un constant 1gy =1,7 mA l'autre
proportionnel au courant 12 de la borne 2 :

(g1 =1.7mA ; K=20)

Si Eg et Rm sont la f.c.e.m et la résistance interne du moteur
ona:

_ (ref)
Eg -+ Rm Im~RT(I1 + —RS ) + V(ref)

Viref)
Rs

Now 12 = |m + , therefore :

R

Yirer)
R

Sachant que 12 =, + .ona:

il [Tty
Bo=lm (¢ = Bmd * Virer LRg " *%) + 1| + Ry loy

e ——

(1)

Motor speed will be independent of resisting torque
if Eg does not depend to Iy, in other words if term
(1) equals zero or :

o ——
(2)

La vitesse ne dépendra pas du couple résistant si la f.c.e.m Eg
ne dépend pas du courant Ipy,. Ceci a lieu si le terme (1) est
nul. Ce qui détermine le choix de Rt :

Rr=KRp

(K=20£l

Hf RT > K Ry, an instability may occur owing to an
over compensation.

Back electromotive force Eg, corresponding to the
wanted speed, gives Rg value by term (2) :

Virep (1+ 1/K)

Si RT>KRm, il y a surcompensation avec risque d’instabi-
lite.

Le choix de Rg est déterminé par le terme (2) de fagon 3
obtenir la f.c.e.m Eg correspondant a la vitesse désirée :

Viref)

Rg =R
S T B9=Virer) ~Rrlos

# R
T B9 = Vier) = Rylog

V(ref)= 1,2v
'01 =1,7mA

7/9
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TDA 1151

SCHEMATIC
SCHEMA DU CIRCUIT

Ll L

R1| | R2

Q12

7

S

Q15 ﬁ]as
! Q16 021 a2

o J
v
7

017;1—
Q20 b Q23
Q18

R9 Q24

8/9
414



TDA 1151

TYPICAL APPLICATION
APPLICATION TYPIQUE

FIGURE 3
—0 VCC
Rr
Motor
l Moteur
. Rg 10 nF Vee = 12V

Rp = 147Q
TLA 5 Ry = 200Q

3 _
151
! ! Rg = 1k (total
A Eg = 265V

! = 110mA

712 33
838 T Ta4s
v '
1016 ’@\—'[ Contact area
nay . Foce d appui
I [ 8254
3.30
1512
1663
0.64
I~ oss
| A
204 ' 204
254" T T sa X
09
'\ 16 bas J‘ 3 Outputs
3 Sorties
SOT-32
DiN
TO-126 T0-126 F 123 CB-16
cer OATA JEDEC SITELESC SESCOSEM
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Automobile
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CAR

AUTOMOBILE
PAGE FUNCTION TYPE PACKAGE
PAGE FONCTION TYPE BOITIER
Voltage regulator
a2 Régulateur de tension ESM 700
TO-126
(CB-186)
a5 | Tachometer ESM 707 m
CB-98
TDF 1064
441 Proximity detector

Détecteur de proximité

TDE 1064 @

CB-115
Speed indicator. Kilometer adder
431 Compteur de vitesse. Totaliseur kilométrique SAY 115
kilométrique
cB-109
C.MOS | C for car quartz clock
437 Circuit C-MOS pour pendulette SF.F 25012 o I
auto 2 quartz N L
CB-98
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ESM 700

VOLTAGE REGULATOR
REGULATEUR DE TENSION

PRELIMINARY DATA
GENERAL DESCRIPTION NOTICE PRELIMINAIRE

The ESM 700 is an integrated voltage regulator circuit specially designed for car instrument board devices, supplied in
TO-126 plastic package. |t can supply a regulated voltage of 10 V with an output current of 220 mA.
Highligths include :

— Limited output current

— Thermal protection

— Input overvoltage protection

— Tight tolerance for output voltage

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit intégré ESM 700 est un régulateur de tension pour instruments de bord d’automobile, présenté en boitier
plastique TO-126. Il fournit une tension régulée de 10 V avec un courant de sortie de 220 mA.
Autres avantages :

— Limitation du courant de sortie

— Thermal protection

— Protection contre les surtensions

— Faible dispersion de la tension de sortie

75-6 1/3
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ESM 700

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Case TO-126 (CB-16)
Boitier

1-Output
Sortie

2 -Ground
Masse

3-Input
Entrée

APPLICATION DIAGRAM
SCHEMA D’APPLICATION

\
| 00— ESM 700 ——oVy

2
LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES
Permanent input voltage
Tension d'entrée continue v 16,5 \
Maximum regulated output current |
Courant régulé maximum 0 220 mA
Juntion temperature 3
Température de jonction T] 125 °C
Operating temperature To —-25 °C
Temp e de foncti per +85 oc

2/3
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ESM 700

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T. = 25°C V=135V (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES J (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

lo < 220mA v

1,8V <V, <145V 0 9,775 10 10,225 \
Qutput voltage
Tension de sortie

o < 220 mA y

145V <V, <165V 0 9,750 10 10,250 Vv
Maximum regulated output current < |
Courant de sortie régulé maximum 9,775V \VO <10225V 0 220 mA

I <220 mA

0 %

vV, =117V [¢] 9,65 v
Non regulated output voltage
Tension de sortie hors régulation

| <220 mA

1% \Y

v, =108V 0 8.95 v
Quiescent current R, = o° |
Courant au repos L cc 8 mA

_ | <220 mA AV

Temperature coefficient (0] (¢}
Coefficient de température Tamp=—25°C > +85°C AT -1 0 1 mV/°C
Short-circuit output current V. =0
Courant de sortie en court-circuit o los 650 mA

Z) =50 Q, tp =1s \7 20 Vv
Input 9vervo|tage protect_ion zl =508, tp =0,1s v, 30 v
Pr contre les sur
(see diagram) =5 =
{voir schéma) Z| s tp 50us V' 60 v

Z, =504, tp = 10 us VI 100 v
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance
Rési hermique (jonction-bortier) Rth(j-c) 10 °c/W
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ESM 707

TACHOMETER
TACHYMETRE

PRELIMINARY DATA

GENERAL DESCRIPTION NOTICE PRELIMINAIRE

The monolithic integrated circuit ESM 707 is a high performance monostable with Schmitt Trigger input. It is
ideally suited for driving a moving coil instrument.

It comprises :
— Aninternal regulated voltage rail
— A Schmitt Trigger input
— A monostable flip-flop
— A constant current output pulse
DESCRIPTION GENERALE
Le circuit intégré monolithique ESM 707 est un monostable de haute performance précédé d’un Trigger de Schmitt.
Il est plus particuliérement utilisé pour commander un galvonométre. .

I/ comprend :
— Un régulateur de tension interne
— Un Trigger de Schmitt
— Un monostable

— Un générateur de courant

76 - 30 1/5
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ESM 707

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Case : CB-98 " Ground
Boftier Masse
Input
2 Entrée
Top view o .
Vufde dessus 3 Timing capacitor CT
Condensateur Cy
[31 [71 [&] [51
4 Monostable input
Entrée monostable
) Output
5 Sortie
Pre-set current resistor R
LU w 1_3_’ w 6 Résistance de réglage Rm m
7 Regglated vgltage VR
Tension réguiée Vg
8 Regulator resistor RC
Résistance du régulateur R
LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES
SYMBOLS PIN UNITS
SYMBOLES | BROCHE MIN. TYP. MAX. |oniTes
No limit
Supply voltage
Tension d‘alimentation VCC P.as.de
limite
Package power dissipation P
Puissance dissipée maximum tot 500 mw
Input voltage \
Tension d’entrée [ 2 -20 12 Vv
Operating temperature range T _ o
Gamme de température de fonctionnement oper 40 +80 c
St 10
oragedteemp:zra uri L::nge oo Tstg _85 +150 oC

2/5
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ESM 707

BLOCK DIAGRAM
SCHEMA SYNOPTIQUE

Vee
R
C T
T RS
. . Buffer
Input Schmitt Trigger Monostable - s Regulator
Entrée Trigger de Schmite| Monostable d: c;a rant Régulateur
Re
Rm
A 3
APPLICATION SCHEMA
SCHEMA D’APPLICATION
TACHOMETER
TACHYMETRE
/ Rg Rg
{! |8— —+—o Vcc
Input 7] 7' |
Entrée L

Cr

[
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ESM 707

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions Pin i
Conditions de mesure Broche Min. Typ. Max.

Input voltage range for current

triggering Var=10+16V \%

Tension d’entrée assurant la conduction cc ! 2 11 12 v

de courant

Input voltage range for no current

triggering Vaer=10+16 V \%

Tension d’entrée assurant le blocage cc ! 2 0 05 v
5 —60

Output current =10~

Courant de sortie VCC =10+16V IO mA
6 +60

Output voltage - 10+ V,

Tension de sortie VCC 10+16V o 6 207 226 244 v

Dynamic impedance of regulated

voltage =10= AV

Impedance dynamique de la tension VCC 10+16V Al R 7 3 Q

régulée R

Supply current _ . |

Courant d‘alimentation VCC =10+16V cc 7 7 12 mA

Pulse width temperature coefficient

Coefficient de température sur la largeur Vee = 10+16V —0,03 %/°C

de l'impulsion

Pulse amplitude temperature coef-

ficient _ . o /0

Coefficient de température sur I'ampli- VCC =10+16V +0,03 %/°C

tude de sortie

Output pulse width — 10

Largeur de I'impulsion de sortie VCC 10+186V tp 0,7. RTCT S
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ESM 707

CHOICE OF EXTERNAL COMPONENTS
CALCUL DES ELEMENTS EXTERIEURS

1-RESISTOR VALUES FOR SHUNT REGULATOR

1- CALCUL DES RESISTANCES DU REGULATEUR
SHUNT

R _ Vsmin — 872
s 12+ Iax
R _ Rs x 6,5
c Y -75
Smax .
Rg Serie resistor Rg Résistance série
RC Parallel resistor Re Résistance paraliéle
'max : Maximum output current ! max Courant créte de sortie
Vsmin Minimum supply voltage Vmin Tension dalimentation minimum
vSmax Maximum supply voltage Y Smax Tension d‘alimentation maximum
16 16
Pd =100x 371_0& +— ——> R = —_—
mTm R Cmin 400 —37 1|_xG
c T3 ImXPm
Py Maximum power dissipation Py Puissance dissipée maximum
[4 m Maximum mark/space ratio 6”’ Rapport cyclique maximum
2-0OUTPUT CURRENT 2- COURANT DE SORTIE
\ Vief R _ Vief _ 2,26
m R M ) |
M m m
Vref Reference voltage Voot Tension de référence
RM Preset resistor R ) Résistance de réglage de !
R - Viefmax - 244 =410
M min |
max

3-TIMING COMPONENTS

3- CONSTANTE DE TEMPS

15kQ < Ry < 40k

t= 069 RT CT
5us

Timing resistor

CT Timing capacitor

<t <50ms
Ay Résistance du monostable
C. T Capacité du monostable
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SAYT15XY

SPEED INDICATOR — KILOMETER ADDER
COMPTEUR DE VITESSE — TOTALISEUR KILOMETRIQUE

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

TYPICAL APPLICATION

In connection with the proximity detector ESM 1601, the integrated circuit SAY 115 is designed for use in electronic
speedometer and kilometer adder systems in automobiles. An analog output may be used, with an external comparator,
to indicate when the speed exceeds or falls below an arbitrarily chosen value.

APPLICATION TYPIQUE

En liaison avec le capteur de proximité ESM 1601, le circuit SAY 115 réalise les fonctions de compteur de vitesse et
totaliseur kilométrique pour les véhicules automobiles. La sortie analogique est utilisée, avec un comparateur extérieur,
pour indiquer un dépassement de vitesse.

GENERAL DESCRIPTION

The monolithic integrated circuit SAY 115 comprises :
— A schmitt trigger input stage

— A monostable flip-flop

— A current generator, controlled by the monostable, whose current is indicated by a moving coil instrument.
— A binary frequency divider

— A double output stage controls a stepping motor

— An analog output to indicate a speed overshoot.

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit intégré monolithique comprend :

— Un trigger de schmitt

— Un monostable

— Un générateur de courant commandé par le monostable et permettant d’attaquer un galvanométre
— Un diviseur de fréquence

— Deux amplificateurs de sortie pour la commande du moteur pas a pas

— Une sortie analogique.

75 -
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SAY 115 X, Y

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Case : CB-109 Top views
Boitier Vue de dessus
B A 0 A
12 1N 10 13 9 8 7
~ 80°
Rin(j-a) =80°CW T
12 3 13 4 5 6
p-d v/
1 Input 7.8 lO adjustment
Entrée Réglage courant de sortie
2 Reference voltage output 10 Analog output
Sortie tension de référence Sortie analogique
3.5 Stepping motor outputs 11-12 Monostable condensator
Sorties moteur pas a pas Condensateur du monostable
. v Monostable resistance
4-9 cc 2-n Résistance du monostable
6 Moving coil instrument output 13 Ground
Sortie galvanométre Masse
BLOCK DIAGRAM
SCHEMA SYNOPTIQUE
Schmitt Monostable Current Movi "
Input trigger Flip-flop generator Moving coi
—_—_— —
Entrée Trigger de Bascule Générateur Instrument
schmitt monostable de courant Galvanométre
Analog Frequency Output [
output divider stage Stepping motor
Sortie Diviseur de Etage de Moteur pas & pas
analogue fréquence sortie ——
External comparator
Comparateur extérieur
2/5
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SAY 115 X, Y

LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES

Supply voltage (continuous) v
Tension d‘alimentation {permanente) cc 165 v
Supply voltage (peak) v
Tension d’alimentation (créte) cc 20 v
Input voltage v —0,5 \%
Tension d’entrée | +20 \
QOutput current | 300 A
Courant de sortie 0] m
Operating temperature range T —40 °C
Gamme de température de fonctionnement oper 180 °c
Storage temperature T —40 °C
Température de stockage stg +125 °c
APPLICATION SCHEMA
SCHEMA D’APPLICATION i VCC
Vee R3 =330 1M-16V
’ {7} —0
R1 =27k €C2=0,15uF R2 , =150
7 8
['— — Y - - -
|
] Schmitt l’\:ﬂoncf)stable Current 6l 1 =15ma
Input o o Trigger lip-flop generator =
Entrée Trigger de Bascule Générateur
| Schmitt monostable de courant I
| :
! P [P EE
l Analog Frequency Output 3
' output divider stages | R =80Q
Sortie Diviseur de Etages de 5
c1 I analogique fréquence sortie
L= |
100 uF |_ SAY 115 3
10 2 137
Load
Charge
Comparator
Comparateur.
10 I Ground
¢ ’o) Masse
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SAY 115 X, Y

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

{Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamp = 25°C Vge =12V (Saut indications contraires)
Test conditions Pins .
Conditions de mesure Broches | Min. Typ. Max.
Supply voltage
Tension d’alimentation VCC 9 n 16,5 \Y
Supply current |
Courant d’alimentation cc 9 10 16 20 mA
Input frequency
Fréquence d’entrée f 1 10 kHz
\
Input trigger threshold L 1 25 \
Seuils du trigger d’entrée
Vin 1 35 \Y
| _
Input current L 1 120 HA
Courant d’entrée
1 1 ~10 uA
Reference voltage
Tension de référence Vref 2 6,5 \Y
Output peak current 23
Courant créte de sortie o 6 ﬁ‘g 30 mA
Output voltage v 5
Tension de sortie (¢} 0 5 \
Pulse duty factor of the monostable
Rapport cyclique du monostable 0,9
Output pulse duration ¢
Durée de I'impulsion de sortie P 0,67 RT Cr
f=0 Y
Analog output voltage 0 10 6,5 v
Tension de sortie de ia sortie analogique
f max Vo 10 21 \
Output resistance of the analog
output Ro 10 10 kO
Rési de la sortie
Divider ratio of the binary divider SAY 115X fas 3.5 32
Rapport de division SAY 115 Y f 64
Saturation voltage at the motor
outputs puis 1o =200 mA Vo 3-5 1,2 \%

Tension de saturation des sorties
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SAY 115 X, Y

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES

Min Typ. Max
Supply voltage v 1 16
Tension d’alimentation cc
Timing resistor
Résistance du monostable R1 15 100 kQ
Preset resistor for the output current R2
Résistance de réglage du courant de sortie 100 Q
Filter resistor
Résistance de filtrage R3 33 Q
Filter capacitor
Capacité de filtrage c1 25 uF
<

OUTPUT PULSE DURATION VERSUS C2 AND R1
DUREE DE L’IMPULSION DE SORTIE EN FONCTION DE R1 ET C2

(ESTZ) C2=22nF 47nF 10nF 22nF 470F 0,1 uF
9% 7 17 7 17 7
20 7 17 /17 7 7
70 / / / / 0,22 uF
60 / /

50 ////
]///////

. / /Y
RIRWAVAVIWAVAVIW

5
10°° 10 103 t,, (sec)
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SFF 25012

C-MOS I.C. FOR CAR QUARTZ CLOCK
CIRCUIT C-MOS POUR PENDULETTE AUTO A QUARTZ

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

Operating free-air

Supply voltage {nput voltage W

Type Package | temperature range | Storage temperature | Tension d’alimentation | Tension d'entrée
YP Boitier de pé) de k.
de fonctionnement Vpp — Vss min. max.
SF.F 256012DV | CB-98 —40 C, +85°C -55 C, +125°C +3V, +15V Vss Vbp

GENERAL DESCRIPTION
DESCRIPTION GENERALE

The SF.F 25012 is a C-MOS circuit designed for auto-
motive clock applications. It contains an oscillator
inverter, a 16-bit frequency divider and two lowsimpe-
dance buffers. The two complementary outputs allow
to drive a motor in a push-pull configuration.

VpD supply is clamped at approximatly 16 V by an
integrated zener diode.

Le SF.F 25012 est un circuit C-MOS spécialement con¢u pour
la réalisation de pendulette auto. Il comprend un inverseur
d’oscillateur, un diviseur de fréquence 16 étages et deux ampli-
ficateurs de sortie. Les deux sorties en opposition de phase
permettent de commander un moteur en mode push-pull.

Lalimentation Vpp est écrétée a environ 16 V par une diode
zener intégrée.

PRINCIPAL FEATURES
DONNEES PRINCIPALES

— Minimum supply voltage
Tension d‘alimentation minimale

-- Typical output impedance (low or high level)
Impédance de sortie typique (état haut ou bas)

— Typical power consumption
Puissance dissipée typique

. VDD:GV f=4MHz
-VDD:12V 250
.. Vpp= 12V 20 mw
f = 4 MHz

¥ THOMSON-CSF
OVISON SEMICONDUCTELAS
S C@SEN
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SF.F 25012

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Plastic package : CB-98

Bortier plastique

Top view
Vue de dessus

Vbp Osc. | Osc. 0 Vss

TYPICAL APPLICATION

+
APPLICATION TYPIQUE Voo

220Q

15 uF

&\k\
Cr 8 R
2
7
T x-Tal SF.F 25012 Motor

Moteur

C 6

C 5 3

’ ° f= 60Hz
f= 3932160 MHz &k

(60 Hz x 2'©)

2/3
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SF.F 25012

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

TEST CONDITIONS
PARAMETERS SYMBOLS *
PARAMETRES SYMBOLES CON/SZ‘/UOAIES DE MIN. | TYP. |MAX.|UNIT.
Vpp — Vgg = 12V
Power supply current IDD f = 4 MHz 2 35 | mA
Courant d‘alimentation Outputs .
Sorties NC
Power supply voltage with resistor Vgg = 0V
onVpp f = 4 MH
Tension d‘alimentation avec résistance Vop o . * z 6 16 v
de protection SOU}_DUtS
rties
Viose =0V
Protection zener breakdown voltage v Ipp = 1004A 14 | 16 18 v
Tension de claquage de zener z Outputs NG
Sorties .
Viose= 0V
Quiescent device current oL Vpp = 10V 1 15 | uA
Courant d‘alimentation au repos Outputs NG
Sorties .
Low level input leakage current | _ _ N
Courant de fuite d’entrée 4 | état bas LiL Viese= 0V 1 0,01 uA
Vpp = 12v
Vgg = 0V
Outputs \y ¢
. . Sorties .
High level input leakage current | —
Courant de fuite d’entrée 3 | 'état haut LIH Viese= 12V 001 1 |uA
Low level input current | _
Courant de sortie & | ’état bas oL VOL =1V 25 40 mA
Vpp = 10V
Vgg = OV
High level output current | v —
Courant de sortie 3 [’état haut OH OH 9V —40 | -25 | mA
Low level output impedance
Impédance de sortie 3 | 'état bas loL = 25mA 25 40 Q
Vpp = 10V
VSS =0V
High level output impedance -
Impédance de sortie & I'’état haut |OH = 25 mA 25 40 Q

*%

* Typical values are given for T = 25°C
Valeurs typiques données pour amb

220 £ resistor between outputs
Résistance de 220 Q connectée entre les sorties
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TDE 1064, TDF 1064

ESM 1601

PROXIMITY DETECTOR
DETECTEUR DE PROXIMITE

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

GENERAL DESCRIPTION

Monolithic integrated circuit is intended to detect metal mass by Foucault - currents acting HF losses of a coil.
Associated with an external resonant circuit, it works like an oscillator at the limit of oscillating. The vicinity of
metal mass causes a eddy - current damping of oscillations and output signal level change.

Mean applications are :

— measurement of axle rotating speed

— measurement of angular region on rotating axle
— end movement detector

— metal pieces counting.

TDx 1064 circuit works like a two voltage dipole which output voltage has two level corresponding to the presence or
the absence of proximity metal mass.

Thereby, a load has to be inserted between the circuit and the power supply.
The principal advantages of the circuit are :

— free choice of oscillator positive feedback rate (external resistor)

— operation with a coil without middle tap

— no filtering capacitor

— connection by two wires

— large operating temperature range

— hight protection against parasitic transcient overvoltage in both polarity
— no damage by polarity error voltage power supply.

DESCRIPTION GENERALE

Le circuit intégré monolithique TDx 1064 est destiné a la détection de piéces métalliques par I'action des courants de
Foucault sur les pertes HF d’une bobine. Associé a un circuit oscillant extérieur, il constitue un oscillateur maintenu a
la limite d‘accrochage. La variation d‘amortissement provoquée par 'approche d’une masse métallique entraine un
changement de niveau du signal de sortie.

Ce circuit est particuliérement adapté pour les applications suivantes :

— mesure de vitesse d‘arbre en rotation

— mesure de secteur angulaire sur arbre en rotation
— fin de course, butée sans contact

— comptage de piéces métalliques.

Le circuit TDx 1064 se comporte comme un dipole dont la tension aux bornes prend deux valeurs correspondant
I'absence ou la présence de masse métallique a proximité de la bobine.

En conséquence, on doit toujours interposer une charge entre le circuit et la source d‘alimentation.

Parmi les avantages de ce circuit, on peut noter :

— choix par l'utilisateur du taux de réaction de I'oscillateur (résistance extérieure}
— utilisation d’une bobine sans prise intermédiaire

— absence de condensateur de filtrage

— liaison a 2 fils

— large gamme de température de fonctionnement (—25°C, + 85°C)

— excellente résistance aux surtensions parasites transitoires dans les 2 polarités

— non destruction par inversion de polarité d‘alimentation.

78-41 1/8
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TDE 1064, TDF 1064

PIN CONFIGURATIONS
BROCHAGES
Case : CB-115 Case : TO-72 (CB-4)
Boitier Boitier
TDE 1064 TDF 1064
Bottom view

Vue de dessous
Bottom view

I_I Vue de dessous
1 2
4
4 3
Jel
S=Eu=E
2
LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES TDE 1064 TDF 1064
. ¥*
Maximum current |
Courant maximal cc 20 20 mA
Operating temperature range min T —-25 —40 °C
de température de foncti max oper +85 +125 °C
Junction temperature T.
Température de jonction § +125 +150 °C
Storage temperature min Tq —55 —55 °C
Température de stockage max 9 +150 +150 °c
* ¥
Thermal resistance R
Résistance thermique th 400 380 °C/W
* The current has to be limited by a external load resistor.
Le courant doit étre limité par une résistance de charge extérieure.
* % |ntegrated circuit mounted on epoxy plate. Width of metalised connections (tined copper) : 1 mm
Circuit intégré monté sur support en verre epoxy. Métallisation de largeur 1 mm en cuivre étamé.
Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale
P TDE 1064 P TDF 1064
tot tot
(mW) (mw)
500 500
400 400
300 300 BN
N
200 ~4 200 N
100 100 \\
0 0
0 25 60 75 100 125 Tamb(°C) 0 25 5 75 100 125'Tamb(°C)
2/8
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TDE 1064

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions Min. T M
Conditions de mesure n. Typ. Max.
Supply voltage v
Tension d‘alimentation cc 8 v
Output bias current {(no metal mass o
Courant de polarisation (sans piéce timb = 85°C IO H 0.6 mA
métallique)
| = 10mA
o Y
= oL 1,3 \Y
tamb = 85°C
Output voltage (no metal mass) 'o =10mA v
Tension de sortie (sans piéce métallique) Lamb = 25°C oL 1.7 \
1 =10 mA
0 \%
I oL 19 \
mb™ 25°C
Output voltage (with metal mass) —
Tension de sortie (avec piéce métallique) lo 0.6 mA Vou 57 6,9 \
Veo =12V
Output rise time - t .
Temps de montée du signal de sortie CL Y TLH (fig. 1) 8 25 Ms
R =22k
Vee =12V
Output fall time =0 t )
Temps de descente du signal de sortie CL THL (fig. 1) 5 15 us
R =22kQ
Ve =12V
Qutput frequency . =0 f (fig. 1) | O 10 kHz
réquence de sortie RL - 2'2 kQ
= v
Output undulation hum voltage YCC 12
Tension résiduelle d’ondulation en C. =0 AVO (fig. 1) 6 mV
sortie R =22kQ
Oscillator tuning frequency
Fréquence d’accord de I'oscillateur osc 05 6 MHz
Negative resistor on resonant circuit
terminals 12 K2
Résistance négative aux bornes du
circuit oscillant L

3/8
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TDF 1064

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tamb = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Supply voltage v
Tension d‘alimentation cc 8 \%
Qutput bias current (no metal mass .
Courant de polarisation (sans piéce tamb =125°C lOH 0,6 mA
métallique)
1 =10mA
0 Y
= oL 1.2 \Y
Lmb = 125°C
Output voltage (no metal mass) lg =10 mA v
Tension de sortie (sans piéce métallique) tamp = 25°C oL 1,65 Vv
| =10mA
(0] \
— _40° oL 2 v
amb — 40°C
Output voltage (with metal mass) -
Tension de sortie (avec piéce métallique) o 0.6 mA VOH 5,7 6,9 \'J
VCC =12V
Output rise time = t. .
Temps de montée du signal de sortie CL TLH (fig. 3 8 25 Hs
RL =22kQ
Qutput fall time VCC v
utpu ! c, =0 t i
Temps de descente du signal de sortie L THL (fig. 3) 5 15 Ms
R, = 2,2k
Vee = 12v
Qutput frequency c . = f (fie.3) | 0 10 kHz
Fréquence de sortie R L= 22kQ
Output undulation hum voltage VCC =12v
Tension résiduelle d’ondulation en CL = AVO (fig. 3} 6 mV
sortie RL =22 kQ
Oscillator tuning frequency
Fréquence d‘accord de I'oscillateur fosc 05 6 MHz
Negative resistor on resonant circuit
terminals 12 Q2

Résistance négative aux bornes du
circuit oscillant
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TDE 1064

CONNECTION DIAGRAM
SCHEMA D'UTILISATION

(Figure 1)

Output signal

IO ™ Signal de sortie
-—
g SN
R
R 5 L = C CL -
L T <+
I Vo v
cc
bl [¢]
Connection side view 17 2
Vue cété connexion 4 3
folTe
[T
R : adjust positive feedback ratio
résistance déterminant le coefficient de réaction N
L 1 coil of resonant circuit R load resistor

bobine du circuit oscillant

Résistance de charge

(o4 : Tuning capacitor CL suppressor capacitor (if necessary)
condensateur d’accord condensateur d’antiparasitage (si nécessaire)
OUTPUT CHARACTERISTIC (Figure 2)
CARACTERISTIQUE DE SORTIE
Io V T
(mA) T
=19 @
16 |—% |
il
| ¢l g |
R o)o+\ b,
12 —> | > < —
oo N : A
IR I
10 T
8 —a S R ~< s
— B — 1 siope "R a
4 Ml Pen¢te L 44
]\\\
600 uA — Vee
T 1 $
0 2 4 6 8 10 12 14 Vo)
R, CHOICE CHOIX DE R,

The Ry value depends on V¢ volitage supply. This
value has to be choosen so that the two extreme
working points A and B are located inside of no
hatched area. (figure 2)

La valeur de Ry dépend de la tension dalimentation Ve et
doit étre telle que les deux points de fonctionnement
extrémes A et B soient 3 l'intérieur de la zone non hachurée.
(figure 2)
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TDF 1064

CONNECTION DIAGRAM  (Figure 3)
SCHEMA D°UTILISATION

Output signal

—————»
|O Signal de sortie
-—
%
! R
L 1 c R CL Q"
= +
VO v
cC
130 I
Connection side view
Vue c6té connexions
R : adjust positive feedback ratio N
résistance déterminant le coefficient de réaction A
L 1 coil of resonant circuit RL : load resistor
bobine du circuit oscillant Résistance de charge
[ : Tuning capacitor C_ : suppressor capacitor (if necessary)
condensateur d'accord condensateur d’antiparasitage (si nécessaire)
OUTPUT CHARACTERISTIC (Figure 4)
CARACTERISTIQUE DE SORTIE
|
0 |
(mA}) 4/ jr
g
)
16— = o
iy SN
F_‘ _E 6’6 \6‘
E[ BTN
12 =5 =F s
&> < “\&
— X _ S
> > .
P Lo -
8 AT s 8 :
; e
4 | ——l Pente RL L
— ]
— == ——v
| 600 uA _— ,(:;g
Z1 A 21
0 2 4 6 8 10 12 14 VO(V)
R, CHOICE CHOIX DE R
The Ry value depends on Vg voitage supply. This La valeur de R, dépend de la tension d‘alimentation V¢ et
value has to be choosen so that the two extreme dojt étre telle que les deux points de fonctionnement
working points A and B are located inside of no extrémes A et B soient & ['intérieur de la zone non hachurée.
hatched area. (figure 2) (figure 2)

6/8
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TDE 1064, TDF 1064

R CHOICE

The value of circuit terminals voltage changes when

CHOIX DE R

La tension aux bornes du circuit change de valeur quand la

Rp damping resistor is equal to a Rpo value critical résistance de perte Rp du circuit oscillant est égale & une
resistor. résistance critique Rpo.

This change happens with a 4Rp about 10 % of Ce changement de valeur se produit avec un hystéresis AfRp

hysteresis : Rpo de 10 % environ :
TDE 1064 TDF 1064
"oy 4
69V ! 69V |
57V | 57V |
4 | ‘ 4
19V fomm oo | 20V fF--omme oo l
1,3V p-------- - : 12V fp----o-m-o e
I » Rp |T -+ Rp
Rpo Rpo

Rpo is choosen by the user by taking the R value Rpo est déterminée par l'utilisateur par le choix de la résis-

tance R

The detection distance depends only on the curve

La distance de détection dépend alors de /a courbe (pertes en
(loss Vg/distance) of the coil.

fonction de la distance) de la bobine.

/8



TDE 1064, TDF 1064

EXAMPLE OF REALISATION

EXEMPLE D'UTILISATION
Coil o 50 turns stranded wire, 5 leads 6/100 mm
Bobine 50 spires de fil divisé, 5 brins de 6/100 mm
Cup core COFELEC 9x5H 32
Coupelle COFELEC 9x5H 32
L = 50 uH - Rpec® = 85 k2 to 3,9 MHz
Capacitor .. ..., ... ... UAZ 900 CERECO - LCC
Condensateur
C = 33pF *10%
Tuning freQUeNCY. .. ... ... 3,9 MHz

Fréquence d’accord

R o 47 k2 +5.%
R 2,2k ¥5%
VEE frorr et 12V
Detected Mass ... vvreeirie e Steel
Piéce détectée Acier
4 Coil
Bobine
0,3 mm
6.2V |‘
i y
15V |------ 0
| .
Xo \

x
I

o = 28mm (t, . =25°C, Voo = 12V)

1

JA%, 0N 0,05 mm (tamb =25°C-85V <V <17V)

% Rpoo : loss shunt resistor without metal mass
résistance paralléle de pertes en /'absence de masse métallique

8/8
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MOS musical instruments

circuits

Circuits MOS pour instruments
de musique

449



MOS MUSICAL INSTRUMENTS CIRCUITS
CIRCUITS MOS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE

PAGE FUNCTION TYPE PACKAGE
PAGE FONCTION TYPE BOITIER
467 SF.F 25016
WI
il
473 SF.F 25066 1‘ cB.79
473 SF.F 25068

Organ rythm generator
Générateur de rythme pour orgue

électronique
473 SF.F 25086
473 SF.F 25088
453 SF.F 5010
253 Master tone generator SF.F 5011

Synthétiseur d’octave

457 SF.F 5013

461 SF.F 26002

Frequency dividers with push-pull

buffers
461 Diviseurs de fréquence avec sorties type SF.F 25003
push-pull
TO-116
(CB-2)
461 SF F 25004
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SEF 5010, SFF 501

MASTER TONE GENERATORS
SYNTHETISEURS D'OCTAVE

BASIC CHARACTERISTICS TENTATIVE DATA
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES NOTICE PROVISOIRE
Operating free-air Drain voltage Input voltage
Type Package temperature range Storage temperature Tension de drain Tension d'entrée
Boitier de D Tempé de kag
de fonctionnement VDD — GND V| — GND
SF.F 5010 CB-79 0°C, +70°C —55°C, +125°C 12V+56% -03V,+12Vv
SF.F 5011 C8-79 0°C, +70°C —55°C, +125°C 12V+5% —03V,+12V

—

General description
Description générale

Principal features
Données principales

The SF.F 5010 and SF.F 5011 are digital master tone generators
which produce from a single input frequency a full octave of 12 no-
tes on the equal tempered scale.

The SF.F 5011 produces a full octave plus one note on the equal
tempered scale.

These generators are monolithic N channel silicon gate integrated
circuits.

The twelve (respectively thirteen) master frequencies are supplied
through low impedance output buffers.

They may be used with SF.F 5002 (SAJ 180), SF.F 25002,
SF.F 25003 or SF.F 25004 to generate all desired octaves.

The SF.F 5010 is pin fo pin compatible with SF.F 5009 (pin Vg
is not connected).

The SF.F 5011 is compatible with SF.F 5009 except pin 9 (VGG)
which delivers F 13.

Les circuits SF.F 5010 et SF.F 5011 réalisent & partir d’un oscillateur unique
la synthése des douze demi-tons de la gamme chromatique "“bien tempérée”
{Le rapport entre deux fréquences voisines est '\Z/ZT

Le SF.F 5011 produit en plus la premiére note de I'octave immédiatement
inférieure.

Ces synthétiseurs d’octave sont des circuits intégrés monolithiques réalisés
gie MOS, grille silicium, canal N.

.Les douze (respectivement treize) fréquences pilotes sont disponibles au tra-
vers d’amplificateurs “push-pull” & basse impéd: et par Je]

dir i Les fre aux octaves inférieures peuvent étre
engendrées & I'aide de circuits diviseurs de fréquence tels que les SF.F 5002
(SAJ 180), SF.F 25002, SF.F 25003 et SF.F 25004.

Le SF.F 5010 est entiérement compatible avec le SF.F 5009 (la broche VG G
n’est pas connectée).

Le SF.F 5011 est compatible avec le SF.F 5009 & I'exception de /a broche 9
{ VGG} qui devient Ia sortie F 13.

dans la

_—

Monolithic circuit

12 (13) frequencies in a single package
Single Standard power supply : +12 V
Single low level input command

Low impedance push pull buffers

Very good accuracy (£ 5 10 or 0,25
Savart)

No random phase modulation

Circuit manolithique

12 (13) demi-tons issus d'un seul boltier

Entrée unique a bas niveau (pas d’horloge haut
niveau)

Une seule alimentation standard : +12 V
Sortie push pull basse impédance

Excellente précision relative (£ 5 10" ou 0,25
Savart)

Pas de modulation de phase aléatoire

THOMSON-CSF

ORISION. SEMICONDUCTEURS

78-26 1/4
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SF.F 5010, SF.F 5011

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE
Package : CB-79
Boitier
F11 F10 F8 F7 F4 F3 GND NC F11 F10 F8 F7 F4 F3 GND F13
16 15 14 13 12 n 10 9 16 15 14 13 12 n 10 9
349 - 3299 293, 277 233 220 +349 - 329! - 2935 =277 233 220 2
1 R
;:2 me n ';v ’:7 207 196 D102 =370 7?:| ;! 247 |- 207 <196
. .
1 2 3 4 5 8 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
+VDD FO F12 F9 F6 F5 F2 F1 +Vop FO F12 F9 F6 F5 F2 F1
input Input
Entrée SF.F 5010 Entrée SF.F 5011
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES
PARAMETERS SYMBOLS VALUES
PARAMETRES SYMBOLES VALEURS
Voltage at any pin .
Tension sur une broche quelconque GND +20V, GND +0'3 v
Operating temperature
p, : dee i 0°C ~ 70°C
Storage temperature
Température de stockage —56°C > 125°C
SPECIFIED OPERATING CONDITIONS (unless otherwise specified)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf indication contraire)
VALUES
PARAMETERS SYMBOLS VALEURS UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MIN. TYP. MAX. UNITES
Drain power supply \ 1.4 12 12,6 \%
Tension d’alimentation drain DD
GND power supply
Tension d‘alimentation GND GND Y \
Ambient temperature o
Température ambiante Tam b 0 25 70 C
2/a
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SF.F 5010, SF.F 5011

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES UNITS
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE VALEURS
MESURE MIN. | TYP.[MAX,| YMTES
V| =GND +15V
Input leakage current | All other pins grounded
Courant de fuite entrée/substrat ISB Toutes les autres broches a 05 10 MA
la masse 25°C
High level input voltage v
Tension d'entrée & I'état haut ViH gD v
Low level input voltage v IGND V,
Tension d’entrée & I'état bas I 0,3V __[g)D Vv
Output On resistance at high level v - _
Résistance de sortie & I'état haut DS(on)H | lon 0,5 mA 04 1 k2
Output On resistance at low level r | =0,5mA
Résistance de sortie & |'état bas DSfon)L oL 0.4 1 k$2
i [ =-0,56mA
High level output voltage V] OH 4
Tension de sortie 3 |'état haut OH Vpp=12V 11,5 | 11,7 \
. | =0,5mA
Low level input voltage oL -
Tension d’entrée 3 I’état bas VOL VDD =12V -03| 05 \"
\% power supply current per package 1 Vv =12 V
BBt de 1atimentation v i Par boitier cc DD 32 mA
Input frequency
Fréquence d'entrée f 01 4 MHz
3/4
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SF.F 5010, SF.F 5011

TYPICAL APPLICATION
APPLICATION TYPIQUE

Fo=
820,16 kHz —

SF.F 5011
seulement

SF.F 56010
SF.F 5011

1/916

1/207,5

1/220

1/233

1/247

1/261,5

1/277

1/293,5

1/311

1/329,5

1/349

1/370

1/392

# Note diésée

—

|

F1

F2

F3

F4

F5

Fé

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

Note E,':;‘:i;‘fy (Hz) EE'::e?lrr 10%)
do; €7 41845 _37
sig 86 3952,5 138
' A% 3728 35
lag  AG 3520 0 (référence)
sl 676 33205 538
solg  G6 3136,4 +13
fa 6 F#B 2960,9 +92
fag ~ F6 27944 r2
mig  E6 26372 +07
e D6 24891 +03
g D6 2350 +3
do %6 2216,7 _ag
dog  Cg 2092,2 _37

4/4
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SF.F 5013

MASTER TONE GENERATOR
SYNTHETISEUR D'OCTAVE

BASIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

TENTATIVE DATA
NOTICE PROVISOIRE

Drain voltage input voltage

Operating free-air

Type Package temperature range Storage temperature Tension de drain Tension d'entrée
ypP Boitier de temp Temp. de stockag
de fonctionnement Vpp — GND V, - GND
SF.F 5013 CB-79 0°C, +70°C —55°C, +125°C 12V £+ 5% -03V, +12V

General description
Description générale

Principal features
Données principales

The SF.F 5013 is a digital master tone generator, realized in
N-Channel silicon gate technology.

Starting from a single input frequency, it produces a full octave
plus one semitone, i.e 13 tones on equal tempered scale.

The thirteen master frequencies are supplied through low impe-
dance push-pull buffers. Other frequency may be generated with
SF.F 25002, 25003 or 25004 C-MOS frequency divider.

Le circuit SF.F 5013 est un générateur d’octave digital, réalisé en technologie
grille silicium canal N.

A partir d‘une seule frequence d’entrée il fournit un octave plus un demi-ton,
soit 13 demi-tons consécutifs de la gamme bien tempérée.

Ces treize fréquences sont disponibles au travers d‘amplificateurs push-pull
2 basse impéd: . Les fréq inférieurs p. étre ob & l'aide
des diviseurs C-MQOS SF.F 25002, 25003 ou 25004.

Monolithic circuit

13 frequencies in a single package

Single standard power supply : + 12 V
Single low level input command

Low impedance push-pull buffers

Very good accuracy (*1,16 cent ma-
ximum)
No random phase modulation

Circuit monolithique
13 demi-tons issus d'un seul boitier

Entrée unique & bas niveau (pas d’horloge
haut niveau)

Une seule alimentation standard : +12 V
Sartie push-pull basse impédance

(+1,16 cent

Excellente précision relative

maximum)

Pas de modulation de phase aléatoire

THOMSON-CSF

DMISON. SEMCONOUC TELSS

(BN EENrh

78 - 26

1/4
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SF.F 5013

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package : CB-79
Boitier

F13 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
16 15 14 13 12 n 10 9
2 239| 1253 268 284| |301 319 338
T
JUER
I S U I 0 B )
@1 92 451] [a26] [402] [379] [388
1 2 3 4 5 6 7 8
+Vpp FO GND F12 F11 F10 F9 F8
Input
Entrée
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VALEURS LIMITES ABSOLUES
PARAMETERS SYMBOLS VALUES
PARAMETRES SYMBOLES VALEURS
Voltage at any pin GND +20V, GND +0,3V
Tension sur une broche quelconque ‘ .
ing t i
gpeiétlng edrzleera ure Toper 0°C - 70°C
Storage temperature Tstg _B5°C - 125°C

Température de stockage

SPECIFIED OPERATING CONDITIONS (unless otherwise specified)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf indication contraire)

VA
PARAMETERS SYMBOLS VALLEL:,E,SS UNITS
PARAMETRES SYMBOLES
MIN. TYP. MAX. UNITES

Drain power supply v
Tension d‘alimentation drain DD 14 12 12,6 \"
GND power supply
Tension d‘alimentation GND GND 0 v
Ambient temperature o
Température ambiante Tamb 0 25 70 C

2/4
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SF.F 5013

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PARAMETERS TEST CONDITIONS VALUES
MESURE MIN. | TYP.| MAX.
V| =GND +15V
Input leakage current | All other pins grounded
Courant de fuite entrée/substrat ISB Toutes les autresgbroehes 3 05 10 LA
la masse
Hi i \%
igh level input voltage v DD
Tension d'entrée 3 ['état haut IH 2 v
Low level input voltage v GND VDD v
Tension d‘entrée & |'état bas It 0.3V 9
Output On resistance at high level .
Résistance de sortie & 'état haut DS(onK | oy 0.5 mA 0,4 1 k2
Output On resistance at low level T lg; = 0,6 mA
Résistance de sortie & | état bas DS(on)L. oL 0.4 1 k2
lgp= —0,5mA
High level output voltage \Y OH .
Tension de sortie & I'6tat haut OH Vpp= 12V s g v
Low level input voltage v loL= 0.5mA _
Tension d'entrée & [‘état bas oL VDD: 12V 03| 05 v
]
VDD power supply current per package v _
Courant de 'alimentation V p,  par boitier lce pp =12V 32 mA
Input frequency £
Fréquence d'entrée | 0,1 4 MHz
3/4
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SF.F 5013

TYPICAL APPLICATION
APPLICATION TYPIQUE

SF.F 5013
1/239 — F1
1/263 L F2
1/268 — F3
1/284 -
1/301 -
1319 e
2':0%0?24 kHz 1/338 — F7
1/358 F8
r.__
1/379 L Fo
1/402 L F10
1/426 L
1/451 L F12
1/478 L F13
* one semitone _ 100 gents

un demi-ton

Frequency (Hz)

Cents error %

Note Frequence Erreur (centiémes)
dog cs 8369,2 --0,565
siy 87 7906,09 0,842
¥, Aty 74636 1,119
lag A7 7043,05 0,740
s, 677 6645,31 0112
soly G7 270,34 —0,424
fa*,  F 59179 -0,58
fay F7 5687,3 -0,117
mi, E7 5277,7 116
e, o 4975,7 -0,78
6 D7 46954 ~1,159
do#7 ct 4435,12 0,076
do, c7 41846 -0,565

4/a




SF.F 25002, SF.F 25003, SFF 25004

FREQUENCY DIVIDERS WITH PUSH-PULL BUFFERS
DIVISEURS DE FREQUENCE AVEC SORTIES, TYPE PUSH-PULL

LIMITING VALUES

TENTATIVE DATA

VALEURS LIMITES ABSOLUES NOTICE PROVISOIRE
Operating free-air Supply voltage Input voltage
Type Package temperature range Storage temperature Tension d'alimentation Tension d’entrée
Boitier Gamme de Te de stockag
de fonctionnement VDD - VSS min. | max.
SF.F 25002 EV Vee
SF.F 25003 EV TO-116 —40°C, + 85°C —-55°C, +125°C -03V, +20Vv -20v | +03V
SF.F 25004 EV
SF.F 25002 KV
SF.F 25003 KV TO-116 -40°C, + 85°C —55°C, +125°C -03V, +t20V -20V | 03V
SF.F 25004 KV
SF.F 25002 KM
SF.F 25003 KM TO-116 -55°C, +125°C —65°C, +150°C —-03V,+t20V -20V | +t03V
SF.F 25004 KM

GENERAL DESCRIPTION
DESCRIPTION GENERALE

The circuits SF.F 25002, 25003, 25004 are frequency
dividers realized with C-MOS technology.

~ The SF.F 25002 and the SF.F 25003 include 7
stages organised in a3 + 2 + 1 + 1 configuration.

— The SF.F 25004 includes 8 stages organised in a
3+ 1+ 2+ 2 configuration.

All inputs of these circuits are protected against excessi-
ve static Build-up by builtin zener diodes.

Les circuits SF.F 25002, 25003, 25004 sont des diviseurs de
5q réalisés en technologie C-MOS.

~ Le SF.F 25002 et le SF.F 25003 comprennent 7 étages
dont la configuration est :3 +2 + 1 + 1.

— Le SF.F 25004 comprend 8 étages dans la configuration :
I+71+2+2

Toutes les entrées de ces circuits sont protégées contre les surten-
sions et charges électrostatiques.

PRINCIPAL FEATURES
DONNEES PRINCIPALES

Static Operation
Fonction statique

-- Only one power supply V
: ) CcC
Une seule tension d‘alimentation

— Low power dissipation
Faible puissance dissipée

— Frequency operation
Fréquence de fcnctionnement

— Low output impedance
Faible impédance de sortie

— Diode input protection with respect to Vee
Diode de protection sur entrée par rapport & VC c

500 Q

Applications

Applications
General utilization
Usage général
Long delay temporization
Temporisation longue durée
Electronic organs
Orgues, accordéons électroniques

5t0 18 V
a

15 uw

1 MHz

Ve =19V

The SF.F 25002 is interchangeable with the circuit SF.F 5002/SAJ 180
Le circuit SF.F 25002 est interchangeable avec e circuit SF.F 5002/SAJ 180

THOMSON-CSF

OMISON S M0 DG T RS

77-41 1/6
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SF.F 25002, SF.F 25003, SF.F 25004

PIN CONFIGURATIONS

BROCHAGES
Package : TO-116 (CB-2) Top view
Boitier Vue de dessus
SF.F 25002
SF.F 25003
SF.F 25004

2/6
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SF.F 25002, SF.F 25003, SF.F 25004

LOGIC DIAGRAM (Pulse shaper and 1 binary stage)
SCHEMA LOGIQUE (Etage d’entrée et 1 diviseur binaire)

oVee
= < Data
1‘ 4 Donnée
Input o :'R s » Gates
Entrée Portes et
E E
Input protection used in : g F 25002, 25003, 25004
Protection employée pour :
E E
Q
TG < . TG o)
E

ml O—

I E
TG —QQ——J Next stage
Etage suivant

:

[e)e]]

TG : Transmission gate
Porte de transmission

TYPICAL APPLICATION Output
APPLICATION TYPIQUE Sortie

Electronics organs
Orgues électroniques Vee =12V

F1
o SF.F 5009 F2 SF.F 25002
scillator
Oscillateur *1FO O'sF.F 5010 SF.F 25003
SF.F 25004
Master tone generator

Synthétiseur d’octave

Key board o Filters

\@ l ) Clavier Filtres

F11[—
12 SF.F 25002
SF.F 25003
SF.F 25004

T Vss W Vss AN

3/6



SF.F 25002, SF.F 25003, SF.F 25004

TIMING DIAGRAMS
DIAGRAMMES DES TEMPS

fnput A
Entrée A

Output A1
Sortie A1

Output A2
Sortie A2

Output A3
Sortie A3

Input B
Entrée B

Output B1
Sortie B1

Output B2
Sortie B2

tnputs C and D
Entrées Cet D

Outputs C and D
Sorties C et D

Rl

-

4/6



SF.F 25002, SF.F 25003, SF.F 25004

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Sauf indications contraires)
VALUES
PARAMETERS symsoLs|  TEST CONDITIONS vALEURs __|UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP.|MAX UNITES)
Supply voltage
Terf.:io}: d’alimgntation VCC 5 18 \
Vv =0V
1 L 1 A
L Veg = 18V M
Input leakage current
Courant de fuite entrée-substrat
) Vig = 15V . A
IH = M
Vee = 15V
High level input voltage Var = 12V
Tension d'entrée & I'état haut ViH cc 9 v
Low tevel input voltage vV =12V
Tension d'entrée & |'état bas V”— cc 2 v
SF.F 25002 15 k2
; ) I = —05mA
Output ON resistance at high fevel ' OH
Reésistance de sortie & |'état haut DS(on)H Vee = 12V
SF.F 25003, 25004 1 kQ
SF.F 25002 15 kQ
Output ON resistance at low fevel . foL = 05mA
Résistance de sortie & |'état bas DSfonL Vee =1 2V
SF.F 25003, 25004 1 k2
SF.F 25002 | 11,2 \%
High level output voltage v loy = —05mA
Tension de sortie a I'état haut OH VCC =12V
SF.F 25003,25004 | 11,5 | 11,7 \Y
SF.F 25002 03 038 \%
Low level output voltage v lop = 05mA
Tension de sortie & |'état bas oL Vee = 12v
SF.F 25003, 25004 03| 05 v
Quiescent device current -
Courant d’alimentation au repos lDL VCC 12v 100 HA
5/6
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SF.F 25002, SF.F 25003, SF.F 25004

DYNAMIC CHARACTERISTICS Tamb = 25°C Vee = 12V
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Note 1) am 4
VALUES
PARAMETERS SYMBOLS T CONDITIONS vaLEURs  |UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN.| TYP. [MAX UNITES|
Input frequence
Fréquence d’entrée F bC 1 MHz
: YwgH
Input pulse width 500
Largeur de I'impulsion d’entrée ty oL ns
S1 150 ns
t
Propagation delay time PHL Output
Temps de propagation tp LH Sortie s2 200 ns
S3 200 ns
. . t
Transition times THL
Temps de transition LY 100 ns

NOTE 1:
These specifications apply for R = 1 M2, C = 10 pF and input rise and fall times = 20 ns
Ces spécifications sont valables pour R L =1MQ, C, L= 10 pF et pour des temps de croissance et de décroissance & [‘entrée =20 ns

DYNAMICAL WAVEFORMS

FORMES D'ONDES DYNAMIQUES
twol L twgH
50%
Input \
Entrée
tPHL
//
4
S output
Sortie S
YTLH THL
6/6
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SFF 25016 E

ORGAN RYTHM GENERATOR

Ex ESM 302 GENERATEUR DE RYTHME POUR ORGUE ELECTRONIQUE
BASIC CHARACTERISTICS TENTATIVE DATA
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES NOTICE PROVISOIRE

Operating free-air
Package temperature range

Supply voitage Input voltage

Typ e ck Storage temperatu're Tension d’alimentation Tension d‘entrée
Boitier de P Tempé de ¥

de fonctionnement Vpp — VSS min. max.

SF.F 25016 E CB-79 0°Cc, +70°C —565°C, +125°C 5V, 15V Vss VDD

GENERAL DESCRIPTION
DESCRIPTION GENERALE

The SF.F 25016 is a rythm generator realized with
C-MOS technology.

1 out of 16 rythm can be selected, via 4 binary coded
input.

32 elementary beats are provided, the reset count can be
mask programmed to 24 (3/4) or 32 (4/4) for each
rythm.

Reset input and down-beat pulse are given on a common
1/0 terminal.

8 output are available, each of the m can be mask pro-
grammed for :

— positive logic or negative logic
— 50% or 100% duty cycle (cloked or not)

— either P channel open drain, or N channel open drain,
or real complementary low impedance output buffer.

Open drain output are specially useful to expand the
number of rythm by “Or Wiring” of several 26016 with
different coding.

Le SF.F 25016 est un générateur de rythme réalisé en technolo-
gie C-MOS.

Choix d'un rythme parmi 16 & l'aide de 4 entrées codées en
binaire.

La séquence comporte 32 temps élémentaires, tous utilisés pour
les rythmes 4/4 , pour les rythmes 3/4 la séquence est reitérée
aprés 24 temps seulement.

Une entrée “reset” et la sortie cadence (“down-beat’’) partagent
1a méme broche du boitier.

On dispose de 8 sorties programmables par masque comme suit :

— logique positive ou négative
— facteur de forme 50% ou 100%
— buffer de sortie : MOS canal P drain ouvert, MOS canal N

drain ouvert ou complémentaire symétrique & basse impé-
dance.

Les sorties drain ouvert sont particuliérement utiles pour étendre
la capacité en nombre de rythme par mise en paralléle de plu-
sieurs 25016 possédant un code interne différent. |

THOMSON-CSF

DAVISION SEMICONDUCTELIS

SESDSEN
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SF.F 25016 E

PIN CONFIGURATION

BROCHAGE
Package : CB-79 Top view
Boitier Vue de dessus
m [ @
% ] nk
s8 [ ] s
s ]
SF.F 25016
o [ Bk
S5 D ] s
w ] ] vss
Horloge E z] Vbo
Y = VY = H (High level)
DD (Etat haut
Vgg =V~ =L (Low level)
(Etat bas)
\ -V = From5to 15V
po 55 De5a15Vv
Specification of parameters apply for . _
Les paramétres sont spécifiés pour ‘Vpp ~Vgs =12V £56%
R *
External reset
Prépositionnement externe
0
v*o —0  O— »i ‘ )
1 Down beat output
Sortie cadence
R¥ = External reset input/down-beat output
_ Entrée prépositic ex rtie de
An = Rythm code
Entrée codée du rythme
S = Instrument output
P Sortie instrument
2/5
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SF.F 25016 E

ZLECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Specifications of parameters apply for ,
Les paramétres sont spécifiés pour

.VDD—Vss=12Vi’5%

| TESTCONDITIONS VALUES
CONDITIONS DE VALE o
PARAMETERS é § MESURE s X
PARAMETRES - 0 S3
ss —550C 250C 126°C z3
FEN Vo |Vop— 58
@° @ (V)| (v) | min. | typ. | max. [ min typ. | max. [ min typ. | max.
Supply current Output
| open
Courant d‘alimentation DD Sortie. 12 25 5 mA
ouverte
i |V =18V 15 10 HA
Input current (1)
Courant d'entrée _
he [Vi=ov 15 -10 iy
v IH 12 8 v
Input level min
Niveau d’entrée VI L
max 12 4 v
Low level output current
(P channel open drain)
Courant de sortie & 'état bas 'O L 0|12 ~10 HA
(Canal P drain ouvert) (1)
Low level Rop (N channet
>pen drain or C-MOS buf-
‘er) R
Résistance passante 3 I'état bas onL 1 12 250 | 500 Q
‘canal N drain ouvert ou buf-
‘er C-MOS)
High level output current
(N channel open drain) ]
Courant de sortie 4 /état OH 12112 10 HA
haut (canal N drain ouvert)
High level Rgpy (P channel
open drain or C-MOS buf-
fer)
Résistance passante & | 'état RonH 1|12 250 | 500 Q
haut (canal P drain ouvert ou
buffer C-MOS) (1
Low level current down-
beat output
Courant & |état bas de la IOL 12 12 20 50 HA
sortie cadence
High level Rgp (down
beat-reset, P channel open
drain)
2ésistance passante & I'étar |R 1|12 250 | 500 Q
onH
raut de la sortie (Canal P drain
wvert cadence prépositionne-
nent)
1) "Down-beat/reset’” {input/output excepted)
Entrée/sortie “cade emise & zéro"’ 7
3/5
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SF.F 25016 E

TYPICAL WAVEFORMS
FORME DES SIGNAUX

Reset

Prépositionnement I
1

Clock '
Horloge |
. ! Forced by reset Down-beat |
R _r—l: Forcé par le prépositionnement Impulsion de cadence T *|

EXEMPLE OF A CODED RYTHM
EXEMPLE D'UN RYTHME CODE

Time points

Temps élémentaires 1 1 l 2 J 3 l 4 I —————— ] 16,32 S 24 1
Code X X X | X
Code : |

POSSIBLE OUTPUT WAVEFORMS
FORMES D'ONDES POSSIBLES EN SORTIE

(+)
(50%)

()
(100%) :

(100%)

Qutput types I
Types de sorties 'P"', "N, ""C""

Normal output H

Apply for all types : P channel open drain, N channe! open drain, C-MOS buffel
Applicable pour tous les types : Canal P drain ouvert, canal N drain ouvert, buffer C-MOS

Sortie normale l I l l | I
50% duty cycle L

Facteur de forme

Sortie normale
100% duty cycle L__I__—J L

I
1
|
Normal output _H;
1
1
Facteur de forme |

|

|

!

Inverted output H

Sortie inversée I I | I l
50% duty cycle L

Facteur de forme

Inverted output
Facteur de forme L |
100% duty cycle

Facteur de forme

P channel open drain N channel open drain
Canal P drain ouvert Canal N drain ouvert

V+

High level high impedance state

Etat haut a haute impédance

Low level high impedance state
Etat bas & haute impédance

Buffer C-MOS
Buffer C-MOS

V+

v

No high impedance statt
Pas d'état haute impédance

4/5
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SF.F 25016 E

RYTHM SELECTION
SELECTION D°UN RYTHME

The following binary code must be provided on A inputs to select code rythm (positive logique)
suivant le code suivant pour sélectionner chaque rythme

Les entrées doivent étre

CODE
Rythm A8 Ad A2 A
1 H H H L
2 H H L H
3 H H L L
4 H L H H
5 H L H L
6 H L L H
7 H L L L
8 L H H H
9 L H H L
10 L H L H
1" L H L L
12 L L H H
13 L L H L
14 L L L H
15 L L L L
0 H H H H
3LOCK DIAGRAM v v
'CHEMA LOG/QUE DD SS
‘ Internal clock
Clock input N Horloge interne
Entrée d’horloge 2
5 stage counter
1 Comp 5 étages
Internal
reset l
Prépositionnement
o I 5 - 32 Decoder |
Décodeur
' ) ()
3 I gy
o
' [ 2s60n rom1 (1 L o s
Reset -
répositionnement - 256 bit ROM2 () > :
—— | . .
Duty cycle logic
{nput and ! +  Logique de facteur
R reset(”) ] e forme
o logic >
1 Logique ™ |
l d’entrée et de " (+) |
‘own-beat prépositionnement _ !
Cadence ]
D | L o] 256 bit ROM8 ()

}  Mask programmable
Programmable par masque

1 A2

1

w

SN gl I
e fabb

O s2
O sS4
O S5
636
e
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SFF 25066 E ,SFF 25068 E
SFEF 25086 E ,SFF 25088 E

ORGAN RYTHM GENERATOR
GENERATEURS DE RYTHME POUR ORGUE ELECTRONIQUE

BASIC CHARACTERISTICS TENTATIVE DATA
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES NOTICE PROVISOIRE
Operating free-air Supply voltage Input voltage
Type Package temperature range Storage temperature Tension d’alimentation Tension d’entrée
yp Boitier de temp pé de stockag
de fonctionnement Vop — Vss min. max.
SF.F 25066 E CB-79 0°C, +70°C —55°C, +125°C 5V,15V VSS VDD
SF.F 25068/86 E | CB-181 0°C, +70°C —55°C, +125°C 5V,15V VSS VDD
SF.F 25088 E | CB-180 0°C, +70°C —85°C, +125°C 5V, 15V Vss Vbb

GENERAL DESCRIPTION
DESCRIPTION GENERALE

The SF.F 15066, 68, 86, 88 are rythm generators, reali-
zed with C-MOS technology.

1 out of 6 (SF.F 25066,68) or 8 (SF.F 25086, 88) rythm
can be selected or mixed {Internal "ORING"). Acces is
direct (without binary coding) and, in case of mixing the
lenght of the sequence is dermined by the shorter one.

16 elementary beats are provided, the reset count can be
mask programmed to 12 (3/4) or 16 (4/4) for each
rythm.

Reset input and down-beat pulse are given on a common
1/0 terminal.

On chip tempo oscillator is provided. Its frequency is ad-
justable by an external RC network.

6 (SF.F 25066, 86) or 8 (SF.F 25068, 88) outputs are
available, each of them can be mask-programmed for
50% or 100% duty cycle.

Outputs are made with P channel open drain MOS tran-
sistor, allowing or-wiring.

Les SF.F 25066, 68, 86, 88 sont des générateurs de rythme, réa-
lisés en technologie C-MOS.

Choix d’un rythme parmi 6 (SF.F 25066, 68) ou parmi 8 (SF.F
25086, 88) séparés ou mélangés par une sélection directe (non
codée). En cas de mélange, le rythme le plus court impose sa
cadence.

La séquence comporte 16 temps élémentaires, ils sont tous uti-
lisés pour les rythmes 4/4 ; pour les rythmes 3/4 la séquence est
réitérée aprés 12 temps seulement.

Une entrée “reset” et la sortie cadence (“down-beat”) partagent
la méme broche du boitier.

L de synchr du tempo est intégré et ne né-
cessite qu‘un réseau RC extérieur pour I'ajustement de la cadence.

On dispose de 6 (SF.F 25066, 86) ou 8 (SF.F 25068, 88) sorties
dont la forme d‘onde peut étre programmée par masque & un
taux de remplissage de 50% ou 100%.

Réalisées & I'aide de transistors MOS & canal P “’drain ouvert”,
les sorties peuvent étre cablées en paralléle, boitier a boitier, pour
une extension de la capacité en nombre de rythmes.

77-28 1/8
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SF.F 25066 E, SF.F 25068 E, SF.F 25086 E, SF.F 25088 E

PIN CONFIGURATION
BROCHAGE

Package : CB-181
Bofitier
Package : CB-79

Bofitier

SF.F 25068 E

Package : CB-180
Boitier

Package : CB-181
Boitier

2/8
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SF.F 25066 E, SF.F 25068 E, SF.F 25068 E, SF.F 25088 E

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

©w TEST CONDITIONS VALUES
QY CONDITIONS DE VALEURS 4
PARAMETERS 23 MESURE p W
PARAMETRES o, o s 3
s —56°C 25°C 126°C 3
N Vo | Vool— 55
b | vy | mino | typ. | max. | min. | typ. [ max. | min. [ typ. | max.
Qutput
Sypply current open
Courant d’alimentation IDD Sortie 12 2,5 5 mA
ouverte
iy |V = 18V 15 10 uA
Input current
Courant d’entrée
Note 1
V=0
I ! 15 ~100 A
L Y inote 2) u
Low level output current
Tension de sortie 3 I'état bas IO L 0 12 10 /JA
Note 1
Low level current down-
beat output |
Courant de sortie-cadence oL 12 20 50 uA
a l'état bas
High level output current | ¢
Tension de sortie & I'état haut| OH 11.5) 12 1 +2 mA
High level R
Ecat haue R, O RonH 12 250 | 500 Q
Input high level v
Entrée état haut I.H 12 8 v
Note 2 min
Input low level
Entrée état bas Vie 12 4 \
Note 1 : Down-beat/reset -- Input/output excepted
Sortie-cadence/remise & zéro — Entrée/sortie exceptée
Note 2 : Unselected state
Etat désélecté
3/8
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SF.F 25056 E, SF.F 25068 E, SF.F 25086 E, SF.F 25088 E

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Note 1
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES {Note 1)
TEST CONDITIONS VALUES
PARAMETERS SYMBOLS CONDITIONS DE VALEURS UNITS
PARAMETRES SYMBOLES MESURE VDD UNITES
(V) min. typ. max.
For 1 Hz down-
Clock frequency F beat cycle
Fréquence d’horloge Cycle sortie-cadence 12 1 kHz
pour 1 Hz
External resistor
Résistance externe R 12 10 100 kQ
External capacitance a4 6
Capacité externe c 12 10 10 pF
Minimum reset pulse width
Largeur minimale de Iimpulsion de TwH(R) 12 10 s
remise a zéro

TYPICAL WAVEFORMS
FORMES D'ONDES TYP{OUES

e

| i ' '
I ] : |
| | | [}
[ | |
! } |
Remise & 26ro i | | | )
: i U o : : 1 !
| 1169712 1 1
Beat _ _ _|__V__4__! 2_ 8 L ____ oo Y 2
Cadence | T T T I 1 | 1 T
} | | : : o ] I
! [ H ] | | ! [
i | | | |
I ! I { : | I | i I
Down-beat ! ! L . | | :
Sortie-cadence i | 1 i ' |
I f ; I ¢
Coded rythm | ; l o . i i I] ‘I
Rythme codé 100% 0] I 0
___J l_ l_ _—— —_———- _I I l__ -

I
| | Output
| Sortie

Duty cycle
Facteur de forme

4/8
476




SF.F 25066, SF.F 25068, SF.F 25086, SF.F 25088

GENERAL BLOCK DIAGRAM
SCHEMA LOGIQUE GENERAL

)

4 stage Internal clock

. adress counter Horloge interne V'=Vpp
=64 Compteur d‘adresse o
RC [

a 4 étages

facteur de forme u

Rythm select

|
|
|
|
|
O
|
C : Duty cycle logic (o]
\ Reset Logique facteur de forme = VSS
Remise & zéro .
A\ { 1
\ |
| 4/16 Decod. !
: !
or
: | 01 jou 0o
| 128 Bits ROM 1 —O
(Note 1) " - !
1 8 !
Reset r e, e ——_—— i
Remise & zéro ] to
| R Input logic J _ 2
Entrée logique | [/ - = :
I
Down-beat | L] :
Sortie-cadence : 128 Bits ROM N T
b—
! P 06 9" 07
i “ i
| I
1 Any rythm selected |
: i i Au moins un rythme sélecté \
RS1 RS6
or to or
ou a ou
RSO RS7
— +
i Vo= VDD v = VDD
: From ROM and duty i
| cycle logic |
| I Signaux provenant de la ——— |
ROM et de /a logi d
100 A typ.: et de la logique du i
Il 1
|

switch r <1 kQ

Contacteur de —_

sélection de rythme

r<1kQ Load
Charge

{INPUT RS1 to RS6 Closed = Selected QUTPOUT O1 to 06 A
ENTREE RS1 4 RS6 3 Fermé =Sélecté SORTIE O1 3 06

o' RSO P RS7 VT = Vg °r 0019 07

SF.F 25066 : P=6;N=6 SF.F25068 : P=6,N=8

SF.F25086 : P=8;N=6 SF.F25088 : P=8;N=8

Note 1 : When no rythm is selected an internal reset is automatically provided
En I'absence de sélection, le circuit est automatiquement positionné en position de remise 4 2éro.

5/8
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SF.F 25066, SF.F 25068, SF.F 25086, SF.F 25088

RYTHM PATTERN SELECTION CHART * Available with SF.F 25068/88 only
TABLEAU DE CODAGE DES RYTHMES
RYTHM : | ENABLE INPUT NUMBER /4
Olutput :‘,2 pin Time points
{Instrument) & 12 |3 5|6 ]7 |8|9 |10]11]12{13|14|15]16
ES
*
RYTHM : 2 ENABLE INPUT NUMBER /4
Output ;:,w pi Time points
(Instrument) '53 n
DL>) 1 2 4 5 6 7 8 9 1011|1213 |14 | 1516
*
*
RYTHM : 3 ENABLE INPUT NUMBER /4
Output ;':w pi Time points
(Instrument) «5'6 n
03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1112|1314 ]| 15|16
*
*
Note (1) : Duty cycle is related to each particular output and has to be the same wathever is the selected rythm

Le facteur de forme est caractéristique de chaque sortie, il doit donc étre indépendant du rythme sélecté.

6/8
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SF.F 25066, SF.F 25068, SF.F 25086, SF.F 25088

*Avaitable with SF.F 25068/88 only

RYTHM PATTERN SELECTION CHART (following)
TABLEAU DE CODAGE DES RYTHMES (suite)
RYTHM : 4 ENABLE INPUT NUMBER /a
C:utput ;:,2 Pin Time points
z
(Instrument) | 52 112 |3|4a|s 6|7 |89 |1w0|1n|12/13]14]|15]16
*
RYTHM : 5 ENABLE INPUT NUMBER /a
Olutput >':,2 pin Time points
(Instrument) | 2 112 |3jals5le|7 8|9 10 11]|12|13]14]15]|16
*
RYTHM :6 ENABLE INPUT NUMBER /a
Olutput >:2 Pin Time points
(Instrument) 38 112 (3|als|6 7|89 |10]|11]|12[13|14]|15]16
*

*
Note (1) : Duty cycle is related to each particular output and has to be the same wathever is the selected rythm.

Le facteur de forme est caractéristique de chaque sortie, i doit donc étre indépendant du rythme sélecté.
7/8
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SF.F 25066, SF.F 25068, SF.F 25086, SF.F 25088

RYTHM PATTERN SELECTION CHART (following)
TABLEAU DE CODAGE DES RYTHMES (suite)
RYTHM :7 ENABLE INPUT NUMBER /4
((Z;utput >:£ pin Time points
nstrument) | 59 12 3|a|5l6|7 |89 |10]1m|12)13|14]15]18
%
RYTHM : 8 ENABLE INPUT NUMBER /4
Olutput fg pin Time points
(Instrument) 1} 59 123 a|s|6|7 |89 10/ 11|12]13]14]15]16
%
*

*Available with SF.F 25088 only

Note (1) : Duty cycle is related to each particular output and has to be the same wathever is the selected rythm.
Le facteur de forme est caractéristique de chaque sortie, il doit donc étre indépendant du rythme sélecté.

8/8
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DEVELOPMENT CIRCUITS
CIRCUITS EN DEVELOPPEMENT

PAGE FUNCTION TYPE PACKAGE
PAGE FONCTION TYPE BOITIER

Stereo amplifier 2 x 20 W for car radio
Amplifi sréophonique pour auto- TDA 1099

485 plificateur
radio, 2 x 20 W

CB-173

487 gwitch rpoge’power _sup;:lx control TEA 1001

483



TDA1099

ESM 620

CAR AF STEREO AMPLIFIER
AMPLI BF STEREO AUTO-RADIO

Case CB-173
Boitier Tab is connected to substrat
Ailette reliée au substrat
SCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE

23— Y
' L L
Input 1 [1
Entrée 1 0—*' | & &
3
Channel 1 +—
Voie 1 l
B ]
1
Input 2 o I [
En?rée 2 |
Channel 2 - h
Voie 2
| —
2x 10W
PRINCIPAL FEATURES
DONNEES PRINCIPALES
— Supply voltage — — — ——— — —— —— — — — +9v & +20v
Tension d‘alimentation
— Outputcurrent — — = —— — — —— — — — —— +35A
Courant de sortie .
f = 1kHz
— Qutputpower — ——————— —— — —— — — 10 W typical {by chanel) d = 10%
Puissance de sortie typique {par voie) R = 29
Vee = 144V

— Thermal limitation
Limitation thermique

— Protected against load short circuits
Protection contre les courtcircuits de la charge

78-41 11
THOMSON-CSF
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TEA1001

ESM 463

SWITCH MODE POWER SUPPLY CONTROL
COMMANDE D'ALIMENTATION A DECOUPAGE

Case : CB-215
Boftier
Tab is connected to substrat
Ailette connectée au substrat
SCHEMATIC

SCHEMA ELECTRIQUE HF transformer

20V Unregulated +300 V \Transfarmateur HF
220 Non régulée Output
Sortie

Current measure

(X-4)
Mesure du courant _ : :
% —— NIE B
11
O
. I -
h
Starting
transformer
Transformateur
auxiliaire pour
le démarrage
Sy O———]
al
p AR

Switching transistor
Transistor de commutation

PRINCIPAL FEATURES
DONNEES PRINCIPALES

— Direct power transistor driving
Commande directe de la base du transistor de puissance

— Outputcurrent — — — — — — — — — . . +2A
Courant de sortie

— Automatic control of base current
Réglage automatique du courant base

— Fully protected
Protection totale

— Power package (17 pins)
Boftier de puissance (17 broches)

78-41 11
THOMSON-CSF
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SES@ESENM




Packages
Boitiers
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CB -
TO -
-101

1
99

CB -
TO -
- 95

100

cB

-128
TO -
- 96

101

CB -
TO -
-123

16
126

cB

-117
TO -
-138

220 AB

CB

-203
TO -

202

cB

-116
-124

CB -
-116

98

CB - 102

DO- 35 S

F - 80

CB-115 =

CB-176 '

CB-178 L J

CB - 161 /;’
4

CB- 97

TO- 92 /

F -1298B 4
4,

CB- 85 /,’

F - 44 7

CB- 4 2

TOo- 72 /’

F - 31

cB- 7

TO- 39

F - 59

CB - 106

CB - 107

CcB

-129
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CB- 79

CB -180

CB - 68
F -118

CB -132
F -144

CB- 19
To- 3
F - 24A

CB - 158
F -169 A

CB -173

CB -215

Fo-117 m
CB -179
cB- 21 w
CB -108 ‘
CB-108+ M W
CB - 109 ﬁ
CB - 155 5
CB - 206 '

U !
cB - 99

=1

CB -174 i I'/m/

i
CB -135 N

o
CB - 181
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Packages
Boitiers

254 254,2.54,2.54,2.54.2.54
.
”
5.08 mox ,
Pin
Brochage B
420 ©7.75
;5‘ - 2%
' 026
1o
)
i i
12.70min
?0.407
I o508
14 Pins S 10 Pins
! Boches | 5 )10 \ U 10 Broches
. 41673
DIN ‘ ' DIN '
! Bait C-23
| TO-n6 TO-16 F 105 CB-2 ortier B33 TO-100 TO-100 F95 c8-3
H Embase -
CEl DATA JEDEC SITELESC SESCOSEM . CEl ! DATA JEDEC | SITELESC SESCOSEM
72 331 2.29
838 444 »’I‘ 304
. Y
; i
1016 =k Contact orea
i ‘43 Face d appui
i \Lw \
I 330
1512 ‘
16‘63 . oss |
088
| R
12 3 I
204 204 039
-”g;gg 254 ™ * ™ 254 P oes
09,
- 4 Puos 6% 3 Qutputs
BA4 4 Beoches . 3 Sorties
4876 SOT-32
oiN ' oIN
Boe: g']; 10-72 | 10-72 F 3l CB-4 TO-126 | TO-126 F 123 CB-16
Embe -
e OATA JEDEC SITELESC SESCOSEM cer oATA JEDEC SITELESC SESCOSEM

493




Packages

Boiters

038 177 mos
ogg  wr—reilloe |
p 2 o102 Bonnmnnnonad
- AnAnABnf o
Datom Reper
» S
A= 8
N ©
Kegmpmymjmpe; ey
i H I H J H_Ui ! ”
! 17 ’ 301
I O ) 14 Pins 328 20
f 14 Broches e
‘i ' SOT-57 Y
DIN DIN
3 | | : v
MP 181 CB-21 F ns CB-68
i cer DATA JEDEC SITELESC SESCOSEM cel DATA JEDEC SITELESC SESCOSEM
2.54,2.54 254 254 254,254 254 635
! I Y } 0.5 min.
g
| \
\
\
177 mox 03, 762
.‘ o
15°
7] s ‘
b o O e O s O e s B e O e |
Datym . T
) |
[N 1270 min
[ g gy g ey g © 0407
! » ! 0.508
4 - 2244 >~ 14 Pins ) Y 2 Piny
[ 16 Broches 2 Broches
DIN \/ o \
) e . T
1 FN7 CB-79 Boer  B-10 F44 CB-85
; | Embose; C-7 '
cEl DATA JEDEC | SITELESC SESCOSEM Cel DATA | JEDEC SITELESC SESCOSEM
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Packages
Boitiers

1,27 1,27
635
3.2
4.2
(123 [ ) Li.l 0.51mn.
\J M 4 |k
b — 5.20 | ‘
Pin ! f \ %
Brochoge 1 B
4.58 / \\
5.33 .
' 02,0y \
03
762 g
| lﬂ&.‘ﬁ ,'_#74
| i
Datum
Repere
12,70min, Or
2.70min o
{ T['IUJ_T Tl .
ins
S ‘ <™ 10 8 Broches
Outputs
SOT-54 " (
DIN v Detm et e sontes i o Y
T T o
| T10-92 T0-92 F129 8 CB-97 : F N6 CB-98
- . t
CEl J_ D.ATA JEDEC SITELESC SESCOSEM ‘ CEl ; DATA JEDEC SITELESC SESCOSEM
_— L
127 min. 305 _ 27min__ 153
- =t aso M 1 T2007
I i !
] - |
s A 1 la = S
7 J S|
! 100458 gwj‘
N Y 1" N} 0.558 0.558
Y S Repere A N o A
' ? fo ‘AA.\A_AIAAL,AA—Q‘
fi L
I ooum o/ i Formerly DHD
Repere foy ” ) Anciennement
pd - - 14 Pins e
19.9 I r |
2 voles Om3 14 Broches
2 rous |
DIN ' \ DIN 1 v
" 2 — -
T |
| ! CB-99 (A-24] | [ [po-35] - [Feo] [ ce-i02
CEi | DATA I JEDEC SITELESC SESCOSEM \L CEl DATA 1 JEDEC SITELESC SESCOSEM
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Packages

Boitiers

254,2,54 762 254,254
2's‘TZié‘fz‘s‘fs%z.s‘f.s" 835 gy
L A S | 1 0.51 min,
= A 1
—
i 25mn
038 7 7mex | |4 sos. ‘
gy = e
w . le0r6_
I
BnAcAnf
14 Pins a 12 Pins 42 heat sink
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Boitiers

254 - 1016 254
635
508 508 3o e
Y -
T I m%
|
1 1
— I |
02
. — 52
15 - 52
Dotum
Repere.
o/
=
Ou {
o
:I,_ILILJUUU—C[LII_IUI_JLJ ,‘:
3518 ]
g 3768 =
10 Pins
4 28 Pi
10 Broches 28 Bv:‘thes
oI \] o y
CB-129 . Fl44 CB-132
CEl DATA JEDEC i SITELESC SESCOSEM (93] CATA JEDEC l SITELESC SESCOSEM
3
1 min.
| =
]
f
035
10,16
252

S
- . i
tos - |
ey rny o=y
ik oo
Dotum v /7
Repere  Ou e 7 - _2holes @ M3
. had 2 trous 14 Pins 12 pins + 2 flab fins
14 Broches 12 broches + 2 ailettes planes
DIN Y 1]
CB-135 CB-155
CEl DATA JEDEC SITELESC SESCOSEM cel DATA JEDEC SITELESC SESCOSEM

497




Packages
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Boitiers
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® Thomson - CSF
Division Sescosem

50, rue Jean Pierre Timbaud

BP 5 - 92403 Courbevoie

Tél: (1) 788-50-01 Telex : 610560

Sud-Est

® Thomson - CSF

Division Sescosem

38120 Saint-Egréve

Té):(76) 75-81-12 Telex : 204780

Sud

® Thomson - CSF

Division Sescosem

15, Av. Camille Pelletan - 13602 Aix en Provence
Tél:(42)27-98-15 Telex : 410665

Notre réseau de distribution

Région parisienne

= Codirel {Codicom}
105, rue Sadi-Carnot - 93170 Bagnolet
Tél: (1) 361-49-99

® Diel (Codicom)
73, Av. Pierre Larousse - 92240 Malakoff
Tél: (1) 656 - 70 - 44

= Gedis

165-167, rue Jean Pierre Timbaud
92400 Courbevoie

Tél : (1) 788-50- 13

® Gedis
63, rue de Paris - 92100 Boulogne
Tél : (1) 604-81-70 Telex : 270191

Ouest

= Gedis

Neuillé le Lierre
37380 Monnaie

Tél :(47) 52 - 96 - 07

® Quest Composants
5, rue Lesage

35000 Rennes

Tél :(99) 36 - 00 - 58

@ Side {Codicom)

Résidence Front de Seine

41, quai du Havre - 76000 Rouen
Tél : (35) 98 - 22 - 99

Nord

® Side (Codicom)
34, avenue Robert Schuman
C2 résidence de I'Europe - 59370 Mons en Barceul

Tél: (20) 04 -75-08
Midi-Pyrénées
® Sodimep

8, Avenue Léon Viala - 31400 Toulouse
Tét :(61) 52 - 01 - 21 Télex : 530171

18" Septembre 1978

Est

m Codirel (Codicom)
Rue du Grand Véon - 10000 Troyes
Tél :(25) 82-17 -43

m Selfco
31, rue du Fossé des Treize - 67000 Strasbourg
Tél : (88) 22 -08 - 88 Telex : 890706

Sud-Ouest

® Aguitaine Composants

30, rue Denfert-Rochereau

BP 38 - 33401 Talence Cedex

Tél :(56) 80 - 24 - 70 Télex : 550696

® Aquitaine Composants

"t e Moulin Apparent’’

Route de Paris - 86000 Poitiers
Tél : (49) 88 - 60 - 50

Centre

= Auverlec

Z.1. -2, rue de I'industrie - BP 2

63800 Cournon d’Auvergne

Tel :(73)92-14-77 Telex : Gotelec 390926

® Sedre
27, rue Voltaire - 42100 Saint-Etienne
Tél :(77) 32-80-57 Telex : 300953

Rhdne-Alpes

= Sedre
21, Avenue de la Plaine Fleurie - 38240 Meylan
Tél : (76) 90.71.18 Télex : 980 936
m Sedre

10 & 12, rue Jean Bourgey - 69100 Villeurbanne
Tél :(78) 68-30- 96 Telex : 370461

Cote d'Azur

= Dimel
Le Marino - Avenue Claude Farrére - 83100 Toulon
Tél : (94) 41 -49-63 Telex : 430093

Provence

® Sud Composants

Traverse de la Caransane, Les quatre Saisons
La Valentine, 13011 Marseille

Tel : (91) 43-21-84 Telex : 401213
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Zentrale : Miinchen

= Thomson-CSF GmbH
Bereich Halbleiter Sescosem
Fallstrasse 42, 8000 Minchen 70

Tel : (89) 76-751 Telex :06-22 916

Geschaftsstellen

1 September 1978

Berlin

® Thomson-CSF GmbH
Emser Strasse 2, 1000 Berlin 31
Tel : (030) 861 -70-17 Telex : 185425

Frankfurt

® Thomson-CSF GmbH
Rennbahnstrasse 6, 6000 Frankfurt 71
Tel : (06 11) 67-70-75/76 Telex : 4 13 059

Hamburg

® Thomson-CSF GmbH

Bilser Strasse 9, 2000 Hamburg 60

Tel : (040) 5-11-97-14 Telex : 2 15403
(040) 5-11-97-03

Hannover

® Thomson-CSF GmbH
Eichstrasse 43, 3000 Hannover
Tel : (05 1 1)\1-23-51 /52 Telex : 9 22 306
KéIn (Aussenstelle Siegburg)

® Thomson-CSF GmbH
Kaiserstrasse 94, 5200 Siegburg

Tel : (02 241) 6-23-55 Telex : 8 89 510

Niirnberg

# Thomson-CSF GmbH

Bessemerstrasse 16, 8500 Nurnberg .

Tel : (09 11) 56-30-81/82 Telex : 6 23 361
Stuttgart

8 Thomson-CSF GmbH

Rosenbergstrasse 184, 7000 Stuttgart 1
Tel : (07 11) 63-83-44/45 Telex :7 21718

Distributer

Berlin
= RTG Distron

Postfach 100 208, Behaimstrasse 10, 1000 Berlin 10

Tel : (030) 342 10 41-45 Telex : 185478

Bremen

u A + B Electronic
Ingolstadter Strasse 1-3, 2800 Bremen
Tel : (04 21) 3-89-41 Telex : 2 44 363

Dortmund

m RTG E. Springorum KG
Bronnerstrasse 7, 4600 Dortmund
Tel : (02 31) 5-49-51 Telex : 8 22 534

Frankfurt

® Spoerle Electronic
Otto-Hahn-Strasse 13, 6072 Dreieich b. Ffm.
Tel : (06 103) 30-41 Telex :4 17 972
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Hannover

& Elektronik-Distributer DITTHA
Sidfeldstrasse 7, 3000 Hannover 91
Tel : (05 11) 45-861 Telex : 9 22 356

Miinchen

® Metronik GmbH
Kapellenstrasse 9, 8025 Unterhaching
Tel : (0 89) 6-11-40-63 Telex : 5 29 524

Niirnberg

® semtech GmbH
Hallerweiherstrasse 5, 8500 Nirnberg
Tel : (09 11) 83-10-03/4/5 Telex : 6 23 960

Stuttgart

w “elecdis’” Ruggaber GmbH, Co. KG
Hertichstrasse 41, 7250 Leonberg-Eltingen
Tel : (07 152) 4-70-81 Telex :7 24 192



® Thomson-CSF Components and Materials LTD
Ringway House, Bell Road

Daneshill, Basingstoke, Hants

RG24 0QG

Tet : 0256 29155 Telex : 858 865

Distributors

1 September 1978

® Barlec LTD
219 London Road, East Grinstead, Sussex
Tel : 0342 24383 Telex : 957051

= A Marshalls (London) LTD
Kingsgate Hse, Kingsgate Place, London N.W. 6
Tel : 01 624 0805 Telex : 21492

= | ock Distribution
Neville Street, Middleton Road, Oldham, Lancs
Tel : 061 652 0431 Telex : 669 971

= OMNI Components LTD
59 Vastern Road, Reading, Berks
Tel : Reading 594834 Telex : 848 907

u Semiconductor Specialists (UK) LTD
Premier Hse, Fairfield Rd, Yiewsley
W. Drayton, Middx,UB7 8EX

Tel : 089 54 46415

® Phoenix Electronics (Portsmouth) LTD
139-141 Havant Road, Portsmouth, Hants
Tel : 07018 73441 Telex : 86427

® Spenco Electronics {Phoenix) LTD
79, Carron Place, East Kilbride, Scotland
Tel : 035 52 36311

u Woolley Components LTD

Tudor Road, Broadheath Imd Estate,
Altrincham, Cheshire WA14 5RZ

Tel : 061 941 1911 Telex : 669735
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® Thomson-CSF Componenti S.P.A m Ufficio Vendite Roma
Direzione Commerciale, 20125 Milano Via M.-Gioia 72 00193 Roma Lungotevere Dei Mellini 45
Tel :02/6884141 (51inee)  Telex : 36301 Ducati Tel : 06/312722-353005 Telex : 61173 Telonde
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Distributori

1 Settembre 1978

Lombardia

m Garavaglia Rappresentanze
Via Le Lazio 27, 20135 Milano
Tel : 02/682457 - 02/576102

Liguria

= Dott. Wolfredo Jon Tonel
Via G. Barbareschi 231, 16149 Genova/Sampierdarena
Tel : 010/267790

Tre Venezie

= Veco SAS
Via Avenale,15 31033 Castelfranco Veneto (Treviso)
Tel : 0423/485402

Emilia - Toscana - Marche

® Libra SRL

Via Torino 15

40068 San Lazzaro Di Savena (Bologna)
Tel : 051/460130

Lazio - Italia Meridionale

= 2B Electronica
Via Pasquale Fiore 28/30,00167 Roma
Tel : 06/6221942 - 06/6222432



® Thomson-CSF

Division Sescosem

Service Export

50, rue Jean-Pierre Timbaud

92403 Courbevoie

Tel : (1) 788-50-01 Telex : 610560

|Local distributors

1 December 1978

Austria {taly

® Transalpina ® Thomson-CSF Componenti
Postfach 69, 1103 Wien-Siidbahnhof Direzione commerciale, Ufficio Vendite et Deposito
Tel : (222)-72-51-86 Telex : Inland 12717 20125 Milano, Via M.-Gioia, 72

Tel : (2)-6884-141 Telex : 36 301
Belgium and Netherlands
Norway
# Thomson S.A.
363, avenue Louise B-1050 Bruxelies 5 m Tahonic A/S
Tel :(2)-648-64-85 Telex : 23 113 Postboks 140, Kaldbakken
o Kakkelovnskroken 2, Oslo 9
Netherlands distributor Tel : (02)-16-1610 Telex : 17397
= Compagnie Générale d'Electricité Spain
Koninginnegracht 64 La Haye
Postbus 1860 La Haye = Components Electronicos S.A.
Tel :(70)-60-88-10 Telex : 31 045 Poligono Industrial Fontsanta, Calle/Hsn
San Juan Despi - Barcelona
Denmark Tel :(3) 373-30-11 Teiex : 53 077
® Scansupply
20, Nannasgade - DK 2200 Copenhague Sweden
Tel : (01)-83-50-90 Telex : 19037 = Thomson-CSF Elektronrér - AB
. Sandhamnsgatan 67 - Box 27080
Finland $-10251 Stockholm
Tél :(08) 22-58-15 Télex : 19650

® OY Sufra AB

Ruusulankatu 20 A 12 - 00250 Helsinki 26
Tel : (0) 490 - 931 - (0) 490 - 137
Telex : 12-3333 Sufra-Helsinki

West Germany
@ Thomson-CSF GmbH

8000 Minchen 70 - Postfach 701 909
Tel : (089) 7675-275 Telex : 522 916

Great Britain

® Thomson-CSF Components and Materials LTO

Ringway House - Bell road

Danneshill Basingstoke - Hants

RG24 - 0QG

Tel : (0256)-29155 Telex : 858 865

Distributor

® TH'S Elektronic - AB
Gribbyvédgen 1 - Box 2019

$-16302 Spanga

Tél : (08) 760-01-90 Télex : 11145

Switzerland

® Modulator S.A
Kénizstrasse 194 CH - 3097 Bern-Liebefeld
Tel : (031) 59-22-22 Telex : Mober 32431

US.A

# Nucleonic Products Co, Inc

6660 Variel Avenue, Canoga Park — California 91303
Tel : (213) 887-1010 Telex : 698 481

Twx :910 494 1954
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Thomson-CSF Composants Export

101, Bd Murat
75781 Paris Cedex 16
Tel :(1) 743-96-40

Telex : TCSF 204780 F

Local correspondents

1 September 1978

South Africa

m Pace Electronic Components (PTY) LTD
P.O Box 75239 Garden View 2047
Tel :616-18-24 : Telex : 8-7823

Argentina

mColmarSR L
San Jose 83 Piso 12 - Buenos-Aires
Tel : 37-61-76 Twc : Colmar

Australia

= | R H Components

2, the Crescent, Box 70 - PO Kingsgrove 2208
Kingsgrove, NSW, Australia
Tel : 50111

Cable : "IRCAL’" Sydney

Telex : 21123

Austria

® Transalpina

Postfach 69, 1103 Wien-Siidbahnhof

Tel : 72-51-86 Telex : Inland 12717

Brasil

@ Thomson-CSF Components do Brazil
Avenida Roque Petronio JR S/N!

Caixa postal 4854, Sao Paulo
Tel :(55.11) 542-47-22 Telex : 1124226 TCSF-BR

Canada

m Canadian General Electric company Ltd
189, Dufferin street,

Toronto - Ontario-M 6K 1Y 9

Greece

® Messaritis and Co
32, Marni str. PO Box 517 - Athens
Tel : 538 - 872 ;534 - 375

India "BOMBAY"

= Echbee Corporation

Kamer Building

38, Cawasji Patel Street, Bombay 400001

Tel :253-489 / 258-341 Telex : 011 5479

India "HYDERABAD"’

® Kashinath and Co
10 - 2 289/71 Shantinagar - Hyderabad 500 028 AP
Tel : 369 - 42

India “NEW DELHI"

® Thomson-CSF
C. 578 Defence Colony - New Dehli 110024
Tel : 625598 Telex : (81) 312-822 TCSF-IN

510

India "NORTH"

m Penjab Semiconductors Devices LTD
14th sector, Chandigarh 160011

fran

® Faratel P.O Box 11/1682
Kandovan Alley Opp. Villa Shahreza Ave., Teheran
Tel : 667 030 / 665 036 Telex :213 071 FARA IR

Japan

® Thomson-CSF Japan K.K.
TBR Building - Kojimachi 5-7 Chiyoda-ku
Tokio 102 - Japan

Tel : {(03) 264 63 41 Telex : 2324241 THCF-J

South Korea

# Samsung Electronic Parts Co Ltd

RM 2709 Dongband Building

2 KA 250 Taepyung Road , Chung-Ku-Seoul

Tel : 24-2657 Telex : K 2257 - K 28565

Mexico

® Proveedora Electronica S.A.
Apartado postal M. 7607, Balderas 32108
Mexico 1 DF

Tel :585-563-53 Telex : 017-72402 (Saul Me)

Morroco

= Ste de Fabrication Radioélectroniques Marocaines
40, Boulevard de la Résistance - BP 2118

Palais Mirabeau - Casablanca

Tel :27-91-00; 27-91-23 Telex : 21 924 Telonde

Portugal
# Sd Com. Rualdo
Rua S. Jose 15 - Lisbonne 2

Tel :33725 Tlg : Rualdo Lisbonne 2
Telex : 16 447 Rualdo Lisbonne

Singapour

® General Engineers
37, Hill Street
Singapour 6

Turkey

® J, Barkey
PO Box 58
Osmanbey - 1stamboul



u THOMSON-CSF

DMSION SEMICONDUCTEURS
l
Direction Commerciale
50, rue Jean-Pierre Timbaud
B.P. 120 - 92403 Courbevoie
Téléphone : (1) 788-50-01
Télex : Sesco 610560
Service Commercial Service Commercial Sud
Région Sud-Est 15, Avenue Camille Pelletan
38120 Saint-Egréve 13602 Aix-en-Provence
Téléphone : (76) 75-81-12 Téléphone : (42) 27-98-15
Télex : 204780 Télex : 410665
Thomson-CSF
Export Division Components and Materials LTD
50, rue Jean-Pierre Timbaud Ringway House, Bell Road
B.P. 120 - 92403 Courbevoie Daneshill, Basingstoke, Hants
Telephone : (1) 788-50-01 RG24 0QG
Telex : Sesco 610560 Tel : 0256 29155
Telex : 858 865
Thomson-CSF GmbH
Fallstrasse 42, 8000 Miinchen 70
Telephon :089/76 75-1
Telex : 05-22 916
Thomson-CSF Componenti
Direzione commerciale,
Ufficio Vendite et Deposito
20125 Milano
Via M.-Gioia, 72
Telefono : 6884-141
Telex : 36 301
Ufficio Vendite Stabilimento
00193 Roma Sermoneta (Latina)
Lungotevere dei Mellini, 45 Telefono : 773-3-00-31
Telefono : 31-27-22, 35-30-05 Telex : 68 009

Telex : 61 173 Telonde

511



lw>
© w N J

B

179

215

343

385

417

44

481

489

ofs

GENERAL INFORMATIONS
GENERALITES

Library
Bibliothéque

Index
Index

Symbols
Symboles

DATA SHEETS
NOTICES

AF AMPLIFIERS
AMPLIFICATEURS BF

PRE AMPLIFIERS AND ASSOCIATED FUNCTIONS
PRE AMPLIFICATEURS ET FONCTIONS ASSOCIEES

T.V. RADIO
RADIOT.V.

VOLTAGE REGULATORS
REGULATEURS DE TENSION

SPEED REGULATORS
REGULATEURS DE VITESSE

CAR
AUTOMOBILE

MOS MUSICAL INSTRUMENT CIRCUITS
CIRCUITS MOS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE

DEVELOPMENT CIRCUITS
CIRCUITS EN DEVELOPPEMENT

PACKAGES
BOITIERS

SALES REPRESENTATIVES
RESEAUX COMMERCIAUX



8,61 ansawin ap |ebg) 10dag

XN3INOVE 02CC6
sauiponde) sap ani ‘HG

OdALOYH 19
1ed g/6| 24qWadgp Qg 9| Jawidwi,p 9naydy




099019 +X37131 / 10°05 882 U1 3L/ FIOAIFHNOD E0VZ6 /S 'd'8 / ANVEWIT IHH IS NYAC 3IAY 05
z AIFSOISIS SHAFLONANOIINIS NOISIAID

“NOSWOHL
@

)

’




	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_01_
	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_20200116_18025473_0001
	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_20200116_18074963_0004
	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_20200116_18171313_0005
	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_20200116_18270549_0006

	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_02_
	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_20200116_18275739_0007
	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_20200116_18374312_0008
	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_20200116_18385400_0009

	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_20200116_18475177_0010
	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_20200116_18572602_0012
	SESCOSEM_CI bien de consommation_1979_20200116_19053303_0013



